





SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES
HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type Tumber in this list does not nec-
essarily imply its @vailability

La figugation diun puméro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est 1ivrabdle

Das Vorkommen einer Typennumuer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsichlich lieferbar ist

Type | Page Date Type Page © Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
1,2 4.

,2| 8. 8.1962 BY100 4,1961
8. 8,1962 A,B 4. 4.1961
6. 6.1962 c,D 4. 4.1961
6. 6.1962 E 1. 1.1962
6. 6.1962 gm 1,2 50 5.1962
12,12.1961 3,4 5. 541962
12.12.1961 5,6 | 5. 5.1962
12.12.1961 4,B | 5.5.1962
12,12,1961 ¢,D 5. 5.1962
12.12.1961 E,F | 5. 5.1962
12.12.1961 6,H | 5. 5.1962

4. 451921 S 1 5, 5.1962
i ::112611 ngi 1,2 | 5. 5.1962
3,4 5. 5.1962

4. 4.1961 5,6 | 5. 5.1962
oo et gl R
.10, c,D 5, 5.1962
:Z.:g.:zzg E,F 5. 5.1962
.10, G,H | 5. 5.1962
13.18.1920 I 5.-5.,1962
4: 4:1363 g}ggé e e
5,4 | 5. 5.1962

10.10.1960 5,6 5. 5.1962
10.10.1960 A,B 5. 5.1962
10.10.1960} | c,D 5, 5.1962
10.10,1960 E,F 5. 5.1962
5. 5.1960 G,B 5. 5.1962
5. 5.1960 1 5. 5.1962
5. 5.1960| |BYZ14 1,2 5. 5.1901
9. 9.1960 3,4 5. 5.1961
9. 9.1960 5,6 5. 5.1961

8.8.1962 772 1286 Dio 1.



SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI~CONDUCTRICES
HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type| Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum | Typ Seite Datum
BYZ14 7,8 5. 5.1961 0431 1,2 4. 4.1959

9,10 5. 5.1961 3 4. 4,1959

A,B | 10.10,1960 A,B 6. 6.1958

c,D 5. 5.1961 0447 1,2 10,10.1960

E,F 5. 5.1961 3,4 10.10.1960

SR 2 g}gg} AB | 10.10.1960

BYZ15 1 1, 1.1962 c,D 10.10,1960

BZYS56 1 . s, E,F 10,10,1960

LI ks S

B,C 5. 5.1962 0470 1,2 7. 7.1957

A,B 10,10,1958

333294 1,2 | 5. 5.1962 ¢,D | 10.10.1958

3.4 | - 5. 5.1962 E,F | 7. 7.1957

B,C | 5. 5.1962 GE | 7. 7.1957

B_Zf}g 1,2 | 4. 4.1962 1,7 7. 7.1957

A,B 4. 4.1962 0A71 1,2 7. 7.1957

c 4. 4.1962 A,B 7e 741957

045 1,2 7. 7.1957 c,D 7. 7.1957
A,B 7. 7.1957 0A72

¢, | 7. 7.1957| |270A72 ;'2 Z ;12::

0A7 1,2 6. 6.1960 A,B 2. 7.1957

3| MM19600 Hoaps a2 | 7. 701957

4,B 6. 6.1960 AB 7. 7.1957

c,D 6. 6.1960 ¢,D 7. 7.1957

E,F 6. 6.1960 E,F 7. 7.1957

049 1,2 5. 5.1960 G,H 2. 7.1957

3,4 5. 5.1960 1,7 7. 7.1957

A,B 5. 5.1960 2-8%3 1,2 7. 7.1957

g’i : ::Zgg 3,4 | 7. 7.1957

! + 2 A,B 7. 7.1957

¢ 5. 5.1960 ¢,D | 7. 7.1957

E . 9. 9.1959

722 1287 ‘ Dio 2.



SEMTICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES
HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type pumber in this list does not nec-
essarily imply its ayailability

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
TyDp Seite | Datum Typ Seite Datum
Dio 1,2 |12.12.1960 04 7 1,2 6. 6.1960
AAZ 17 1,2 10.10.1960 3 11.11.1960
3,4 10.10.1960 A,B 6. 6.1960
A,B 10.10.1960 c,D 6. 6.1960
C,D 10.10.1960 E,F 6. 6.1960
E 10.10.1960 04 9 1,2 5. 5.1960
AAZ 18 1,2 10.10.1960 3,4 5. 5.1960
3,4 10.10.1960 A,B 5. 5.1960
A,B 10.10.1960 c,D 5. 5.1960
c,D 10.10.1960 E,F 5. 5.1960
B 10.10.1960 ol 5. 5.1960
ASZ 11 1,2 10.10.1960 04 31 1,2 | 4. 4.1959
3,4 |10.10.1960 3 4. 4.1959
BA 100 1,2 5. 5.1960 A,B 6. 6.1958
A,B 5. 5.1960 0A 47 1,2 |10.10.1960
c,D 5. 5.1960 3,4 |10.10.1960
BA 102 1,2 9. 9.1960 £,B 110.10.1960
3,A 9. 9.1960 ¢,D [10.10.1960
BYZ 14 1,2 10.10.1960 E,F |10.10.1960
3,4 10.10.1960 G 10.10..1960
5,6 ] 10.10.1960 0A 70 1,2 7. 7.1957
7,8 10.10.1960 A,B |10.10.1958
9,10 |10.10.1960 ¢,D |10.10.1958
A,B 10.10.1960 E,F 7. 7.1957
c,D 10.10.1960 G,H 7. 7.1957
E,F 10.10.1960 I,J 7. 7.1957
G,H 10.10.1960 0A 71 1,2 7. 7.1957
I 10.10.1960. A,B 7. 7.1957
0A 5 1,2 7. 7.1957 c,D 7. 7.1957
A,B 7. 7.1957 oa 72| 1,2 | 7. 7.1957
c,D 7. 7.1957| |20~ 72} 3 7. 7.1957
A,B 7. 7.1957

12,12.1960 ° 722 0468 Dio 1.



SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES
HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its avallabillty
La figuration d'un numero de type sur cette liste n'implique

pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date "
Typ Seite Datum Typ Seite Datum

0A 73 1,2 7. 7.1957 0A 95 1,2 3. 3.1958
A,B | 7. 7.1957 4,B | 3. 341958

c,D 7. 7.1957 c,D 3. 3.1958

E,F 7. 7.1957 | E 3. 3.1958¢

G,H | 7.7.1957 | | 04 200 1,2 | 6. 6.1960

1,7 7. 7.1957 3 6. 6.1960

0A 79 1,2 7. 7.1957 A,B 6. 6.1960
270479 | 54 | 7. 7.1957 ¢,D | 6. 6.1960
A,B 7. 7.1957 0A 201 1,4 7. 7.1957

c,D 7. 7.1957 | | 0A 202 1,2 6. 6.1960

E 9. 9.1959 3 6. 6.1960

0A 81 1,2 7. 7.1957 4,B | 6. 6.1960
4,B 7. 7.1957 ¢,D | 6. 6.1960

¢,D | 7. 7.1957 0A 210 1 12.12.1958

0A 85 1,2 7. 7.1957 4,B [10.10.1958
A,B 7. 7.1957 ¢,D [10.10.1958

¢,D | 7. 7.1957 , E 10.10.1958

8ﬁ ggc 1,2 7. 7.1957 OA 211 1,2 | 3. 3.1958
3,4 3. 3.1958 4,B [10.10.1958

A,B 7. 7.1957 | [ 10.10.1958

c,D |7.7.1957 | |oa 214 1,2 | 3. 3.1958

0A 90 1,2 3. 3.1958 4,B 10.10.1958
A,B | 4. 4.1959 ¢ 10.10.1958

¢,D |[3.3.1958 | |oaP 12 1 7. 7.1958 "

EF  |3.+3.1958 | |04z 200 | 1,2 | 5. 5.1960

0A 91 1,2 |3, 3.1958 213 | 3,4 | 5. 5.1960
A,B 3. 3.1958 5 5. 5.1960

C,D |3. 3.1958 4B | 5. 5.1960

04 92 1,2 {3.3.1959 ¢,D | 5. 5.1960]!
AB |3. 3.1959 EF | 5.5.1960

GHE | 5.5.1960]
722 0469 Dio 2.
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SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN
Type - | Page Date Type Page- Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0A81 1,2 7. 7.1957| |0A210 1 12.12.1958
A,B 7. 7.1957 A,B 10,10,1958
c,D 7. 7.1957 c,D 10,10.1958
0A85 1,2 7. 7.1957 E 10.10.1958
A,B 7. 7.1957| |0A211 1,2 3. 3.1958
¢,D 7. 7.1957 A,B 10.10.1958
e | 1,2 | 7. 7.1957 ¢ 10.10.1958
3,4 3. 3.1958 0A214 1,2 3. 3.1958
A,B 7. 7.1957 A,B 10.10.1958
¢,D 7. 7.1957 c 10,10.1958
0490 1,2 3. 3.1958 8A§12 1 7. 7.1928
A | 4. 4.1 AZ200| 1,2 5. 5.1960
oD ; ;1322 —213| 3,4 5. 5.1960
E,F 3. 3.1958 5 5. 5.1960
0491 1,2 3. 3.1958 4B 5. 5.1960
A,B 3, 3.1958 c,D 5. 5.1960
¢,D 3. 3.1958 E,F 5. 5.1960
0492 1,2 6. 6.1961 ! 5. 5.1960
3 6. 6.1961
A,B 6. 6.1961
c,D 6. 6,1961
E,F 6. 6.1961
G 6. 6.1961
0A95 1,2 3, 3.1958
A,B 3. 3.1958
¢,D 3, 3.1958
E 3. 3.1958
04200 | 1,2 6. 6.1960
3 6. 6.1960
A,B 6. 6.1960
c,D 6. 6.1960
0A201 1,A 7. 7.1957
04202 1,2 6. 6.1960
3 6. 6.1960
A,B 6. 6.1960
C,D 6. 6.1960
8.8.1962 7%2 1288 Dio 3.







SEMI-CONDUCTOR DEVICES
DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS
HALBLEITERVORRICHTUNGEN

The inclusion of a type number in this 1list does not
necessarily imply its avallability

La figuration d'un numéro de type sur cette listen'im— :
plique pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tats#dchlich lieferbar ist

Type Page Date Type | Page Date
Typ Seite . Datunm Typ Seite Datum
Sem 1,2 [1.1.1959 04 73 1,2 7. 7.1957
Sem 3. 1. 141959 4,8 7. 7.1957
Sem 501, c,D 7. 7.1957
con 52‘3’2 7. 7:1957 E,F | 7. 7.1957
504 | 7. 7.1957 G,H | 7. 7.1957
Seri 505 | 7. 7.1957 S e
045 1,2 7. 7.1957 o4 h2 | 7. 71957
LB |7 7.1257 ORI 30 ) 7 71950
6.0 | 7. 7.1957 &8 7. 71957
oa 7 1,2 |3.3.1958 ¢,D | 7. 7.1957
3 3. 3.1958 B ner
1,5 3. 3.1958 04 81 1,2 | 7. 7.1997
049 1,2 |3.3.1958 4B | 7. 7.1957
3.4 3. 3.1958 : C,D | 7. 7.1957
5 3. 3.1958 04 85 1,2 7. 7.1957
A,B 3. 3.1958 A,B 7. 7.1957
0A 31 1,2 6. 6.1958 ¢.D 7. 7.1957
3 6. 6.1958 0A 86 1,2 7. 7.1957
AR R I e
3 3. 3.1958 A,3B 7. 7.1957
A,B 3. 3.1958 C,D | 7. 7.1957
04 70 1,2 7. 7.1957 0490 | 1,2 | 3.3.1958
&n fo9ids 43 | 3. 3.1958
E,F 7.°7.1957 i ¢,D | 3. 3.1958
N BE | 330195
04 71 1,2 |7, 7.1957] | OR 91| 12 | 3.3.1958
LB 7. 7.1957 4B | 3. 3.1958
c.D |7.7.1957 C.D | 3. 3.195
0472 1,2 2. 9.1957 0A 95 1,2 | '3. 3.1958
2-0A72 | 3 2. 7.1957 4,B | 3. 3.1959
AaB |7, 7.1957 C,D | 3. 3.195
E 3. 3.1958

1.1.1959 938 3396 Sem. 1



SEMI-CONDUCTOR DEVICES
DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS
BALBLEITERVORRICHTUNGEN

The inclusion of a type number in this list does not
necessarily imply its availability

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'im-
pligque pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tats#chlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum -Typ Seite Datum
0A 200 1,4 | 7. 7.1957 0C30 E,F | 3. 3.1958
0A 201 | 1,A | 7. 7.1957 2-0C30 G,H | 7.7.1958
0A 202 1,4 | 7. 7.1957 0C 44 1,2 {12.12.1958
, B 3. 3.1958 3,4 | 3.3.1958
0A 210 1 12.12.1958 5,6 3. 3.1958
A;B '[10.10.1958 7,8 | 3.3.1958
c,D {10.10.1958 9,10 | 3. 3.1958

o 10.10.1958 11 3. 3.1958
0A 211 1,2 | 3. 3.1958 A,B 5. 5.1957
A/ 110.10.1958 oC 45 o 12.12.:;22

1,2 .12,
C |10.10.1958 374 | 3. 5.1958
OA 214. | 1,2 |'3. 3,1958 5,6 3. 3.1958
4,8 10.10.1958 4,B 5. 5.1957
] ¢ 10.10.1958 ¢,D 3. 3.1958
0AP 12 | T 7. 7.1958 oc 57 1,2 |12.12.1958
oc12 1,2 | 3. 3.1958" ' 4,B 12.12.1952
et 314 13, 3.1958 oc 58 f 2 :i 12'1328
5,6 3. 3.1958 A:B 12.12:1958
7,8 |3.3.1958 ] c 12.12.1958
9 3. 3.1958 oc 59 1,2 12.12.1958
1o |3 31950 43 |izizge
C.D |3.3.1958 0c 60 1,2 |12.12.1958
E,F |3.3.1958 A,B  [12.12.1958
0c30 | 1,2 | 7. 7.1958 o 65 | C=? 12'12':952
030 | 3 (7] 71058 R R
5,6 | 3. 3.1958 0c 66 1,2 | 3.3.1958
7,8 |3. 3.1958 A 5. 5.1957
AB | 3. 3.1958 0C 70 1,2 g. 3.1gg$
3 - . 5.1

,D ]3.3.1958 A,B | 5. 5.1957

938 3397 Sem.?2




SEMI-CONDUCTOR. DEVICES

DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS

HALBLEITERVORRICHTUNGEN -
Type - | Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
oC 70 c,D 5. 5.1957 oc 75 c,D 6. 6.1958°
E,F . | 5. 5.1957 E,F 6. 6.1958
G,H 5. 5.1957 G,B 6. 6.1958
I,J 5. 5.1957 1,7 6. 6.1958
K,L 5. 5.1957 K,L 6. 6.1958
M,N 3. 3.1958 ¥,N 6. 6.1958
oc 71 1,2 3. 3.1958 oc 76 1,2 3. 3.1958
354 3. 3.1958 3,4 3. 3.1958
5 5. 5.1957 5,6 3. 3.,1958
A,B 5. 5.1957 4,B 5. 5.1957
c,D 5. 5.1957 ¢,D 5. 5.1957
E,F 5. 5.1957 E,F 5. 5.1957
G.H 5. 5.1957 G 5. 5.1957
1,7 5. 5.1957 oc 77 1,2 5. 5.1957
K,L 5. 5.1957 3,4 5. 5.1957
M,N 3. 3.1958 A,B 5. 5.1957
_oc72 1,2 3. 3.1958 c,D 5. 5.1957
2-0072 3,4 5. 5.1957 E,T 5. 5.1957
5,6 5. 5.1957 G 5. 5.1957
7,8 5. 5.1957 0C139 1,2 12.12.1958
9,10 |5. 5.1957 3 12.12.1958
A,B 5. 5.1957 0C140 1,2 12.12.1958 |
c,D 5. 5.1957 3 12.12.1958
E,F 3. 3.1958 0C141 1,2 12.12.1958
G 5. 5.1957 3 12.12.1958
oc 73 1,2 3. 3.1958 0C170 1,2 6. 6.1958
A,B 5. 5.1957 3,4 6. 6.1958
c,D 5. 5.1957 5,6 6. 6.1958
E,F 5. 5.1957 7 6. 6.1958
SRR I I
KL |5, 5.1957 | | 329475 )
oc 75 1,2 1. 1.1959 2-0C16 1 7. 7.1957
3 6. 6.1958 2-0072
A,B 6. 6.1958
1. 1.1959 938 3398 Sem.3







SYMBOLS FOR SEMI-CONDUCTORS

Remark:

In order to distinguish the three ways of connecting
transistors, symbols denoting quantities referring to
transistors in common base connection are without dash,
whereas in the case of transistors in common emitter
connection the symbols have got one dash and in the case
of transistors in common collector connection the

1.

symbols have got two dashes, e.g. Vi, Vi', Vi".

SYMBOLS DENOTING ELECTRODES

Base of a transistor « « « « ¢ « o o 0 .
Collector of a transistor . . . . « « « .
Anode of a germanium diode . . . .+ ¢ .+ . .
Emitter of a transistor . . . ¢« ¢« ¢« « + &
Cathode of a germanium diode + + « & & + &

SYMBOLS DENOTING VOLTAGES

Average value of the base voltage of a trans-
istor with respect to the emitter in common
emitter connection o+ » o o o o o o ¢ o o

Ditto with respect to the collector in com-
mon collector connection « o o ¢ ¢« ¢« o ¢ o

Average value of the collector voltage of a
trangistor with respect to the base in common
base connection « 4 ¢ 4 0 e v e e e e 0 e

Ditto with respect to the emitter in common
emitter connection, « « + + ¢ v o 0 0 4 .

Voltage on a germanium diode s e e e e e e

Average value of the emitter voltage of a
transistor with respect to the base in common
base connection « 4+ ¢ c e o b 00000 e .

Ditto with respect to the collector in common
€011ector connection o o « o & 4 4 4 o0 oo o

R.M.S. value of a voltage « o« « o « o o o &
High-frequency voltage . « ¢ o ¢ o o o o &

A.C. input voltage of a transistor in common
base connection « v « o o 4 4 e e 0 0 0 e

Ditto in common emitter comnection .+ . .
Ditto in common collector connection . « »

o A0 o

Verf
)iy
Vi
vy!
Vi"

10,10.1955 939 1165

Sem 501



.

A.C. output veltage of a transistor in common
base connection o ¢ 4 4 4w s e 4 v w4 ..

Ditto in common emitter comnnection ., . ., .
Ditto in common collector connection. , . .
Pesk value of a voltage « « « « v v + « o .
Supply voltage of a semi-conductor. . . . .

SYMBOLS DENQTING CURRENTS

Average value of the base current of a trans-
IStOr v v v v v i e e v e e e e e e s 0

Average value of the collector current of a
transistor . o v o . 0 v s e e 0 e 8 e e e

Collector cut-off current of a transistor
in common base connection (Iy at Ig = 0). .

Collector cut-off current of a transistor in
common emitter connection (Ig at Iy = 0) . .

Current of a germanium diode ., . o . » . &

Average value of the emitter current of a
transistor o« + v o v e 0 e e e e e e e

Emitter cut-off current of a transistor in
common base connection (Ig at Ic = 0) . . .

R.M.5, value of acurrent o+ « « « o « & & &

A.C. input current of a transistor in common
base connection o+ o o v 4 . e 4 w44 e e e

Ditto in common emitter connection . . o oo
Ditto in common collector connection . . .

A.C. output current of a transistor in common
base connection . ¢ v v v o 4 v 0 . e s oa e

Ditto in common emitter connection . . . »
Ditto in common collector connection. . . .
Peak value of @ CUTTENt o v o o v o o & o &

Current peak during switching on of germanium
rectifiers o o ¢ ¢« v o v e e e e e s 4 e

SYMBOLS. DENOTING POWERS
Collector dissipation of a transistor . . .

A.C. input power of a transistor in conmon
base connection + « « ¢« v v 4 o 4 e e 4 e e

Ditto in common emitter connection . . . .
Ditto 1n ccmmon collector connmection, « o

Vo!
VO "

Vs

0

Toor

T ourge

We
iy

Ty
iyt

939 1166

Sem 502




D.C. supply power of & transistor . . « « . Wi
Output power of a transistor in common base

connection o« o o 4 4 v e ¢ e e e e e e L
Ditto in common emitter connection. « « .+ o LY
Ditto in common collector connection. . . . Wo"

5. SYMBOLS DENOTING CAPACITANCES

Shunt capacitance of a germanium diode . . Cax
Load capacitance « o« o ¢ o o o o o 0 0 e . ct

6. SYMBOLS DENOTING RESISTANCES

External resistance in the base lead of a

transistor « « o 0 0 e e e e e e e e e . Ry
Equivalent internal base resistance of a
transistor « ¢ « ¢ ¢ 0 e e e e e 0 e e e e vy
External resistance in the collector lead
of a transistor « « « « « ¢« o« o o 4 e . . Re
Equivalent internal collector resistance
of a transistor « « « ¢« ¢ ¢ o0 0 0 . e Te
R.F. damping resistance of a germanium diode
Circuit o« o o v 4 v e e e e e e e s e e e Ra
External resistance in the emitter lead of
a transistor .+ « « ¢ ¢« 4 4 e e 0 e e e Re
Equivalent internal emitter resistance of
a transSistor .+ ¢« o ¢ o 0 0o e e e e 0. Te
Load resistance + « o o ¢ o 0 6 e e 0 o0 .. Rl
Equivalent internal transfer resistance of
a transistor « .+ o ¢ ¢ 0 0 0 0 e e 0 e e e Tn

7. SYMBOLS DENOTING VARIOUS QUANTITIES

Bandwidth o & s 6 0 6 6 e 0 0 e 0 e e e . B

Distortion factor « « « v+ ¢ ¢ & « ¢ o + o & d

Noise factor « v o o ¢ ¢ v v o v v v 4 0 F

Frequency « o o o o ¢ ¢ o o o o o o o o f

Cut-off frequency of a (=frequency for which

the value of @ is 3 4B below its D.C. value) Ty
Ccut-off frequency of a'(=frequency for which

the value of a' is 3 dB below 1its D.C.value) Lot
Resonant fTeQUENCY « o o o o ¢ ¢ o o o o o @ o

10.10.1955 939 1167 Sem 503




Input impedance, output short-clrcuited . .
Reverse voltage ratio, input open . . . . .
Current transfer ratio,output short~circuited
Output admittance, input open « « « + + . &

The following 4 symbols refer to transistors

emitter connection

Input impedance, output short-circuited
Reverse voltage ratio, input open . . .

Current transfer ratio, output short-circuited

Cutput admittance, input open . . . . . .

.

The following 4 symbols refer to transistors

collector connection

Input impedance, output short-circuited

Reverse voltage ratio, 1n\1'mt ODPeN & 4 & o
Current transfer ratio, output short-circuited
Output admittance, input open « « ¢ o o « o &

Modulation factor « « . . . . e e e e e e
Transformer ratio « « o ¢« ¢ o ¢« ¢ o ¢ o
Ambient temperature « « « o ¢ o o 0 o . ..
Averaging time of voltages or currents . . . o
Pulse duration « o« « ¢ o o o » o o o o o.o
Junction temperature of a transistor . . .

Variation of junction temperature of a trans-
ISEOT 4 o o o o o o 4 s 4 o e 4 046 e e

Current gain factor of a transistor in common
base connection (= 2_%0_ at Ve = constant). »
e

Ditto in common emitter connection
(=Bl at ve' = constant)e o v+ v . . .
ATy :

Ditto in common collector connection
(= Ale gt V" = constant) .+ . . . . 4 .
ATy

The following 4 symbols refer to transistors in common base
connection

hyy
by,
hyy
hy 2

in common

h||'
h'z'
hpy !
hzzl'

in common

tamb
Tav
Timp
by

A tJ

a"

939 1168
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Duty cycle . .
Efficiency . .
Wave length .

P T T S A Y
T T Y n

P I I}

10.10,1955
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SYMBOLS FOR SEMI.-CONDUCTORS

IX. TEMPERATURES

Ambient temperature . . . + o o . Tamb
Junction temperature of a transistor Ty
Variation of the junction temperature aTj

X. h-PARANRTERS

Input impedance, output short-cir-

cuited. « o ¢ ¢ 4 o e e e e e e e h11p
Reverse voltage ratio, input open . hiop
Current transfer ratio, output short-

circuited . . . . . . o 0 e e . e -h21p
Output admittance, input open . . . hp2vp

Input impedance, output short-cir-

cuited. « « « v o v e e e e e e e h11e
Reverse voltage ratio, input open . hi2e
Current transfer ratio,output short-
circuited. « « « « + o 4 0 0 e e e ho1e
Output admittance, input open. . . ho2e

XI. VARIOUS SYMBOLS
Bandwidth., « « &« « o ¢ « ¢« o o o o B
Distortion factor . . . « ¢« « « « d
Noise factor. « « o « o o o o o o & F
Heat resistance . . « « « « « « . . K
Averaging time of voltages and cur-
YentSe o o ¢+ o o o e e e e e e tav
Current gain factor of a transistor
in common base circuits. . . . .« .. aFB Or afbp
Current gain factor of a transistor
in common emitter circuits. . . . aFE or afe
DUtY CYCLE. « o v o o o o o o o o o $
Efficiency. « « « « « o ¢« o o o o 7
Wave length « ¢« « ¢« ¢ o« o o o o o o A

7.7.1957 938 2607 Sem 505
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SEMICONDUCTOR DIODES

DIODES SEMI-CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability
La figuration d'un numero de type sur cette liste n'implique

pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht ‘dass sie tatsachlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum :Typ Seite Datum
Dio 1,2| 8. 8.1960 04 7 c,D .71
BA 100 1,2"| 5. 5.1960 ’ ’ 7. 7.1957
g A,B 5, 5.1920 E,F 7. 7.1957
c,D 5. 5.1960 G,H | 7. 7.1957
oA 1,2 . 7.1957 )
> LB | 3783 : I,J | 7. 7.1957
c,D 7. 7.1957 0A79 1,2 7. 7.1957
1,2 6. 6.1960 - :
047 5’ ¢ 6,1320 270879 | 5.4 | 7. 7.1957
A,B 6. 6.1960 . 7.
¢)D | 6. 6.1960 4B | 7. 721957
E,F 6. 6'1920 c,D 7. 7.1957
0A 9 1,2 5. 5.1960 E . 9.
3:4 5. 5.1960 i .9 1959
A,B 5. 5.1960 04 81 1,2 7.°7.1957
c,D 5. 5.1960 A,B . 7.1
E)F | 5. 5.1960 B 7. 71957
¢ 5. 5.1960 c,D 7. 7.1957
0A 31 1,2 4. 4.1959 04 8 1,2 . 7.1957
3 4. 4.1959 ° 27 7
3,B 6. 6.1958 A,B | 7. 7.1957
0A 47 1,2 3. 3.1958 “C,D | 7. 7.1957
3 3. 3.1958 OA 86 1,2 | 7. 7.1957
AB | 3.3.1958 | |OAB6C | 54 |5 5 4958
0A 70 1,2 7. 7.1957 4,B | 7. 7.1957
A,B |10.10.1958 C,D | 7. 7.1957
c,D |10.10.1958 0A 90 1,2 | 3. 3.1958
E,F 7. 7.1957 A,B | 4. 4.1959
G,H 7. 7.1957 C,D | 3. 3.1958
,J | 7.7.1957 | CE,F | 3. 3.1958
04 71 1,2 7. 7.1957 0A 91 1,2 | 3. 3.1958
A,B 7..7.1957 A,B | 3. 3.1958
c,D 7. 7.1957 c,D | 3. 3.1958
0A 72 1,2 7. 7.1957 0A 92 1,2 3. 3.1959
208721 5 7. 7.1957 AB | 3. 3.1959
A,B 7. 7.1957 0A 95 1,2 | 3. 3.1958
0A 73 1,2 7. 7.1957 A,B | 3. 3.1958
A,B 7. 7.1957 CyD | 3. 3.1958
E 3, 3.1958
8.8.1960 722 0118 Dio 1.




SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability
La figuration d‘un numéro de type sur cette liste n'implique

pas nécessairement qu'il .est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet

nicht dass sie tatsachlich lieferbar ist

Type Page Date
Typ Seite Datum
0A 200 1,2 6. 6.1960
3 6. 6.1960
A,B 6. 6.1960
c,D 6. 6.1960
loa 201 1,4 | 7. 7.1957
0A 202 1,2 6. 6.1960
3 6. 6.1960
A,B 6. 6.1960
¢,D 6. 6.1960
0A 210 1 12.12.1958
A,B |10.10.1958
c,D |10.10.1958
E 10.10.1958
OA 211 1,2 3. 3.1958
A,B [10.10.1958
C 10.10.1958
0A 214 1,2 3. 3.1958
A,B. |10.10.1958
o 10.10,1958
0AP 12 1 7. 7.1958
0AZ 200 1,2 5. 5.1960
213 | 3,4 | 5. 5.1960
5 5. 5.1960
A,B 5. 5.1960
c,D 5. 5.1960
E,F 5. 5.1960
GyH 5. 5.1960

722 0119

Dio 2



PHILIPS [aAarz 18

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction for high current switching applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature pour applications de commutation a
courant eleve

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als Schalterdiode fiir hohe Strdme

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max2" max2])
B — |
et i
Egif If = K [:I
max 7,6
64%25 .

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Tamp = _ 25 %__ 60 °

-Vp = max. 20 20V

~Vpu = max. 20 20V

“VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 30 30 V
courant continu = max. 180 " = 65 mA ?)

direct current
-Ip

Gleichstrom

See pages D,E
Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages D,E
Siehe Seite D,E

Ipy max. 300 300 mA
IDsurge (t = max. 1.sec) = max. 400 400 mA
Tamb = - 55 %/+ 60 °C
Storage temperature o °
Température d'emmagasinage= -~ 55 “C/+ 75 ~C
Lagerungstemperatur

") Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

722 0263 Tentative data. Vorldufige Daten 1,
10.10,1960 Caractéristiques provisoires’




AAZ 18] PHILIPS

Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in ¢ o
free air K = 0.45 °C/mW
Données thermiques. Augmentation de
la température de, la jonction au
regard de la température de 1'am- ¢ °
biance a 1l'air libre K = 0,45 “C/uW
Thermische Daten. Temperaturerhéhung
des Kristalls in bezug auf die < o
Umgebungstemperatur in freier Luft K = 0,45 “C/mW

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
vp (V)
(ID) Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
ma = max. = max.
0,1 = 0,15 < 0421 = 0,09
10 = 0,34 | < 0,41 = 0,29
300") < 0,78
. -Ip (uA)
EVJ)J Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
v = ‘max. = ‘max.
1,5 | =0,6 < 3,5 = 5
0 | = 3 < 15 = 8
20 = 6 < 50 = 15

Reverse recovery time, measured .at -Vp = 20 V after for-
ward current pulse of 300 mA

Temps de recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 20 V aprés
%ne impulsion de courant de 300 mA dans le sens conduc-|

.. teur

Ubergangszeit flir Sperrichtung, gemessen bei -VD = 20 V|
nach einem Stromimpuls von 300 mA in Durchlassrichtung

Mercury relay &
Relais a_mercure

Oscilloscope
Quecksilberrelals |
0=20% T

Oszillograf

2k

26V +

‘Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung

) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3.

722 0264 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
. Caractéristiques provisoires
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SILICON DIFFUSED JUNCTION POWER DIODE for mains rectifie
applications in television receivers

DIODE DE PUISSANCE AU SILICIUM A JONCTION ET A DIFFUSIO.
pour utilisation comme redresseur de réseau dans les
récepteurs de television Lo

DIFFUNDIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als
Netzgleichrichter in Fernsehempfangern

Limiting values (absolute max. values)
Caractéristiques limites (valeurs max. absolues)
Grenzdaten (absolute Maximalwerte)

Tamb = 70 ¢
recurrent
=Vpy { periodique = max, 8007V
periodisch
transient
-Vpy (t = max. 10 msec) { transitoire . = max. 1250 V
voriibergehend
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 0,45 A ')
Ipn ‘ = maX. 5 A
: 2
IDsurge =9 o
Tamb = max. 70 %

Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = ~55 “C/+150 “C
Lagerungstemperatur

") At Tamp = 50 °C Ip = max. 0.55 &
A Tamp = 50 °C Ip = max. 0,55 4
Bei Tgmp = 50 °C Ip = max. 0,55 A

2) The diode withstands the recurrent peak and surge
currents occuring in mains rectifier circuits with
a load capacitor of 200 pF and a surge limiting
resistor of 5 Q at the specified maximum operating
conditions., | .

La diode peut resister aux courants de créte pério-
diques et transitoires qui se présentent dans-les
circuits de redresseur de reseau avec une capacite de
charge de 200 uF et une résistance de  protection de
5 Q aux conditions d'utilisation maximum spécifiées.

Die Diode kann den periodischen und voriibergehenden Spit-
zenstromen, die in Netzgleichrichterschaltungen mit
einem Belastungskondensator von 200 uF und einem

Schutzwiderstand von 5 Q unter den angegebenen maxi-

malen Betriebsbedingungen vorkommen, widerstehen.
?7%Z2 0597 Tentative data. Vorldufige Daten . Te
4.4,1961 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm 3 max9
Dimensions en mm ~ /J9X93 max

Abmessungen in mm | maxt!)
- e o
g‘ . == i o
SRl e
£ ’ &

M4 max 24
- 97
Characteristics
Caracteristiques

Kenndaten
Diode bottom temperature
Température du fond de _ 25 -9
i la diode ~
Diodenbodentemperatur

Vp (Ip =5 4) <1,5V2)
=Ip (-Vp = 1250 V) < 10.ua
’Opeféﬁgng characteristics (See also pagesC and D)

Caracteristiques d'utilisation (Voir aussi:pages C et D)
Betriebsdaten (Siehe auch Seite C und D) ..

Vi = 220 240 Verr
.Crilt. = .. 2007 200 uF
Rt = 5 5¢Q
i, = 0;4- 0,4 &
Vo = 280 300 V

') Not threaded; sans filet; ohne Gewinde

2) Measured ‘with current pulses to prevent excessive
dissipation ,

Mesure avec des impulsions pour prévenir une dissi-
pation excessive

Gemessen mit Impulsen zur Verhiitung einer tibermdssigen|
Verlustleistung

722 0598 .. ' Tentative data. Vorlaufige Daten 2.
~Laracteristiques provisoires

X
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7200300

Y100 16-9-60
| _|See page 2
5— Voir page 2t:
I Siehe Seitelzf_'
|
Vo
(V) i
N L] E
300> T V=240
m— N U
200
100
0
0 200 400 Ip mA) 600

4.4.1961 £
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BY 100
) 7200790
500 I s
o I I°—-> Voltage doubler
v Ii ? Doubleur de tension
1L 30 +200pF ¥ Spannungsverdoppler
IV (2w) 7 T a
400411 I(ly=500mA)=1.954erf
Vi=127Verr
300
| |
200
100
% 200 200 ImA) 600
111962
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DOUBLE-DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODE for: power rectifier
application

DIODE AU SILICIUM A JONCTION ET A DIFFUSION DOUBLE pour
utilisation comme redresseuse de pulssance

DOPPELT DIFFUNDIERTE SILIZIUM—FLACHLNDIODE -zur Verwendung
in Leistungsgleichrichtern

Limiting values (absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

D.C. voltage
-Vp tension continue = max. 400 V
Gleichspannung ;
recurrent
-VDu 4 - périodique = maxX., 400 V
periodisch
transient
-Vpu transitoire = max. 800 V
voriibergehend
~TDsurge (t = max. 10 msec) = max. 800 V .
Ip (tay = max. 20 msec) = max, 20 A )°)
I (tay = max. 20 msec) = max. 16 A 2)%)
D
recurrent 4
Ipy périodique = max. 100 A *)
periodisch
See page GG
Ip Voir page
surge Siehe Seite G
Tj = max. 150 °C
See pages C and E
Tamb Voir pages C et E
Siehe Seiten C und E

Température du fond de la diode Voir pages D et F
Temperatur des Diodenbodens Siehe Seiten D und F

Storage temperature °
Température d'emmagasinage = max. 150 “C
Lagerungstemperatur .

Temperature of diode bottom {See pages D and F

1) For 1,2 and 3 phase circuits, resistive or inductive
load. See pages C and D.

Pour circuits a 1,2 et 3 phases, charge résistive ou
inductive. Voir pages C et D.

Fiir 1,2 und 3 Phasenschaltungen mit Widerstands- oder
induktiver Belastung. Siehe Seite C und D.

2)3)4)%) see page 3; voir page 3; Siehe Seite 3

722 0631 Tentative data. Vorldufige Daten Te
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Thermal resistance from

Junction to diode bottom £ 1.0 %c/w
Thermal resistance from diode bottom o
to heat sink .- = 0.15 “C/W
Données_thermiques. Résistance thermi- ¢ o
que entre jonction et fond de la diode X = 1,0 °c/W

Résistance thermique entre fond de la o
diode et plaque de refroidissement K = 0,15 C/W

Thermische Daten. Wdrmewiderstand zwi-

schen Kristall und Diodenboden £ 1,0 %c/w
Warmewiderstand zZwischen Diodenboden o
und Kiihlplatte = 0,15 “C/W

Dimensions in mm

1755 Dimensions en mm
red } Abmessungen in mm
rouge
rot k M
FH 8
by
=5 ]
N Eomax g
Bl 2imax | <
I62,5ma;(

Yetal spring washer -

Rondelle a ressort métallique
Nut M12 x 1.75 Metallene federnde Unterlagscheibe
Ecrou M12 x 1,75
Mutter M12 x 1,75

Mounting torque: min. 100 cm kg for good heat conductance
max. 250 cm kg

Moment de torsion pres du montage: min. 100 cm kg pour une
conductibilité thermique satisfaisante
max. 250 cm kg

Drehmoment beim Einbau: min. 100 cm kg fiir eine genligende
Warmeleitféhigkeit
max. 250 cm kg

Mounting position: any
Montage: a volonté
Einbau: willkiirlich

Ty For volt u8

Pour un boulon M8

Fiir einen M8-Bolzen

'7Z2 0985 " Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Diameter of hole in heat sink max. 13 mm

Diametre du trou dans la plaque de refroidissement 13 mm
au max.

Durchmesser des Bohrlochs in der Kiihlplatte max. 13 mm

Net weight, poids net, Nettogewicht 80 g

Net weight with mounting accessories
Poids net avec accessoires de montage 100 g
Nettogewicht mit Befestigungsteilen

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

‘Ip = 1 100 4 %)
Temperature of diede bottom

Température du fond de la diode = 25 25 O¢
Temperatur des Diodenbodens
Vp < 0,8 < 1,57V
-Vp = 400 V
Temperature of diode bottom o
Température du fond de la diode = 125 °C
Temperatur des Diodenbodens
- -Ip < 2,0 mA

2) For capacitive load and for six phase star circuits.
See pages E and F . ..
Pour charge capacitive et pour circuits hexaphases en

étoile. Voir pages E et F
Flir kapazitive Belastung und fiir Sechsphasensternschal-
tungen. Siehe Seiten E und F

3

~

For battery chargers this max. value may be exceeded
by 25 % when a fully discharged battery is taken under
charge

Pour les chargeurs de batterie cette valeur maXx. peut
étre dépassée de 25 % dans le cas de batteries com-
pletement dechargees

Bei Batterieladern darf dieser max. Wert beil ganz ent-
ladenen Batterien mit 25 % Uberschritten werden

4

~

At max. admissible recurrent inverse voltage
A 1a tension inverse périodique max. admissible
Bei der max. zul#ssigen periodischen Gegenspannung

5) Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipation .
Mesure avec des impulsions de courant pour prevenir
une dissipation excessive
Zur Vermeidung einer iUbermédssigen Verlustleistung ge-
messen mit Stromimpulsen

7%2 0632 Tentative data. Vorliufige Daten 3
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as rectifier
Caractéristiques d'utilisation en redresseur
Betriebsdaten als Gleichrichter

Single phase | Two phase Single phase Three . phase
Half wave Half wave |Full wave bridge Star
Monophasé Biphase Monophasé
A une alter- |A une alter-|A deux Triphasé
nance nance alternances En gtoile
en pont
Einphasig Zweiphasig Einphasig Dreiphasig
Einweg Einweg Zwelweg Briicke Stern
? Pl 9 ) o e
0000 7 | 200000
00000y " 00Q00 Y
v Vi
4 ¥ h 4 R
X
oyl oy, I m L)
+ - + -

Vi =280 Verr | V1=280 Verf| Vi = 280 Verf | Vi = 280 Verf

Io Vo Io Vo Io Vo Io Vo

20 A 125V | 40 A [ 125 V| 40 A | 250V 60 4 | 190 V

The Vi and Io figures are absolute max. values for re-
sistive or inductive load. No source impedance is assumed.
The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded

Les valeurs de Vi et Ip sont des valeurs limites absolues
pour une charge résistive ou inductive. Admis que 1'im-
pedance de la source d'entrée = 0 Q.

L'étude d'un appareil doit &tre tel, que ces valeurs ne
sont pas dépassées

Die Werte von Vi und Io sind absolute Grenzwerte fiir Wider-
stands- und induktive Belastung. Angenommen wird dass
die Impedanz der Eingangsspannungsquelle =0 Q ist.
Der Entwurf eines Gerdts soll derartig sein dass diese
Werte nicht iiberschritten werden

772 0633 Tentative data. Vorldufige Daten 4,
Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)

Betriebsdaten (Fortsetzung

Three phase Six phase Three phase double Y
Full wave bridge| Star with interphase
‘transformer
Triphase Hexaphase Thriphasé, double Y
A deux alter- En étoile avec transformateur-
nances en pont equuibreur
Dreiphasig Sechsphasig : Dreiphasig, doppelt A
Zweiweg -Briicke Stern mit Saugdrossel -
é ? é é T
/ &
3,1:[§ § rYYyyvw Yi i
b 3 4 h 4
o andrali W BOY v i} W
+ - + + -
Vi = 280 Verr = 280 Verf Vi = 280 Verr
Io Vo Io Vo Io Vo
60 A 380 V 96 & 190 V 120 & 165 V
7Z2 0634 Tentative data. Vorldufige Daten- S5e

5.5.1961

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics for battery charging
Caractéristiques d'utilisation en chargeur de batteries
Betriebsdaten als Batterielader

Two phase Single phase
Half wave Full wave bridge Three phase star
Biphasé Monophasé Thriphasé
une alternance| A deux alternances En étoile
En pont
Zweiphasig ! ‘Einphasig Dreiphasig
Einweg Zweiweg Briicke Stern
o o [ ?
" 00000 / 00000 /
00000 Y 00000 Y
Vi Vi
!F x iE_ ¥
¥ ¥
Ialg%s I} Ve
+ - + =
Vi = 255 Vers Vi =255 Verr | Vi = 255 Verr
Io| v | n | Io VB | n I Vg n

25 A|120 V| 54 | 25 A [240 V| 108 |37,5 A|135 V | 60

n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage
per cell = 2,2 V) ,

n = pombre d4'accumulateurs au plomb en série au max.
(tension nominale par élément = 2,2V

n = max. Anzahl der Blei-Elemente in Serien (Nennspannung
pro Element = 2,2 V)

The above data are nominal values with battery load. The
possibility of a mains voltage fluctuation of max. 10 %
has been taken into account. For current limiting use
1s made of inductors in series with the primary of the
mains transformer

Voir page 7; siehe Seite 7.

722 0635 Tentative data. Vorliufige Daten 6.
’ Caracteristiques provisoires
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Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)

Betriebsdaten (Fortsetzung)

Three phase Six phase
Full wave bridge star
Triphasé Hexaphasé
A deux alternances En étoile
En pont
Dreiphasig Sechsphasig
Zweiweg Briicke Stern

&l

£]
]_L
%i( Ve L
+ —
= 255 Veff Vi = 255 Verr
In VB n Io VB n
37,5 A 240 V 108 75 A 120 v 54

See pageAé

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs nomi-
nales avec charge de batteries, La possibilité d'une
fluctuation de la tension de réseau de 10 % au max. a
été mise en compte. Pour limiter le courant on fait usage
de bobines dans le circuit primaire du transformateur
d'alimentation.

Die obengenannten Werte sind Nennwerte mit Batteriebelas-
tung. Der Moglichkeit einer Netzspannungsschwankung von
max. 10 % ist Rechnung getragen. Zur Strombegrenzung
werden im Primdrkrels des Netztransformators Drossel-
spulen verwendet.

722 0636 Tentative data. Vorldufige Daten 7
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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1e

n
.

Operating notes

When there is a possibility ‘that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher. than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

When applied to the primary side of the transformer:
¢yx 200 222 up Ry~ 122 g
1 v B 1 t1
When applied to the secondary of the transformer:
Ipg.V 200
Co~ 450 T=Vou)2 pF RZW—Z-Q

In which V = transformer primary R.M.S. voltage (V)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
Ipo = magnetizing primary R.M.S. current (4)

In order to prevent the diode from being damaged by
surge currents higher than those mentioned at page G
a fast fuse is recommended

Example. For a given application the minimum required heat
sink area can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Io = 45 A (15 A
per diode) and Tgmp = 50 °C, it follows from page C that
the maximum value of the thermal resistance between
the diode bottom and ambience is 4.0 OC/W

When natural convection and a black heat sink are pro-
vided the minimum required heat sink area is 64 cm?
according to page I

‘From page D it may be seen that the temperature of the

diode bottom is about 130 ©°C and from page H that the
dissipation 1s max. 20 W.

722 0637 Tentative data. Vorldufige Daten 8.

Caractéristiques provisoires
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Observations pour l'utilisation

1. S'11 se pré,sente ‘la possibilité que les. tensions ‘tran-
sitoires depassent la valeur limite de ~Vpgyrge:.il
faut utiliser un circuit d4'amortissement en par%ilele
avec.le transformateur ou en parallele avec la diode,
p.e. un circuit R.C. en série ou une reésistance depen-
dante de la tension. Les valeurs du circuit R.C. peuvent
8tre déterminées a l'aide des formules suivantes:

a. Si.le circuit R.C. est monté dans le circuit primaire
du transformateur:

. Ino 1
Cy~ 200 'T'P.F Ry~ Ts?ﬁ

b. 51 le circuit R.C. est monté dans le éircuit secondaire
du transformateur: .

 Ipy.V
Cge:450-(—?%5ﬁ)'2 pF Rzz%ﬁ

Dans lesquelles V = tension primaire du transfozlmateur('vel(*f
-Vpy = tension inverse de créte périodique (V,
Ip, = courant de magnétisation primaire (Aetf

2. Pour prévenir la détérioration de la diode par suite
d'impulsions de courant plus éelevees que les valeurs
max.dde page G, il est conseillé d'utiliser un fusidble
rapide :

Exemple. Pour une.certaine application la surface reguise
au min. de la plaque de refroidissement peut’ étre deter-
mineée comme suit: L
S'il y a un circuit de redressement triphasé a deux alter-
nances avec Io = 45 A (15 A par diode) et Tamp = 50 °C,
la valeur maxX. admissible de la résistance thermique
entre le fond de la diode et 1'ambiance est de 4,0 9C/W
suivant la page C. Avec convection naturelle et une plague
de refroidissement noircie la surface requise au min. de
la plaque de refroidissement est de 64 cm2 suivant page I.
De la page D on peut lire que dans ce cas la temperature
du fond de la dlode est d'environ 130 ©°C et de la page H
que la dissipation de la diode est de 20 W au max.

7Z2 0638 Tentative data. Vorldufige Daten 9.
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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Bemerkungen fiir den Betried

1. Wenn die Moslichkeit besteht dass bel Spannungsaus-
gleichvorgéngen die Gegenspannung den flir -VDgurge &€~
gebenen Grenzwert liberschreitet, so muss ein Dampf%ngs-
kreis liber den Transformator oder iliber die Diode ge-
schaltet werden, z.B. ein RC-Serienkreis oder ein
spannungsabhangiger Widerstand. Die Werte des RC-Kreises
k6nnen nach folgenden Formeln berechnet werden:

a. Wenn im Primirkreis des Transformators verwendet:

I
ToO 150
Cy=~ 200 ~f= uF 3m—g—;a

b. Wenn im Sekundirkreis des Transformators verwendet:

Ipg.V
C2&450-(%y2 uF Rzm%n
wo V = Primirspannung des Transformators (Verf).
-Vpy = Spitzenwert der periodischen Gegenspannung (v)
Ipo = primérer Magnetisierungsstrom (Aeff)

2. Zur Vermeidung einer Beschddigung der Diode von Strom-
stdssen die die auf Seite G gegebenen Hochstwerte liber-
schreiten, wird eine flinke Sicherung empfohlen.

Beispiel. Flir eine gegebene Anwendung kann die mindestens
erfgrderliche Kiihlplattenfldche wie folgt berechnet
werden:

Wenn bel einem dreiphasigen Zweiweg-Gleichrichter Io =45 A
(15 A pro Diode) und Tamb = 50 °C, so sieht man von
Seite C dass der hdchstzulissige Wert des Warmewider-
standes zwischen Diodenboden und Umgebung 4,0 OC/W ist.
Wenn natiirliche Konvektion und eine geschwarzte Kiihlplatte
verwendet werden, ist die mindestens erforderliche Kiihl-
plattenfléche nach Seite I gleich 64 cm2.

Von Seite D kann man ablesen dass die Temperatur des
Diodenbodens etwa 130 OC ist und von Seite H dass die
Diodenverlustleistung max. 20 W ist.

722 0639 Tentative data. Vorldufige Daten 10.
Caractéristiques provisoires
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Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissible
recurrent peak inverse yoltage

Valable pour redresseurs a 1, 2 et 3 phases a la tension
inverse de créte périodique max. admissible.

Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bei der max. zuldssigen
periodischen Gegenspitzenspannung

K = thermal resistance between diode bottom and ambience
- K= gesistance thermique entre le fond de la diode et 1'am-
iance
K = Warmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung

20‘“ & BYVT5 29371
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7200490

Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissible
recurrent peak inverse yoltage

Valable pour redresseurs a 1, 2 et 3 phases 3 la tension
inverse de créte périodique max. admissible

Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter beli der max. zuldssigen
periodischen Gegenspitzenspannung

thermal resistance between diode bottom and ambience

gfsistance-thermique entre le fond de la diode et 1'am-
ance

Wirmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung

K
K

BYYi5 29-3-61

20

v

D
(A)

A/ N\

/’

sHTHEHETHFH

.

10

I R A A O O 5 o 5 I A A

0
110 ' 120 130 140 150

Temperature of diode bottom (°C)
Température du fond de la diode (°C)
Temperatur des Diodenbodens (°C) D
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7200485

BYY15 29-3-61
Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissible
recurrent peak inverse yoltage
Valable pour redresseurs a1, 2 et 3 phases a la tension
inverse de créte perlodique max, admissible .
Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bei der max. zullissigen
periodischen Gegenspitzenspannung
K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K= gesistance thermique entre le fond de la diode et l'am-
iance
X = Wdarmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
L]
J
IDmax
(4)
15 N
Y N ‘\
N N N \
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N
N N\ \
AN
N
\\ \\ \ \
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7200489
] ] BYY15 29-3-61
Valid for 6 phase star rectifiers at max. admissible recur-
rent peak inverse voltage ; , N
Valable pour redresseurs hexaphasés en étolle a la tension
inverse de créte périodique max. admissible
Filr 6-Phasengleichrichter in Sternschaltung bel der max.
zuldssigen periodischen Gegenspitzenspannung
K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K = r;zsistance thermique entre le fond de la diode et l'am-
biance .
K = Warmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
IDmax
(A)
N
5 .
N,
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N
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N,
N
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10H S
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Température du fond de la diode (°C)
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7200488
BYYI15 29-3-61

K = thermal resistance between diode bot-

K tom and ambience
K = résistance thermique entre le fond de
°C/[4) la diode et 1l'ambdiance
K = Wdarmewiderstand zwischen Diodenboden und
Umgebung

Heatsink: 2 mm copper or-3 mm aluminium,
mounted vertically, natural convection
6 Curve 1: bright metal
Curve 2: blackened

Plaque de refroidissement: cuivre de 2 mm
ou aluminium de 3 mm, monté verticalement,
\ convection naturelle
Courbe 1: metal blanc
Courbe 2: noirci

5 \ Kiihlplatte: 2 mm Kupfer oder 3 mm
Aluminium, senkrecht montiert, na-

tiirliche Konvektion

Kurve 1: blankes Metall

Kurve 2: geschwdrztes Metall

\
4 S .
N
1
3 \\7
| | \
i
| N2
I N =
e
; 5
; —
7 i
1
; [
1
0
0 100 200 300 400 500

Heat sink area (cm’one side)
Surface de la plaque de refroidissement
(cmit un cété)
55.1961 Kiihlfldche (cm’ eine Seite) I
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BYY23

DOUBLE-DIFFUSED SILICON DIODE for power rectifier applica-
tions

The BYY23 is the reverse polarity type of the BYY22 (see
outline drawing)

LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Inverse voltage

D.C. =y = max, 200 V
Recurrent peak -Vpu = max, 200 V
Transient peak ~Vpu = max., 400 V
Surge peak (max. -VDsurge = max. 400 V
duration 10 msec) (t = max. 10 msec)
Forward current
Average (averaging time . 1y = max, 10 4 1)
max. 20 msec (tay = max. 20 msec)
Recurrent peak 2) Iny = max, 50 A
Surge peak See page G
Temperatures
Storage Tg = max. 150 OC

. Operating ambient
Diode bottom

See pages C and E
See pages D and F

Junction

THERMAT, DATA

Ty

Thermal resistance from junction
to diode bottom

Thermal resistance

from diode bot-

tom to heat sink

NET WEIGHT

Net weight with mounting accessories

= max, 150 °C

K = max. 1.1 °C/%

0.3 %¢c/w

25 8
358

1) For six-phase circuits or capacitive load the average
current is max. 8 A. See also pages C,D,E and F

For battery chargers the average current may be exceeded
by 25.% when a fully discharged battery is taken under

charge

2) With max, admissible recurrent peak inverse voltage

722 1112
5;5-1962

Tentative data

1a
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Dimensions in m;|

Byyaz - o4
& a ! q P N
~ ] |- |
sl Zr=l O)F O )¢
max20 Ny max 238 T
max 135 |maxt5 | §
max46.5 £
35+5 N
BYv23
Ser— : \ o
§,I(F ul mq/m O )%
max204— 5 max 238
max 135 [max 5| S
nax465 -
35+5 ‘
6.4/

Metal spring washer
Nut: M8 x 1.25

¥ounting torque: min. 30 cm kg for good heat conductance
max. 60 cm kg

Diameter of hole in heat sink max. 8.5 mm
CHARACTERISTICS

Forward current Ip = 1 50 A
Diode bottom temperature Tm = 25 25 °
Forward voltage Vp < 0.9 1.51) v
Inverse voltage =Vp = 200 v
Diode bottom temperaturs Ta = 125 oC]
Reverse current -Ip < 2,0 mA]

) Measured with current pulses to prevent excessive
dissipation

772 1113 Tentative data ) 2,
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BYY23

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier

Single phase| Two phase Single phase Three phase

Half wave Half wave |Full wave bridge star
Q o ?- e}
2000007 | 200000
Vi Vi
h 4 ¥
Lyl oy Ly

e
Vi =140V |Vy= 140 V Vi = 140 V Vi =140 ¥
(RUS) (RMS) (RUS) (RuS)
To Vo Io Vo Iy Vo Io Vo

10 A [60 V. |20 A |60V 20 A 125V 30 A |95 V

The V& and Io values are absolute max. values for resistive
or inductive load. No source impedance is assumed.

The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded.under the worst
probable conditions

Operating notes

1) When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-|
former or across the diode should be applied, e.8. 8
series R.C, circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

a, When applied to the primary side of the transformer:

I
C1 A 200 2 uF 31&102‘]29
. When applied to the secondary of the transformer:
Ipo-V
02&4501—}}]@2 WF ngggg Q
See further page 4

722 1114 Tentative data. 3.
5.5.1962
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OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

Three phase Six phase Three phase double Y
ull wave dbridge Star with interphase
transformer
é é é é ? é
f -
yYYryyw iﬁ. % i
] ! ¥ ¥ 3 ¥
) R | B b,
+ - + -
Vi = 140 V(RUS)| Vi = 140 V (RMS) Vi = 140 V (RUS)
Io Vo Io Vo Io Vo
30 A 190 V 48 A 95 v 60 4 8oV

Operating notes (continued)
In the preceding formulae

V = transformer primary R.M.S. voltage (V)
-VpM = recurrent peak inverse voltage (V)
Ip, = magnetizing primary R.M.S. current (4)

2) In order to prevent the diode from being damaged by
surge currents higher than those mentioned at page G
a fast fuse is recommended

Example

For a given application the minimum required heat sink
area can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Io = 24 A (8 A per

diode) and Tamb = 50 OC, it follows from page C that th
maximum value of the thermal resistance between the diod

bottom and ambience is 8 OC/W.

When natural convection and a black heat sink are provide
:he min1¥um required heat sink area is 20 cm? accordin
o page I.

From page D it may seen that the temperature of the

diode bottom is about 137.5 °C and from page H that

the dissipation is max. 11 W,

722 1115 Tentative data. 4.
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BYY22
BYY23

OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging

Two phase Single phase
Half wave Full wave bridge Three phase star
o)

i

&

l v PEL/EN
p 4
3 L}

lbh @ Vs

+ - + -
Vi = 125 V (RMS)| V4 = 125 V (RMS) Vi = 125 V (RuS)
Ia \b:] n Iy VB n Io Vg n
12 A |60V |27 | 12 A |120 V |54 18A |70V 32

n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage

per cell= 2,2 Vv

The above data are nominal values with battery load. Th
possibility of a mains voltage fluctuation of max. 10

has been taken into account. For current limiting use is
made of inductors in series with the primary of the mains

transformer

Tentative data
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BYY23

OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging (continued)

Three phase
Full wave bridge Six phase star

Vi =125 V (RMS)

To Vg n Io VB n

18 A 120 v 54| 364 | 60V 27

722 1117 Tentative data 6.
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BYY23

2
I Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers.
IDmax at max. admissible recurrent peak inverse
voltage
K = thermal resistance between diode
bottom and ambience )
10 T
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ID Il vValid for 1, 2 and 3 phase rectifiers
max at max. admissible recurrent peak inverse
(4) voltage
K = thermal resistance between diode"
bottom and ambience
10
I \
\
- - A\
05--— e ] e,
\
\T-
- =
6 \\
—
- \ u
.\ gls)
\ o
Q
1 N=
= i -
4 | T
|
1
{
H \
I
1
2 R
- N
: RS
| 1[G
i
S
0 |
1o 120 13 150

140
Diode bottomn temperature (°C)



PHILIPS [BYY22
BYY23

L]
Dz
(A)
Valid for 6 phase star rectifier at max.
admissible recurrent peak inverse volt-
age.
10
K = thermal resistance between diode
bYottom and ambience ) )
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IQH
IDrnax
A
Valid fer 6 phase star rectifier at max.
admissible recurrent peak inverse volt-
age.
10 ,
K = thermal resistance between diode
bottom and ambience
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7200520
BYy22 16-5-1961
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10

7200530

[erg

BYy22 29-5
T 11

-1961
|

K
(°C/W)

1
LT 1T 11

K = thermal resistance between-dicde

bottom and ambience

Heatsink: 2 mm copper or 3 mm alumi-

nium; mounted vertically; nat-

ural convection

Curve 1: bright metal

Curve 2: blackened metal

N

pd

5.5.1962
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1) For six-phase circuits or capacitive load the averag%

DOUBLE-DIFFUSED SILICON DICDE for power rectifier applica-
tions

The BYY25 is the reverse polarity type of the BYY24 (see
outline drawing

LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Inverse voltage

D.C. -Vp = max. 400 V
Recurrent peak - - - ~Vpu = max., 400 V
Transient peak -Vpu = max., 800 V
Surge peak (max. -VDsurge = max. 800 V
duration 10 msec) (t = max. 10 msec)

Forward current

Average (averaging time I? = max. 104 1)
max.- 20 msec tay = max, 20 msec)
Recurrent peak 2) Ipu = max., 50 A
Surge peak See page G
Temperatures

Storage Tg = mex, 150 °C

Operating ambient See pages C and B

Diode bottom See pages D and F

Junction Ty = max. 150 ©C
THERMAL DATA o
Thermal resistance from junction

to diode bottom K = max, 1.1 9C/

Thermal resistance from diode bot~-
: tom to heat sink K = 0.3 oc/
NET WEIGHT 25§

Net weight with mounting acceéssories 358

current is max. 8 A. See also pages C,D,E and F

For battery chargers the average current may be exceeded
b% 25 % when a fully discharged battery is taken under
charge .

2) With max. admissible recurrent peak inverse voltage

722 1150 551962 . - Tentative data Te
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Dimensions in mm
BYY24 . 68

< S
§¢0

Metal spring washer
Nut: M8 x 1.25

Mounting torque: min. 30 cm kg for good heat conductance]
max., 60 cm kg

Diameter of hole in heat sink max. 8.5 mm

CHARACTERISTICS
Forward current Ip = 1 50 A
Diode bottom temperature Tp = 25 25 ¢
Forward voltage Vp < 0.9 1.5") v
Inverse voltage -p = 400 v
Diode bottom temperature Tg = 125 ¢
Reverse current ~Ip < 2.0 mA

1) Measured with current pulses to prevent excessivg
dissipation

7722 1151 Tentative data. o 2.
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OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier

Single phase| Two phase Single phase Three phase -
Half wave Half wave |Full wave bridge star

o ol o °

\00000 7 | K.00000,

+ - + =
Vi =280V |Vi =280V Vi %80
(RMS) (RMS) RUS)
Io | Vo |Io | Vo Io {Vo Ip, | Vo
10 A 125 V |20 A[ 125 V 20 A 250 v ‘30 A |190 V

The V4 and Io values are absolute max, values for resistive
or inductive load. No source impedance is assumed.

The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not. be exceeded under the worst
probable conditions

Operating notes

1) When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans
former or across the diode should be applied, e.g.
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

a. When applied to the primary side of the transformer:

Ipo 1
c »:200 — WF Ry & Q
1 2 1 'g%
b. When applied to the secondary of the transformer:
IOP'V
200
A 450 Vo2 uF Ro ~ =% ) Q

See further page 4

722 1152 fentgtive data. 3.
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OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

Three phase Six phase . | Three phase double Y
Full wavg vridge Star with interphase
- transformer

Y
¢
T
14
™
He T
0]

L} %
+ -l v A + -
vy = 280 V (RUS) Vi =280V (RMS)| Vy = 280 V (RUS)
Io Vo Io Vo Io Vo
304|380V | 48 A | 190V 60 A 165 v

Operating notes (continued)
In the preceding formulae

-V . = transformer primary R.M.S. voltage (v)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
Ipp, = magnetizing primary R.M.S. currght(A)

2) In order to prevent the diode from being damaged by]
surge currents higher than those mentioned at pageG
a fast fuse 1s recommended

"

Example
For a given application the minimum required heat sini
area can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Io = 27 A (9 A peq
diode) and Tamb = 50 °C, it follows from page C that the
maximum value of the thermal resistance between the diode]
bottom and ambience is 6 OC/W.

When natural convection and a black heat sink are provided]
the minimum required heat sink area is 36 cm? according
to page I. )

From page D it may be seen that the temperature of the
diode bottom is about 133 °C and from page H that thd
dissipation is max.14 W

7Z2'f?g3 Tentative data. 4.
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OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging

Two phase Single phase

Half wave Full -wave bridge - | L7ree phase star
7 ? 0 o
0000/ "00000/
U v,
¥ ¥ 3 ¥
2 2
I .
0{)@ %‘ Ve
+ - + -
Vi =255V (RMS) | Vi = 255 V (RMS) Vi = 255 V (RuS)
Io VB n Io VB n Io VB n
124 h2ov(se | 124 240V 108 [184 [135V ] 60

n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage
per cell = 2.2 V)

posgibility of a mains voltage fluctuation of max. 10
has been taken into account. For current limiting use 1s
made of inductors in series with the primary of the mains|

The above data are nominal values with battery load. Thﬁ
transformer

722 1154 551062  Tentative data s,
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OPERATING CHARA ISTICS for battery charging (continued)

Three phase
Full wave bridge

Six phase star

el

E gl

Vi = 255 V (RMS)

Vi = 255 V_(RMS)

Io VB -

Io

Vg

18 A 240 V

108

T

120 v

54

722 1155

Tentative data
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7200651
1000 FIBYY24/BYV25 627623
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SRS 7 7200859
2 | - . BYY24/BYY25 |
“Valid for 1, "2 and 3 phase rectifiers
I ; | “at max. admissible recurrent peak inverse
Dmax voltage :
(A)H K = thermal resistance between diode
bottom and ambience :
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12 T —— 7200660

BYY24/BYY25 9-2762
valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers
I - 7| .at’ max. admissible recurrent peak inverse
Dmax voltage B :
(A) +4 K = thermal resistance between diode
- - bottom and ambience
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\ \
\
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Temperature of diode bottom (°C)
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7200858
BYY24/BYY25 9-2-62
I .
Dmax :

(4) Valid for é phase star rectifier at max.
admissible recurrent peak inverse volt-
age.

10
K = thermal resistance between diode

bottom ‘and ambience

8 < 1
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x
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OV TN T T Ti—
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BYY24/BYY25 8-2-62
Valid for 6 phase star rectifier at max.
admissible recurrent peak inverse volt-
10 age.
K = thermal resistance between diode
bottom and ambience
IDrna)
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é
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=
W
o\
A W S
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=
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4 A \ LY
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Temperature of diode bottom (°C)
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7200852

)/ A W e T T T T T T T TRYY24/BYY25 6-2°62
’ AN e ————
(°c/w) AW\ A S
/ \ N = thermal. resistance between diode
AVEA bottom and ambience
8 Y
AV Heatsink: 2 mm copper or 3 mm alumi-
N\ N nium; mounted vertically; nat-
/ // ural convection
/ Curve 1: bright metal
2 Curve 2:-blackened metal
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DOUBLE-DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODE for power rectifier
application’

DIODE AU SILICIUM ) JONCTION ET A DIFFUSION DOUBLE pour
utilisation comme redresseuse de puissance’

DOPPELT DIFFUNDIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung
in Leistungsgleichrichtern

Limiting values (absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

.D.C. voltage
-=Vp tension continue = max. 200 V
{ Gleichspannung
recurrent .
-Vpx périodique = max. 200 V
periodisch

transient

-Vpu transitoire = max. 400 V
-voriibergehend

“VDgurge (t = max. 10 msec) = max. 400 V

Ip (tay = max. 20 msec) = max. 20 A')?)
Ip (tay = max. 20 msec) = max. 16 a%)3)
recurrent '
Ipy périodique = max. 100 4 °)
periodisch
See page G
Ip Voir page G
surge Siene Seite G
Ty = max. 150 °¢C
See pages C and E
Tamb Voir pages C et E
. Siehe Seiten C und E

Température du fond de la diode Voir pages D et F
Temperatur des Diodenbodens Siehe Seiten D und F

Storage temperature 0
Température d'emmagasinage = max. 150 “C
Lagerungstemperatur

Temperature of diode bottom {See pages D and F

1) For 1,2 and 3 phase circuits, resistive or inductive
load. See pages C and D.

Pour circuits a 1,2 et 3 phases, charge résistive oul
.inductive. Voir pages C et D.

Fir 1,2 und 3 Phasenschaltungen mit Widerstands- oder
1nduktiver Belastung. Siehe Seite C und D.

‘2)3)4) See page 3; voir page 3; Siehe Seite 3

?22 0624 Ientative data. Vorldufige Daten 1.
5¢5:1961 - Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Thermal resistance from o
Junction to diode bottom 1.0 “C/W
Thermal resistance from diode bottom o
to heat sink K = 0.15 “C/W

Données thermiques. Résistance thermi-
que entre jonction et fond de la diode
Résistance thermique entre fond de la

nn

nn~

1,0 %c/w

=

diode et plaque de refroidissement K = 0.15,°c/w
Thermische Daten. Warmewiderstand zwi- < o

schen Kristall und Diodenboden = 1,0 C/W
Wiarmewiderstand zwischen Diodenboden o

und Kiihlplatte K = 0,15 “C/W

Dimensions in mm
1755 | Dimensions en mm
Abmessungen in mm

15,9 |
27max

L&] : Metal spring washer
) Rondelle a ressort metallique :
Nut M12 x 1.75 Metallene federnde Unterlagscheibe

Ecrou M12 x 1,75
Mutter M12 x 1,75

Mounting torque: min. 100 cm kg for good heat conductance
: max. 250 cm kg

Moment de torsion pres du montage: min. 100 cm kg pour une
conductibilité thermique satisfaisante
max. 250 cm kg N

Drehmoment beim Einbau: min. 100 cm kg fiir eine geniigende
Wiarmeleitfahigkeit :
max. 250 cm kg

Mounting position: any
Montage: a volonte
Einbau: willkiirlich

') For volt us
Pour un boulon- U8
Flir einen M8-Bolzen

722 1012 Tentative data. Vorldufige Daten T2
o I Caractéristiques: provisoires’
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Diamgter of hole in heat sink max. 13 mm

Diametre du trou dans la plaque de refroidissement 13 mm
au max.

Durchmesser des Bohrlochs in der Kiihlplatte max. 13 mm

Net weight, poids net, Nettogewicht 80 g

Net weight with mounting accessories
Poids net avec accessoires de montage 100 g
Nettogewicht mit Befestigungsteilen

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Ip = 1 100 4 %)
Temperature of diode bottom °
Température du fond de la diode = 25 25 °C
Temperatur des Diodenbodens
Vp <0,8 <1,57V <
-Vp = 200 V

Temperature of diode bottom

Température du fond de la diode = 125 %
Temperatur des Diodenbodens
-Ip < 2,0 mA

2) For capacitive load and for six phase star circuits.
See pages E and F
Pour charge capacitive et pour circuits hexaphasés en
étoile. Volir pages E et F
Fir kapazitive Belastung und fiir Sechsphasensternschal-
tungen. Siehe Seite E und F

3) For battery chargers this max. value may be exceeded
by 25 % when a fully discharged battery is taken under
charge

Pour les chargeurs de batterie cette valeur max. peut
étre depassee de 25 % dans le cas de batteries com-
pletement déchargées

Bei Batterieladern darf dieser max. Wert bei ganz ent-
ladenen Batterien mit 25 % iiberschritten werden

4) At max. admissible recurrent inverse voltage
la tension inverse périodique max. admissible
Bel der max. zuldssigen periodischen Gegenspannung

,) Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipgtion
Mesuré avec des 1mpulsions de courant pour prévenir
une dissipation excessive
Zur Vermeidung einer {ibermdssigen Verlustleistung ge-
messen mit Stromimpulsen

722 0625 Tentative data. Vorl#ufige Daten 3.
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as rectifier
Caracteristiques d'utilisation en redresseur
Betriebsdaten als Gleichrichter

Single phase| Two phase Single phase Three phase
Half wave Half wave |Full wave bridge Star
Monophasé Biphasé Monophasé
A une alter-| A une alter-| A deux Tri phasé
nance nance alternances En gtoile
en pont
Einphasig Zweiphasig Einphasig Dreiphasig
Einweg Einweg Zweiweg Briicke Stern
[e) [} o) o e}
Vi Vi
¥ ¥
Al W L} W
+ - + -
Vi =140 Vers| Vi=140 Verpr| Vi = 140 Verr | Vi = 140 Verr
Is Vo Io Vo Io Vo Io Vo
20A |60V | 40 A | 60 V] 40 A 125 V| 60 A 95 Vv

The Vi and Io figures are absolute max. values for re-
sistive or inductive load. No source impedance is assumed.
The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded

Les valeurs de Vi et Ip sont des valeurs limites absolues
pour une charge resistive ou inductive. Admis que 1'im-
pedance de la source d'entrée = 0 Q.
L'etude d'un appareil doit étre tel, que ces valeurs ne
sont pas depassees

Die Werte von Vi und I sind absolute Grenzwerte fiir Wider-
stands- und induktive Belastung. Angenommen wird dass|
die Impedanz der Eingangsspannungsquelle = 0 Q ist.
Der Entwurf eines Gerdts soll derartig sein dass diese
Werte nicht. liberschritten werden

722 0284

Tentative data. Vorldufige Daten

4.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics (continued)

Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung)

Three. phase Six phase Three phase double Y
Full wave bridge Star with interphase _
transformer
Triphasé Hexgphasé Triphasé, double Y
deux alter- En etoile avec transformateur-
nances en pont equilibreur
Dreiphasig' Sechsphasig Dreiphasig, doppelt A
Zweiweg Briicke Stern mit Saugdrossel

C1E1E],
Vi
3 3 L 2 4
¢ é - ¥ YY Y Y
Iall Vo Iol([/ Vo
+ - + -
Vi = 140 Verr Vi = 140 Verr Vi = 140 Verr
Io Vo Io Vo Io Vo
60A 190V 96A 95V 1204 80V
7Z2 0626 Tentative .data. Vorldufige Daten 5e

5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics for battery charging
Caractéristiques d'utilisation en chargeur de batteries
Betriebsdaten als Batterielader
Two phase Single phase
Half wave Full wave bridge Three phase star
Biphasé Monophasé Triphasé
une alternance| A deux alternances En etoile
En pon
Zweiphasig Einphasig Dreiphasig
Einweg Zweiweg Briicke Stern
o} o
200000 7 ——
IUBQUU\
/i Vi
¥ ¥ ¥ i [
-
¥
% Al Ly
lojéﬂg Y 7] B}
+ - + - + -
Vi = 125 Verr Vi = 125 Verr Vi = 125 Vepp
Io VB n Io VB n Io VB n
25 A{ 60 V| 27 | 25 A {120 V| 54 |37,5A| 70 V| 32
n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage
per cell = 2,2 V) ,
n = pombre d'accumulateurs au plomb en série au max.
(tension nominale par élément = 2,2V
n = max. Anzahl der Blei-Elemente in Serien (Nennspannung
pro Element = 2,2 V)

The above data are nominal values with battery load. The
possibility of a mains voltage fluctuation of max. 10 %
has been taken into account. For current limiting use
1s made of inductors in series with the primary of the
mains transformer

Voir page 7; siehe Seite 7.

722 0286 Tentativg data. Vorliufige Daten 6.
Caracteristiques provisoires
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Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung

Three phase Six phase
Full wave bridge star
Triphasé Hexaphasé
A deux alternances En étoile
En pont
Dreiphasig Sechsphasig
Zweiweg Briicke Stern

ElE| g

Vi = 125 Vert

Io VB n Io VB n
37,5A 120 vV 54 75 A 60 V 27
See page 6

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs nomi-
nales avec charge de batteries. La possibilité d'une
flyctuation de la tension de réseau de 10 % au max. a
été mise en compte. Pour limiter le courant on fait usage
de bobines dans le circuit primaire du transformateur
d'alimentation,

Die obengenannten Werte sind Nennwerte mit Batteriebelas-—
tung. Der Moglichkeit einer Netzspannungsschwankung von
max. 10 % ist _Rechnung getragen. Zur Strombegrenzung
werden im Primirkreis des Netztransformators Drossel-
spulen verwendet.

742 0287 Tentative data. Voriaufige Daten 7.
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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1.

m

o

Operating notes

When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

When applied to the primary side of the transformer:

I
~ Po i . 150
C1.= ZOO-V—uF. . Rin-—,C] Q . . -
When applied to the secondary of the transformer:
Ipo-V 200
Co = 450 Vo2 uF R2~T§Q

In which V = transformer primary R.M.S. voltage (V)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
Ip, = magnetizing primary R.M.S. current (A)

In order to prevent the diode from being damaged by
surge currents higher than those mentioned at page G a
fast fuse is recommended

Example. For a given application the minimum required heat

sink area can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Ip = 45 4 (15 A
per diode) and Tamp = 50 OC, it follows from page C that
the maximum value of the thermal resistance between
the diode bottom and ambience is 4.2 OC/W

When natural convection and a black heat sink are pro=
vided the minimum required heat sink area is 56 cm
according to page I

From page D it may be seen that the temperature of the
diode bottom is about 131 °C and from page H- that the
dissipation is max. 19 W.

722 0627. Tentative data. Vorldufige Daten 8.

Caractéristiques provisoires
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Observations pour l'utilisation

1. S'il se presente la possibilité que les tensions tran-
sitoires dépassent la valeur limite de -Vpgy , 11
faut utiliser un circuit d'amortissement en pargilele
avec le transformateur ou en parallele avec la diode,
p.e. un circuit R.C. en série ou une résistance dépen-
dante de la tepsiop. Les valeurs du circuit R.C. peuvent
8tre déterminées a 1'aide des formules suivantes:

a. S1 le circuit R.C. est monté dans le circuit primaire
du transformateur:

cl~zooﬁpF Ri~ E?Q

b. Si le circuit R.C. est monté dans le circuit secondaire
du transformateur:

IP Ov
2w 450%—72 WF Rzzgg—gsz

Dans lesquelles V = tension primaire du transformateur(veff
-Vpy = tension inverse de créte périodigu W
Ip, = courant de magnétisation primaire (Aeff)

2., Pour prévenir la deterioratlon de-la diode par suite
d'impulsions de courant plus elevees que les valeurs
max. de page G, il est consellle d'utiliser un fusible
rapide

Exemple. Pour une certaine application la surface requise

au min. de la plaque de refroidissement peut étre deter-
minée comme suit:
S'il y a un circuit de redressement triphasé a deux alter-
nances avec Io = 45 A (15 A par diode) et Tamp = 50 °C,
la valeur max. admissible de la résistance thermique
entre le fond de la diode et 1'ambiance est de 4,2 OC/W
suivant la page C. Avec convection naturelle et une plaque
de refroidissement noircie la surface re%ulse au min. de
la plaque de refroidissement est de 56 cm? suivant page I
De 1la page D on peut lire que dans ce cas la température
du fond de la diode est d'environ 131 OC et de la page H
que la dissipation de la diode est de 19 W au max.

772 0628 Tentative data. Vorldufige Daten 9.
5.5.1961 Caractéristiques provisoires
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—
Bemerkungen fiir den Betrieb

1. Wenn die MOglichkeit besteht dass bei Spannungsaus-
gleichvorgédngen die Gegenspannung den fir -VDsurge ge-
gebenen Grenzwert Uberschreitet, so muss ein Dampfungs-
kreis iUber den Transformator oder iiber die Diode ge-
schaltet werden, z.B. ein RC-Serienkreis oder ein
spannungsabhingiger Widerstand. Die Werte des RC-Kreises
kénnen nach folgenden Formeln berechnet werden:

a. Wenn im Primirkreis des Transformators verwendet:

Ip
Ci & 200 —f> uF Ry 21 Q
b. Wenn im Sekundirkreis des Transformators verwendet:
Ipg.V
czw«ﬂ,soﬁ%ﬁ? uF R2&-2—8g- Q
wo V = Prim#rspannung des Transformators (Veff).

-Vpy = Spitzenwert der periodischen Gegenspannung (v)
Ipy = primirer Magnetisierungsstrom (Agrf)

2. Zur Vermeidung einer Beschddigung der Diode von Strom-
stossen die die auf Seite G gegebenen Hochstwerte iiber-
schreiten, wird eine flinke Sicherung empfohlen.

—>| Beispiel. Fiir eine gegebene Anwendung kann die mindestens

erforderliche Kiihlplattenfl&iche wie folgt berechnet
werden:
Wenn bei einem dreiphasigen Zweiweg—Gleichrichter Io=454A
(15 A pro Diode) und Tamp = 50 °C, so sieht man von
Seite C dass der hSchstzuldssige Wert des Warmewider-
standes zwischen Diodenboden und Umgebung 4,2 OC/W ist.
Wenn natilirliche Konvektion und eine geschwarzte'Kﬁhlplatte
verwendet werden, ist die mindestens erfq;derliche Kiihl-
plattenfldche nach Seite I gleich 56 cm®.

. Von Seite D kann man ablesen dass die Temperatur des
Diodenbodens etwa 131 ©C ist und von Seite H dass die
Diodenverlustleistung max. 19 W ist.

7%2 0629 Tentative data., Vorl&dufige Daten 10.
Caractéristiques provisoires
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Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissible
recurrent peak inverse voltage

Valable pour redresseurs.a 1, 2 et 3 phases 3 la tension
inverse de créte périodique max. admissible

Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bei der max. zuldssigen
periodischen Gegenspitzenspannung -

K = thermal resistance between diode bottom.and ambience

K= gisistance thermique entre le fond de la diode et 1'am-
ance

K = Wirmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung

20 N \

10

A
.

,
>~
P

L

o
=)

DL

b
\
Tv\l’3°?

= MIDCL

A
1

Py

.

7

gy
p—

G-% YIZA9

6050024

L

[

(.QJ’I R e B s o T o A e e s ] .)_/L}.
/

100 Tomp (°C) 150

5.5.1961



pzi4 | PHILIPS

recurrent peak inverse voltage

Valable pour redresseurs’ a 1, 2 et 3 phases a la tension
inverse de créte périodique max. admissible

Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bei der max. zuldssigen
periodischen Gegenspitzenspannung

K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K = résistance thermique entre le fond de la.diode et 1'am-
biance

Warmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung

Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers ‘at max. admissible'

20 ; \
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Temperature of diode bottom (°C)
Température du fond de la diode (°C)
Temperatur des Diodenbodens (°C)
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Valid for 6 phase star rectifiers at -max. admissible recur-
rent peak inverse voltage
Valable pour redresseurs hexaphases en étoile a la tension
inverse de créte périodique max.-ddmissible
_Fiir 6~ Phasenglelchrichter in Sternschaltung bel der max.
zuldssigen periodischen' Gegenspitzenspannung -
K = thermaliresistance between diodée bottom and ambience
K = geslstance thermique entre le fond de la diode et 1l'am-
ilance
K= Wirmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
T T
I [0 ,
D?UX'_ -
(A)F - » , f
B 1\\ \
15 AN \ A \
N N \
N \
N X
N N N
A \ \
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Valid for 6 phase star rectifiers at max. admissible recur-
rent peak inverse voltage . , N
Valable pour redresseurs hexaphasés en étolle a la tension
inverse de créte périodique max. admissible
Flir 6-Phasengleichrichter in Sternschaltung bei der max,
zuldssigen periodischen Gegenspitzenspannung
K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K= gesistance thermique entre le fond de la diode et 1'am-
iance
= Wiarmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
[.
20
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6 7200507
[BYZ 74 _ N
K = thermal resistance between diode bot
tom and ambience
K = résistance thermique entre le fond de
K la diode et 1'amblance
0, K = Warmewiderstand zwischen Diodenboden und
C/ W Umgebung -~
Heatsink: 2 r_izm copper or 3 mm aluminium,
5 mounted vertically, natural convection
Curve 1: bright metal
Curve 2: blackened
\ Plaque de refroidissement: cuivre de 2 mm
ou aluminium de 3 mm, monté verticalement,
\ convection naturelle
Courbe 1: métal blanc
Ry Courbe 2: noirci
f Klihlplatte: 2 mm Kupfer oder 3 mm
4 + Aluminium, senkrecht montiert, na-
] tlirliche Konvektion
i Kurve 1: blankes Metall
+ Kurve 2: geschwdrztes Metall
: > :
N\
\ N
IMEEA 7
3 i \ N
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| AN
H AN
|
H N
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~
e |
;
T
|
I
]
|
0
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Heat sink area (cm’jone side)
Surface de la plaque de refro:g’:ssement
(cm*un cété)
5.5.1961 Kuhleache (cm?eine Seite) I
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DOUBLE~DIFFUSED SILICON JUNCTION POWER DIODE with a min.
breakdown voltage of 800 V for Eower rectifier application
DIODE DE PUISSANCE AU SILICIUM A JONCTION ET A DIFFUSION
DOUBLE avec tension de.perforation de 800V au minimum
. pour utilisation comme redresseuse de puissance
DOPPELT DIFFUNDIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE mit einer Durch-
schlagsspannung von mindestens 800 V zur Verwendung in
Leistungsgleichrichtern .

Limiting values (absolute max. vallies)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Each diode is tested on a breakdown voltage of -800 V at
-Ip = 10 mA and a diode bottom temperature of 125 °C.

Chagque diode est essayee a une tension de perforation
de 800 V, a -Ip = 10 mA et a une temperature du fond
de la diode de 125 ©C ]

Jede Diode wird bei =<Ip = 10 mA und bei einer Dioden-
bodentemperatur von 125 OC auf eine Durchschlagsspan-
nung von 800 V gepriift ,

D.C. voltage
=Vp tension continue = max. 200 V
Gleichspannung
recurrent
~Vpn reriodique = max, 200 V
periodisch
transient
-V transitoire = max. 400 V
vorilibergehend
~V; (t = max. 10 msec) = max. 400 V
Dsurge - B 13
Ip tay = max. 20 msec) = max. 20 A ')°)
Ip (tay = max. 20 msec) = max, 16 A 2)%)
recurrent ’
IpM périodique = max. 100 A %)
periodisch
See page GG
Ip, Voir page
surge Siehe Seitée G
Ty = max. 150 °C
See pages C and E
Tamb Voir pages C et E
Siehe Seiten C und E

Température du fond de la diode Voir pages D et F
Temperatur des Diodenbodens Siehe Seiten D und F

Storage temperature
Température d'emmagasinage = maX. 150 o
Lagerungstemperatur

Temperature of diode bottom { See pages D and ¥

112)3)4) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3

722 0281 Tentative data., Vorl&ufige Daten 1.
10.10.1960 Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Thermal resistance from

junction to diode bottom £ 1.0 c/w
Thermal resistance from diode bottom °
to heat sink = 0.15 “C/W

Données thermiques. Résistance thermi- ¢ o
que entre jonction et fond de la diode X = 1,0 “C/W
Résistance thermique entre fond de la o
diode et plaque de refroidissement X = 0,15 "C/W

Thermische Daten. Wdarmewiderstand zwi-

schen Kristall und Diodenboden £ 1,0 %/
Warmewiderstand zwischen Diodenboden o
und Kiihlplatte K = 0,15 “C/W
Dimensions in mm
, 1755 Dimensions en mm
Abmessungen in mm
P— it
8y of 8
31 3 8<CO
= L] X\
3,6 max|
181 i2hnax
e 62,5max
N
7, N é§§
\ )
7 Y.
2.1 Metal spring washer
Rondelle a ressort métallique
Nut M12 x 1.75 Metallene federnde Unterlagscheibe

Ecrou M12 x 1,75
Mutter M12 x 1,75

Mounting torque: min. 100 cm kg for good heat conductance
max. 250 cm kg

Moment de torsion pres du montage: min. 100 cm kg pour une
conductibilité thermique satisfaisante
max. 250 cm kg

Drehmoment beim Einbau: min. 100 cm kg fir eine geniigende
Warmeleitfahigkeit
max. 250 cm kg

Mounting position: any
Montage: a volonté
Einbau: willkirlich

") For volt us
Pour un boulon M8
Flir einen M8-Bolzen

7722 0282 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Diameter of hole in heat sink max. 13 mm

Diametre du trou dans la plaque de refroidissement 13 mm
au max.

Durchmesser des Bohrlochs in der Kiihlplatte max. 13 mm

Net weight, poids net, Nettogewicht 80 g

Net weight with mounting accessories
Poids net avec accessoires de montage 100 g
Nettogewicht mit Befestigungsteilen

Characteristics

Caractéristiques
Kenndaten

Temperature of diode bottom

Température du fond de la diode = 25 25 Og
Temperatur des Diodenbodens

VD < 0,85 < 1,85V

-Vp = 200 V
Temperature of diode bottom o
Temperature du fond de la diode = 125 “C:
Temperatur des Diodenbodens

-Ip < 2,0 mA

D)

2

~—

3

~

4

%)

Ip - = 1 100 %) A

For 1,2 and 3 phase circuits, resistive or inductive
load. See pages C and D. ;

Pour circuits a 1,2 et 3 phaseés, charge resistive ou
inductive. Voir pages C et D.

Fir 1,2 und 3 Phasenschaltungen mit Widerstands- oder
induktiver Belastung,., Siehe Seiten C und D.

For capacitive load and for six phase star circuits.
See pages E and F ,

Pour charge capacitive et pour circuits hexaphases en
étoile. Voir pages E et F

Fir kapazitive Belastung und fiir Sechsphasensternschal-~
tungen. Siehe Seiten E und F

For battery chargers this max. value may be exceeded

© by 25 % when a fully discharged battery-is taken under
charge

Pour les chargeurs de batterie cette valeur max. peut
étre dépassée de 25 % dans le cas de batteries com-
pletement dechargées

Bei Batterieladern darf dieser max. Wert bel ganz ent~
ladenen Batterien mit 25 % {iberschritten werden

At max. admissible recurrent inverse voltage
la tension inverse périodique max. admissible
Bei der max._zulﬁssigen periodischen Gegenspannung

See page 5; voir page 5; siehe Seite 5

722 0283 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
10.10.1960 Caracteristigues provisoires
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PHILIPS

Operating characteristics as rectifier
Caractéristiques d'utilisation en redresseur
Betriebsdaten als Gleichrichter

Single phase| Two phase Single phase Three phase
Half wave Half wave |Full wave bridge Star
Monophasé Biphasé Monophasé
une alter- une alter- deux 4
nance nance alternances %;igggiie
en pont
Einphasig Zweiphasig Einphasig Dreiphasig
Einweg Einweg Zweiweg Briicke Stern
o o] o o o o]
100000 | 100000 7
Vi Vi
k2 iF k2
Ly, Iolévo ‘
+ - + -
+ —
Vi =140 Verr| Vi=140 Verr| Vi = 140 Verr Vi = 140 Verr
Io Vo Io Vo To Vo Io Vo
204 |60V | 40 A | 60 V| 40 A 125 V| 60 A 95 v

The Vi and Ig
sistive or inductive load. No source impedance is assumed.
The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded

Les valeurs de Vi et Ip sont des valeurs limites absolues
pour une charge résistive ou inductive. Admis que 1'im-
pedance de la source d'entrée =
L'étude d'un appareil doit étre tel, que ces valeurs ne
sont pas dépassées

Die Werte von Vi und Io sind absolute Grenzwerte flir Wider-
stands- und induktive Belastung. Angenommen wird dass
die Impedanz der Eingangsspannungsquelle = 0 Q ist.
Der Entwurf eines Gerdts soll derartig sein dass diese
Werte nicht. liberschritten werden

figures are

absolute max. values for re-

0 Q.

722 0284

Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéristiques provisoires
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| Operating characteristics (cont

inued)

Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung

Three phase R
Full wave bridge

Triphasé
deux alter-
nances en pont

Dreiphasig
Zweiweg Briicke

Six phase
Star

Hexaphasé
En etoile

Sechsphasig
Stern

Three pha

with interphase

Triphasé, double Y

avec iran

equi

Dreiphasig, doppelt
mit Saugdrossel

se double Y

transformer

sformateur-
libreur

€]

a
2

#0

Vi
E
be

Ioi Y .

+ -—

Vi = 140 Verp Vi = 140 Verr Vi = 140 Verr
Io Vo I, Vo Io Vo
60A 190V 96A 95V 120A 80V

Page 3; Seite 3

5) Measured with current pulses to prevent excessive dis-

sipation

Mesuré avec des impulsions de courant pour prévenir

une dissipation excessive

Zur Vermeidung einer libermissigen Verlustleistung ge-

messen mit Stromimpulsen

7722 0285
10.10.1960

Tentative data. Vorl#ufige Daten

5.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics for battery charging .
Caractéristiques d'utilisation en chargeur de batteries

n

n

per cell = 2.2 V ,
= pombre d‘'accumulateurs au plomb en série au max.
tension nominale par e€lément = 2,2 V
max., Anzahl der Blei-Elemente in Serien (Nennspannung
pro Element = 2,2 V)

Voir page 7; siehe Seite 7.

Betriebsdaten als Batterielader
Two phase Single phase
Half wave Full wave bridge Three phase star
Biphasé Yonophasé Triphasé
A une alternance deux alternances En etoile
En pont
Zweiphasig Einphasig Dreiphasig
Einweg Zweiweg Brlicke Stern
o} o 0
100000/ 100000
00000y 00000
Vi 7
N4 Jz 4 ¥
H— p—
= h 4
I"lows I} s
+ - + -
Vi = 125 Veps Vi = 125 Verr Vi = 125 Verr
Io | 7| n Io g n Io v8 | n
25 A| 60 V| 27 [ 25 A (120 V| 54 |37,5A] 70 V| 32
n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage

The above data are nominal values with battery load. The
possibility of & mains voltage fluctuation of max. 10 %
has been taken into account. For current limiting use
is made of inductors in series with the primary of the
mains transformer

772 0286

Tentative data. Vorldufige Daten

6.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics (continuead)
Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung)

Three phase Six phase
Full wave bridge star
Tri hasé Hexaphase
A deux alternances En étoile
En pont
Dreiphasig Sechsphasig
Zweiweg Briicke Stern

ElE] 33

¥
%ﬁl‘ VB )
+ - + -
Vi = 125 Verr Vi = 125 Vefr
Io VB n Io Vs n
37,54 120 V 54 75 A 60 vV 27

See page 6

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs nomi-
nales avec charge de batteries, La possiblllte d'une
fluctuation de la tension de réseau de 10 % au max. a
été mise en compte. Pour limiter le courant on fait usage
de bobines dans le circuit primaire du transformateur
d'alimentation.

Die obengenannten Werte sind Nennwerte mit Batteriebelas-
tung. Der MOglichkelt einer Netzspannungsschwankung von
max. 10 % ist Rechnung getragen. Zur Strombegreniung
werden im Primirkreis des Netztransformators Drossel-
spulen verwendet.

772 0287 Tentative data. Vorldufige Daten 7
10,10.,1960 Caractéristiques provisoires
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1.

m

o'

Operating notes

When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse.voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

When applied to the primary side of the transformer:

I .
~ 20 ~ 129
01~ZOOT}JF Rl ~ C]Q
When applied to the secondary of the transformer:
Ipo V 200
G2 % 450 oy ¥ emgp

In which V = transformer primary R.M.S. voltage (V)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
Ip, = magnetizing primary R.M.S. current (A)

In order to prevent the diode from being damaged by
surge currents higher than those mentioned at page G a
Tast fuse is recommended

Example. For a given application the minimum required heat

sink area can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Io = 45 A (15 A
per diode) and Tamp = 50 OC, it fcilows from page C that
the maximum value of the thermal resistance between
the diode bottom and ambience is 3.5 OC/W

When natural convection and a black heat sink are ro=
vided the maximum required heat sink area is 80 cm?
according to page I

From page D 1t may be seen that the temperature of the
diode bottom is about 128 °C. and from page H that the
dissipation is max. 22 W.

72

2 0297 Tentative data. Vorl&ufige Daten 8.
Caractéristiques provisoires
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Observations pour l'utilisation

1. S'il se jpresente la possibilité que les tensions tran-
sitoires dépassent la valeur limite de -VDgyrge, il
faut utiliser un circuit d'amortissement en parallele
avec le transformateur ou en parallele avec la diode,
p.e. un circuit R.C. en série ou une résistance dépen-
dante de la tension. Ies valeurs du circult R.C. peuvent
8tre déterminées a l'aide des formules suivantes:

a. Si le circuit R.C. est monté dans le circuit primaire
du transformateur:

Ipo 150
C1 =~ 200 —— uF R
b.Si le circuit R.C. est monté dans le circuit secondaire
du transformateur:

Tpo -V
2w 450%2 uF Rgzig%sz

Dans lesquelles V = tension primaire du transformateur(ve
-Vpy = tension inverse de créte périodi uer{V)
Ip, = courant de magnétisation primaire (4erf)

2, Pour prévenir la deterloratlon de la diode par suite
d'impulsions de courant plus elevees que les valeurs
max. de page G, il est conseillé d'utiliser un fusible
rapide

Exemple. Pour une certaine application la surface requise

au min. de la plaque de refroidissement peut &étre deter-
minée comme suit:
S'il y a un circuit de redressement triphasé 3 deux alter—
nances avec Ip = 45 A (15 A par diode) et Tamp = 50 °C,
la valeur max. admissible de la résistance thermigue
entre le fond de la diode et 1'ambiance est de 3,5 °C/W
suivant la page C. Avec convection naturelle et une plague
de refroidissement noircie la surface re%ulse au min. de
la plaque de refroidissement est de 80 cm® suivant page I
De la page D on peut lire que dans ce cas la température
du fond de la diode est d'environ 128 ©°C et de la page H
que la dissipation de la diode est de 22 W au max.

7722 0298 Tentative data. Vorldufige Daten 9.
10.10.1960 Caractéristiques provisoires
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Bemerkungen fir den Betrieb

1. Wenn die M&glichkeit besteht dass Vei Spannungsaus-
gleichvorgéingen die Gegenspannung den fir -Vpsurge ge-
gebenen Grenzwert iiberschreitet, .so muss ein Dampfungs-
kreis iiber den Transformator oder iiber die Diode ge-
schaltet werden, z.B. ein RC-Serienkreis oder ein
spannungsabhéngiger Widerstand. Die Werte des RC-Kreises
konnen nach folgenden Formeln berechnet werden:

a. Wenn im Primdrkreis des Transformators verwendet:

Ip
C1 & 200 —> F R~ 128
b. Wenn im Sekunddrkreis des Transformators verwendet:
IpgeV
~ Po* .. 200
wo V .= Primirspannung des Transformators (Verr).

~Vpy = Spitzenwert der periodischen Gegenspannung (V)
Ip, = primérer Magnetisierungsstrom (Agrr)

2. Zur Vermeidung einer Beschi#digung der Diode von Strom-
stossen die die auf Seite G. gegebenen Hochstweite tiber-
schreiten, wird eine flinke Sicherung empfohlen.

Beispiel. Fir eine gegebene Anwendung kann die mindestens
erforderliche Kiihlplattenfliche wie folgt berechnet
werden: .
Wenn_ bel einem dreiphasigen Zweiweg-Gleichrichter Io=454
(15 A pro Diode) und Tamb = 50 ©C, so sieht man von
Seite C dass der hichstzulissige Wert des Wirmewider-
standes zwischen Diodenboden und Umgebung 3,5 OC/W ist.
Wenn natlirliche Konvektion und eine geschwarzte Kiihlplatte
verwendet werden, ist die mindestens erfoerderliche Kiihl-
plattenfléche nach Seite I gleich 80 cm®.

Von Seite D kann man ablesen dass die Temperatur- des
Diodenbodens etwa 128 °C ist und von Seite H dass die
Diodenverlustleistung max. 22 W ist.-

‘_7-22 0299 Ten'tativg data. Vorliufige Daten 10.
Caractéristiques provisoires
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recurrent peak inverse voltage

periodischen Gegenspitzenspannung

'Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissibleb

Valable pour redresseurs a 1, 2 et 3 phases 3 la tension
inverse de créte périodique max. admissible
Fiir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bel der max. zuldssigen

K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K = gisistance thermique entre le fond de la diode et 1l'am-
ance
= Warmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
AN \
N N \
N N N
1&7nqay N \
(A \ A
) ™ \ \
N, : !
AN \
5 N, AN AY
A \ .
N . ARma
AN AN \ =
N \\ \\_\_5
= ()
ERANCE
o N CQ \= E
] N \sz. Z\= :
0 N VR 8
N \
\UA
A \
\ \
\
5
| ] A\
\ \ N
N
A\AY B
AR\ o
\
\ 2
0 | AW\ 1%
0 100 Tamp(°C) 150
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Valid for 1, 2 and 3 phase rectifiers at max. admissible
recurrent peak inverse voltage
Valable pour redresseurs a 1, 2 et 3 phases 3 la tension
inverse de créte perlodique max. admissible
Flir 1, 2 und 3-Phasengleichrichter bei der max. zuldssigen
periodischen Gegenspitzenspannung
X = thermal resistance between diode ‘bottom and ambience
K= €esistance thermique entre le fond de la diode et 1'am-
jance
K = Wirmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
20 e
‘\
IDmox
(A)
\\
A
15 %
L
f
I
A,
N\
N
I =
10 H o
I A Wl
I
] é
L)
| A\
1
]
I N
5 } Bl
NI
| \ B
1 S
) »S
! g
I 8
0 1
70 120 Bo 140 750
Temperature of diode bottom(°C)
Température du fond de Ta diode(°C)
Temperatur des Diodenbodens(°C) D
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Valid for 6 phase star rectifiers at max. admissible recur-
rent peak inverse voltage
Valable pour redresseurs: hexaphasés en étoile a la tension
inverse de créte perlodlque max. admissible
Fiir 6-Phasengleichrichter in Sternschaltung bel der max.
zuléssigen periodischen Gegenspitzenspannung
K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K = résistance thermique entre le fond de la diode et 1'am-
biarice
K = Warmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
20
Imax
)
AN N
5\ NEEE
AN
N
§ AN
N N N AY =
A N A N
™y L =5
R @& Q)
10 TN ZEE
N
] A
NN
N Y
5]
5 NS N
R
\ ®IQ
\ -
NALY g
AYL) 3
\ ]
0 [ _L ! |
50 7 B0 Tamp(°C)200
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20

A)

Ternperatur des Dicdenbodens(°C)

Valid for 6 phase star rectifiers at max. admissible recur-
rent peak inverse voltage , , .
Valable pour redrésseurs hexaphases en étoile a la tension
inverse de créte périodique max. dadmissible
Fiir 6-Phasengleichrichter in Sternschaltung bei der max.
zuldssigen periodischen Gegenspitzenspannung
K = thermal resistance between diode bottom and ambience
K= gesistance thermique entre le fond de la diodé et 1l'am-
iance
K = Wirmewiderstand zwischen Diodenboden und Umgebung
I
&hnaﬁﬁ____ 1
N HEE
\\‘
15 ™
\\
- AN
AN
1] o
~
10 A
| I * o
<
g2
N,
5 . 5
N
Sy
(S
NS
|
3
T o
10 120 130 140 150
Temperature of diode bottorn(°C)
pe .
Température du fond de la diode(°C) F
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6 7200341
IBYZIA 6—10-1960 {11 X = thermal resistance between diode bot-
Kl } } tom and ambience
OC /W = résistance thermique entre le fond de
{ ) la dlode et 1'ambiance
K = Warmewiderstand zwischen Diodenboden und
\ Umgebung
Heatsink: 3 mm aluminium, mounted verti-
5 cally, natural convection
Curve 1: bright metal
Curve 2; blackened
Plaque de refroidissement: aluminium de
3 mm, monté verticalement, convection
naturelle
Courbe 1: metal dlanc
Courbe 2: noireci-
Kiihlplatte: 3mm Aluminium, senkrecht.
4 \ montiert, natiirliche Konvektion
\ Kurve 1: blankes Metall
Kurve 2: geschwdrztes Metall
\ [
RERRNERA N 1
]
4 |
1
- N
3 1 N/
T
I
H N n
A
N
T ~
H AN 2 T
|
2 i q
1
1
|
1 - L
|
1 ;
1
I
1
1
I
0 1
0] 100 200 300 400

Heat sink area(cm’) 2
Surface de la plaque. de refroidissement (cm®)
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DOUBLE-DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODE for power rectifier
application
DIODE AU SILICIUM A JONCTION ET A DIFFUSION DOUBLE pour
utilisation comme redresseuse de puissance
DOPPELT-DIFFUNDIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung
in Leistungsgleichrichtern

The BYZ15 is the reverse-polarity type of the BYZ14
La diode BYZ15 est la diode BYZ14 a polarité inverse
DieiDigde BYZ15 ist die Diode BYZ14 mit umgekehrter Pola-

ritéd

Dimensions in mm

1755 Dimensions e€n mm
f Abmessungen in mm

15,9
27max

MI2x175

15

250

Metal spring washer
Rondelle a ressort métallique
Nut M12x1.75 Metallene federnde Unterlagscheibe
Ecrou M12x1,75

Mutter M12x1,75

For further data and curves please refer to BYZ14
Pour les autres données et les courbes voir BYZ14
Fiir die iibrigen Daten und Kurven siehe BYZ14

722 1013 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
1.1.1962 Caractéristiques provisoires
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass con-
structior designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre avec les connexions des électrodes d'une cote,
congue pour applications de commutateur a courant élevé
en sens conducteur

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit Elektroden-
anschliissen an einer Seite zur Verwendung als Schalter-
diode mit hohem Strom in der Durchlassrichtung

The red dot indicates the
position of the cathode

Le point rouge marque la po-
sition de la cathode

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziertdie
Katodenseite
i.ma—x75, in 37

]

C I

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) Tamp = 75 °C
-VD (tgy = max. 50 msec) = max. 157V
-VDu =max, 257V
-VDgurge (t = max. 1 sec) = max. 30V
ID = max, 50 m4
Ipn = max. 50 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 400 mA
Tamb = -559¢/+75 °C

Storage temperature o
Température d'emmagasinage = -55 C/+75 °C
Lagerungstemperatur

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 2969 1.
4.4.1959
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free alr
Augmentation de la température de la °
jonction en l'air libre K ¢ 0,4 “C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

Tamb = 25 °C | Tamp = 60 °C
Vvp ( Ip = 0,1 ma) 0,18 0,12 V
Vp ( Ip = 10 ma) 0,42 0,38 V
vp ( Ip = 30 ma) 0,56 0,53 V
-Ip (-Vp = 1,5 V) 0,35 3,5 pA
-Ip (-vp = 10 V) 0,75 5,5 uA
-Ip (-Vvp = 25 V) 1,9 11 pa

Recovery time, measured at -Vp = 5 V after forward pulse
current of mA .

Durée de rétablissement, mesuree a -Vp = 5 V apres une im-
pulsion de courant en sers conducteur de 5 mA

Erholungszeit, gemessen bel -Vp = 5 V nach einem Strom-
impuls von 5 @A in der Durchlassrichtung

Tamb = 25 °C
Square wave pulse
generator »l
énérateur d’impul - 3
d onde carrée 0 E; Oscilloscope
Rechteck~ <N |Oszllograf
Impulsgenerator 9
Ri=6000 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

938 2970 i 2.
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Pulse data

Recovery time fcontinued)
Durée de rétablissement (suite)
Erholungszeit (Fortsetzung)

Données de 1'impulsion
Impulsdaten

f = 50 ke/s
[ = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement < 0,1 psec
Anstiegszeit
Ipy = 5 ma
~Vpy = SV

Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen

Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 psec
Anstiegszeit

after the current impuls
apres 1'impulsion de courant ¢ 250 pA
nach dem Stromimpuls

after the current impuls

apres 1l'impulsion de courant < 25 pA
nach dem Stromimpuls

—t (usec)

25 3 35

>
W
~
B
[
&

50

100

150

v 200
~ipleA)

250

300

T
1
T
i
|
|
|
I
|
|
|
1
I
I

938 2971
4.4.1959
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Reverse recovery (continued)
Recouvrement inverse (suite)
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung),

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten I - 50 ke/s
) = 0,5
Rise time ;
Temps de montée < 0,1 psec
Anstiegszeit
I = 5 mA
oy = 57
Oscilloscope data
Donnees de l'gscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen Rise time )
Temps de montée = 0,025 psec
Anstiegszeit
. 0.5 psec after the current impuls = 140 usec
-ip 40,5 psec apres 1'impulsion de courant
0,5 uSek nach dem Stromimpuls < 250 psec

3,5 usec apres 1'impulsion de courant < 25 pd

. 3.5 usec after the current impuls
-iD
3,5 uSek nach dem Stromimpuls

—>t (i sec)
o 05 1 5 2 25 3 35

50

SuA
100
150

l 2001

~ip(uA)
250)

300

1) Measured under pulsea conditions to prevent excessive
dissipation
Mesure avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive
Zur Vermeidung einer Ubermissigen Verlustleistung umit
Impulsen gemessen

6 61960 722 00 32 ' 3.
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass con-
struction, designed for high-current switching applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINT D'OR en construction
tout verre a sorties d'un c6té; la diode est congue pour
applications de commutation a courants élevés

GERMANIUM-GOT.DDRAHTDIODE in Allglastechnik mit einseitiger
Drahtausfiihrung; die Diode ist bestimmt fiir Schalteranwen-
dungen mit nohen Stromen

The red dot indicates the po-

Dimensions in mm sition of the cathode
Dimensions en mm Le point rouge marque la posi-
Abmessungen in mm tion de la cathode

Der rote Punkt indiziert die

Katodenseite
max15 ._mmiz_ﬁj
I ==
<

|
11

Si=

max 15

Limitigg values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 75 °C
-vp = max. 25V
-VDu = max. 25 v
~VDsyrge (t = max. 1 sec) = max. 40V
direct current
Ip | courant continu = max. 100 mA
Gleichstrom
resistive load
Ip ¢ a charge résistive = max. 100 mA 2)%
mit Widerstandsbelastung

"

a charge capacitive max. 65 mA2)3)

capacitive load
Ip
mit kapazitiver Belastung

with pulse signal
Ip § a signal a impulsions = max, 65 ma %)
mit Impulssignalen
Ipy = max. 500 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 800 mA
Tamb = -55 %/ +75 %
Storage temperature
Température 4'emmagasinage = -55 %/ 490 ¢
Lagerungstemperatur
1)...3) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 2898 1.

4.4.1959
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Statical characterlstlcs
Caractéristiques statiques
Statische Kenndaten

Tamb = 25 °C |Tamp = 60 °c
vp ( Ip = 0,1 mA) 0,16 V 0,09 V
vp ( Ip = 10 ma) 0,32 V 0,26 V
vp ( Ip = 500 ma)*) 0,74 V 0,70 V

max. 0,9 V

~Ip (-Vp=1,5V) 0,9 pa 9 pa
-Ip (-vp = 10V) 1,5 pA 12,5 pA
~Ip (-Vp= 25V ) 353 pA 21 pA

Thermal resistance (gunction to free air
Résistance thermique (de la jonction jusqu'a 1'air libre)
Thermischer Widerstand (vom Kristall bis an die freie Luft)

K £ 0,25 °c/mn

Dynamical characteristics
Caractéristiques dynamiques
Dynamische Kenndaten

o

-¥p

0,75 v -4 F
£

0,5 Mc/s

Recovery time, measured at -VD = 5V after forward pulsel
current of N .
Durée de rétablissement, mesurée a -VD = 5 V apres une
impulsion de courant en sens conducteur de 5 mA
Erholungszeit, gemessen bel -Vp = 5 V nach einem Strom-
impuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Square wave pulse
generator Al
énérateur d’impulsions| i’ .
<] onde ¢ carrée D ' |Oscilloscope|
Rechteck- ~ |Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=60002 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

) Measured with current pulses, § = max. 10 %
Mesuré avec impulsions de courant § = max. 10 %
Gemessen mit Stromimpulsen, § = max.

—

938 2899 2.
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>t usec)
0 0,5 1 15 2 25 3
T

Pulse data =
Données de 1'impulsion T = 50 ke/s
Impulsdaten § = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement < 0,1 upsec
Anstiegszeit
Tpy = 5 mA
-Vpy = 5V
Oscilloscope data
Donnees de 1'oscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen
Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 psec
Anstiegszeit
0.5 psec after the current impuls
-ip <0,5 psec apres 1'impulsion de courant = 240 pA
0,5 pSek nach dem Stromimpuls
1.5 usec after the current impuls
-ip <1,5 psec apres 1'impulsion de courant = 10 [17:
1,5 uSek nach dem Stromimpuls
3.5 usec after the current impuls
-ip <3,5 usec apres l'impulsion de courant = 2 pA
345 uSek nach dem Stromimpuls

3,5

0 .
50
100
150
l 00|
—ip(u4)

Page 1; Seite 1

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2) tav = max. 50 msec
3) Sinusoidal input signal

Signal d'entrée sinusoidal
Sinusfdrmiges Eingangssignal

2uA

938 2900
4.4.1959
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Recovery time, measured at -Vp = 10 V after forward pulse
current of 400 mA N .
Durée de rétablissement, mesurée & -Vp = 10 V apres une
impulsion de courant en sens conducteur de 400 mA
Erholungszeit, gemessen bei -Vp = 10 V nach einem Strom-
impuls von 400 mA in der Durchlassrichtung

+ g
Me"“"}' relay & o Q |Oscilloscope
16V Quecis%b’grjrr&%g N | Oszillograf
—_ ]
]
1uf
26V +

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

Pulse data
Donnees de 1'impulsion
Impulsdaten Ipy = 400 mA
-Vpy = 10V
§ = 202
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope
Daten des Oszillografen Cinp = 15 pF
Rinp = 4 MQ
Rise time
Temps d4'accroisement = 0,016 psec
Anstiegszelt

3.5 usec after the current impuls
-ip <3,5 usec aprés 1'impulsion de courant = max. 150 pA
3,5 uSek nach dem Stromimpuls

-

938 2901 ) 4.
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Forward voltage recovery, measured with current pulses of
400 mA
Rétablissement de la tension en sens conducteur, mesuré
avec impulsions de courant de 400 mA
Erholung der Spannung in Durchlassrichtung, gemessen mit
Stromimpulsen von 400 mA
1000
AAAAAA
Pulse generator VYWY
Générateur & impulsians! . Oscilloscope
Impulsgenerator Oszillograf
- Ri=15042
Measuring circuité circuit de mesure; Mess-Schaltung’
Current pulse dafa
Donnees de 1'impulsion de courant
1
Stromimpulsdaten £ = 20 ke/s
timp = 1 usec
Ipy = 400 mA
Oscilloscope data
Donnees de .1'oscilloscope
Daten des Oszillografen cinp = 20 pF
Rise time
Temps d'accroisement = 0,04 sec
Anstiegszeit
Tusec
% )
DM ! v
|
|
|
tre=034lsec
re F'__[.J_!
Current pulse Voltage pulse
Impulsion de courant Impulsion de tension
Stromimpuls Spannungsimpuls
Vpy = 0,87 max. 1,4 V
) Jaftgr 0.4 psec
VD 4 apres 0,4 psec = 0,77V max. 1,0 V
nach 0,4 uSek
938 2902 5.

4.4.1959
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GERMANIUM JUNCTION DIODE for use as rectifier for medium
currents and voltages

DIODE A JONCTION DE CRISTAL DE GERMANIUM pour utilisation
en redresseuse pour des courants et tensions moyens

GERMANIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fir
mittlere Strome und Spannungen '

25
Dimensions in mm XLy
Dimensions en mm d

Abmessungen in mm
::E%E:::::f— k
5,

When fastening the diode a torque of 3 cm kg should not be
exceeded

En fixant la diode un moment de torsion de 3 cm kg ne sera
pas surpasseé

Beim Befestigen der Diode darf ein Drehmoment von 3 cm kg
nicht Uberschritten werden

20

16

M4

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 857V
-Vpy = max. 857V
Ip = max. 12 A
Ipy = max. 12 A

max. 90 A ")

See page B
Voir page B
Siehe Seite B

max. 75 °C

g
o
o—A—

Load capacitor
Capacité de charge(-Vpy =
Ladekondensator

nax.1000 pF 2)

®
w
<
=
u

') During switching on
Pendant la mise en circuit
Beim Einschalten

2) At lower values of -Vppy the load capacitor can be raised
inversely proportional to -Vpy ;

A des valeurs plus basses de -VpM 1la capacité de charge

peut étre augmentée inversement proportionnelle a -Vpy|

Bel kleineren Werten von -Vpy kann der Ladekondensator
umgekehrt proportional vergrdssert werden

938 3061 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
6.6.1958 Caracteristiques provisoires
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Charac@eristics
Caracteristiques
Kenndaten
Ty = 25 °C T5 = 75 °C

VD(ID-—-O,‘IA) =0,3V

vp (Ip= 2A)|=0,57V

vp (Ip= 12 A)|=0,6V [<0,7V

-Ip (-vp= 1 V)|= 25 pAJ = 1,5 mA

-Ip (-Vp = 85 V)| = 40 pA = 1,8 mA | < 4 mA

Thermal resistance from junction to
,mounting base

Reésistance thermique de la jonction
jusqu'a la plaque de montage

Thermischer Widerstand vom Kristall
bis an die Montageplatte

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten
Tamb & 45 °C; with copper heat sink of 100x80X1 mm per
iode
Tamp S 45 oC; avec plaque de refroidissement de cuivre
° 100x80x1 mm par diode
Tamp & 45 °C; mit kupferner Kilhlplatte von 100x80x1 mm
pro diode
Half wave rectifier circuit
Circuit redresseur demi-onde
Halbwellengleichrichterschaltung
Vi= 54 Verr ') i
Io = 3,5 4 Vi LiZ %
Vo = 24V v S T v+

1) When a load capacitor is used the permissible value of
Vi is max. 27 V R
Si une capacite de charge est utilisee la valeur admis-
sible de Vi est de 27 V au max.
Wenn ein Ladekondensator verwendet wird, ist der zu-
ldssige Wert von Vi max. 27 V

938 3062 Tentative data., Vorliufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires ° )
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Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung

Bridge rectifier circuit
Circuit redresseur en pont
Gleichrichterbriickenschal tung

Vi
Vi = 54 Veff <—*J——ﬂ
Io= 74 fUO‘OU\]
Vo = 48 V ! -
A b3
oiZ
K < +

Three-phase bridge rectifier circuit
2 Circuit redresseur triphase en pont
! Dreiphasen-Gleichrichterbrickenschaltung

Vi = 31 Verr
Io = 10,5 A Vi
Vo 70 Vv

¥ :ij -
LiE

AAAAAA
—VVVVVVY

y

] +
938 3063 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
¢.6.1958 Caractéristiques provisoires
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature congue pour applications de commu-
tateur a courapt élevé en sens conducteur

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als Schalterdiode mit hohem Strom in der Durch-
lassrichtung

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 2" max2))
’E‘,@r:“——r k ;:QD
max 7,6
64%25 >

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 75 °C
-Vp = max. 157V
~VDyM = max. 257V
“VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 307V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 50 mA
Ipu = max. 50 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 300 mA
= max. ] s -

IDsurge Tamb = max. tl>0 80} = max6 400 g1A
Tamb = =55°C/+75 "C
Storage tempez‘ature o o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75 C
Lagerungstemperatur

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 2972 Tentative data. Vorlaufige Daten ‘ 1.
Caractéristiques provisoires

3.3.1958
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Characteristics
Caractéristique
Kenndaten

Junction temperature

S

Température de la jonction

Kristalltempe

ratur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la

jonction en l'air libre

Temperaturerhdhung des

Kristalls in

K ¢ 0,45 °C/uW

freier Luft
Tamb = 25 °C | Tamb = 60 °C
vp ( Ip = 0,1 ma) 0,17 0,12 V
Vp ( Ip = 10 ma) 0,40 0,36 V
Vp ( Ip = 30 ma) 0,52 0,48 V
-Ip (-Vp = 1,5 V) 1,0 7 pA
-Ip(-yp= 10V) 4,5 17 upA
-Ip (-Vp = 25 V) 30 50 uA

Recovery time, measured at -Vp =

current of 5 mA
Durée de rétablissement, mesurée & -Vp =
pulsion de courant en sens conducteur de 5 mA

Erholungszeit, gemessen bei -Vp =

5 V after forward pulse
5 V aprés une im-

5 V nach einem Strom-

impuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Square wave pulse |
generator

e

NI

Rechteci

d onde carrée

k-

I mpulsgenerator
Ri=60002

4]
D

AAAAAAA
Vv
k.

Oscilloscope)|
Oszillograf

Measuring circuit; circuilt de mesure; Mess-Schaltung

Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

536 2973

Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéristiques provisoires
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Recovery time (continued)
Durde de rétablissement (suite)
Erholungszeit (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1*impulsion
Impulsdaten f
§
Rise time
Temps d'accroisement
Anstiegszeit
IpM
-VpM

Oscilloscope data
Données de 1l'oscilloscope Cinp
Daten des Oszillografen

Rise time

Temps d'accroisement
Anstiegszeit

5 usec after the current impuls

5 usec aprés 1'impulsion de courant
5 uSek nach dem Stromimpuls
5
5
5

psec after the current impuls
usec apres l'impulsion de courant
uSek nach dem Stromimpuls

—t (g sec)
0o 05 1 5 2 25 3 35

~

50
100

150

oy o2
—ip(A)
250

300

40

0,025

250

25

kc/s

usec

pF

usec

A

pA

938 2971 Tentative data. Vorldaufige Daten
3.3.1958 Caractéristiques provisoires
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CRYSTAL RECTIFIER for use as video detector
REDRESSEUR A CRYSTAL pour la détection video
KRISTALLGLEICHRICHTER zur Video-Demodulation

Dimensions in mm

Dimensions en mm 21 "’52”
Abmessungen in mm ; TR )
rdiql =34
max137
| 00+35
Capacitance .
Capacité Cax = 1 pF
Kapazitdt
Typical characteristics ggt 25803
Caractéristiques ot¥pes a 25°¢C
Kenndaten (bei 25°C min. max.
Vq (Ig = 0,1 ma) = 0,1 0,25 V
~Iq(-Vg= 1,5V ) = 1 30 pA
Operating characteristics as video detector ’
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Gleichrichter
» Vgpp = 5V
W lc -LC RE = 3,9 k@
HF T c T 1 (4 cL = 10 pF
Ce = 20 pF
f = 30 Y¥e/s
n = 62 %
R = 3K

For further details about Rg, » and f, see curves
(p. E,F and G)

Pour des autres details de Rz, 7 et f, voir courbes
(p. E,F et G)

Fiir weitere Einzelheiten von Ry, » und f, siehe Kurven
‘ (s. E,F und G)

7.7.1955 939 0945 (R
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Limiting values
Caractéristiques limites

Grenzdaten P
-Va, = max. 22,5V l
I4 = max. 50 mA>
Idp = max. 150 mA
Isurge = max. 400 ma
B 0
tamb = max. +75 oC
= min, =50 °C
Net weight
Poids net 0,6 g
Nettogewicht

1)Not tinned; non étamé ; nicht verzinnt

2)p.c. component over any.interval of 50 msec = max.15 V
Composante de tension continue pendantchaque intervalle
de 50 msec = max, 15 V
Gleichsp%nnungskomponente iiber jedes Intervall von 50 mSek
= max, 15 V

3)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vgp and Ig see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve is prescribed.

The derating curve is valid at tamb = 25 OC. At higher

temperatures an extra derating of Ig is prescribed
E?

amounting to t 1250

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vap et I
adm1351bles simultanément voir la courbe de réduction.
Une opération en accord avec cette courbe est prescrite
La courbe de reductlon est valable a tamb = 25 OC. A des
températures plus élevées une réduction supplémentaire

est prescrite se montant a Tamd 25

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zul#ssigen
idchstwerten von -Vqp und Ig siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entspzecheng dieser iurve ist vorgeschrieben.
Die Reduktionskurve ist gliltig bei tamp = 25 ©C. Bei
hoheren Temperaturen ist eine zus&dtzliche Redukiion von

Ig im Betrage von Tamd 1250 rorgeschrieben

)Mux. duration 1 sec.
Duree max. 1 sec.
Max., Dauer 1 Sek.

939 0946 2.
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GERMANIUM CRYSTAL DIODE in all glass construction for high
inverse voltages

DIODE A CRYSTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
pour des tensions inverses élevées

GERMANIUM KRISTALIGLEICHRICHTER in Allglastechnik flir hohen
Sperrspannungen

Dimensions in mm

Dimensions en mm max2 max2”
Abmess en in mm _tﬂ
e ) it 2
B i il
| 025
Capacitance
Capacité Cak = 1pF
Kapazitdt
Typical characteristics at
Caractéristiques types 2
Kenndaten bei tamh = 25 C° tamb = 60 °C
min. mean max. min. mean max.
Vg (I3 = 3 ma)= 0,40 0,76 1,05 0,3 0,7 1,0V
Vg (Ia = 30ma)= 1,8 2,8 4,1 1,7 2,6 3,9V
-Ig (-vg = 1,57V )= 0,1 1,6 7 0,1 17 40 pA
-Ig (-Vg = 10V )= 0,5 3,5 12 8 25 65 uA
-Ig (-Vq = 60V )= 3 28 115 25 90 280 pA
-Ig (-Vg= 90V )= 8 85 250 35 230 500 pA

Limiting values at
Caractéristigues limites a

Grenzdaten bei tamy 25 50 60 °C
g% =max. 60 60 50V

-Va 3) = max, 90 90 %5V

I (Vginy = O V) = max. 35 - - mA

Iq (-Vap = 90 N max. 10 - - m

Idp 5 = max. 150 150 150 mA

Isurge = max., 200 200 200 gA

= min, -5 ~C

tand = max. +60 °C

) Not tinned
Non étamé
Nicht verzinnt

2)3)4)5) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

7.7.1955 939 0947 1.
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Net weight
Poids net 0,6 g
Nettogewicht

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)Sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusformige Spannung

4)For the relation between simultanecusly allowable maximum
values of -Vgy, and Ig see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve is prescribed.
The derating curve is valid at tamb = 25 OC. At higher
temperatures an extra derating of Ig is prescribed

_25_
amounting tc Tamb 1250

Pour le rapport entre les valeurs maximum ae -Vqp et Id
admissibles simultanément voir la courbe de réduction.
Une opération en accord avec cette courbe est prescrite
La courbe de reductlon est valable a tamb = 25 OC. A des
températures plus élevées une réduction supplémentaire

221
est prescrite se montant a Tand 250

Fir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vgp und I4d siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprechen&adieser Kurve ist vorgeschrieben.
Die Reduktionskurve ist giiltig bei tamb = 25 ©°C. Bei
hoheren Temperaturen ist eine zus#dtzliche Reduktion von

Ig im Betrage von Tamo 1250 vorgeschrieben

5)Max, duration 1 sec.
Duree max. 1 sec.
Max. Dauer 1 Sek,.

939 0948 2.
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MATCHED PAIR OF R.F. germanium rectifiers, with high inverse
resistance for use in ratio detector and similar circuits
COUPLE DE REDRESSEURS H.F. a germanium de résistance
inverse élevée pour utilisation en détectrice ratio et
circuits analogue
HF GERMANIUMGLEICHRICHTERPAAR mit hohem Sperrwiderstand
zur Verwendung als Ratio-Detector und &hnlichen Schal -
tungen
gimensions in mm 7 ?
mensions en mm max3 max2
Abmessungen in mm . - :]——T‘
=i =St
max27
} 00125
Typical characteristics )
Caractéristiques types % _ o
Kenndaten : —
Static: Vg (Iqa = 0,1 ma) = 0,20V
Statique: - -
Statisch: Vg (Ig = 10ma) = 1,47V
Vg (Ig = 30ma) = 2,47V
-Ig(-vg = 1,5V ) = 0,8 pA
-Ia(-vg = 10V ) 4,5 pA
-Ig(-vg = 30V ) = 50 pA
-13(-Vg = 45V ) = 130 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch
Each diode
Chaque diode.
Jede Gleichrichter
VuF = 3 Verr
—H}- I R( = 33ka
ci = 330 pF
Vi Tc' R r = 10,7 lic/s
9 = 85 %
Rg = 17 kQ
!)Not tinned
Non étamé
Nicht verzinnt
7.7.1955 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
939 0951 Caracteristiques provisoires
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(2V <V ¢ 20V)

Limiting values (each diode, £ > 25 ¢/s)
Grenzdaten (jede Gleichrichter, £ > 25 Hz)

sion; AM Unterdriickungsfaktor
3) Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

4) Sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusf6rmige Spannung

5) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
6) Max, duration
Durée

max.,
Max, Dauer

Matched pair 2 : measuring circuit, see page 3

Par couples 2 : circuit de mesure, voir page 3
Gleichrichterpaar 2): Priifschaltung, siehe Seite 3.
fo = 10,7 Mc/s
af = 15 ke/s
m = 30%
& (f = fo) ; 30
(2V ¢ Ve ¢ 20V)
o (f=fo 225 ke/s) 5 &

Caractéristiques limites (chaque diode, £ > 25 ¢/s)

tamb 25 60 °c
-Vgq3) = max. 30 30V
-Va,*) = max, 45 45V
I, f—vdp =457 = nax. 10 4 ma
Idp = max. 100 100 mA
Isurge ) = max. 200 o200 mA
= min. -50 “C
Sam = max. +60 °C
2) af = frequence sweep; balayage de fféquencé; Frequenzhub
m = AM modulation depth; profondeur de AM modulation
o AM Modulationsgrad

AM suppression _factorfiv Coefficient de AM suppres-

939 0952 Tentative data,Vorliufige Daten
Caracteristiques provisoires
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RATIODETECTOR CIRCUIT
CIRCUIT A DETECTEUR DE RAPPORT
RATIODETEKTORSCHALTUNG
220pF
%-L}QOO,:F
T -0
=
Ratio of transformation np
Rapport de transformation ne = 2
Ubersetzungsverhdltnis s
Primary 1)
Primaire L=27,4 pH R = 40 kQ
Primidr
Secundary 1)
Secondaire L = 5,5 pH R = 55 k@
Sekund&r
Kq = 0,7 %
‘)Undamped
Non amorti
Ungeddmpft
2)Dynamic
Dynamique
Dynamisch
7.7.1955 Tentative data.{orldufige Daten ER

939 0953 Caractéristiques provisoires
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%)

For the relation between simultaneously allowable maximum

values of -Vgp and Ig see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve is prescribed.
The derating curve is valid at tamb = 25 ©°C. At higher
temperatures an extra derating of Ig is prescribed

25
amounting to Tamb I25o

Pour 1le rapport entre les valeurs maximum de —Vdp et Ig
admissibles simultanément voir la courbe de réduction.
Une opération en accord avec cette .courbe est 8rescrite
La courbe de reductlon est valable a tamb = C. A des
températures plus élevées une réduction supplementalre

_25_ 1
est prescrite se montant a Tamb 250

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -V@p und Ig siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprechené)dleser Kurve 1ist vorgeschrieben.
Die Reduktionskurve ist gliltig bei tamb = 25 ©°C. Bei
hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion von

Ig im Betrage von Tamd 1250 vorgeschrieben

939 0954 Tentative data.Vorléufige Daten 4,

Caractéristiques provisoires
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CRYSTAL RECTIFIZR for use as video detector
REDRESSEUR A CRYSTAL pour la détection vidéo
KRISTALLGLEICHRICHTER zur Video-Demodulation

Dimensions in mm

Dimensions en mm max2’ mgzﬂ
Abmessungen in mm i (“ E‘if
] RN St
max127
, 00%25
Capacitance
Capacite Cax = 1 pF
Kapazitdt
Typical characteristics o
Caractéristiques types tamb = 25 °C
Xenndaten min. max.
vg ( Ig = 8ma) = 0,5 1,0V
Vg ( Ig = 0,1 ma) = 0,1 0,2V
-Ig(-Vg = 1,5V ) = 1 18 ua
—Id(°Vd = 10V) = 8 100 pA
-Iq(-Vg = 20V ) = 25 400 pA
“Ig(-Vq = 30V ) = 45 1200 pA

Operating characteristics as video detector ,
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video- Gleichrichter

VHFP = 5V
RZ = 3,9 k@
» ce = 10 pF
_L -L Ce = 20 pF
ViF Ce C1 1 £ = 30 Mc/s
-I- ' -I. 7 = 62 %
Rg = 3,0 kQ

For further details about Rj, u and f see curves p.E,F and G
Pour des autres details de R3, ¢ et f, voir courbes pages E,
FetG

Fiir die weitere Einzelheiten von Rq, u und f, siehe Kurven
Seite E,F und G

V)Not tinned
Non étamé
Nicht verzinnt

7.7.1955 - 939 0955 e
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Limiting values
Caractéristiques limites

Grenzdaten 2)
-Va = max. 30V
Id3f = max. 50 mA
Idp = max. 150 mA

4
Isurge = max. 400 mA
tamb = max. +75 °C
a = min. -50 °C

Net weight

Poids net 0,6 g

Nettogewicht

2)D.C. component over any interval of 50 msec = max. 20 V
Composante de tension continue pendant chaque intervalle
de 50 msec = max. 20 V
Gleichspannungskomponente lber jedes Intervall von
50 mSek = max., 20 V

3)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vqp and I4 see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve is prescribed.
The derating curve is valid at tamb = 25 °C. At higher
temperatures an extra derating of Ig is prescribved

_25_
amounting to Tamb 1250

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vgp et Ig
admissibles simultanément voir la courbe de réd gction.
Une opération en accord avec cette courbe est prescrite
La courbe de reductlon est valable a tamb = 25 °C. A des
températures plus élevées une réduction supplémentaire

251
est prescrite se montant a Tand I,50

FUr die Bezienung zwischen den gleichzeitig zuléssigen
Hochstwerten von -Vgp und I3 siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprechenéldleser Kurve ist vorgeschrieben.
Die Reduktionskurve ist gliltig bei tamb = 25 OC. Bel
hoheren Temperaturen ist. eine zus#@tzliche Reduktion von

Ig im Betrage von Tamb I250 vorgeschrieben

4)‘ﬁax. duration 1 sec.
Durée max. | sec.
Max., Dauer 1 Sek.

939 0956 2,
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for high inverse voltages

fiir hohen Sperrspannungen

Dimensions in mm
Dimensions en mm

1)Not tinned
Non étamé
Nicht verzinnt

MONOCRYSTAL GERMANIUM DIODE, in all glass construction,

DIODE A GERMANIUM MONOCKRYSTAL, de construction tout verre,
pour des tensions inverses élevées
EINKRISTALL GERMANIUMGLEICHRICHTER, in Allglastechnik,

2)3)%)see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Abmessungen in mm 27 Wﬁ’” o
ii | a;“[
N z g
maxi27
100
Typlcal characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten
tamb 25 60
max. max.,
vg ( Ig = 0,1 mA)= 0,25
Vg ( Ig = 10 mA)= 2,3
va ( Ia = 30 ma)= 4,0
~Ig(-vg = 10V )= . 11
-I1g(-vq = 75V )= 180
~Iq(-Vq = 100 V )= 275 450
Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten | tamb 25 75
Vg = max. 115 100
-Vg 2) = max. 90 75
Tap = max. 150 150
I3 (—Vdp= 0 V)?)3) = max. 50 17
Isurge *) = max. 500 500
tamb = max. 75
= min. -50

¢

HA
uA
[19:%

939 0959 Tentative data.Vorldufige Daten
7.1959 Caractéristigues provisoires
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2)Average value over any interval of 50 msec.
Valeur moyen pendant chaque intervalle de 50 msec.
littelwert liber jedes Intervall von 50 mSek.

3)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vgp and Ig see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve 1s prescribed.

The derating curve is valid at tamb = 25 OC. At higher
temperatures an extra derating of Ig is prescribed

2
amounting to TanD I,50

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -V4gp et Ig
admissibles simultanément voir la courbe de reduction.
Une opération en accord avec cette courbe est %rescrlte
La courbe de reductlon est valable a tamb = 25 . A des
températures plus élevées une réduction supplementaire
25

est prescrite se montant a Tamb 250

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Ygp und Ig siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprechend dieser Xurve ist vorgeschgieben.
Die Reduktionskurve ist gliltig bei tgmp = 25 . Bei
hoheren Temgeraturen ist eine zusdtzliche Reduktion von

25 1
I im Betrage von tamd 250 vorgeschrieben

4)Max, duration 1 sec
Duree max. 1 sec
Max. Dauer 1 Sek.

939 0960 Lentatlve data.Vorldufige Daten R
Caractéristiques provisoires
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PHILIPS [0oA85

MONOCRYSTAL GERMANIUM DIODE, in all glass construction,
for high inverse voltages

DIODE A GERMANIUM MONOCRYSTAL, de construction tout verre,
pour des tensions inverses élevées

EINKRISTALL GERMANIUMGLEICHRICHTER, in Allglastechnik,
flir hohen Sperrspannungen

Dimensions in mm

Dimensions en mm 7
Abmessungen in mm mex2 ME?” -
iR
= Sl
max27
00125
Typical characteristics
Caractéristiques types o
Kenndaten tamb 25 . 60
max. max.

Vg ('Ia = 0,1 ma) '= 0,25

Vg (Ig = 10ma) = 1,6 v
va ((Ia'= 30m) = 2,8 v
=Ig(-Vg = 1,57V ):= 4,5 A
-Ia(=Vvg = 10V ) = 7 pA
-1g(-va = 75V ). = 155 pA
-Ig(-vg = 100V )"= 250 430 pA
Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten . )
—vdg : = max. 115 100 V
-vg 2) = max. 90 75V
»Idp 2)3) = max. 150 150 ma |
Ig (- Vdp 0. V) = ‘max. 50 17 mA
Isurge 4) = max. 500 500 mA
tamd = max. 75 ZC
= min. -50 [}
M)Not tinned
Non étamé

Nicht verzinnt

2)3)4)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

939 0961 Tentative data.Vorldufige Daten 1o
7.1955 Caractéristiques provisoires
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2)Average value over any interval of 50 msec.
Valeur moyen pendant chaque intervalle de 50 msec
Mittelwert Lber jedes Intervall von 50 mSek.

3)For the relation between simultaneously allowable maximum
‘values of -Vqp and Ig see the derating curve. Operation in
accordance with this derating curve is prescrlbed The

derating curve is valid at tamy = 25 9C. At higher
temperatures an extra derating of Iy 1s prescribed

25 1
amounting to Tamd 250

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vgp et Ig
admissibles simultanément voir la courbe de réduction.
Une opération en accord avec cette courbe est grescrlte
La cqurbe de réduction est valavle a tamb = C. A des
températures plus élevées une réduction supplementalre

25 1
est prescrite se montant a Tamd 25

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vgp und Ig siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprecheng)dieser Kurve ist vorgeschrieben.
Die Reduktionskurve ist giiltig bei tamb = 25 OC. Bei
Hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion von

Ia im Betrage von tamb I25° vorgeschrieben

4)Max, duration 1 sec.
Duree mex. 1 sec.
liax. Dauer 1 Sek.

939 0962 " Tentative data.Vorl#ufige Daten . :. . -2,
Caractéristiques provisoires IR
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PHILIPS |[OA9

GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages
DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour les usages généraux a tension inverse
élevée
ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fir|
hohe Sperrspannungen
The white band indicates the
position of the cathode|
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode
Der weisse Ring indiziert die|
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

npwé” mquﬂ

max 2,58
¢

o 64%25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristigues limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at_ °
Valable & Tamb : = 25 75 °C
Gliltig bel — — === — = - = == =« -~ — — =
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 90 75V
=Vpu = max. 115 100 V
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 50 17 wA °)
Ipy = max., 150 150 mA
IDgurge(t = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tamb = -55°¢/+75°%
Storage temperature 0 0
Température d'emmagasinage ~55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

Y Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2
€) At page D derating curves are given representing the
max, permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 ©C. At intermediate temperatures
the max.permissible values of ID can be found by linear
interpolation 3
Sur la page D des courbes de réduction sont données
représentant la valeur max.admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 OC. A des températures
intermeédiaires les valeurs admissibles aux max. de ID)
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zulédssigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei
Tamb = 25, 50 und 75 darstellen. Bei zwischen-
liegenden Temperaturen konnen die max. zuldssigen Werte

von Ip mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2911 1.
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Thermal resistance (junction to free

air)

Résistance thermique (de la jonction

Qu'a 1'air libre)

Jus
Thermischer Widerstand (vom Kristall

bis freier Luft)

K = max.0,4 °C/mW

Tamb = 25 °C Tagb = 60 °C

= min. max. = min.| max.
Vp ( Ip = 0,1 ma) | =0,18 | > 0,1 | <0,25 || = 0,1{>0,05(<0,2 V
Vvp ( Ip= 10 mA)|=1,2(>0,65|¢< 1,9 ||=1,05(>0,55(<1,8 V
vp ((Ip= 30ma)f=2,1]>1,0[¢3,3/=1,9> 0,915V
“Ip (-¥p = 1,5V )=1,5]>0,3]¢ 71l= 15> 6|ca5
“Ip (-Vp= 10V )= 4|>0,5[< 11 )= 20> 9f<60ua
-Ip (-Vp= 75V )| = 40> 5,5[¢ 180 |[= 115> 35|<260 pA
-Ip (-Vp =100V )| = 75|> 10]< 275 |= 190> 60]<450 u4

938 2912




PHILIPS [ OA91

| 100¢ ‘ 7R 05861
InE Current limits 91 4-3-753)
e T e E

iE 1

Al ] T

C Tamb=25°C Tamb=60°C
1 f 7 7 14
/ / / / , / /

r 4 Ty 7 ]
N l 4 I n/ N
CL W / ’/ / 7 )

10k : I / ]
. / i T —
SNl i ]
CTl ? y: .
N - .
N I i } ; 1
Al il 1 i
CH i ;
- I ' -
1k
- i ;
T i
_' :
i i
o it
Ul I ]
i i

0,71l
0 2 Vp[v)4lo 2 W 4

3.3.1958 A



OA91 | PHILIPS

7000 =2 0 S - ) U 00 R O N N A | 7ﬂ0566;2
I E Current Timits 0491 4-3-7%0)
DE --—=-ls.ltmli‘es de courant g
AlE romgrenzen 3
6’“ ) o L1 £
- 7qm5=25°c Tme=6ooC ," ]
i R A 14

l’ e
E /,‘ 7] i »":
700: " ‘/ I p V.4 p o :
= 7 # s & =
- P 4 s
- £ 4 . 117
i Y, // W ]
- / / /] Jig ]
Cl Y /’ Rd b
Cl Y Y A1 L .
104 B A
g y. 117 E
- 4 ]
N Y ]
i L
.i Vi ]
| Ve 3
N V4 ]
Tt :
0L ]
0 50 —V,[v] 7000 50 —Vp[v] 100




PHILIPS  0A91

3.3.1958

1 )
(w7
ar
07—
.
-(A) 9 50 oif
e G0— AN
%
7
s.\
4R 4
7
7
.y s
A1 F
4 7
7
] —qQUID; .
g
or LTI
25.-£-% 1670 Q_t HEEEEREN
€965047



/7T

oz 00! 08 09 07 0z
< JoS54 ]
. |11 ™~
= 1] .
e 005 == h
= N
Uom.N”cc.:w — - h -
| .
T P,
//

07

PHILIPS

OA 91

07 voa jsapn Jabisspinz owixpw =*PYar
07 ap "xow N 8)qissiupD snajpar=>P4ary
7 40 anoa d)qissiwsad wnwixpuw=*"¥ay
i 0 0 O




PHILIPS [0A92

GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
computer application

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour utilisation dans des machines & calculer

GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung zur Verwendung
in Rechenmaschinen

The white Dband indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la position
de la cathode

Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

Dimensions -in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max2) max2"
b~

Q. o
S =

64t25

max2,5¢

Iy

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max.absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tomp = 75 °C
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 15 V
-Vpu = max. 20V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 5 mA 2)
Ipu = max. 10 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 100 mA
Tamp = -55%/+75 °C
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75 ~C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At the max. allowed value of -Vpy
A la valeur max. admissible de -Vpy
Bei dem max. zuldssigen Wert von -Vpy

938 3499 Tentative data. Vorl#ufige Daten 1.
3.3.1959 Caracteristiques provisoires
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamb = 25 °C | Tamp = 60 °C
Vp (Ip=0,1mA) | =0,17V =0,11V
vp (Ip= 3mia)| =0,60V = 0,55V
Vp (Ip= 10mA) | = 1,17V = 1,0V
_ID ('VD= 1,5 V) = 0,7 LA = 8 pA
-Ip (<Vvp= 107V ) = 2,5 pA = 15 pA
I-Ip(-vp= 207V) = 9 uA’| = .32 pA
.. 938 3500 Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéristiques provisoires
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
ginigture pour les usages genéraux a tension inverse,
elevée

ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fir
hohe Sperrspannungen

-The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert
die Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions' en mm
Abmessungen in mm

) max2?  pax3)
-
Qe
S
max 7,6
- 64%25 >
Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)
Valid at - °
Valable a Tamb = 25 75 °¢C
Gliltig bei — - - - T T T T T o - oo s — =
-Vp (tav = max. 50 msec) = max. 90 75 Vv
-Vpy = max. 115 100 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 50 17 ma ®)
Ipu = max. 150 150 mA
IDgurge (U = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tamd © - ~55°c/375%

Storgge temperature
Température 4'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55°¢/475°C

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page E derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 OC. At intermediate temperatures
the max. permissible values of IDp can be found by
linear interpolation ,

Sur la page E des courbes de réduction sont données
representant la valeur max.admissibdle de Ip en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 9C. A des températures
intermediaires les valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf' Seite E sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von %9 als Funktion von -Vpy bei
Tamb = 25, 50 und 75 OC darstellen. Bei zwischen-
liegenden Temperaturen kdnnen die max. zuldssigen Werte
von Ip mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2913 1.
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Thermal resistance (junction to free
air
Résistance thermique (de la jonction _ On /
jusqu'a 1'air libre) K = max. 0,4 “C/mW
Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis freier Luft)
Tamp = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. max. = min. | max.
vp(Ip = 0,1 mA)| =0,18| >0,1 [<0,25 |= 0,1 [>0,05 [< 0,2V
vp(Ip = 10 mA) | =1,05(50,65 | <1,5 [[=0,95 | 50,55 | < 1,4V
Vp(Ip = 30 mA)| =1,85] 1,0 | <2,6 ||=1,75 | »0,9 | < 2,5V
-Ip(-Vp = 1,5 V) | = 1,2] >0,4 | 4,5 = 12| 5,5 |¢ 26uA
-Ip(-vp = 10V)|=2,550,8] ¢ 7= 17| > 8|¢ 40
~Ip(-Vp = 75 V)= 35| »5,7 | <110 = 100 | > 20 | < 250 pa
=In(=Vp =100 V) [ = 80| » 10 | <250 = 200 | » 30 [ < 430 pA
938 2914 2.




PHILIPS [ OA9S

100 7RO5669
5 Current limits 495 14-3-"58]
IpE o [ jmites de courant .
{m AlE Stromngrenzen .
T [T :
r Tgm')=25°C
A 4
i l/ 7 IPq
v 4
C /] A
- / / § g
10 A A
E 17
n Vi
- [iiVaN; ]
ViV
N ]
| /
I ]
it i ]
L J ]
L _
gam E
- j -
anit .
al ]
-1
]
il
Ci
i q
7 1 2 3 Vp(V) 4

3.3.1956 A



OA95 | PHILIPS

100¢ _ 705070
5 Current limits A5 14-3-"58)
IpE —mmaws| imites de courant =
mA T
Tamb=60°C
/1
LA At
L / rd
[ '/ // b
10k / 4 7 |
3 ,n y 3
AR, .
iy ]
L ! /
I i /
q
- /

7 - -
SPEL ]
i
i .
al
Ll i ]
il
-

Ll ]
I ]
0,1l )
0 1 2 3 Vp (V) «



PHILIPS | 0A95

,000 SN O N A O N N N O 4 04;?345_837_1’551
3

=Ip : ————E%ﬁgg é/:) cfgflrani
(!_,A): i tromgrenzen

r T7mb=25°C 7bmb=60°C ,J' B
- A ¢ R

- 7 p 4
X / AT A
X s , A1 17
100k - va =
: ) 4 7 :
C 7 7 ‘

/ / | ’,4"
T TTTA AT
il diiig ALt ]
A =
-/ . 2z f E
7 y5 ]
» / -
- / Py i
n 7 ]
4 ]
T4 =
54 E
o1l |
0 50 —VD{V 10010 50 —p {V) 100

3.3.1958 ¢



s~

0A95 h._lm J.MN
RN
HHHH
———T ”QQO
amb E
€ Ip /
mA
s
ol : -
2]
“ FECVp (V) 4
B -on-os 060 —0, :
0,5 T
TV (V) O-HH
5 premy 7l ]
D
9 (LA)
O =20




. (M HQ- .
, % oz 00! 08 09 07 0z 0,
</ = os? —
O == i
== Jo05 Sk
= um 0z
7,3 0052 =947 ST h
=8 AN
sl > 07
&3
08
(W)
07 von ysapm s8Bisspinz pwixow =*"%ar *2ap
07 ap 'xow np @)qissiwpn Jnaor=*P4dr
7 40 anpA ajqissiwsed wnwixpu =40y
T I T T T T T T T T T %...m.-.gk_mq,‘o%

VALE74

3.3.1958






PHIL OAZ 200
HILIPS 2200,

SILICON ALIOY JUNCTION DIODE in all-glass construction with|

LEGIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE in Allglastechnik mit Metall-

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Temperature; température, Temperatur

metal can for use as low-current VOLTAGE STABILIZER or as
a VOLTAGE REFERENCE | T

DIODE AU-SILICIUM ALLIE A JONCTION en-construction tout verre
avec enveloppe métallique pour utilisation comme STABILI-
SATEUR DE TENSION a petit courant ou comme ETALQN DE

TENSION

umhiillung zur Verwendung als SPANNUNGSSTABILISATOR bei
kleinen Stromen oder als BEZUGSSPANNUNGSQUELLE

“ max 15,7 min37
N .
T g .
‘ 5 ==
1= 1) 3
max 15

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

-Ip (tgy = max. 20 msec) = max. 40 mA
P (Tamp = 25 °C) = max. 250 mW
Ty = max. 150 °C
S orage temperature ° o
Température d'emmagasinage = -55°C/+150°C
Lagerungstemperatur

Junction temperature rise in free
air
Augmentation de la température de la < o
jonction en l'air libre K 20,5 "C/uW
Temperaturerhdhung des Kristalls
in freier Luft

1) The coloured dots indicate the position of the cathode]
Les points colorés marquent la position de la cathode
Die farbigen Punkte indizieren die Katodenseite

2) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 3526 Tentativg data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1959 Caractéristigues provisoires
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-> 207

PHILIPS

Characteristics °
Caractéristiques Tamb = 25 “C-
Kenndaten
-Vp (-Ip = 1 mA)
Nominal value Voltage range
Valeur mominale | Gamme de tension
Nennwerp— Spannungsbe;eich
0AZ 200 4,7V - 507V
047 201 5,1V 4,8 5,4V
047 202 5,6 V 5,3 - 6,0V
0AZ 203 6,2V 5,8 - 6,6 V
0AZ 204 6,8 V 6,4 = 7,2V
0AZ 205 7,5V 7,1 - 7,9V
0AZ 206 8,2 V 7,7 - 8,7V
0AZ 207 9,1V 8,6 - 9,6V
Dynamic impedance
Impédance dynamique -Ip . p a(-vp)/at,
Dynamische Impedanz )
-Ip = 1 mA|-Ip = 5 mA|-Vp = 2 V|Ip = 10 mA|-Ip = 1ma
0AZ200| 350 @ 60 @ 0,25 A | 0,72V |- 2 mv/C
"0AZ201| 340 @ 50 @ 0,1 pA | 0,72V |-1,8 mv/°C
0AZ202 260 Q 25 Q 0,03 pA 0,72V |[-1,5 mV/OC
0AZ203| 160 @ 6a 0,01 A | 0,72V |+1,0 mv/°C
0AZ204 40 Q 40 0,01 pa | 0,72V |+ 3 mv/C
0AZ205 10 Q@ 49 0,005 pA | 0,727V |+ 4:mV/OC
0AZ206 8 Q 4°Q 0,005 pa 0,72 V. 45,5 mV/OC
0A%207 8Q 49 10,005 pA | 0,72 V |+6,5 mv/°C
938 3527 Tentative data. Vorlidufige Daten - 2.

Caractéristiques provisoires
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PHILIPS | OA200

GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con-
struction with low inverse current for operation at high
ambient temperatures

DIODE A SILICIUM de comstruction tout verre miniature avec
petit courant inverse pour les usages généraux aux tempéra-
tures ambiantes €levées

ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung mit
niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung beil
hohen Umgebungstemperaturen

Dimensions in mm The white band indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm. L'anneau blanc marque la posi-

tion de la cathode
Der weisse Ring indiziert die

Katodenseite
max2" max2"
.. [
T i
S S
max 76 |
64125
>l

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 50V
~Vpu = max., 50V
Ip (tav = 50 msec)= max. 50 mA
Ipy = max. 150 mA
Tamb =-50¢/+125 °c
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten Tamb = 2500 Tamb = 100%
vp (Ip = 0,1 ma) = 0,53 0,38 V
Vp (Ip = 10 mA) = 0,80 0,70 V
Vvp (Ip = 30 ma) = 0,90 0,80 V
- VD = = 0,05 5 uA
| Ip (D= 50V ) g’ uA

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

939 2485 1.
4 4 19R9
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PHILIPS |0A210

SILICON JUNCTION DIODE for use as 127 volts mains rectifier
in television recelvers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 127 volts dans les récepteurs de té1évision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiur
127 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm R
Dimensions en mm /max93 max9
bl

Abmessungen 1in mm | mgxt.

SR 12 s
o 1 &
13 i e i N
5| =] D==cﬁb_~r§%§i
By ERBEME

l‘fulé. max 24

97

} —

Limiting values at Tamb = 70 C (Absolute max. values)
Caractéristiques limites a Tam = 70 OC(Valeurs max.absolues)

Grenzdaten vei Tagp = 70 © Absolute Maximalwerte)
-VDM = max.400 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max.0,5 A
Ipy = max. 9 A
Crilt = max.200 pF
) = max. 4 Q
Tamb = max. 70 °C

Storage temperature o
Température d'emmagasinage = max.150 ~C
Lagerungstemperatur

]) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is present between the mains and the diode
Rt = Rg R Nsz + R
Rt = la résistance de circuit requise au min. S' il
y a un transformateur entre le réseau et la diode
Rt = Rs + N2Rp + R1
Rt = Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N2Rp + R1

{"’WVW“‘%'-—O

Ip

t% ¥ L=1Cie
J&M

:
Re=Rs+NRy+Ry

R
v
o

938 2938 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1958 Caractéristiques provisoires
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250 W 57
Vo T
(v) L, R Lo, +§
150 =
100
50 :
0 00 200 300 400/1,(mA)500
400 i’l 1 Rt 1T i’” E| =
Vo H
(v) v |Tuc wH
300F = : am
200
100 :
0 100 200 300 400 I,(mA)500
3.3.1958 c




'OA210| PHILIPS
7R05837
04 210 24-2-"50)

700

Vo

(v) li, R L,
600 Vi IT'I C %
500
400

300

200

100

100

200

300

500



PHILIPS 0A210

500 , oA 42
Vo A
(v) L, p & L,
s
400 v = Ll.lcz Vo
O —
300 =
200
0 100 200300 400(1,(mA]200
500 H HAHHH
V. -——l——oI—o’ +
()
(V) L_’ Ry x= CIIP-
q Vo
400 v T
300
=
200
0 100 200 300 400 .Io(mA) 500

3.3.1958 E
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7R05844
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TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its a,vailability )

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
Tra 1,2 | 8. 8.1962| |AF114 1,2 3, 3.1961
Tra 3,4 | 8. 8.1962 3,4 3. 3.1961
Tra 5,6 | 8. 8.1962 5,6 3. 3.1961
AC107 1,2 1. 1.1962 A,B 3. 3.1961
3,4 1. 1.1962 c,D 1. 1.1962.
A,B 3. 3.1961 E 1. 1.1962
c,D 3. 3.1961| |AF115 1,2 3. 3.1961
E 3. 3.1961 3,4 3, 3,1961
AC125 1,2 5. 5.1962 5,6 3. 3.1961
"3,4 5. 5.1962 7,8 3. 3.1961
A,B 5. 5.1962 9 3. 3.1961
c,D 5. 5.1962 A,B 3. 3.1961
E,F 5. 5.1962 c,D 1. 1.1962
AC126 1,2 5..5.1962 E,F 1. 1.1962
3,4 5. 5.1962 G,H 1. 1.1962
A,B 5. 5.1962 I 1. 1.1962
c,D 5. 5.,1962| |AF116 1,2 3. 3.1961
E,F 5. 5.1962 3,4 3. 3.1961
AC128 1,2 5. 5.1962 . 5,6 3. 3,1961
2-40128 5.4 | 5. 5.1962 7 3. 3.1961
5 5. 5.1962 4B 3. 3.1961
4,B 5. 5.1962 c,D 1. 1.1962
c,D | 5. 5.1962 E,F 1. 1.1962
E,F 5. 5.1962 G 1. 1.1962
G,H 5. 5.1962 | | AF117 1,2 3. 3.1961
ADZ11 1,2 5. 5.1962 3,4 3, 3.1961
4,B 5. 5:1962 5 3, 3.1961
ADZ12 1,2 5. 5.1962 A,B 3. 3.1961
A,B 5. 5.1962 c,D 1. 1.1962
AF102 1,2 3. 3.,1961| | AF118 1,2 3. 3,1961
3,4 3. 3.1961 3,4 3. 3.1961

8.8,1962 722 1289 Tra 1.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
AF118 | A,B 3. 3.1961| | AFz12 E,F 5. 5.1962

o 3. 3.1961 G,H 5. 5.1962

AF124 1,2 5. 5.1962 1,7 5. 5.1962
3,4 5. 5.1962 K,L 5. 5.1962

5 5. §.1962 M,N 5. 5.1962

A,B 5. 5.1962 0,P 5. 5.1962

¢,D 5. 5.1962 Q,R 5. 5.1962

E 5. 5.1962 s,T 5. 5.1962

AF125 1,2 5. 5.1962 u,v 5. 5.1962
3,4 5. 5.1962 W,X 5. 5.1962

5,6 5. 5.1962 Y,Z 5. 5.1962

7 5. 5.1962 AA,AB 5. 5.1962

4,B 5. 5.1962 ASY26 1,2 2, 2.1962

c,D 5. 5.1962 | 3,4 2., 2.1962

E,F 5. 5.1962 ASY27 1,2 2. 2,1962

G,H 5. 5.1962 3,4 2, 2.1962

I 5. 5.1962 ASY31 1,2 5. 5.1962

AF126 1,2 5. 5.1962. ' 3 5. 5.1962
3,4 5. 5.1962 ASY32 1,2 5. 5.1962

5,6 5. 5.1962 3 5. 5.1962

AB 5. 5.1962 ASZ15 1,2 3. 3.1960

c,D 5. 5.1962 3,4 3. 3.1960

E,F 5. 5.1962 5,6 3. 3.1960

G 5. 5.1962 7,8 3. 3.1960

AF127 1,2 5. 5.1962 9,10 12.12,1961
3,4 5. 5.1962 11,12 12.12,1961

A,B 5. 5.1962 A,B 12.12.1961

c,D 5. 5.1962 c,D 3. 3.1960

AFZ12 1,2 5. 5.1962 E,F 12.12.1961
3,4 5. 5.1962 ASZ16 1,2 3. 3,1960

A,B 5. 5.1962 1 3,4 3. 3.1960

c,D 5. 5.1962 5,6 3. 3.1960

722 1290 Tra 2.
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TRANSISTOREN
Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
ASZ16 7,8 12.12.1961] [BCY11 1,2 6. 6.1962
9,10 [12.12.1961 3 6. 6,1962
A,B 12,12.1961 A,B 6. 6.1962
¢,D 12.12.1961 c,D 6. 6.1962
E 12.12,1961 E,F 6. 6.1962
ASZ17 1,2 3. 3.1960] |BCY12 1,2 6. 6.1962
3,4 3. 3.1960 3,4 6. 6.1962
5,6 6. 6.1962| |BCZ10 1,2 3. 3.1960
7,8 12.12.1961 A,B 3. 3.1960
9,10 [12.12.1961 c,D 3. 3.1960
A,B 12.12,1961 E,F 3. 3.1960
¢,D 12.12.1961 G 3. 3.1960
E 12.12.1961] |BCZ11 1,2 2, 2.1962
ASZ18 1,2 3, 3.,1960 3 2, 2.1962
3.4 3. 3.1960 A,B 7. 7.1960
5,6 3. 3.1960 c,D 3, 3.1960
7,8 12,12.1961 E,F 3. 3.1960
9,10 [12.12,1961 G 2. 2.1962
e | 5.t I Bt
E 12,12.1961 ’ e
asz21 | 1,2 5. 5,1962 ik 3+ 201958
= ! o 7,8 3. 3.1958
344 5. 5.1962 9 3. 3.1958
ASZ23 1,2 12,12,1961 A,B 3. 3.1958
3 12,12.1961 ¢,D 3, 3.1958
A,B 12.12.1961 E,F 3, 3.1958
AUYI0 1 1,2 1. 1.1962) | ocan 1,2 6. 6.1962
3,4 1. 1,1962 3 6. 6.1962
5 1. 1.1962 A,B 6. 6.1962
A3 T. 141962 ¢,D 6. 6.1962
c,D 1. 1.1962 E,F 6. 6.1962
BCY10 1,2 6. 6.1962 ¢ 6. 6.1962
3 6. 6.1962] 5003 1,2 6. 6.1962
A,B 6. 6.1962 3,4 6. 6.1962
0. | 6. 6.1962 A8 | 6. 6.1962
E.¥ 6. 6.1962 e,D 6. 6.1962
8.8,1962 722 1291 Tra 3.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability
La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable
Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type |Page Date Type |Page Date
Typ Selte Datum Typ Seite Datum
0c23 E,F 6. 6,1962| |oc44 A,B 5. 5.1957

G 6. 6.1962 c,D 3, 3,1958

0c24 1,2 6. 6.1962| [0C45 1,2 9. 9.1959

3)4 6. 6.1962 3,4 3, 3.1958

A,B 6. 6.1962 5,6 3. 3.1958

C,D | 6. 6.1962 A,B 5. 5.1957

E,F 6. 6.1962 c,D 3. 3.1958

G 6, 6,1962 0C46 1,2 3., 3.1959

ge2é 3 3. 3.1959
- 1,2 11.11,1960

zrocee 3:4 11,11,1960| 0047 1,2 3. 3.1959

5,6 11.11.1960 3 3, 3.1959

7,8 |11.11.1960| |9C57 1,2 3. 3.1959

4,B 11411,1960 4B 12.12.1958

¢,D 11.11.1960 c 12.12.1958

E,F  [11.11.1960] |0C58 1,2 3. 3.1959

G 11.11.,1960 A,B 12.12,1958

0c30 c 12,12.1958
12 4. 4.1959

2-0C30 »

3,4 | 4. 4.1959| |°€9 | 12 3. 3.1959

5,6 4. 4,1959 A4,B 12.12.1958

7,8 4y 4.1959 Y 12.12.1958

83 | 3. 3.1958] |9°60 1,2 3. 3.1959

c,D 3, 3,1958 A,B 12.12.,1958

E,F 3. 3.1958 . ¢,D 12.12.1958

G,H 7. 7.1958| |0005 1,2 3. 3.1958

I 3. 341959 “ A 5. 5.1957

0C44 1,2 9.°9.1959| [©C 1,2 3. 3.1958

3,4 3. 3.1958 4 5. 5.1957

5,6 3.3.1958| |9€70 1,2 11.11.1960

7,8 3.°3,1958 3 5. 5.1957

9,10 | 3.'3.1958 4,B 5. 5.1927

" 3. 3.1958 ¢,D 3, 3.1960

722 1292 Tra 4.




TRANSISTORS

TRANSISTOREN
- Date
B ER
0c7qQ E,F 5. 5.1957 2-88;2 7,8 9. 941960
G,H | 5. 5.1957 4,8 7. 7.1960
I,7 | 5. 5.1957 ¢,D 7. 7.1960
K,L 5. 5.1957 E 7. 7.1960
M,N 3. 3.1958 ] | ga75 1,2 11.11.1960
oc71 1,2 11.11.1960 3 10.10.1960
3,4 *3..3.1958 A,B 6., 6.1958
5 5. 5.1957 ¢,D 6. 6.1958
A,B 5. 5.1957 E,F 6. 6.1958
¢,D 5. 5.1957 G,H 6. 6.1958
E,F 5. 5.1957 1,7 6. 6.1958
G,H 5. 5.1957 K,L 6. 6.1958
1,7 5. 5.1957 M,N 6. 6.1958
K,L 5. 5.1957 0Cc76 1,2 3. 3.1958
M,N 3. 3.1958 3,4 3. 3.1958
2gora | 142 3. 3.1958 5,6 3. 3,1958
3,4 5. 5.1957 7,8 1. 1.1962
5,6 5. 5.1957 9 1. 1.1962
7,8 5. 5.1957 A,B 5. 5.1957
9,10 5. 5.1957 c,D 5. 5.1957
11,12 1. 1.1962 E,F 5. 5.1957
13 1. 1.1962 G,H 1. 1.1962
A,B 5. 541957 | |ga77 1,2 5. 5.1957
c,D 5. 5.1957 3,4 5. 5.1957
E,F 3. 3.1958 5,6 1. 1.1962
G,H 1. 1.1962 7 1.1.1962
0C73 1,2 3. 3.1958 4,B 5. 5.1957
A,B 5. 5.1957 ¢,D 5. 5.1957
c,D 5. 5.1957 E,F 5. 5.1957
E,F 5. 5.1957 G,H 1. 1.1962
G,H 5. 5.1957]| |oc79 1,2 9, 9.1960
1,7 5. 5.1957 3,4 9. 9.1960
K,L 5. 5.1957]. 5 9. 9.1960
2-g0mt | 1,2 9. 9.1960 4,B 7. 7.1960
3,4 9. 9.1960 c,D 7. 7.1960
5,6 9. 9.1960 E 7. 7.1960
8:8.1962 772 1293 Tra 5.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability . .
La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable N )
Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type |Page Date Type | Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0C80 1,2 3. 3.1959{ [ 0C169 5 3. 3.1960
3,4 3¢ 3.1959 . " A,B 1 3. 3.1960
<A 3. 3.1959| | 0170 | 1,2 3. 3.1960
oc122- | 1,2 2, 2.1962 o 3,4 3. 3.1960
‘A,B 2. 2.1962 5,6 3. 3.1960
¢,D 2. 2.1962 7,8 3. 3.1960
‘E,F 2, 2.1962 A,B 9. 9.1959
- G 2. 2,1962 c,D 9. 9.1959
0€123 1,2 2. 2.1962 E,F 9. 9.1959
3,4 2. 2.1962| G 9. 9.1959
A,B 2, 2.1962| [ 0C171 1,2 3. 3,1960
c,D 2, 2.1962 3,4 3. 3.1960
E,F 2. 2.1962 5 3., 3.1960
G,H 2. 2.1962 A,B 3, 3,1960
0C139 1,2 1. 1.1962| | ORP,. 1 3. 3.1960
3,4 1. 1.1962| | 2-0A72
8B | 1. 1.962] | 220877 70 7.1957
¢,D 1. 1.1962| | 2-0C72 .
E 1. 1.1962
0C140 1,2 1. 1.1962
3,4 1..1.1962
A,B 1. 1.1962
c,D 1. 1.1962
» E 1. 1.1962
0oc141 1,2 1. 1,1962
' 3,4 1. 1.1962
A,B 1, 1.1962
c,D 1. 1.1962
E 1. 1.1962
0C169 1,2 3. 3.1960
: 3,4 3. 3.1960
) 722 1294 Tra- 6.
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metal envelope for use in pre-amplifier and driver stages
with battery voltages up to 14 V.

GERMANIUM ALLOY. JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p type iﬂ
LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Collector
Voltage (base reference) -VcB = max, 32V
Voltage (emitter reference) -Vgg = max. 32 V1)

Current -I¢ = max. 100 mA
Emitter
Voltage (base reference) -Vgg = max. 107V
Base
Current -Ig = max. 5 mA
Dissipation
Total dissipation Ptot = max. 500 mW
Temperatures
Storage temperature Tg = -55 OC to +75 ©C
Junction temperature =~
continuous operation Ty = max. 75 OC
intermittent operation
(total duration max. - y = max. 90 og

200 hours)
. o = max. 200 hrs)

THERMAT, DATA

Thermal resistance frém Junction ’ o
to ambience in free air K = max. 0.3 °C/mW

Thermal resistance from junction

to ambience with cooling fin

mounted on heat sink of at least
12,5 cm?2 K = max, 0.09 °C/mW

1) For recommended practical limits of -Vpg see page F

722 1169 Tentative data = 1.
5.5.1962
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P
O
e
[ &)
tn

The red dot indicates

8 90-94 rmin3g ‘the collector side
S 0-94 17
i
I
Lo Nf 3 1t D
)N e = 5
Ve el
75”"‘4}\7
S Dimensions in mm
- 15
93 75 Cooling fin 56200
o
[N
b N
= 33
ft—

CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C
Collector current at Ig = O mA
-1cBo (-Vgg = 10 V; Ig = O mA) < 10 pA
Collector volfage at VBE ov
-Vog (=Ig = 500 pa; VBg=0 V) > 327V
Emitter voltage at I¢c = O mA
-Vgs (-Ig = 200 uA; Ig = Oma) > 10V

n

1) Not tinned
722 .1170 Tentative data 2.
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN
Tamb = 25 °C unless otherwise specified

Collector current at Ig = O mA
~IcBo See page B

Emitter current at I¢ = O mA
0 mA

-Igpo § ~VEB = 0 Vi Ic < 550 pa
TJ =175 "C
D.C. current amplification factor
hpg (IE =2 mi; ~Vgg=5V) =130 > 65
hpg (IE=50mA; \gg=0V) = 95
hpgp (IE =100 mA; Vg =0 V) = 80
Base voltage
-vpg (IE=2ma; -VCB=5V) =105 av
-Vpg (Ig = 100 mA; Vg = 0 V) < 400 mv

Frequency at which ,hfel =1
f1 (-Vgg=2V; Ig = 10 ma)

]

1.7 Me/s > 1.3 Mc/s

Cut-off frequency
fae (Vo =2 V; IE = 10 mA)

17 ke/s > 10 k¢/s

Base resistance

erbJ%’VCB:SV; =1mh) . gq
£ = 0.45 No/s
Collector capacitance
ch'V°B=5V5IE=°"‘A§ = 40pF < 50 PF
£ = 0.45 Mc/s

Noise figure
-Vcp=5V; Ig = 0.5 mA
£ =1ke/s; B=200 c/s
Input source resistance=
500 @

722 1171 Tentative data 3e
5.5.1962
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR_EQUIPMENT DESIGN (con-|
tinued) ‘ o . Tamb = 25 OC

Small signal parameters

Measured at '

Collector voltage -Vgp =5V
Emitter current ~ Ig = 2 mA
Frequency f =1ke/s
' > 1.1 kR
Inpqt impedance . .. hie = 1.7 kQ < 2_% Iég
Voltage feedback ratio hre = 6.5x107% < 8.5x1074
o i > 80
Current amplification factor hpe = 125 < 170
Output admittance hoe = 80 paA/vV < 110 pA/Y]

722 1172 Tentatlve data C 4.
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7200998
1000 PR Acizs
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SENC L

PHILIPS [Ac12e6

GERMANIUM ‘ALLOY JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p type i
metal envelope for use in pre-amplifier and driver stages

with battery voltages up to 14 V.

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (base reference) -VeB = max, 32V
Voltage (emitter reference) -Vgg = max. 32 V1)

"

Current -I¢ = max, 100 mA
Emitter :
Voltage (base reference) -Vgp = max. 10V
Base .
Current -Ig = max. 5 mA
Dissipation
Total dissipation Ptot = max. 500 mW
Temperatures
Storage temperature Ts = =55 OC to +75 OC
Junction temperature
continuous operation T3 =max. 75 0OC
intermittent operation
(total duration max. - o
200 hours) T‘j = max. 90 “C

(t = max. 200 hrs)

THERMAT, DATA

Thermal resistance from junction
to ambience in free air K

Thermal resistance from junction

to ambience with cooling fin

mounted on heat sink of at least
12,5 cm2 X

max. 0.3 °c/mW

[}

max, 0,09 °C/mW

n

1) For recommended practical limits of -Vgg see page F

-
722 1169 Tentative data .
5.5.1962
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The red dot indicates
90-94 min3g ‘the collector side

58-61
r4<‘
L

T
max648

157 o
I Dimensions in mm

15
03 - 75 Cooling fin. 56200

75

19.5

33
i

A SN ]
i o

CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C
Collector current at Ig = O mA
-IcBo (-Vgg = 10 V; I = O mA) < 10 pA
Collector voltage at Vgg = 0 V
-Ve (-Ig = 500 pA; VBE=O0 V) > 32V
Emitter voltage at Ig = O mA
-Vgg (-Ig = 200 pA; Igc =0 ma) > 107V

1) N6t tinned .
722 .1170 Tentative data 2.




PHILIPS [Aci26

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN
Tamb = 25 OC unless otherwise specified

Collector current at Ig = O mA

-ICBO See page B
Emitter current at Ig = 0 mA
-Vgg = 5V; Ic =0 mA
-IEBo; BB =04 : , < 550 pA
TJ =75 °C

D.C.. current amplification factor

npE (IE = 2 mA; =VgB = 5V) =220 > 100
hpg (Ig = 50 mA; VeB=0 V) =135
hFE (Ig = 100 mA; Vgg = O V) = 105
. .Base. voltage
-vgg (IE= 2mA; -VgB=5V) =105 aV
-VBg (IE = 100 mA; Vg = O V) < 400 mv

Frequency at which |hre | = 1

f1 (-Vegp=2V; Ig=10 mA) =23Mc/s > 1.7 Mc/s
Cut-off frequency

fee (-VgB=2V; Ig=10mi) = 17 ke/s > 10 ke/s
Base resistance

-Vgp = 5 V; IE
2rb
l '3 £ = 0.45 Mc/s

"

1 mA g 90 @
Collector capacitance
S ?"V(‘,B= 5V, IE=0mA§
£ = 0.45 Mc/s

40 PF < 50 TF

Noise figure
Veg=5V; Ig=0.5m
¥ £ =1ke/s; B=200c/s( _ 4 dB < 10 B

Input source resistance
’ = 500 Q

n

572 1173 Tentative data 3.
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN (con-
tinued)
Tamb = 25 OC

Small signal parameters

Measured at
Collector voltage -VCB =5V

Emitter current Ig =2 mA

Frequency f =1 ke/s
Input impedance hie = 2.4 k@ 2 ;:g Eg
Voltage feedback ratio hre = 8x1074 < 13x1074
Current amplification factor hfe = 180 z ;gg
Output admittance hoe = 100 pA/V < 170 pA/V

722 1174 Tentative data ' 4,
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PHILIPS | AcC128
2-AC128

GERMANIUM ALLOY JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p type
with high gain in metal envelope for use in class A and
class B output stages with battery voltages up to 14 volts
and a power output up to 2 watts

Type 2-AC128 consists of 2 transistors AC128 which are
matched to operate in a low distortion class B circuit.

LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Collector
Voltage (base reference) -Vgp = max, 32V

Voltage (emitter reference)
(see also page H) -VCE = max. 32V

Current -Ic = mex. 500 mA
Emitter

Voltage (base reference) ~VEB =max. 10V
Base

Current -Ig = max, 20 mA

Dissipation . .
Total dissipation - Ptot = max. 550 mW

Temperatures .
Storage temperature Tg -55.9C to +75 °C

Junction temperature Ty = max. 90 °c

THERMAL DATA

Thermal resistance from Jjunction to
ambience in free air K = max., 0.3 °C/mW,

Thermal resistance from junction to )
ambience with cooling fin in free air K = max. 0.15 °C/mW

Thermal resistance from junction to
ambience with cooling fin mounted
on heat sink of at least 12.5 cm?2 K = max. 0.09 °C/uW

Thermal resistance from Junction to

case max. 0.05 OC/mW|

=
"

722 1164 - Tentative data . 1e
5.5.1962
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2-AC128

The red dot indicates]
the collector side

90-94 _min38
|
3 S
& ===
“ AR
157+ é
S Dimensions in mm
15
03 75 -
- ‘Cooling fin 56 200
i B
\ ~ ;
L]
o N
® 33
t—
R
['s)

CHARACTERISTICS at Tamp = 25 °C
‘Gollector current at IE = O mA
-Iggg (-VeB = 10 V; IE = O mA) < 10 pA
Collector voltage at Ig = O mA
-Vep (-I¢ = 200 pA; IE = O mA) > 327
Emitter voltage at Ic = 0 mA
-Vgp : (-IE = 200 pA; Ig = O mA) > 10V
Base voltage at Vg = OV
-vpg (IE = 50 mA; Vg = Q V) < 300 mV
-vpg (IE = 300 mA; VgB = 0 V) < 450 mv

') Not tinned
722 1165 Tentative data 2.
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PHILIPS |, AC28

C CTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN =
: Tamb = 25 °C unless .otherwise specified

Emitter current at Ig = 0

-Vgg =5 V; Ic = 0 mA
~IEBO ~%~T§B - 75 9 % < 500 pa
D.C. current amplification factor ‘ R
hpg (Ig = 50 mA; -Vgp = 0 V) = 90 : 1;2
hpg (I =300 mA; ~VgB = 0 V) = 90 A
Collector knee voltage
~Ig
i
|
|
1
i
|
|
! —VeeV)
—Weex
. =I¢ = 500 mA; -Ip = value
-VeExk { at which -I¢ = 550 mA, <0.5V

when -VCE =1V

Frequency at which Ihfel =1
£1 (-Vgp =2 V; Ig = 10 mA) = 1.5 Mc/s > 1.0 Me/s

Cut-off frequency
“fae(-Vgg = 2 V; IE = 10 mA)

"

15 ke/s > 10 ko/s|

Base resistance
rpb' (-Vep =5 V; Ig = 1 mA). = 25Q

Collector capacitance

cc (-Vgp =.5 V; Ig = 0 mA) = 100 pF
Current gain linearity
Asoo(see curve B page G) = 0,60 > 0,50

722 1166 5.5.1962 Tentative data.” . 3,
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5.ac12e| PHILIPS

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN (con-
- tinued)

Tamb = 25 OC
Characteristics of 2-4C128
Ratio of D.C. current amplification factors
bpg,/hpE, (-Vop = 0 V; Ig = 50 mA) = 1.1 < 1.25
hpg,/bpE, (-Vep = O V; Ip = 300 mA) = 1.1 < 1.25

OPERATING CHARACTERISTICS OF A MATCHED PAIR 2-AC128 as
class B output amplifier

o, i)—
R
Ro g 2 T2
Vim
Vs
¢ 71+
Ry ZRe
[ 5.+

For providing stability the total resistance in the base
circuit of each transistor is less than 100 Q

The data below (page 5) have been designed for continuous
operation up to the ambient temperature specified in tge
tables., The junction temperature may then be up to 90 “C
(K = 0.09 °C/mi)

Rp = input source resistance

For tables see next page

722 1299 Tentative data. : 4.
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PHILIPS |, ACi28

OPERATING CHARACTERISTICS OF A MATCHED PAIR 2-AC128 as
Class B output amplifier (continued

Vs = 6 9 9V
Tamb = max., 55 max. 55 max. 45 °C
Ig (V4 = 0) = 2x3 2x3 2X3 mA
R ") = 2.0 2.2, 3.5 %)
Ry ') = 47 39 ’) a
RE = 2.2 3.9 1.5 Q
Rp = 1.5 1.5 1.0 kQ
Ree = 65 98 62 @
Pe max. *) = 2x0.425 2x0.65 2X1.05 W
Po max. °) = 0.75 1e1+ 1.9 @
-Icu(Po = max.) = 300 300 500 mA
-I¢ (Po = max.) = 2x95 2x95 2x150 mA
Vim(Poy = max.) = 5.5 6.0 6.5V 6)
dtot(Po= max.) = 3.5 4,0 5.5 %
Vin(Po = 50 mW) = 1.6 1.4 1.1V 6)
d4ot(Po = 50 mil) = 2.0 2.0 2.5 %

) Tolerance of the bias resistors 5%
Variable resistor

3) This resistance is composed of a 68 @ resistor in paral-
lel with a 130 @ NIC resistor (code no. E201 BC/A 130 E)

Output power of two transistors
Power delivered to the primary of the output transformer

) Losses in the driver transformer are not taken into
acount

722 1300 5.5.1902 Tentatlve data 5
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PHILIPS

ADZ11

GERMANIUM JUNCTION POWER TRANSISTOR of the p-n-p type for

A.F, applications

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (base reference)
Voltage (emitter reference)
Current
Peak value
D.C. value
Dissipation (transistor bottom
temperature lower than 45°C)
Emitter
Voltage (base reference)
Current
Peak value
D.C. value

Base
Current
Peak value
D.C. value

Temperatures
Storage temperature

Junction temperature

THERMAL DATA

-VcB
-VcE

-Icy

-IBM

Ts
Tj

Thermal resistance between junction
and transistor bottom K

HA U0

= maX. 22 A

max. 50 V
max. 40V

max. 20 A
max. 15 A

max. 45 W
45 9C

max. 30V

max, 17 A

max. 4 A
max. 2 A

=55 % to 475 %C
max. 90 °C

max. 0.8 °C/W

722 1156 Tentative data
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PHELIPS

Dinensions in mm

Sy

13.5

29
5
T

15.5
n
[P

)
M5%0.8
CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Transistor bottom temperature = 25 OC
Collector current at Ig = O mA
-Icgo (-Vgp = 2 V; IE = O mA) < 0.2 mA
-IcBo (-Vgg = 50 V; IE = O mA) < 8 mA
Emitter current at IC = 0 mA
-Igpo (-Vgg =2 V; Ig = 0 mA) < 0.2 mA
-Iro (-VgB = 30 V; Ic = O mA) < 8 mA
Emitter voltage at Ig = O mA
"~ -Vgg (-VgB = 50 V; Ig = O mA) < 1V
Collector knee voltage )
~Vegg (-Ic = 15 4; -Ig = 2 4A) < 17
Base voltage -
-Vg (-Veg=27V; -Ic = 1.2 4) < 0.7V
Vg (-Vgg =2V, -Ic= 54) < 1.27V
-VBE (-Vgg=27V; =Ic= 154) < 2.0V
Cut-off frequency
fep (-VeB =12 V; Iz = 1 A) > 80 ke¢/s
D.C. current amplification factor
o - .- - > 40
hFE (-VeE = 2 V; -Ig = 1.2 A) ¢ 120
hpg (-VCE = 2 V; -Ic= 54) > 25
hpg (-Vgg = 2 V; -Ic = 15 4) > 15
722 1158 Tentative data 2.
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PHILIPS

ADZ12

GERMANIUM JUNCTION POWER'TRANSIéTpR of the p-n-p type for

industrial applications

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage
Voltage
Current

Peak value
D.C. value

Dissipation (transistor bottom
temperature lower than 45°C)

(vase reference)
(emitter reference)

Emitter
Voltage (base reference)
‘Current
Peak value
D.C. value

Base
Current
Peak value
D.C. value

emperatures

Storage temperature
Junction temperature

THERMAL, DATA

Thermal resistance between junction

-VcB =
-VCE =

-Icu =

1
-

Q

n

=)
=]
BA N

g

1
]
o
=

1

<)
w
L]

and transistor bottom K =

80 Vv
60 v

max.
max.

20 A
15 A
45 W
45 oC
50 v

22 A
17 A

4
2 A

max.

-55 OC to.+75 °C
max. 90 °C

max. 0.8 °CA

722 1159
5.5.1962
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Dimensions in mm

175

-
13.5

15.5

29

el
M5£0.6

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

-Igpo (-Vgp = 2 V;

~Vopk (-Ic = 15 4;
Base voltage

-vpg (-VcE = 2 V3

-vg (-Vog =2 V;

-VBEg (—VCE =2V,
Cut-off frequency

hpg  (-Veg = 2 V;
hpg (-Vcg = 2 V;

Collector current at IEg

"

Ig =

Collector knee voltage

..IB

_IC
_IC
_IC

fay (-Vep = 12 V; Ig

-Ig
-Ic

D.C. current amplification
npg (-Vgg = 2 V; -Ig =

-IcBo (-Veg = 80 V; I = O mA)
Emitter current at I¢ = 0 mA
-Iggo (~Vgg = 2 V; Ig = O ma)
-Igpo (-Vgp = 50 V; Ig = O mA)
Emitter voltage at Ig = O mA
-Vgg (-Vgp = 80 V; Iy

Transistor bottom temperature = 25 °C

0 mA
0 mA) < 0.2 mA
< 8 mA
< 0.2 mA
< 8 mA
0 mA) < 1v
2 A) < 17
1.2 A) < 0.7V
5 4) < 127
15 A) < 2,0V
1 4) > 100 kc/s
factor
> 40
1.2 A) < 150
5 A) > 25
15 A) > 15

722 1160

Tentative data
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PHILIPS |AF102

R.F. ALLOY-DIFFUSED GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type
with low noise and high gain at V.H.F. for amplifier,
oscillator and convertor circuits up to 260 Mc/s. The
transistor is hermetically sealed in a metal can and
absolutely moisture proof.

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
technique alliage-diffusion a faible bruit et amplifica-
tion élevée aux frequences V.H.F. pour les circuits amz:
plificateurs, oscillateurs et convertisseurs jusqu' a
260 MHz. Le transistor est scelle hermetiquement ,dans
un boitier métallique et protégé contre 1'humidité.

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren mit schwachem Rauschen und hoher Verstirkung
bei VHF-Frequenzen zur Verwendung in Verstarker-, Oszil-
lator und Mischschaltungen bis zu 260 liHz.Der Transistor
ist hermetisch abgeschlossen in einem Metallgehiuse und
absolut sicher fiir Feuchtigkeit.

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 257V
=Ig = max. 10 mA
I = max. 10 mA
-I1g = max. 1 mA

Pe (Tamp £ 45 °) = max. 50 mW

continuous operation o
T service continu = max. 75 “C
Dauerbvetried

intermittent operation o 1
T service intermittent = max. 90 °C ')
aussetzender Betrieb

Storage temperature °
Température d'emmagasinage = -55-C/+75
Lagerungstemperatur

Thermal data; Données thermiques; Thermische Daten

Thermal resistance from junction <
,to ambience in free air K =
Resistance thermique entre 1la
Jonction et l'ambiance a 1l'air

0.6 °c/mw

Tivre ¥ £ 0,6 °c/mm
Thermischer Widerstand zwischen

dem Kristall und der Umgebung < °

in freier Luft K = 0,6 °C/mW

1) Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

722 0508 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.,1961 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS

Dimensions
Dimensions

in mm
en mm

Abmessungen in mm .
max95, min37 ,

~ - N
U 2 o —
hisd A
B -
§a:‘; 2
Characteristics - o
Caractéristiques Tamb =25 C
Kenndaten
-Icgo (Ve = 12 V) < 10 pA
-Vgp (-I¢ = 50 pa; .Ip = 0 ma) > 25V
-Vgg (-IE = 50 pA; Ig = O mA) > 0,3V
-Iz  (-vgB =12 V; -Ig = 1 'ma) < 50 pA
-Vpg (-VgB =12 V; -Ig =1 mA) > 220 mV < 360 mV

Characteristics range values for equipment design
Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1' etude d'equi—

pements
Kenndatenbereiche fur Gerédtentwurf Tamb = 25 c'
-Vop = 12'V; Igp=1mh £; = 180 Mc/s 2)
E 1

Vg =12 V; -Ig = 1 mA he 5 20

f = 1ke/s L )

=Vgp =12 V; Ig=1mA 2 = 10 03

£ = 2Me/s ].rb[ )
Veg=12V; ~Ic=1mA . {_ 448 < 7,5dB

f =200 Mc/s; Rg=30¢ %) . ’

Circuit page 4 G=13dB > 10 4B °)

Schaltung Seite 4

') Interlead shield and metal case
Blindage entre les connexions et boitiér métallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehduse

2)3)4)5) see page'5; voir page 3; siche Seite 3

722 0509 Tentative data., Vorldufige Daten’
Caractéristiques provisoires

2.
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AF102

Characteristics range values for equipment design (continued)
Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1'étude d'équi-

pements (suite)

Kenndatenbereiche fiir Geridtentwurf (Fortsetzung)
Tamp = 25 ©C

Small signal characteristics
Kenndaten fir kleine Signale
~Veg =12 V; =Ic =1 DA

Caractéristiques pour les signaux faibles

3.3.1961 Caractéristiques provisoires

~Cpg = 0,8 PP
£ = 0,45 Me/s re !
-VgE =12 V; =Ig = 1 mA Boe = 10 pa/v
f =35 Mc/s Coe = 2 7pF
-Vep=12V; Ig=1mh 8ip = 30 mA/V
£ = 200 Mc/s -c4p = 12 pF
[yro] = 0,4 ma/v
“9rp = 90°
|[yep| = 25 ma/v
o
9rp = 90
gob = 0,3 mA/V
Cop = 1,8 pF
2) £, = Frequency at which lhfd
£y = la fréquence a laguelle |hfg
f1 = Frequenz bei der Ihfd
3) Intrinsic base impedance
Imp€dance intrinséque de la base
Innere Impedanz der Basis
4) Input source impedance
Impédance de la source d'entrée
Impedanz der Eingangsspannungsquelle
5) available power gain
Amplification de puissance disponible
- Verfiligbare Leistungsverstirkung
722 0510 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
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Ry 1s chosen so that the total impedance Ry, of the tuned
circuit is 2.0 k@

R1 est choisie tellement que 1'impédance totale Ry, du cir-
cuit accordé est de 2,0 k@

Ry wird derartig gewahlt dass die Gesamtimpedanz Ry, des
abgestimmten Kreilses 2,0 k@ ist.

L1 .= ferrite bead
L4 = perle magnetique
L1 = Ferritperle

4 Input source impedance
Impédance de la source d'entrée

Impedanz der Eingangsspannungsquelle

722 0515 Tentative data. Vorldufige Daten 4,
Caractéristiques provisoires
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type, made in the
alloy-diffusion technique with low noise and high power
gain at 100 Mc/s, for use as R.F. amplifier in F.M.
receivers. The transistor is hermetically sealed in a
metal can and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
technique alliage-diffusion gvec bruit faible et ampli-
fication de puissance élevée a 100 MHz, pour utilisation
en amplificateur H.F. dans les récepteurs F.M. Le tran-
sistor est scelle hermétiquement dans un boitier métalli-
que et protégé contre 1'humidité

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-—
verfahren mit schwachem Rauschen und hoher Leistungsver-
stdrkung bei 100 MHz, zur Verwendung als HF-Verstirker
in FM-Empféngern. Der Transistor ist hermetisch abge-
schlossen in einem Metallgeh&duse und absolut sicher vor
Feuchtigkeit

Limiting values (Avsolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-V¢B = max. 20 V
Vg = max, 20 V ')
-Ic = max. 10 mA
Iy = max. 11 mA
~-Ig = max. 1 mA
J13] = max. 1 mA

P (Tagn < 45 °C) = max, 50 mf

continuous operation o
T service continu = max., 75 C
Dauerbetrieb

intermittent operation 0.2
T service intermittent = max, 90 "C°)
aussetzender Betrieb

Storage temperature o °
Température 4'emmagasinage = -55 C/+75 C
Lagerungstemperatur

') Permissidle when Rp/Rg S 100
Admissible si RB/Rg & 100
Zuldssig wenn Rp/Rg & 100

7o [PaN

2) Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

722 0512 Tentative data. Vorl#ufige Daten 1
3.3.1961 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max$95 min37 ,

c - ;

1) ¢ =

et l==1
838 g
A S

Thermpal data
Donnees thermiques
Thermische Daten

Thermal resistance from junction to

,ambience in free air K £ 0.6 °c/uW
Resistance thermique entre 1la jonc- < o
tion et l'ambiance a 1l'air libre = 0,6 “C/mW
Thermischer Widerstand zwischen dem
Kristall und der Umgebung in freier °
Luf't K £ 0,6 °c/mw
Characteristics °
Caracteristiques Tamb = 25 “C
Kenndaten
-IcBo (-Vgp = 6 V) = 1,24 < 8 A
-Vep (-Ig = 50 pA; Ig = O mA) > 20V
-Ig (-Vep=6V; Ig=1mA) = 7pa < 25ph
-Vgg (-Vep=6V; Ig=1ma) = 270mv . 2}0mV
BE CB = ) E = = < 330 mV
G (f =100 Me/s) = 14 4B >12,5aB%)

') Interlead shield and metal case ,
Blindage entre les connexions et boitier metallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehduse
2) Available power gain in
the circuit page 3, 4Rg V42
defined by: G= g3
Amplification de puissance Lovy
disponible dans le circuit
page 3, définie par: Vo2
Verfigbare Lelstungsverstirkung 0,073 —=
der auf Seite 3 angegebenen Vi
Schaltung, definiert durch:

722 0513 Tentative data. Vorl&dufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type, made in the
alloy-diffusion technique with high conversion gain up to
100 Mc/s, for use as mixer-oscillator in F.M. receivers
and as R.F. amplifier or mixer-oscillator in short wave
receivers up to. 27 Mc/s.

The transistor is hermetically sealed in a metal can
and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
technique alliage- diffusion avec amplification de con-
version élevée jusqu'a 100 MHz, pour utilisation comme
mélangeur-oscillateur dans les recepteurs F.M. et comme
amplificateur H.F. ou melangeur oscillateur dans les
recepteurs ondes courtes jusqu'a 27 MHz. Le transistor
est scelle hermetiquement dans un boltier métallique et
protégé contre 1'humidité

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren mit hoher Uberlagerungsverstiarkung bis zu
100 MHz, zur Verwendung als Mischer-QOszillator in FM-Emp-
fangern und als HF-Verstdrker oder Mischer-Oszillator in
Kurzwellenempfangern bis zu 27 MHz. Der Transistor ist
hermetisch abgeschlossen in einem Metallgeh&duse und
absolut sicher vor Feuchtigkeit

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 20 V
-V = max, 20 V ')
-Ic = maX. 10 mA
Ig = max. 11 mA
-IE = maX. 1 mA
15| = max. 1 mA

Pg (Tamp < 45 °C) = max. 50 mW

continuous operation 0
Tj service continu = max. 75 “C
Dauerbetried

intermittent operation 0.2
Ty service intermittent = max. 90 °C*)
aussetzender Betriebd

Storage temperature o °
Température 4'emmagasinage = -55°C/+75 ~C
Lagerungstemperatur

') Permissible when Rp/Rg £ 100
Admissible si Rp/Rg = 100

Zuldssig wenn Rp/Rg = 100

[N %N

2) Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max. -
Gesamtdauer max. 200 Stunden

722 0516 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1961 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm .
& max$95,_min 37 |

=

mm <O
R
h|
| PR
max 9,

122
122
4,88
0,45

Thermal data
Donnees thermiques
Thermische Daten

Thermal resistance from junction to

,ambience in free air K £ 0.6 °c/mW
Resistance thermique entre 1la jonc- < °
tion et l'ambiance a l'air libre 2 0,6 “C/mW
Thermischer Widerstand zwischen dem
Kristall und der Umgebung in freier < o
Luf't K = 0,6 “C/nW
Characteristics °
Caracteristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten
-Icpo (-Vep = 6 V) =1,2p4 < 8 A
-Veg (-Ig =50 pA; Ig = O ma) > 20V
Iy (-Vggp=6V; Ig=1ma) = 7uh < 25pA
v (-v -6V _ _ > 210 oV
-Vpg CB = v; I = 1 mA) = 270 mV < 330 mV
G (f =100 Mc/s) = 1348 > 10 4B 2)

) Interlead shield and metal case ,
Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschllissen und MetallgehZuse

2) Available power gain in

the circuit page 3, 4RS Vo2
defined by: G = R T
Amplification de puissance L Vi

disponible dans le circuit
page 3, definie par:
Verfiigbare Leistungsverstirkung
der auf Seite 3 angegebenen
Schaltung, definiert durch:

"

Vo2
0,073 F

722 0517 Tentative data. Vorl#dufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Characteristics range values for equipment design (contiqued)

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1l'etude d'équi-
pements (suite)

renndatenbereiche fiir Geritentwurf (Fortsetzung)

Small signal characteristics (measured with a length of
leads between transistor and measuring jig of 5 mn)

Caractéristiques pour les signaux faibles (mesurées avec
une longueur des fils de connexion entre le transistor
et l'appareil de mesure de 5 mm)

Kenndaten fiir kleine Signale (gemessen mit einer Linge
der Anschlussdrdhte zwischen Transistor und Messvor-
richtung von 5 mm)

“Vep=67V; Ig = 1 mA gip = 15 mA/Y
f =100 Mc/8; Tayy = 25 OC cip = 5 pF
: |¥ro| = 0,45 mA/V
9rp = 2500
[yfo| = 15 ma/v
9p = 95 °

gob = 0,35 ma/v

Cob = 2,5 7F
Ve =6V; Ig=1mA gie = 1,3 mA/V
10,7 MC/S; Tamb = 25 oc Cig = 65 pF

|yre| = 80 pA/V
9re = 260 °

=)
"

|yeel = 34 mA/YV
ore = 335°
goe = 25 pA/v
Cog = 3,0 pF
~Vog=6V; Ig=1ma €10 = 0,25 mA/V
£ =045 Mo/5; Tagp = 25 °C cie = 70 DF
IYreI = 4 paA/v
Qre = 270 °
|yre] = 37 mA/V
9re = 0°
8oe = 1,0 pa/v
Coe = 4 DF
722 0548 Tentative data. Vorldufige Daten S5e

343.1961 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as self-oscillating mixer in
front-end unit of F.M. tuner (see page 7)

Caractéristiques d'utilisation comme melangeur, auto-oscil-
lateur dans un amplificateur d'entrée d'un récepteur F.M.
(voir page 7)

Betriebsdaten als selbstschwingender Mischer in der Ein-
gangsstufe eines FM-Empfingers (siehe Seite 7)

Shift of oscillator frequency as a function of Vg is about
50 kc/s from é to 5 V and about 100 kc/s from 5 to 4 V.

Le glissement de la frequence d'oscillation en fonction de
Vg est d'environ 50 kHz, a une variation de 6 a 5 V et
d'environ 100 kHz de 5 a 4 V.

Die Frequenzverschiebung des Oszillators als Funktion von
Vg ist etwa 50 kHz bei einer XAnderung von 6 bis 5 V und
e%wa 100 kHz von 5 bis 4 V.

The oscillator voltage at the aerial terminals is about
1.5 mV

La tension d'oscillation aux bornes de l'antenne est
d'environ 1,5 mV

Die Oszillatorspannung an den Antennenklemmen ist etwa

1,5 oV -I¢ = 1,5 mA.
COIL DATA

Ly : 6 turns of 0.5 mm enamelled copper wire, closely
wound; L = 0.65 pH

Ls : 21/2 turns ‘of 1 mm silvered copper wire, winding
pitch 2 mm; L = 0.062 pH, Qo > 200. Tap at 11/8 turn
from earth side

Ls : 18 turns of 36x0.03 copper wire, enamelled, soldering
graded, stranded, open covered, closely wound; L =
2.9 pH, Qo = 120, Q (loaded with 25 kQ) = 60. Screening
can A3 304 20

DONNEES DES BOBINES

L4 : 6 tours de fil de cuivre émaillé de 0,5 mm, enroulés
Jointifs; L = 0,65 pH ,

L5 : 21/2 tours de fil de cuivre argenté de 1 mm, pas des
spires 2 mm; L = 0,062 pH, Q, > 200. Prise & 11/8
tour de 1'extrémit€ mise a la terre, R

Lg ¢ 18 tours de fil de cuivre 36x0,03, émaillé,

torsade, enroulés jointifs; = 2,9 uH, Qo = 120,
° " Q (chargé de 25 kQ) = 60. Boite de blindage A3 304 20
SPULENDATEN

Ly : 6 Windungen, 0,5 mm lackiertes Kupferdraht, anschlies-
send gewickelt; L = 0,65 uH

Ls : 2'/2 Windungen, 1 mm versilbertes Kupfer, Gangh?he
2 mm; L = 0,062 uH, Qp > 200. Anzapfung bei 11/8
Windungen von dem geerdeten Ende.

Lg : 18 Windungen, lackiertes Litzedraht 36x0,03, an-
schliessend gewickelt; L = 2,9 pH, Qo = 120, Q (be-
lastet mit 25 k@) = 60. Abschirmbuchse A3 304 20.

722 0549 Tentative data. Vorldufige Daten 6.
Caracteristiques provisoires -
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type, made in the
alloy-diffusion technique with low output conductance
and low collector capacitance at 10.7 Mc/s, low noise and
good A.G.C. performance at high ambient temperatures,
for use as I.F. amplifier in A.M. and-F.M. receivers and
as R.F. amplifier or mixer-oscillator in short wave
receivers up to 16 Mc/s. The transistor is hermetically

; sealed in a metal can and absolutely moisture proof
TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
technique alliage-diffusion, avec petite conductance de
sortie et petite capacité de collecteur a 10,7 MHz,
bruit faible et comportement favorable par rapport ay
reglage automatique de 1'amplification aux temperatures’
élevées, pour l'utilisation comme amplificateur M.F.
dans les recepteurs A.M. et F.M. et comme amplificateur
H.F. ou mélangeur-oscillateur dans les recepteurs ondes
courtes jusqu'a une frequence de 16 MHz. Le transistor
est scelle hermetiquement dans un voitier métallique et
protege contre 1'humidite .

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren, mit niedriger Ausgangskonduktanz und kleiner

" Kollektorkapazitdt bei 10,7 MHz, schwachem Rauschen und
guten Eigenschaften in bezug auf automatische Stérke-
regelung bei hohen Temperaturen, zur Verwendung als ZF-
Verstirker in AM- und FM-Empfingern und als HF-Verstidrker
oder Mischer-Oszillator in Kurzwellenempféngern bis zu
16 MHz. Der Transistor ist hermetisch abgeschlossen in
einem Metallgehduse und absolut sicher vor Feuchtigkeit

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

=VeB = max. 20 V
~Veg = max. 20 V ')
=I¢ = max. 10 mA
Ig = max. 11 mA
-Ig = max. 1 mA
|z8| = max. 1 mA

B¢ (Tagp S 45 °C) = max. 50 mk
. { continuous operation
J

service continu = max. 75 ¢
Dauerbetried

intermittent operation 0. 2
T service intermittent = max. 90 °C ©)
aussetzender Betrieb

Storage temperature o o
Temp€rature d'emmagasinage = -55°C/+75 C
Lagerungstemperatur

1)Z)As_ee page 3; voir page 3; siehe Seite 3

772 0520 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1961 : Caracteristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in : ;
essung - m max95 min37

c B "

y . § i |=.'I

p\FFHHA R =EE

£ S tli
Thermal data

Données thermiques
Thermische Daten

045,

Thermal resistance from junction to

,ambience in free air x£0.6 O¢ /mW
Resistance thermique entre 1la jone- < °
tion et 1'ambiance a l'air libre X = 0,6 °c/mnWw
Thermischer Widerstand zwischen dem . :
Kristall und der Umgebung in freier < o
Luft XK = 0;6-°C/mW
Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten :
-Igpo (-Vep = 6 V) ; = 1,204 < 8yh
-Vep (-Ig = 50 ph; IE =0 mA) . > 207
;I (-Vgg=6V; Ig=1ma) = 7uha < 25u4
. L >
-Vgg " (-VeB = 6 V; I =1 mA) = 270 mV < g;g ﬁg

L]

e} (f = 10,7 Mc/s) 25 aB > 19.dB?)

1) Interlead.shield and metal case .
Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehause

2) Available power gain in.
the circuit page 3, ARS VOZ
defined by: G = 7.3
Amplification de puissance L Vi
‘disponible dans lé circuit-
page 3, définie par: . Vo2
Verfugbare Leistungsverstirkung ‘= 0,1 5
der auf Selte 3 angegebenen Vie,
Schaltung,. definiert.durch: :

722 0521 ’I‘entative data. Vorldufige Daten 2.
: Caracteristiques provisoires :
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Test circuit for power gain at 10.7 Mc/s (see page 2)

Circuit pour la mesure de l'amplification de puissance a
10,7 MHz (voir page 2)

SChaltung zur Messung der Leistungsverstérkung bei 10,7 NHz
(siehe Seite 2)

Rs=1200,
I'A'A' v‘v‘v I EN
a01 S2260,
dE =
L2220 1 -
(=S i P
I 56605

Ly = 0,5 pH; Qo-= 100
Ly = 2,47 pH; Qo = 100

Rg = input source impedance

Rg'= impédance de la source d'entrée

Rg = Impedanz der Eingangsspannungsquelle

Ry, = totgl collector impedance = 4.8 kQ

Ry = impédance de collecteur totale = 4,8 kQ

R7, = Gesamtwiderstand in der Kollektorleitung 4,8 kQ

Page 1; Seite 1

1) Permissible when Rp/Rg S 100

Admissible si Rp/Rg = 100
Zul#ssig wenn RB/Rg = 100

oA A

2) Total duration max. 200 hours
Durée. totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max, 200 Stunden

J4a2 0522 Tentative data. Vorlaufige Daten 5
3.3.1961 Caractéristiques provisoires
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Characteristics range values fqQr equipment design
Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1' étude d'équi-

pements o
Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf Tamb = 25 ~C
-Ig = 50 pA; ~Ic= OmA ~-Vgg=1,5V > 1,0V
Veg= 6V; Ig= 1ma f£; = 75MNc/s")
"VCB= 6V; Ig = 1 mA lzrb|= 2792)
£ = 2 Mc/s
-VCE = 6V y I = 1 mA -cre = 1,5 DF
£ = 0,45 Nc/s
-VCE = 6V; Ig= 1mi hpe = 150
f = 1 ke/s !
-Veg= 67; Ips= 1TmAF = 34B < 4,508
f = 10,7 Mc/s; Rg = 200 @ °)
Vegp= 6V Ip= 1BA p 4548 < 3aB
f = 1Mc/s; Rg =500 °7)
-Veg = §v; Ig = 1mA3 Foopy = 3 4B < 5 aBY
f = 1Me/s; Rg =500Q°)
-VCE= 6V; IE= 1111A5 conv=4dB < 7dB4)
f =200kc/s; Rg= 2k@°)
D) Frequency at which ]hf | =1

Fréquence a laquelle |hrel | =

Frequenz bel der |hre| =
2) Intrinsic base impedance ;

Impédance intrinseque de la. base

Innere Impedanz der Basis
3) Input source impedance

Impédance de la source 4’ entree

Impedanz der Eingangsspannungsquelle
4) Conversion noise

Bruit de conversion

Uberlagerungsrauschen
7Z2°1011

Caracterlstiques provisoires

Tentative data. Vorl#Hufige Datem -~ . .~ ‘4.
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10000 100 1] AF 115 17;3250-95?5
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7200835
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PHILIPS [Af117

R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type, made in~the
alloy-diffusion technique with low collector capacitance,
low noise and good A.G.C. performance at high ambient
temperatures, for use as I.F. amplifier in A.M. receivers
and as R.F. amplifier or oscillator-mixer in A.M. re-
ceivers up to 6 Mc/s. The transistor 1s hermetically
sealed in a metal can and absolutely moisture proof.

TRANSISTOR H.F, A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
technique alliage-diffusion, avec petite capacite de
collecteur, bruit faible et comportement favorable par
rapport au reglage automatique de 1'amplification aux
températures élevées, pour l'utilisation comme ampli-
ficateur M.F. dans les récepteurs A.M. et comme ampli-
ficateur H.F. ou melangeur—oscillateur dans les récep-
teurs A.M, jusqu' 3 une fréquence de 6 MHz. Le transistor
est scelle hermethuement dans un boitier métallique et
protégé contre 1'humidité.

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren, mit kleiner Kollektorkapazitidt, schwachem
Rauschen und guten Eigenschaften in bezug auf automatische
Stédrkeregelung bel hohen Temperaturen, zur Verwendung
als ZF-Verstdrker in AM-FEmpfingern und als HF-Verstérker
oder Mischer-Oszillator in AM-Empfangern bis zu 6 MHz.
Der Transistor ist hermetisch abgeschlossen 1in -einem
Metallgehduse und absolut sicher vor Feuchtigkeit.

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max., 20 V ~Ig = max. 1 mA
-Vog  =max. 20 V 1) ]IBI = max. 1 mA
-Ig = max, 10 mA Pc (Tapy £ 45 °C) = max. 50 mW
Ig = max. 11 mA
continuous operation
Tj § service continu = max, 75 °C
Dauerbetried
intermittent operation
T service intermittent = max., 90 °C ?)
aussetzender Betrieb

“Storage temperature
Température d'emmagasinage = -55 ©C/+75 °C
Lagerungstemperatur

) Permissible when Rp/Rp $ 100
Admissible si Rp/Rg < 100
Zuldssig wenn Rp/Rg £ 100

) Total duration max. 200 hours
Dur ae totale 200 heures au max,
|__Gesamtdauer max. 200 Stunden
722 0524 Tentative data. Vorldufige Daten 1e
3.3.1961 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in ma
Dimensions en mm

Abmessungen in mm max95, min 37
C- - it
7 . S =
plrAadd =
E - "
1o
~

122
122
488

S

Thermal data
Données thermiques
Thermische Daten

Thermal resistance from Junction to

,ambience in free air £ 0.6 °C/mw
Résistance thermique entre la jonc- < o
tion et l'ambiance a l'air libre K = 0,6 °C/uW
Thermischer Widerstand zwischen dem
Kristall und der Umgebung in freier < o
Luft K = 0,6 “c/mW
Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 "C’
Kenndaten
-Icpo (-Vep = 6 V) = 1,24 < 8 pA
-Vep (-Ig = 50 pA; IE = O mA) > 20V
;I (-Vep= 6V; IE=1ma) = 7pA < 25uA
-Vpg (-Vgp= 6V; Ip=1ma) =270mv | g;g o
62) (£ = 0,45 ¥c/s) = 42 dB > 40 4B

') Interlead shield and metal case ,
- Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehiuse

2) available power gain in 4R 2
the circuit page 3, G = —= !g_
defined by: - Rg vyl

Amplification de puissance i
disponible dans le circuit

page 3, définie par: V.2
Verfiigbare Leistungsverstirkung = 0,94 —95
der auf Seite 3 angegebenen Vi

Schaltung, definiert durch:

722 0525 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires ;
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PHILIPS AF118

R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type, made in the
.alloy-diffusion technique, intended for medium power
R.F. applications, e. 8- the video output stage of televi-
sion receivers -

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM-du type p-n-p, en
technique alliage-diffusion pour des applications H. F.
de puissance moyenne, par exemple 1'étage de sortie vidéo
de récepteurs de télevision

HF p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions—
verfahren, zur Verwendung bei HF-Anwendungen mittlerer
Leistung, z.B. in der Video—Ausgangsstufe von Fernseh-
empfangern

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites  (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 50V

=-Vog = max. 50 V 1)
-I¢ = max. 30 mA
Iy = max. 30 mA

-Ig = max, 1 mA
Pc = max. 250 mW
continuous operation
T4 { service continu = max. 75 °C
Dauerbetrieb : .
intermittent operation -
Ts { service intermittent = max. 90 °C 2)
aussetzender Betrieb -

Storage temperature
Température d'emmagasinage
| Lagerungstemperatur

=5500,/+759C

1) See page C; voir page C; siehe Seite C

2y Total duration maX. -200 hours
Durée totale -200 -heures au max.
Gesamtdauer max. 200-Stunden

722 0528 - Tentative data. Vorlaufige Daten oot
3431961 Caracteristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in -mm max95, min 37,
PN il |
g‘% =i

75

T Cooling fin

_7_"4_. _<::> ~| Ailette de refroi-
: o = dissement
| < Kiihlschelle

55

52

Thermal data
Données thermiques
Thermische Daten

Thermal resistance from Jjunction

to ambience in free air XK £ 0.25 °C/mW

with cooling fin K £ 0.12 oC/mW
Résistance thermique entre la
Jonction et 1'ambiance a l'air

ltbre K §£ 0,25 °C/mW

avec plaque de refroidissement K £ 0,12 °C/mW
Thermischer Widerstand. zwischen
dem Kristall und der Umgebung

in freier Luft K S 0,25 oC/mW

mit Kiihlschelle K £ 0,12 oC/mW

) Interlead shield and metal case -
Blindage entre les connexions et voitier metallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehduse

742 0529 ‘Tentativq data. Vorldufige Daten : 24
“% Cdractéristiques provisoires fe
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Characteristics . :

Caractéristiques Tamb = 25 O

Kenndaten
-Icpo (-VeB = 0,5 V) ¢ spx
-Vgg (-Iy = 50 pA; ~Ig = O mh) >0,5V
-V (-Ig = 50 pA; Ig = O ma) > 50V
-Ig (-Vgg = 67V; -Ig = 10 mA) = -50 uA
-vgg (Veg = 67V; -Ig = 10 ma) = 320 uv
-Vecg (-I¢ = 0,5 mA; Rpg = 100 @ ) > 50V
=Veg (-Ip = 30 wA; Rgg = 100 @ ) > 257 1)

Characteristics range values for equipment design

Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1'étude d'équi-
. pements: 2\
Kenndatenbereiche fﬁr Gerédtentwurf

Tamb = 25 oc
—VCB=6V; Jg = 10 mA 3
= 300
£ =2 Me/s [Zrbl 3 )
-Vog = 6V, ~Ig = 10 mA f1 =175 Mc/s 4)
-VeE = 6 V, -Ig = 10 mA
T = 0,45 Me/s “Cre = 1,8 PF

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation
Mesuré avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive
Zur Vermeidung einer ibermissigen Verlustleistung mit
Impulsen gemessen

2) See .also page B; voir aussi page B; sishe auch Seite B

3) Intrinsic base impedance
Impédance intrinseque de la base
Innere Impedanz der Basis .

4) Frequency at which|hre| 1
Fréquence a laquellelhfe]- 1
Frequenz bei der]hfeI— 1

722 0530 Tentative -datas Vorldufige Daten- - 3
3.3.1961 Caractéristiques - provisoires
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Charactegistics range values for equipment design (con-

tinued

‘Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1'étude d'équi-
pements .

Kenndatenbereiche fir Geratentwurf (Fortsetzung)

Tamb =-25 °C
Transient behaviour }

Phénomeénes transitoires
Ausgleichsvorgénge

30,
— I ’ ~Ie(mA) /

4 gl ,
Rs=504L ggz §§§ / /
W NZ N3
% §=# ]__d, ———“f—'_"_——_
g - £§§ oscilloscope || ee—"
N 40V=" oszillograph
ey e
. +
06 e (V)

Transient conditions of the collector
Conditions transitoires du collecteur
Ubergangsbedingungen des Kollektors

-Ic = 16 mA -Ic~ O ma
Vg = 57V -Vg = 40V
Rise time ,
Temps de montee = 0,05 usec
Anstiegszeit
Fall time | y
Temps de decroissance = 0,05 psec ')
Abfallzeit

1) To avoid a turn-off delay it 1s recommended to keep
-Vcg above the values 1nd1cated ‘by the dotted line
in the figure above, -

Pour prévenir un retard par la coupure, il- est consellle
de maintenir -Vgg au-dessus des valeurs indiquées. par)
la ligne pointifﬁee de la figure ci-dessus.

Zur Vermeidung einer Abschaltverzdgerung wird empfohlen|
-Vog oberhald der von der in obenstiehender Abbildung]
gestrichelten Linie bestimmten Werte zu halten.

722 0531 Tentative data. Vorldufige Daten - 4.
Caracteristiques provisoires -
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7200464
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PHILIPS |AfF124

GERMANIUM ALILOY-DIFFUSED TRANSISTOR of the p-n-p type in
metal envelope with low noise and high power gain at 100
“Me/s, for use as R.F. amplifier in F.M. receivers

105£01 4.66-5.30 min 72.74

105%0715

>

|
—
—

4.52-4.60
s

Dimensions in mm

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (vase reference) -VcB = max. 20V
Voltage (emitter reference) ~Vop = max. 20 V 2)
Current -Ig = max. 10 mA
Dissipation P = max. 60 oW
Emitter.
Reverse current -Ig = maX. 1 mA
Base
Current |Ip] = max. 1 oA
Temperatures
Storage temperature Tg = =55 OC to +75 °C
Junction temperature
continuous operation Tj = max. 75 oC
intermittent operation T, = max. 90 °
(total duration max, J
200 hrs) (t = max. 200 hrs)

THERMAL DATA

Thermal resistance from Jjunction
to ambience in free air KX = max. 0.75 °C/uW

1) Interlead shield and metal case

2) Permissible when the ratio of the external base and
emitter resistances Rp/Rg & 100

722 1295 Tentative data 1.
5.5.1962
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CHARACTERISTICS at Tamp = 25 °C
Collector current at Ig = O mA

~Icpo (-Vgp = 6 V; Ig = O mA) = 1,2 pA < 8 pA
Collector voltage at Ig = 0 mA

-Vep (~Ig = 50 pA; Ig = O mA) o0V
Base current

-Ig (-Vgg = 6 V; Ig = 1 mA) = 7pA < 25 pA

Base voltage

> 210 oV
-Vpg (-Vgp = 6 V; I = 1 ma) =270 0V ¢ 330 gy
Test circuit for power gain at 100 Mc/s
6V
+
103V
5+

Ry is chosen so that the total impedance R, of the tuned|
circuit is 3.3 kQ

Ly = ferrite bead

Available power gain at 100 Mc/s in the circuit above
G (f = 100 Me/s) = 14 dB > 12.5 dB

The ‘available power gain is defined as

2
6= Mg opy B2
vi2 Ry, Vi2

" Input source impedance
722 1130 Tentative data. 2.
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GERMANIUM ALLOY-DIFFUSED TRANSISTOR of the p-n-p type in
metal envelope with high conversion gain up to 100 Me/s,
for use as mixer-oscillator in F.M. receivers and as R.F.
amplifier and mixer-oscillator in short-wave receivers
up to 27 Mc/s

10501 4.66-5.30 min 12.7
1 !

105075

4.52-4.60

555+025

Dimensions in um

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (base reference) -Vop = max. 20V
Voltage (emitter reference) =-Vgp = max. 20 V-2)
Current -Ig = max. 10 mA
Dissipation Pg = max. 60 mW
Emitter
Reverse current -Ig = max. 1 mA
Base
Current || = max, 1 mA
Temperatures
Storage temperature Ts = -55 °C to +75 °C
Junction temperature
continuous operation TJ = max, 75 °C
intermittent operation
total duration max, Ty = max, 90 °¢
200 nhrs) :

(t = max. 200 hrs)
THERMAL DATA

Thermal resistance from junction
to ambience in free air K = max. 0.75 °C/mW

') Interlead shield and metal case

2) Permissible when the ratio of the external base and]
emitter resistances Rp/Rg £ 100

722 1322 : Tentative data e
5.5.1
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CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C
Collector current at Ig = O-mA -

-Igpo (~VcB = 6'V; I =0 ma) =1.2 4 < B A
Collector voltage at Ig = O mA !

-VeB (-I¢ = 50 pa; IE = O mA) > 20V
Base current

-Ig (-Veg =6 V; IE = 1 m4) = 7pA < 25 phA

Base voltage

>
-Vgg (-Vep = 6 V; Ig = 1 ma) = 270wy 238 %
Test circuit for power gain at 100 Mc/s
1000 72«3_.0
'\\ 2-10
018 S a’app‘-t S
5-25] -2
pF uH 7 b
7000 1000
TeE | eFT
v
Ly i
03v
+

Rq is chosen so that the total impedance Ry, of the tuned
circuit is 3.3 kQ

Ly = ferrite bead

Available power gain at 100 Mc/s in the circuit above
G (f = 100 Mc/s) ' = 1348 > 10.5 dH

; The .available power is defined as
Vo2 4R V,2
== 20032
Vi L Vi

') Input source impedance
722 1134 , Tentative data. 2.
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN
: : Tagy = 25 °C
Emitter voltage
-Vgg (-IE = 50 pA; Igc = 0 m4) = 1.5V >1.07
Frequency at which |hfe| =1
f1 (-Vegp=6V; Ig =1 mA) = 75 MNc/d
Intrinsic base impedance )
IZI‘bI -VeB = 6 V; Ig = 1 mA - 25 @
£ =2 Mc/s
Feedback capaciiance .
—cpe JVCE = 6V; Ig=1mAl _ 5 p
f = 0.45 Mc/s
Current amplification factor
hee ) VCE = 6 V; Ig =1 mA = 150
f =1ke/s
Noise figure
1
[-VeB = 6 V; IE=1mA)
¥ f =100 Mc/s ' = 9.5 aB
- Input source resist-‘
ance = 60 Q 2
(“VCE =67V; Ig =1 mA)
F Y f =10.7 Mc/s [ = 3.0 dB
| Input source resist-\
{ ance = 200 @
~VcE = 6 V; IE =1 mA)
F £f° =1 Mc/s [ = 1.5dB < 3dB
Input source resist-
ance = 500 Q
Conversion noise figure
-Veg = 6 V; Ig = 1 mA
F f =1 Mc/s = 3 4B <, 54dB
Input source resist-
ance = 500 Q /
\
‘—VCExév; IE=1mA¢
F 4T =200 ke/s = 4 4B < 7aB
( Input source resist- ’
\_ance = 2 kQ
722 1135 Tentative data 3.
"5.5.1962




Ari2s5| PHILIPS

Small signal parameters measured with a length of lead
between transistor bottom and measuring Jig of 5 mm

i io
—_— -
€ Oy

é’
&
AMAM
WWW
Q
53
—n
=3

-

2
Vo Yre Wﬂﬁ%i -I-Caefzgae Yo
=2

Common base Common emitter Common emitter
-V¢B = 6V -Vog = 6V -VoE = 6V
Ig = 1 mA Ig = 1 mA Iy = 1 mA
f = 100 lc/s £ = 10,7 ¥c/s T = 0:45 Ne/s
gip = 15 mA/V gie = 1.3 ma/V 8ie = 0.25 mA/V
cip = 5 pF cie = 65 F cije = 70 DF
[yrp|= 0.45 mA/V [yre|= 80 pA/V [ype|= 4 AV
9rp = 250 © 9pg = 260 O 9pe = 270 ©
[¥ep|= 15 mA/V [yre|= 34 ma/V [Yre|= 37 mA/V
orp = 95° Pre = 335 ° ¥re= 0°
gob = 0.35 mA/V 8os = 25 pA/V 8oe = 1.0 pA/vV
Cop = 2.5 IF Coe = 3.0 TF Coe = 4 DF

722 1136 ~Tentative data 4.
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7201023
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IOOP [ TTT1 AF7157§-){I)€'§';
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GERMANIUM ALLOY-DIFFUSED TRANSISTOR of the p-n-p type in
metal envelope with low output conductance and low collector
capacitance at 10.7 lc/s and with low noise and good A.G.C.
performance at high ambient temperatures, for use as I.F.
amplifier in A.M. and F.M. receivers and as R.F. amplifier
and mixer-oscillator in short-wave receivers up to 16 lic/s

105%0.1 4.66-5.30 min 12.7

1054015

}
f
043P

4.52-4.60

Dimensions in mm

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (base reference) -Vop = max. 20V
Voltage (emitter reference) -Vgg = max. 207V ?)
Current -I¢ = max. 10 mA
Dissipation Pc = max. 60 oW
Emitter
Reverse current -Ig = max. 1 mA
Base
Current |15 = max. 1 mA
Temperatures
Storage temperature Ts = =55 % to +75 O]
Junction temperature .
continuous operation Tj = max. 75 °C
%ntermittent operation Tj = max. 90 %
“(total duration max. _
200 hrs) (t = max. 200 hrs)
THERMAL DATA
Thermal resistance from junction °
to ambience in free air K = max. 0,75 “C/mW

1) Interlead shield and metal case
2) Permissible when the ratio of the external base and
emitter resistances RB/Rg & 100

et
772 1297 Tentative data. 1.
5.5.1962
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CHARACTERISTICS at Tamp = 25 °C

i

Collector current at IE 0 mA
-Igpo (-Vep = 6 V; IE = O ma) = 1,2 pA < 8 pi
Collector voltage ‘at IE = O mA ‘ A
~Vog (-I¢ = 50 pA; IE = O mA) ) > 20V
Base current

-1z (-Vgg = 6 V; Ig = 1 mA) = 7pA < 25 pA

n
L}

Base voltage: N
-Vpg (-Vcp = 6 V; IE = 1 mi) 210 oV

<330 mV

]

270 mV

Test circuit for power gain at 10.7 Mc/s

Rs:-IZD.!L
WWW -
- I 001 S22k, { 3 [
urF =
Vi L é mi,?ﬁ%g Ly 1 =9V
\/ 1 pE = Vo
. \
001 |
A HF l +

~

"

L1: inductance L = 0.5 pH; unloaded Q-factor Qo = 100
Ly: inductance L = 2.47 pH; unloaded Q-factor Qo = 100
Rg: input source resistance

Ry total collector resistance = 4.8 kQ

Available power gain at 10.7 Mc/s in the circuit above
G (£ = 10.7 Nc/s) = 2548 > 19 dB

The available power gain is defined as

_ 4R o2 Vo2
¢ =g Tiz- %' V2

722 1141 Tentative data 2.
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GERMANIUM ALLOY-DIFFUSED TRANSISTOR of the p-n-p type iq
metal envelope with low collector capacitance, low noise
and good A.G.C. performance at high ambient temperatures,
for use as I.F. amplifier, R.F. amplifier and oscillator-|
mixer in A.M. receivers up to 6 Mc/s

10501 4.66-5.30 min 127

105015

4.52-4.80

I
i

4
£
043¢

Dimensions in mm

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (base reference) -V¢B = max. 20 V
Voltage (emitter reference) -Vpg = max. 20V ?)
Current -I¢ = max. 10 mA
Dissipation Pe = maX. 60 mW
Emitter
Reverse current -1y = max. 1 mA
Base
Current IIBl = max. 1 mA
Temperatures
Storage temperature Tg -= =55 9% to 475 °Q
Junction temperature
continuous operation Ty = max. 75 %
%ntergittent operation Ty = wax. 90 %
total duration max. _
200 hrs) (t = max. 200 hrs)
THERMAL DATA

Thermal résistance from junction o
to ambience in free air K = max. 0.75 ~C/mW

1) Interlead shield and metal case

2) Permissible when thé ratio of the external base and
emitter resistances Rp/Rg & 100

gzg 1323 Tentative data. 1
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CHARACTERISTICS at Tamb = 25 OC
Collector current.at Iy = O mA
-1cB0 (Vg = 6 V; Ig = O mA) =1.2pA < 8 pA
Collector voltage at Iy = O mA
<VeB (-I¢ = 50 pA; IE = O mA) > 20V
Base current
-Ig (-V¢B = 6 V; Ix = 1 mA) = 7pA < 25 pA
Base voltage s v
-Vgg (-VeB =6 V; Ig = 1 mA) = 270 w¥ <§;8 ug
Test circult for power gain at f = 0.45 Mc/s
Rs=47kdl gi
Ly N3 ‘E
120 - b3 9v
a "\ Y
uF g
X
8

AAAANA
VWWV

L s
T¢
v

15kQ |

L
Tk T
=

Lq: inductance L = 625 pH; unloaded Q-factor Qg

tap at t = 0.2

L2: inductance L = 625 pH; unloaded Q-factor Qg

Rg: input source resistance .
Er: total collector resistance = 20 k@

"
-
>
o

1
-
S

O

Availabdle power gain at 0.45 Mc/s in the circuilt above

G (f = 0.45 Mc/s) = 42 4B > 40 4B
The available power gain 1s defined by
4R , Vg2 _ Vo2 -
G R V2 0.94 Tiz
722 1147 Tentative data 2
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GERMANIUM p-n-p ALLOY TRANSISTOR in metal envelope for
medium-current medium-speed computer logic applications

TRANSISTOR ALLIE AU GERMANIUM du type p-n-p avec enveloppe
métallique pour applications a courant moyen et a vitesse
moyenne dans les machines a calculer logiques

p-n-p-GERMANIUM-LEGIERUNGSTRANSISTOR in Metallumhiillung
zur Verwendung in Rechenmaschinen fiir logische Gperationen
mit mittleren Stromen und mittlerer Geschwindigkeit

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessupgen in mm

max 6,7, min38,

x 85

==
==

Q)

Limiting values (Absolute max. values) 1
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten . (Absolute Maximalwerte

-VCB = max., 307V
-VCcE = max. 257V
-Vgp = max. 207V
-Ig (tay = max. 20 msec) = max. 100 mA
-Icy = max. 200 mA
I (tgy = max. 20 msec) = max. 125 mA
IEM = max, 200 mA
-Ig (tgy = max. 20 msec) = max. 25 mA
-Ipy = max..200 mA
T - T
= max. J max = amb
Piot
= max. 125 oW
T3 = max. 75 OC
Storage temperature o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75°C
Lagerungstemperatur
722 0986 Tentative data. Vorldufige Daten 1

2.2.1962 _ Caractéristiques provisoires
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Thermal data., Thermal resistance from
junction to ambience in free air K = max. 0.4 OC/mW
Jjunction to case K = max. 0.2 °C/mW
Donndes_thermiques. Résistance thermique )
entre les jonctions et l'ambiance a
l'air libre K = max, 0,4 °C/mW
entre les jonctions et le boitier X = max. 0,2 °C/mW
Thermische Daten, Warmewiderstand
zwischen Kristall und Umgebung in
freier Luft K = max. 0,4 °C/mm|
awischen Kristall und Gehduse X = max. 0,2 °c/mW
Characteristics
unless otherwise specified
ggggg:ggf“q"es Tamb = 250 { sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben
Veg = 57V -I¢ = 100 pA
-Icgo ¢ 3 pA , Ig =" O:ph
“Tamp =. 60 OC
-Vgs = 5V -Vop > 307V
-IgRo < 3 pA
-Ig = 100 pA
Ig = 10 mA Ig = 0 pA
Ve = ov Tamp = 60 OC
-Ig < 325 pA -VEB > 207V
Ig = 20mA Ig = 100 mA
Vg = oV Ve = oV
_ > 250 pA Vgg < 0,65 V
IB ¢ 645 pa EB ’
. ..=Ig = 50 mA
g = 100mA -5 = 2,4m
Vep = ov .=VBg < 0,55 V
'IB < 4)75 mA
punch through voltage = . - .
Vpr <tension de perforation- 225 V.
Durchschlagsspannung
722 0987 Tentative data. Vorlaufige Daten iy
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Characteristics range values for equipment design

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-
pements

Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

unless otherwise specified
Tamb = 25 OC < sauf indication Aifférente
wenn picht anders angegeben

=Vgg = 20V =Ig = 10mA
VBE = 0,2V -Ig  =0,33 mA
Tamb = = 60 OC -Veg < 0,20 V
=Ig < 35uA .
-Ig = 50 mA
=Vog = 20V -Ig = 2 mA
Vpg = 5V =Vegg < 0,25V
Tamp = 60 °C
Ig < 35 pA -Ic =" 10 mA
-IB = 0,4 mA
=T = > 20
;g - 3.22 VBB % 0'57 ¢
“Veg = 5V ~VgB = 5V
-Ig = 3umA I = Omi
£ >  4Mc/s?) cc < 167pF 2
-Vgg = 57V
Ic = 0 mA

ce < 13 pF 3)

1) Frequency at which |nre| =

Fréquence 3 laquelle Ihfe
Frequenz bei der |npg| = 1

Collector capacitance
Capacité de collecteur
Kollektorkapazitdt

Emitter ,capacitance
Capacité d'émetteur
Emitterkapazitédt

~

2

~

3

~

772 0988 Tentative data. Vorldufige Daten CE
2.2.1962 Caractéristiques provisoires
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Characteristics range values for equipment design (con-
tinued)
Gammes de valeurs des caracterlstiques pour 1'étude d'équi-
pements (suite)
Kenndatenbereiche fiir Geratentwurf (Fortsetzung)
Tagb = 25 °C
Transient behav1our
‘Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorgange
time constant with current feed
Tc = <constante de temps avec alimentation par courant
Zeitkonstante mit Stromspeisung
time constant with voltage feed
Ty = {constante de temps avec alimentation par tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung
desaturation time constant
Ts = {constante de temps de desaturation
Entsdttigungszeitkonstante
~VCE =0,75V -Vgg = 0,75 V -I¢ = 0. mA
~Icy = 50 mA -Icy = 1 mA -Ig = 1 mA .
T. < 2,2 usec Ty < 0;2 usec Ts < 1,4 psec
722 0992 Tentative data. Vorldufige Daten 4

“Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM p-n-p ALLOY TRANSISTOR in metal .envelope for
medium-current medium-speed computer logic applications

TRANSISTOR ALLIE AU GERMANIUM du type p-n-p avec enveloppe
métallique pour applicationg a courant moyen et a vitesse
moyenne dans les machines a calculer logiques

P-n-p-GERMANIUM~-LEGIERUNGSTRANSISTOR in Metallumhiillung
zur Verwendung in Rechenmaschinen fiir logische Operationen
mit mittleren Stromen und mittlerer Geschwindigkeit

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Mmax67. min38.

Limitiqg values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 257V
-VCE = max, 207V
-VeB = max, 20V
-Iz (tgy = max. 20 msec) = max. 100 mA
-Ioy ‘= max. 200 pA
Ig (tay = max. 20 msec) = max. 125 mA
IEM = max. 200 pA
-Ip (tav = max. 20 msec) = max. 25 nA
~Ipy = max. 200 nA
Ty max - Tamb
= max.
Piot K
= max. 125 oW
Ty = max, 75 °C

Storage temperature
Température d'emmmagasinage = -550C/+75 °C
Lagerungstemperatur

7%2 0989 Tentative data. Vorlaufige Daten 1.
2.2.1962 Caractéristiques provisoires :
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Thermal data. Thermal resistance from
Junction to ambience in free air K

Junction to case X
Données thermiques. Résistance thermique
entre les jonctions et 1'ambiance a

1tair libre K

entre les jonctions et le boitier K

Thermische Daten. Warmewiderstand
zZwischen Kristall und Umgebung in
freier Luft K = max. 0,4 °C/mW

max.: 0.4 oc/uW
max, 0.2 9C/mW

max. 0,4 °C/mW
max, 0,2 °C/mW

u

"

zwischen Kristall und Gehduse X = max. 0,2 °C/mW
Characteristics
Carsctirisiioies g, - o500 {‘s"a’t?sfnﬁ‘é?ﬂéi%i%:iﬁéi%
wenn nicht anders angegeben
Vg = 5V -Ig = 100 pA
~-IcBo < 3 pA Ig = 0 pd
. Tamb = . 60 OC
1 -Vvgg .= 5V . Vg > 25V
-Iggo ¢ 3 w4
-Ig = 100 pA
I = 10mA Ig = Oph
VeB = ov Tamb = 60 °C
~-Ip < 195 pA "'VEB > 20V
Ig = 20mA Ig = 100 mA
Ve .= ov Ve = ov
-Ig i ;gg HA VEB < 0,557V
pA
. ~Ic = 50mA
Ig = 100mA - I = 1,55 m
Ve = ov “Vgg < 0,45 v

~Ig <3,25 mA

. punch through voltage
Vpr < tension de perforation >20V
Durchschlagsspannung

722 0990 . Tentative data, Vorldufige Daten 20
Caractéristiques provisoires :
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Charactéristics range values for:equipment design

Gammes de valeurs des caractéristiques pour l'étude d'égui-
pements

Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

sauf indication différente

[unless otherwise specified
Tamb = 25 OC
wenn nicht anders angegeben

-Veg = 20V ‘ “Ip = 10m
VBE = 0,2V ) ~Ip = 0,2 mA
Tamp = - 60 °C =VeE < 0,20 V
-Ig < 35 pA :
"Ic = 50 mA
-Vgg = 20V -Ig  =1,25 mA
VBg = 5V ' -Vgg < 0,25V
Tamp = 60 ©C '
IB < 35 pA -Ic = 10mA
=Ig = 0,25 mA
- = >
o - oem VEE ¢ 033 ¥

-Vgg > 157V

“Vcg = 57V -Veg = 5V
“Ip = 3m Ig = Om
£, > bue/s ) cc < 16 pF2)
-Vgg = 5V
Ig = Om

ce < 13 pF?)

T) Frequency at which Ihfe[ =
Fréquence a laquelle |hpe
Frequenz bei der |hre = 1

2) Collector capacitance
Capacité de collecteur
Kollektorkapazitét

) Emitter capacitance
Capacité a'émetteur
" Emitterkapazitdt

722 0991 Tentative data. Vorldufige Daten K 3.
2.2,1962 Cara¢téristiques provisoires
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Characteristics range values for equipment design (con-
tinued) , e .
Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1l'etude d'equi-
pements (suite)
Kenndatenbereiche fiir Geridtentwurf (Fortsetzung)
Tamb = 25 °C
Transient behaviour
Phénomenes transitoires
Ausgleichsvorgénge
time .constant with current feed
Tc = <constante de temps avec alimentation par courant
Zeltkonstante mit Stromspelsung
time constant with voltage feed
Ty = {constante de temps avec alimentation par tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung
desaturation time constant
Ts = {constante de temps de désaturation
Entsdttigungszeitkonstante
-VeE -=.0,75.V -Veg = 0,75 V -Ic = Oma
-Igy = .50 mA ¥ -Igy = 1 mA -1y = 1 mA
T < 2,2 usec Ty < 0,2 usec Ts < 1,4 usec
7Z2 0992 Tentative data, Vorldufige Daten 4.

Caractéristiques praovisoires
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GERMANIUM ALLOY JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p type and
of symmetrical structure in all-glass construction for
medium current high speed computer switching applications

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANTUM A JONCTIONS PAR ALLIAGE
du type p-n-p, de structure symetrique et en construction
tout-verre pour application comme commutateur -de grande
vitesse,. a courant moyen dans des machines a calculer

‘LEGIERTE p-n-p GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer
Struktur in Allglastechnik zur Verwendung als Schalter
grosser Geschwindigkeit filir mittlere Strome ‘in Rechen-
maschinen

The red dot indicates the preferred

Dimensions in mm collector side
Dimensions en mm Le point rouge marque le cOté préféré
Abmessungen in mm du collecteur

.Der rote Punkt bezeichnet die bevor-
zugte Kollektorseite

f max 15 min37

N T
AN i ’rJ{
! 3

max 15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VgB = max. 20 V -I¢ = max. 200 mA
~Veg = max. 20 V 2) Tg = max. 200 mi
-Vgg = max. 20 V -Ipy = max. 200 mA
Pc = max. Timax~Tamb -Iz = max. 25 glA

K Tj = max. 75 °C

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55°¢/+75"°C

1) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
0.2V
0,2V
0,27

2) This value is permissible at +Vpg
Cette valeur est permise & +VBE
Dieser Wert, ist erlaubt wenn +Vpp

v v

722 0267 Tentative data. Vorl#ufige Daten Te
10.10.1960 Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Thermal resistance from < o
junction to ambience in free air K = 0.4 “C/mW
Junction to infinite heat sink K & 0.2 °C/uW

Données thermiques. R651stqnce thermi-
que de la jonction a l'ambiance a < °
1l'air libre X = 0,4 ~C/mW
de la jonction & une plaque de re- ¢ o
froidissement infinie K= 0,2 “C/mW

Thermische Daten. Warmewiderstand
zwischen Kristall und Umgebung in < o
freier Luft X = 0,4 °C/mW
zwischen Kristall und unendlich < °
grosser Kiihlplatte X = 0,2 “C/mW

Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten unless otherwise specified

Tamp = 25 o sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben

-Icgo (-Vcg = 5 V) = max, 3 pA

-Icpo (<Vgp = 5 V;  Tamp = 60 °C) = max. 35 pA

-Iggo (~Vgg = 5 V) = max. 3 ph

“Iggo (-Vgg = 5 V;  Tamp = 60 °C) = max. 35 pha

-veg (-Icpo = 100 phA;  Tamp = 60 %) =min. 207V ')

-Vgg (-Iggo = 100 pA;  Tagp = 60 °C) =min. 207V ")

-1z (Veg = O V; Iz = 7,5m) =max. 360 pA

. . = min. 250

-Ig (Ve = 0 V; I = 15mA) oyt 750 ﬁ

-1z (Veg = 0 V; IE = 50 mA) = max. 2,9 mA

-1y (Ve = 0 V; Iz = 200 mA) = max. 13,5 mA

gy (Vgg = O V; Ig = 200mA) =max. 650 mV °)

-vgg (-Ig = 7,5mi; ~-Ig = 0,38 mi) = max. 300 mV 2)

-vpg (-Ip = 50mA; ~-Iz = 3,1 mA) = max. 450 mV )

~Veg (-Ig = 7,5ms; -Ip = 0,38 mA) =max, 175 mV

|-veg (-Ig = 50ma; ~-Ig = 3,1 mA) =max., 220 mV

1) D.C., collector and emitter breakdown voltages

Tension directe de perforation du collecteur et de]
1'émetteur

Dugchschlagsgleichspannung des Kollektors und des Emit-
ers

2) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

772 0268 Tentative data. Vorldufige Daten 24
Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

F (-V¢p=57V; Ig = 1 mh)
co'e(-Vgp = 5 V; Ig = 3 ma)
1 (-Vgg = 5 V;~Ig-= 3 mA)

Il

max., 25 dB °)
max. 20 pF *)
min, 3 Mc/s °)

Transient behaviour
Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorginge
=Vgg = 0,75 V
=Igy = 100 mA
Time constant with current feed

Constante de temps avec alimen- - 6
tation par courant : Te = 2,25 psec °)
Zeltkonstante mit Stromspeisung
~Veg = 5V
~Icy = 1 mA
Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimen- _ «
tation par tension Ty =0,20 usec

Zeltkonstante mit Spannungsspei-
sung

2) -Vpg decreases with about 2.3 mV/°C at increasing tem-

peratures .

~VBE diminue d'environ 2,3 mV/°C & des températures
croissantes

Bei zunehmender Temperatur verringert -VBE um etwa
2,3 mv/~C

3

~

Noise factor, measured at 1 kc/s with a source impedance
of 500 Q . ,

Facteur de bruit, mesuré a 1 kHz avec une impeédance de
la source d'entrée de 500 @

Rauschfaktor, gemessen bei 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

4

~

Collector capacitance, measured at £ = 0.5 Mc/s

-Capacite de collecteur, mesurée a f£ = 0,5 MHz
Kollektorkapazitét, gemessen bei £ = 0,5 MHz

frequency at which |hpe| = 1

1 =1a Tréquence a laguelle |hre| = 1
Ty = Frequenz Dbei der |hrg| = 1
6) For normal and inverted connections

Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

742 0269 ~  Tentative data. Vorlaufige Daten 3
10.10.1960 Caracteristiques provisoires
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Operating characteristics for a D.C. converter (cqntinued)

Caracteristiques d'utilisation comme convertisseur a tension
continue (suite) -

Betriebsdaten als Gleichspannungswandler (Fortsetzung)

Transformer data
Donnees du transformateur
Transformatordaten

Core dimensions
Dimensions du noyau 63,5 x 63,5 X 15 mm
Kernabmessungen

Transformer lamination: NiFe magnetic alloy with
rectangular hysteresis loop (Ni-50%, Fe-50%)
Laminage du transformateur: Alliage NiFe magnetique
avec c;l)lrbe d'hystérésis rectangulaire (Ni-50 %,

Fe-50
Lamellierung des Transformators: magnetische NiFe-
Legierung mit rechteckiger Hystereseschleife (50% Ni,

50% Fe).
Dimensions in mm 635
Dimensions en mm 159, R=32
Abmessungen in mm 5
&
o
Ny N;+N, . b
e
N, i
Ny ° %tB C"Q
A N;+N,
S P ZZzzzzzz3

179 159

—
-

N1+No are bifilarly wound
sont bobineés bifilairement
N3+N4  |sind bifilar gewickelt
46 turns of enamelled copper wire, 1 mm
Nqi=N2 = {46 spires de fil de cuivre émaille, 1 mm
46 Windungen Kupfer-Lackdraht, 1 mm
5 turns of enamelled copper Wire,, 0,5 mm
N3=N4 = {5 spires de fil de cuivre émaillé, 0,5 mm
5 Windungen Kupfer-Lackdraht, 0,5 mm
190 turns of enamelled copper wire, 0.5 mm
Ng = ¢190 spires de fil de cuivre émaille, 0,5 mm
190 Windungen Kupfer-Lackdraht, 0,5 mm
938 4172 Tentative data. vorlautige Daten J.

3.3.1960 Caractéristiques provisoires
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7200808
ASIZ 16 28-72—‘6!
!
Ky = thermal resistance of heat sink
Kp = résistance thermique de la plaque de refroidissement
Kp = thermischer Widerstand der Kiihlplatte
Heat-sink material: 3 mm aluminium, mounted vertically
Matiére de la plaque de refroidissement: aluminium de |
3 mm, monté verticalement
Material der Kihlplatte: 3 mm-Aluminium, senkrecht
montiert
8
Ky, (°C/W) Curve 1:bright aluminium
\ Courbe 1:aluminium blanc
\ Kurve 1 blankes Aluminium
\ I T T
6 UUFHJJILLIIHI
\ Curve2.blackened aluminium N
Courbe 2:aluminium noirci H
Kurve 2:geschwdrztes Aluminium [
\ N
N
N N\,
4
\\
S l
| —
~
T~ ? T
2 S H
.
0
0 100 200 300 . 400

Is-leaft sinlé a{ea 1

urface de la plaque 2
de refroidissement (cm?)
12.12.1961 Fldche der Kuhlplatte E
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Operating characteristics in "on-off" switching circuits
(continued
Caractéristiques d'utilisation dans des circuits de com-
mutation "en circuit-hors circuit" (suite)
Betriebsdaten fiir "Ein-Aus"-Schalteranwendung (Fortsetzung)
_IB
IBI
0 : t
Iﬂzi_f
: !
[
I
S S _
|
- I
| ™
/1 107 -
£y (uw— t
- tr f |z‘;f‘ ty |
Formulae for the calculation of switching times
Formules pour la calculation de temps de commutation
Formeln zur Berechnung der Schaltdauer
Rise time hpg |Ipy|
Temps de montée tr = T 10 o —— 77—
Anstiegszeit hFE [Ip4 [Lcu
Fall time . 7 1 |Tcu)
Temps de retombée tfr = 1nd1+ T T
Abfallzeit ¢ hyE - [Ip;]
Storage time ]IB1| + IIBj
Temps d'accumulation tg =Tg Inpg—r———
Speicherzeit R LT |15
bR
Vee = 14 1% Vv
Ry, = 14 2,3 @
~Icn = 1 6 A
-Ig, = 35 260 mA
Ip, = 8,7 65 mA
tp = 20 20  psec
tg = 15 15  usec
te = 40 35 usec
938 4176 Tentative data. Vorliufige Daten 7.

3.3.1960 Caractéristiques provisoires
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7200808
ASZIG26-12-‘611!HHFHHH!IIHIIIHHHHI
[ L T T T I T P T T
Ky = thermal resistance of heat sink
Kp = résistance thermique de la plaque de refroidissement
Kp = thermischer Widerstand der Kiihlplatte
Heat-sink material: 3 mm aluminium, mounted vertically
Matiére de la plaque de refroidissement: aluminium de
3 mm, monté verticalement
Material der Klihlplatte: 3 mm—Alummlum, senkrecht
montiert
8
Ky (°C/W) Curve 1:bright aluminium
\ Courbe 1 :aluminium blanc
\ Kurve 7 bZankes Alum/'n/'um
\ TTT 1 | HEEEREE
6 IH] JJHH[TTIJ
\ CurveZ.blackened aluminium ]
Courbe 2:aluminium noirci L]
N Kurve 2: geschwérztes Aluminium I
\ N
A N,
N AN
4
N ™
I~
/
| —
n oy
o £ R
2 R
e
0 [
0 100 200 300 400

Heat sink area

Surface de la plaque {cm?
de refroidissement ’

Fldche der Kuhlplatte
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndatén (Fortsetzung)

Tm = transistor bottom temperature, = 25 °c,
unless otherwise specified 0

Tm = température du fond du transistor = 25 ¢,
sauf indication différente o

Tm = Temperatur des Transistorbodens 25 °C,
wenn nicht anders angegeben

Column I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage du transistor et les
. résultats moyens de mesures de transistors neuf's
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'equipements
Spalte I: Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf

. _r o _I___paIr
-VcB = 14 : v ~VeB = 6 | v
Tm = 100 | % Ig = 1 | A
-IcBO = | <20 mA fop = 250° } ke/s
-VeB = 60: v -veg = 12 | v
Tm = 100 | ¢ I = 0 | mA
-IcRo = ;< 30 mA e = 160 { DF
~Vop = 48 | v -Vgg = 6 : v
Ig = ol mA Ic = 0 | mA
Tn = 100 | ¢ ce = 165 | oF
Ve = lco,5 v l
| ~Ig = 6 |
Ver = 9) => 60 v -1 = 10))
| .=Vcgk = 0,5 ||< 1,0V

;) Punch through voltage
Tension de perforation
Durchschlagsspannung

10) the value at which -Ig = 6.6 A when -Vgg = 2 V
-Ip =qla valeur a laquelle -Ic = 6,6 A lorsque -Vog = 2 V
der Wert bei dem -I¢c = 6,6 A wenn “Vegg =27V

938 4174 Tentative data. Vorldufige Daten 5
3.3.1960 Caractéristiques provisoires :
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Characteristics (gontinued) . o
Caractéristiques (suite) Tp = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung) )

Large s1gna1 characteristlcs
Caracterlsthues pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

[
Iy
'VCE = 1 I v
~Ig = 1 | A

hpg = | 25-75
=Vcg = 1 } v
-Ig = 6 | A
hpg = | 20-45

Operating characteristics in "on-off" switching circuits

Caracteristiques d'utilisation dans des circuits de com-
mutation "en circuit-hors circuit"

Betriebsdaten fiir "Ein-Aus"-Schalteranwendung

Fundamental switching parameters
Paramétres fondamentaux de commutation
Grundlegende Parameter fiir Schalteranwendung

time constant with current feed
T = constante de temps avec alimentation par courant
Zeitkonstante mit Stromspeisung
: time ‘constant with voltage feed
Ty = constante de temps avec ‘alimentation par . tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung
desaturation time constant
Te = constante de temps de désaturation
Entsittigungszeitkonstante
Te(-Veg=4V; -Igg=14) = 45 <70 psec
7o (~Vog = 4 V; -Igy = 6 A) = 30 < 50 psec
Ty (-Veg = 4 V; =Igy = 1 A) = 45 < 70 psec
Ty (-Vog = 4 V; -Igy = 6 A) = 40 "< 55 psec
75 (<Vgg = 0 V; -Ipgy = 50 mA)= 30 < 50 psec
"938 4193 - Tentative data. Vorldufige Daten 6.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics in "on=-off" switchlng circuits

(continued

Caractéristiques d'utilisation dans des circuits de com-
mutation "en circuit-hors circuit" '(suite)
Betriebsdaten fiir "Ein-Aus"-Schalteranwendung (Fortsetzung)

_IB

I,

Formulae for the calculation of sw1tching times
Formules pour la calculation de temps de commutation

Formeln zur Be

rechnung der Schaltdauer

Rise time , o e T hyg - {IBq]
Temps de montee r = 1n -
Anstiegszeit ¢~ byg-[B] - oo
Fall time N - 110
Temps de retombée £ = Tc Inq 14+ sm——F—
Abfallzeit hyg - By
Storage time B B
Temps d'accumulation tg =7g 1n 3] + F[ 4
Speicherzeit llﬂl IIBZI
hyg
Vee = 14 14V
R, = 14 2,5 R
-Igy = 1 6 A
-Ig, = 55 400 mA
Ip, = 13,7 100 mA
tr = 20 20 upsec
g = 15 15 pusec
tp = 40 35 usec
938 4194 Tentative data. Vorldufige Daten

3.3.1960

Caractéristiques provisoires
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7200808

I
Ky = thermal resistance of heat sink
Kp = résistance thermique de la plaque de refroidissement
Kn = thermischer Widerstand der Kiihlplatte
Heat-sink material: 3 mm aluminium, mounted vertically
Matiere de la plaque de refroidissement: aluminium de
3 mm, monté verticalement
Material der Kiihlplatte: % mm-Aluminium, senkrecht
montiert |
8
Ky (°C/W) Curve 1:bright aluminium
. [\ Courbe 1:aluminium blanc
- Kurve 1: blankes Aluminium
\ HEEEEEREENEEEN NN
6 NN NN
\ Curve 2: blackened aluminium ]
) Courbe 2:aluminium_ noirci u
N\  Kurve 2: geschwdérztes Aluminium [
\ N
AN
N
4
AN
\ B
By . 3 7\
B} |
B e ? —
2 ==
s i
oL \ iNESNSREEREGREENA:
0 100 200 300 .y 400

.;Ieaft sinlc(j a/{ea 1 R
urface de la plaque 2
de refroidissement (cm?)
Fldche der Kiihlplatte

D



PHILIPS [Asz 18

Operating characteristics in "on- off" switching circuits
(continued
Caractéristiques d'utilisation dans des circuits de com-
" nmutation "en circuit-hors circuit" (suitez
Betriebsdaten fiir "Ein-Aus"-Schalteranwendung (Fortsetzung)

._IB

IEI

Formulae for the calculation of switching times
Formules pour la calculation de temps de commutation
Formeln zur Berechnung der Schaltdauer

rTuse téme W 4n = To 1n hyg |IB
emps de montée =T¢ =
Anstiegszelt T BFE i3] - [ToM
Eall time e . ’ [eul
emps de retombee £ = n "+ 7=
Abfallzeit ¢ hrE [187]
Storage time |IB1| + |IBg
g‘empshd'accizumulation ts =75 1In Toul
elcherzelit
P , e * Bl
Veg = 28 2 v
Ry, = 28 4,7 8
-Icn = 1 6 4
-Ig; = 50 400 mA
I, = 12,5 100 mA
tp = 20 20 usec
tg. = 15 15  psec
tr = 40 35 usec
938 4198 Tentative data. Vorldufige Daten 7.

3.3, Caracteristiques provisoires
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7200808
ASZIGZBlz’GITI IIII[II!'II!IIIIIIIIIHI
L1 TFT NN EEEER R RE RN
Kp = thermal resistance of heat sink
Kp = résistance thermique de la plaque de refroidissement
Kp = thermischer Widerstand der Kihlplatte
Heat sink material: 3 mm aluminium, mounted vertically
Matiére de la plaque de refroidissement: aluminium de
3 mm, monté verticalement
Material der Kihlplatte: 3 mm-Aluminium, senkrecht
: : montiert
8
Ky (°C/ W) I Curve 1:bright aluminium
A\ Courbe 1:aluminium blanc *
Kurve 1: blankes Aluminium
\ HEENRENEE RN
6 T T PP P P T
\ Curve 2: blackened aluminium . | []
Courbe 2:aluminium noirci .
N Kurve 2: geschwdrztes Aluminium [
N N
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A AN
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PHILIPS BCZ 11

SILICON MEDIUM FREQUENCY TRANSISTOR of the p-n-p alloy type|
in all-glass construction with external metal can for use
in audio amplifiers and for general industrial applica-
tions where improved frequency performance and current
gain are required

TRANSISTOR AU SILICIUM POUR FREQUENCES MOYENNES du type
p-n-p par alliage en construction tout verre avec en-|
veloppe.métallique pour 1l'utilisation dans des amplifi-
cateurs B.F. et pour des applications, generales indus-|
trielles qui requlerent des propriétés améliorées par
rapport & la fréquence et l'amplification de courant

Legierter p-n-p-SILIZIUMTRANSISTOR flir mittlere Freguenzen|
in Allglastechnik mit Metallumhiillung zur Verwendung in
NF-Verstédrkern und fiir allgemeine industrielle Anwen-
dungen, wo bessere Eigenschaften in Bezug- auf Frequenz
und Stromverstdrkung erwlinscht sind

max 157 min 37 »l
E 3 ‘ ‘ =
5 5 = =
) ) = 3
imensions in mm max15

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vcp = max. 257V ~Ig = max. 50 mA
~VeBM = max. 25V ~Ioy = max. 50 mA
=Vgg = max. 257V -Ip = max. 15 mA
~VeEM = max. 25V ~Ipy = max. 15 mA
-VE = max. 20V [ see page @

“Vgpu = max. 20 ¥ T RETES .

max. 150 °C

[

Tj {service continu
Dauerbetrieb

Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = -55°C/+150 ~C
Lagerungstemperatur

continuous operation}

') The red dot indicates the collector
Le point rouge indigque le collecteur
Der rote Punkt bezeichnet den Kollektoranschluss

2) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 4162 Tentative data. Vorldufige Daten 1o
3.3.1960 Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Junction temperature rise to

ambient temperature in free air , s 0,5 °c/mi
Données thermiques. Augmentation de la tempe-
rature de la jonction au regard de la tempé~ o
rature de l'ambiance a l'air libre 20,5 2c/mw
Thermische Daten. Temperaturerhdhung in Bezug < o
auf die Umgebungstemperatur in freier Luft K = 0,5 C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

° unless otherwise specified
Ty =25 °C sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben

~I¢go(-Veg = 10 V) = 0,001 A < 0,1 pa

-IcBo(-Vep = 10 V; Tj = 100 °¢) = 0,1 puh < 10 ph

-Ixpo(-Vgp = 10 V) = 0,001 pA < 0,1 pi

-Igpo(-Vgg = 10 V; Ty = 100 °¢) = 0,1 pA < 10 pA

-Veg (-Ig = 7 ma; -Ig=1ma) = 100 mV < 320 mV

F (-Vogg= 27V; -Ig =0,5ma) = 6,0aB")
Chlc
i
b rbb A bl AVA M c
gb'c
lbe 9b'e£§ Q_- Cple Qm%'el é;gce Vee
€ Min. Max.

ﬁeasugeg at [-VcE = 6 v

esure a _

Gemessen bei | IC = 1 mA
o’ = 125 <350 @
ch'c = 50 < 80 PF
fab = 1,5 > 1,0 Mc/s

hre (f = 1 ke/s)

35 > 25 < 60

1) Noise factor measured at £ = 1 k¢/s with an input source
impedance of 500 @ .

Facteur de bruit mesuré a f = 1 kHz avec une impédance
de source d'entrée de 500 @

Rauschzahl gemessen bei f = 1 kHz mit einer Impedanz
der Eingansspannungsquelle von 500

938 4163 Tentative data. Vorldufige Daten 2,
Caractérigtiques provisoires
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7R06457
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PHILIPS OC16
2-0C 16

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class A and B
power output stages at voltages of 7 and 14 V

TYPE 2-0C 16 consists of 2 transistors OC 16 selected for|
operation in a class B circuit with low distortion and low
spread in quiescent currents A

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie classe A et B a des tensions de 7 et 14 V
LE TYPE 2-0C 16 est composé de 2 transistrons OC 16 selec-
tionnés pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

p-n-p-GERMANTUMTRANSISTOR fiir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V

DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 16 besteht aus 2 Transistoren 0C 16
die ausgesucht sind zur Verwendung in Klasse B Schaltung mit
geringer Verzerrung und mit kleiner Streuung der Ruhestrime

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

~Vgg = max. 16V -I¢ (tgy = max. 20 msec) = max.1,5 A
-VeBM = max. 32 V ~Icm =max., 3 A
See page C IE (tay = max. 20 msec) = max.1,6 A
-VeE Voir page C Try = max.3,3 &
-VCEM | Siehe S. C
-Ip (tay = mex. 20 msec) = max.0,2 A
-Vgg = max. 10V
-IBM = max.0,5 A
~Vggy = maX. 10V
See page D
Pc Voir page D
Siehe S. D
continuous operation
Tjiservice continu = max, 75 °C
Dauerbetriebd

Tjservice intermittent = max.909¢")
aussetzender Betrieb
Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

{intermittent operation

~55/+75 °C

1)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opération
optimum a cette temperature est aussi dépendante du genre
de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der
Verwendungsart bestimmt

939 2301 Tentative data. Vorldufige Daten 1,
5.5.1957 Caracteristiques provisoires.
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max18,5
I
056593 Jloge
N il S
£[
gl
§]
]
g
E [
-
ol ||
8 | M6
2 -
L
max 20,5
)
¢ 1)
gg‘% max 21,5 )
Ny,
gs-#ia

max 21,5 )

/W_WM 3)
7

Initial execution
Exécution initiale

Anféangliche Ausfiihrung

')
Mica washers

Rondelles de mica
Glimmer Unterleg-

scheiben

2
Nylon insulating
ring
Anneau isolant de
nylon
Nylon Isolierungs
ring

3)

Brass washer,
nickel plated
Rondelle de lai-
ton nickelee
Messing Unterleg-
scheibe wernickelt

4)

Soldering tag
Cosse a souder
Lotose

5

Steel lock washer
nickel pla’oed.

Rondelle d'acier

a denture,nickeleé

Stahlerner Zahn-

ring, vernickelt

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 25
max 18,5
(2]
8
E
Tl
{ I
L °
! fa—M§ 3
( [ _E
! [
I 5
o £
Tlmax085¢  E
max 20,5 8 B

Imax

Final execution
Exécution définitive

Endgliltige Ausfiihrung

938 2626

Tentative data. Vorl&dufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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2-0C 16

Characteristics _ °
Caractéristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten

Common_base; Bage_a_l

asse; Basisschaltung

a
-10B0(-VcB = 14 V) = 0,02 < 0,1 mA
-Igpo(-VgB = 7 V) = 0,01 < 0,05 mA
tqp J°VcB = 7 v} = 200 ke/s
Ig = 0,3 A v

Common_emitter; Bmetteur 3 la magse; Emltterschaltung
-IcEQ (-VeE= 14 V) = 0,6 < 2,5 mA

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung. des Kollektors

PP S —

Ve V)
—Veex -
-Ig =
the value at which ~Ic = 3.3 Awhen -VCE =1V
-IB la valeur a laquelle -IC = 3,3 Asi -VCE=1V
der Wert bei dem -IC = 3,3 Awemn -VCE = 1 V
~VCEK = 0,4 <0,8V

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

Ig | -V¢ -VBE
(8) | (V)| (v) | °FE
0,03 14 [ 0,20 | 40
0,3 710,31 35
2,0 110,65 | 22
3,0 110,85 16 ‘

303 Tentative data. Vorliufige Daten. 3.
957 Caractéristiques provisoires.
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2-0C 16

Characteristics of matched pair 2-0C 16

ford et le goujon de

Voir aussi page D

Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C 16 Tamb = 25 o
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 16
Ratio of aFg of the two transistors of the 2-0C 16
(at IR .= 0.3 4, '-Veg= 77V) = max. 1.37
(at Ig = 2.04, -Vcg= 11V) = max. 1.37
Ratio of IE of the two transistors of the 2-0C 16
(at -VBg = 0.20 V, <-Vcg= 14V) = max. 3
Rapport de oFE des deux transistrons du 2-0C 16
(& Iz =034, -Veg= 77V) = 1,37 au max.
(& 1g = 2,04 =Veg= 1V) = 1,37 au mex.
Rapport de IE des deux transistrons du 2-0C 16°
(&4 -vpg = 0,20V, :-Vgg = 14 V) =. 3 au max.
Verhdltnis von apg der zwei Transistoren des 2-0C 16
(vei IE = 0,34, =-VcE= 7V) = max. 1,37
(vet Ig = 2,04, =-Vgg= 17V) = max. 1,37
Verh#ltnis von Ig der zwei Transistoren des 2-0C 16
(vet -VBg = 0,20V, =-Vgcg = 14 V) = max. 3
TEMPERATURES
Temperature rise from the Jjunction o
to the bottom of the transistor K = 1.0°C/W
For the mounted transistor has to be o
taken into account for the mica's K = 0.4 0C/W
and for the thermal contact resistance K = 0.3°c/Ww
When the transistor is mounted on a
chassis the bottom temperature can be
determined by measuring the stud tem-
perature (with a thermocouple) and
taking into account between the bottom N
and the stud XK = 0.2°¢/MW
TEMP g Kk ’.Se‘e also page D i
Augmentation de la température de la
Jonction jusqu'au fond du transistron K < 1,0 °C/W
fourle transistron monté il faut tenir o
compte  pour les rondelles de mica de K .= 0,4 C/W
et pour la résistance de contact 0
thermique de K = 0,3 C/W
Sile transistron est monté a un chés-
sis,la temperature du fond peut étre
deter‘minee en mesurant la temperature
du gougon (avec un couple thermoélec-
trique) et en tenant compte entre le Kk = 0,2 Oy

939 2304 Tentative data, Vorl#ufige Daten
e, Caracteristiques provisoires
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2-0C 16

TEMPERATUREN

Temperatursteigung vom Kristall bis am Boden o
des Transistors K=1,0"C/W
Beim montierten Transistor soll den Glimm-
merscheiben Rechnung getragen werden mit K=0,4 Qﬁ"
und dem thermischen Kontaktwiderstand mit K=0,3°C/%
Wenn der Transistor auf einem Chassis mon-

tiert ist, kann die Bodentemperatur bestimmt

werden 1ndem die: Temperatur der Stiftschraube

gemessen wird (mittels eines Thermoelements)

und berlicksichtigt wird dass zwischen Boden o
und Stiftschraube K=0,2"C/¥

Siehe auch Seite D

Operating characteristics as class A output amplifier
‘(based on K = 4.5 °C/W)

Caracteristiques 4’ utilisatigy en amplificateur de sortie
classe A (admis que K = 4,5 °C/W)

ﬁetriebsgaten als Klasse A Endverstarker (vasiert auf

The data below h% e been designed for continqyus operation

up to Tamb = 45°C at which TJ = gax. and for

s 8ble operation up to Tamb = C at whlch Tj may be
0°C for max. 200 hours

Les caractéristiques ci- -dessous ont et% congues pour
operatiog continue jusqu'a Tapb = 45 “C a laguellg
Ty = C,au max., et pour operation stable jusqu'a
Tamb = 55 C & laquelle Tj peut étre de 90%C pendant
200 heures au max.

Die untenstehend%p Daten sind hergest &lt fiir Dauerbetrieb
bis zu Tambd 5°C wobei Ty = max. 75°C, und fiir stabilen
Betrieb bis zu Tamb = 55° wobel Ty = 90°C sein kamn
wéhrend max., 200 Stunden

0

Vee

939 2305 Tentative data. Vorldufige Daten e
5.5.1957 Caractéristiques provisoires
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2-0C 16

vee = 14 7v")
-Ic = 0,44 . 0,95 &
R - 12 6 %)
Ry =  max,100 nax.50 @
RE < 3 0,8 29)
C1 = 500 500 pF
o = 200 1000 wF
Re = 26 5,5 @
Po = mex.2,5 - 2,23
Ipm (Pp = max.) = 16 44,5 mA
dtot(Py = max.) = 7 10 7%)
Ivg (Po = 50 mW) = 2,5 : 5,8 mA
dtot(Po = 50 mW) = 1 2 %%

1)Supply voltages of 7 V and 14 V have been chosen as these
values are normal practice when a car is running

Des tensions d'alimentation de 7 V et de 14 V ont été
choisies parce que ces valeurs sont normales en pratique
quand une automobile marche

Speisespannungen von 7 V und 14 V sind gewdhlt weil diese
Werte normal in der Praxis vorkommen wenn der Wagen f&hrt

2)’I‘he values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance (Rg) of the secondary of the driver
transformer of 4 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent a une
résistance en courant continu (Rs) de l'enroculement
secondaire du transformateur intermédiaire de 4Q

Die Werte dieser Widerstdnde entsprechen einem Gleich-
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 4 Q

3)Due to the non-linearity of the aFE curve a Pp of max,
2,2 ¥ can be obtained without exceeding a total harmonic
distortion of 10%. If proper feedback is applied Po
may increase to max., 2.5 W
A cause du courbe non- linealre de apg un Pp de 2,2 W au
max, peut étre obtenu sans dépasser une dlstorslon non-
linéaire totale de 10Z. Avec une réaction propre Pgo
augmentera jusqu'a 2,5 ¥ au max.
Wegen der Nichtlinearitdt der aFE-Kurve kann eine Po von
max, 2,2 W erreicht werden ohne (berschreitung einer
nlchtlinearenVérzerrung von 10%, Mit geeigneter Gegen-
kopplung wird Py ansteigen bis zu max. 2,5 W

) leasured with Rp = 30 Q ; Mesuré avec Rp = 30 Q;
Gemessen mit Rp = 30

939 2306 Tentative data. Vorlauflge Daten 5,
#... . Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as class B output amplifier
(based on K = 7 OC/W for each transistor)
Caractéristiques d'opération en amplificateur de sortie
classe B (admis que K = 7 OC/W pour chaque transistron)
Betriebsdaten als Klasse B Endverstirker (basiert auf
K = 7 oC/W fiir jeden Transistor)

>0

The data belog have been designed for stable operation up
to Tamb = 5 .

Les caractéristiques ci-dessous ont été congues pour
operation stable jusqu'a Tamp = 55 © .

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir stabilen

Betrieb bis zu Tamb = 55 °C ®
vee = 7 7 1 1wvh
Ix (Vi=o0) = 2x30 2x30 2x30 . 2x30 mA
R1 = 4 4 4 409
R2 max. = 200 200 ¥ 300 300 @
RE = 0 0 0,6 0,822
Ree = 26 13 50 33 @
Pc max. = 2x1,6 2x3,2 2x3,35 2x5 W
Po max. = 3,2 6,4 6,3 PR
-Icy (Po=max.)= 1,0 2,0 1,0 1,54
-I¢ (Po=max.)= 0,32 0,64 0,32 0,48 &
5 _ 2x0,56 2%1,17 2x1 2x2,0 V
Vin %) = max. 2,2 maxi 4,0 max. 303 max.5,6 V )
- 35 0 58 mA,
Ton  (Po=max.)= max, 70 max. 230 max. ;g max.120 mAg
: ) k
dtot (Po=max.)= <10 ao”y <10 ao® g
Ipm  (Po=50mW)= 3,2 4,6 2,2 2,8 mA
dtot (Po=50mi)= 3,0 2,07) 2,0 1,55 %

1)2)See page 6; voir page 6; siehe Seite 6
5)6)7)8)See page 8; voir page 8; siehe Seite 8

1939 2307 Tentative data. Vorléufige Daten 7.
5.5.1957 Caractéristiques provisoires.
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E)Vim is the peak value of the required secondary E.M.F.
voltage of the ‘transformer, so the voltage drop in the
bias resistance and in the secondary of the transformer
(Rg = 2x4 Q) are included in these figures

Vim est la valeur de créte de la tension F.E.M. requise
de 1'enroulement secondaire du transformateur. Les chutes
de tension a travers la resistance de polarisation et a
travers l'enroulement secondaire du transformateur
Rg = 2x4 Q) sont donc comprises dans les valeurs men~
tionnées

Vim ist der Scheitelwert der EMK der Sekunddrwicklung des

Transformators. Die Spannungsverluste im Vorspannungs-=

widerstand und in der Sekunddrwicklung des Transformators

(Rg = 2x4 @) sind also in den genamnnten Daten. einbegriffen
6)These max. values are the maximum required total values
of Vim and Ibm, which may occur due to the spread in the
transistor data

Ces valeurs max. sont les valeurs totales de Vim et Ivm
requises au max., qul peuvent se présenter par suite des
tolérances. des données des transistrons

Diese Maximalwerte sind die maximal erforderlichen Total-
werte von Vip und Ipp,die infolge Streuung der Transistor-
daten vorkommen k&nnen

7)With feedback factor 3
Avec coefficient de reéaction de 3
Mit Gegenkopplungsfaktor 3

®)uith reeaveck factor 2
Avec coefficlient de réaction de 2-
Mit Gegenkopplungsfaktor 2

939 2308 Tentative data. Vorl#ufige Daten 8
: Caracteristiques provisoires



()

%}

S

PHILIPS [OC 16

Gl

Ui

T

Vi dHy ol l

T L SN S B I O T A T T 1T T [T[T]TTT

1021119DiS c.wﬁ&:taﬁ J3p Buniaydls inz

USPIOM 04101398 USUIYDUSSDY US)I0S ST

‘anbiwidy) 93111qDIS D]  i3.NSSD

4nod seinssw sap aJpuasd nby 1T

AUgoEs Jowisyy

94NSUS 0] 9pDW 3q ISNU  SUOISIAOI |~ 71

i

£5.-9-92 9190

Ol

0z

JI4— pun W3y uoa 93344 93qnDlse powixpW= Py

BT TS N P50

FN— 35 WIJ)— op “xow.np sajqissiwpp sinapoa="PUIp__«XOUw30y

m.u\_.l pup WIIp— 10 S3nIDA Araiecnsriad 11miinunies XDHI=A .

PR TN



OC 16| PHILIPS

S9 ()4 sy §C 99 (Do) 2L S¥ 8¢ 8Y|Jo) L 97 0
TTITT 0
\ [
N I
=
! ~
A
N N _
3 ot
A k!
7
A X
\S\ UOQ @ 74D, N
M/QES
- M/0,8°C oe
M/ OF C
\ =)
\
o€
bungabwpn - [
JNZ Usp0qIOISISUDI]
WoA  puUD]SIPIMIUIIDM= /[
4n1DJ9dWa] soubiqun;) p.nbsnf [
~Uu3pogio3sisubyf =4 aqnoIYyas - :omecE..m D puUOL 007
uoJISISUDL) NP PuO} -343S 48p mipiadwey =[] NP PNDYD D SIUDISISIY = |
np a4noipdwa) =W 1ofnoB d — o " 92USIGD u « \5
w/0330G 103SISUDJ} 0/nob Np 8IMDIAWRL =>[-1 o7 sopsiSUDJY 4O WI0130 |
mo m.S*PEQEmk =wy 91np19dwdy pms =S woy 30uDISISSL |DWISY [ =) XOW o o
L I 5 O O R
(5.-p-92 9t00 AT N T 0S
2LYS0yL

Un\ Cle/gl PE] ~DE..xDE“xDEUQ
xow np 3)qissiwpo 2, QHGEUQ
O a1qissiwied E:E.RQEHSEU »



OC 16

o — 5 75?60547.?7
— 6 ~4='5
I HH
(4) —Ig=
{ 3 140mA
150mA
TT1 11
1O
W2 90mA
<
\
60mA
\
v 30mA
A1
‘ = e
‘ froed
200 —IgmA {0 T 5 10— V)5
I
—I5=30mA
0,5 L
3 5 60mA
:~_\_. //l,l' A 9201;4
NA 150mA r20m
180mA
|
V ! 1
—VBg]
(v) .
Ll I
5.5.1957 A




OC 16 PHILIPS

000 o
‘ Pl
/V
F l/
/I
i / ’ i
100k ! /
IC‘EO(TJ) £ - 4 :
Teeol =257 -
Icao(l) | ¢
Icpo(Tj=25%)f 7
i
/|

10k

8 P

/ l/
yARp4
L // , 7
///

W

p /

20 40 60 80 T[C



PHILIPS (0Cc22

R.F. POWER TRANSISTOR for use in high-speed industrial
switching applications, digital computers and high
quality audio amplifiers

TRANSISTOR DE PUISSANCE H.F. pour utilisation dans des
circuits indusgtriels de commutation 3 vitesse élevée, dans
des machines a calculer et dans des amplificateurs B.F.
de haute qualité

HF-LEISTUNGSTRANSISTOR zur Verwendung in industriellen
Schaltern hoher Geschwindigkeit, Rechenmaschinen und
NF-Verstdrkern hoher Qualitadt

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-

-Vog (tay = max. 20 msec) = max., 24 V ')
-VoENM = max. 32V ")
-Vgg (tav = max. 20 msec) = max. 12V
~VEBM = max. 15V
-1Ig = max. 1,0 A
-=IcM = max. 1,0 A
g = max. 1,2 A
Trt = max. 1,2 A
~-Ig = max. 0,2 A
-In = max. 0,2 A
Piot 2) = max. ijaXK- Tamb
Tj = max. 75 °C

Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

With Rgg < 100 @ or +Vpg > 0,5 V (transistor cut-off).
See a%so page A

Avec Rpg < 100 @ ou +Vpg > 9,5 V (coupure du transistor).
Voir aussi page A

Mit Rgg < 100 @ oder +Vgg > 0,5 V (Transistor gesperrt).
Siehe auch Seite A

2) See pages B and C
Voir pages B et C
Siehe Seite B und C

938 3773 ~Tentative data. Vorldufige Daten 1.
8.8.,1959 Caractéristiques provisoires



oc22, PHILIPS

Dimensions in mm Mica insulation
Dimensions en mm Isolement de mica
Abmessungen in mm Glimmerisolierung
301*01 ”
69%02 49

301%01 >

10902
<
©
ax 2

max 40
max 22

39% rq.'05 7+a05

o Mg
75% 2

max 34
A
-

.

L
min8| max14

Insulation tubes’ .
Isolateurs de traversée
Durchfiihrungsisolatoren

Thermal data

Temperature rise from the bottom of o
the transistor to the junction K =max. 3 “C/W
Temperature rise from the chassis to
the bottom of the transistor
with mica insulation K
K

: 0.7 C/W
without mica insulation

0.3 %c/w

Données thermigques
Augmentation de la temperature du fond
du transistor jusqu'a la jonction X
Augmentation de la température du
chassis jusqu'au fond du transistor

max. 3 °c/w

avec isolement de mica - X = 0,7 C/W
sans isolement de mica K = 0, 3 Oc/w
Thermische baten
Temperatursteigung vom Boden des Tran- o
sistors bis am Kristall K =max. 3 “C/W
Temperatursteigung vom Chassis bis am
Boden des Transistors
mit Glimmerisolation K = 0,7 C/W
ohne Glimmerisolation X = 0,3 Oc/w
938 3775 Tentative data. Vorliufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires




PHILIPS |0C22

Characteristics . o
Caractéristiques Tj = 25 °C
Kenndaten )
Common_base;_Base & lﬁ_méséei Basisschaltung
-Iggg (Vg = 10V) = 30 < 100 pA
~Iggo (-Vgg = 10 V) = 20 < 100 pA
fab = 2,5 Mc/s
Common_emitter; Emetteur A la masse; Emitterschaltung
o =Ig = 1A\
Tor {739 2 56 )= 008 v
are (A.F.;B.F.;NF)= 180
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
~I
(’"Ag ~lIg
440 —— T
- 1
| 1
} |
|
! !
1
i |
! |
v ! —eelv)
¥eex
-Ig = 400 mA
the value at which ~Ig = 440 mA when -Vog = 1V
-Ig = { la valeur a laquelle -Ic = 440 mA si -Vog =17V
der Wert bei dem -Ic = 440 mA wenn ~Vgg = 1V
~VeEk = 0,4 <06V
-Ic | -VcE -Vgg (V) aFE
(a) | (V) = min. | max. = | min. | max.
0,1 2 = 0,26 - < 0,35 | =200 - -
| 1,0] 2 |= 1,0 - <2,0|=150]> 50 -J
938 3776 Tentative data. Vorlaufige Daten 3.

8.8.1959 Caractéristiques provisoires
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Cp'e
1
roy’ (
bg—Av—2 ¢
e
Vel %' =Che  Gm Vb’el S0ce Vee
= B3
. € ”
Measured at Ve = 27
" Mesure- a _
Gemessen bei Ic = 400 m4

Temperature of bottom of transistor o
Température du fond du transistor = 25 °C
Temperatur des Transistorbodens

Topt = 100 @

Cpte = 170 pF

gn = 16 A/V
938 3777 Tentative data. Vorldufige Daten 4.

Caractéristiques provisoires
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0C22 PHILIPS

Ptofma)-(:max. permissible total dissipation
Piotmax=di551bafion totale admissible qu max.

Peot Ptotmax=max1mal erlaubte Gesamtverlustleistung TRO6343
otmax. T oy — 0C22 6-8-59
(W) ErprH] otmax=Timgs—Zamb il
14 Kh=Thermal resistance from chassis to ambience[T]
Kp =Résistance thermique du chassis jusqu'd unf
y .. . R l'ambiance [-H
Kh=Widrmewiderstand vom Chassis zur Umgebung[T]
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PHILIPS |0Cc22

Piot may=max. permissible total dissipation
Ptotmax =dissipation totale admissible au max.
Prtotmax=maximal erlaubte Gesamtverlustleistung

7R06344
max.l-{ Tm = Temperature of transistor bottom 0C22 6-8-/59
‘W) {Tm=Température du fond du transistor
["|Tm = Transistorbodentemperatur
20
N
15N
\\ I
N L] 1 li——
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R.F. POWER TRANSISTOR for use in high-speed industrial
switching applications and digital computers; particularly
suitable as a pulse generator for a ferrite store

TRANSISTOR DE PUISSANCE H.F. pour utilisation dans des
circuits industriels de commutation a vitesse, élevée et
dans des machines a calculer digitales; spe01alement
quallfie pour générateur d'impulsions pour une mémoire
a ferrite

HF-LEISTUNGSTRANSISTOR zur Verwendung in industriellen
Schaltern hoher geschwindigkeit und digitalen Rechenan-
lagen; bescnders geeignet als Impulsgenerator fir Ferrit-
speicher

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCE (tgy = max. 20 msec) = max. 24 V )

-VCEM = max. 40V ')
-VEB (tgy = max. 20 msec) = max. 12 V
-VEBM = max. 157V
-Ic = max. 1,0 A
-Icy = max. 1,0 A
I = max. 1,2 A
Tpu = max. 1,2 A
-1 = max. 0,2 A
-Ipy = max. 0,2 A
Ptot ?) = max. TJmaxK“ Tamb
Ty = max. 75 °C

Storage temperature ° °
Température 4'emmagasinage = =55 C/+75 C
Lagerungstemperatur

') With Rpg < 100 @ or +Vgg > 0,5 V (transistor cut-off).
See also page A
Avec Rpg < 100 @ ou +Vgg > 0,5 V (coupure du transistor).
Voir aussi.page A
Mit Rpg < 100 Q oder +Vgg > 0,5 V (Transistor gesperrt).
Siehe auch Seite A
?) see pages B and C
Voir pages B et C
_ Siehe Seiten B und C

938 3778 Tentative data. Vorl#dufige Daten 1.
8.8.1959 T Caractéristiques provisoires
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PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Mica insulation
Isolement de mica

Abmessungen in mm Glimmerisolierung
3013071 45
30101 ™

10,902

LN
min8| max14 |

Thermal data

Temperature rise from the bottom of
the transistor to the junction
Temperature rise from the chassis to
the bottom of the transistor
with mica insulation
without mica insulation

Données_thermigues

Augmentation de la temperature du fond
du transistor jusqu'a la jonction
Augmentation de la température du
chissis jusqu'au fond du transistor

avec isolement de mica
sans isolement de mica

Thermische baten

Temperatursteigung vom Boden des Tran-
sistors bis am Kristall
Temperatursteigung vom Chassis bis am
Boden des Transistors
mit Glimmerisolation
ohne Glimmerisolation

39r%05

1+005

.Q.I zﬂ;a’

Insulation tubes ,
Isolateurs de traversee
Durchfiihrungsisolatoren

K = max. 3 °C/W
X = 0.7 c/w
K= 0.3 %/
K = max. 3 %c/W
K= 0,7 %/w
K= 0,3 /W
K = max. . 3 /W
K= 0,7 So/w
K= 0)3 C/W

938 3775

Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéristiques provisoires
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|0C23

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

Tj_

—ICBO (_VCB = 10 V) = 30 < 100 pA
-Igpy (-Vgg = 10 V) = 20 <100 pA
fan = 2,5 Me/s
Common_emitter; Emetteur a la masse; Emibterschaltung
- -VcE = 40 V | _
Ic { VBE =0,5 V }- < 2,0 mA
= =Ic = 1A |_
VeE {'IB Z a0 mA}- 0,4 v
afe (A.F.;B.F.;NF) = 180
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
—Ig
i
|
|
|
|
|
|
|
L
! —eelv)
—Veex
-I¢ = 400 mA
( the value at which -Ic = 440 mA when -Vgg= 1V
-IB = { la valeur a laquelle -I¢ = 440mA si -Vgp=1V
der Wert bei dem -Ic = 440 mA wemn -Veg = 1V
-VCEK = 0,35 <0,6V
-Ic | -Vcg ~Vgg (V) aFE
(4) (V) = min. max. = min. | max.
0,1 2 | =025 - [<0,35[=200] - -
1,0 2 =O,8L- <2,0 | =150 > 50 -
938 3779 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
8.8.1959 Caractéristiques provisoires
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éb’c
R

_—_—vavvv\ﬁ———‘
gl

Vhe| Gb'e ch'e gm'/b'el@ )

Measured at -Vcg = 27V

Mesuré a - =

Gemessen bei Ic =400 mA
Temperature of bottom of transistor °
Température du fond du transistor = 25 "C

Temperatur des Transistorbodens
oy = 80 @)
Cpte = 170 PF
&m 16 AV

1) When the transistor is used under pulse conditions,
rob' is considerably reduced
Si le transistor est utilisé avec des impulsions,
rpb' est diminué considérablement
Wenn der Transistor mit Impulsspannungen verwendet wird,
wird rpb' bedeutend verringert

938 3780 Tentative data. Vorldufige Daten 4.
Caractéristiques provisoires
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Operating conditions for typical pulse amplifier driving
a ferrite store

Conditions d'utilisation en amplificateur d'impulsions pour
la commande d'une mémoire & ferrite

Betriebsbedingungen als Impulsverstdrker zur Steuerung
eines Ferritspeichers

Store

oeroner |

|| (Rise time
Temps d'accroissement ><05usec.
Anstiegszeit

0 2 4 6 8 10 12 14 16 pusec

Output transformer. Three windings, each of 30 turns, wound
together for minimum leakage inductance on a standard
former, enclosed in a pair of ferroxcube cores FX 1561

Transformateur de sortie. Trois enroulements, chacun de
30 spires, bobinés ensemble pour 1'inductance de fuite
minimum sur un mandrin normalisé, enfermés dans une pair
de noyaux de ferroxcube FX 1561

Ausgangstransformator. Drei Wicklungen, von je 30 Windungen,
mit mdglichst weniger Streuinduktivitit auf einen nor-
malisierten Spulenkdrper zusammengewickelt und einge-
schlossen in ein Paar Ferroxcubekerne FX 1561

938 3834 Tentative data. Vorl&ufige Daten 5.
8.8.1959 Caractéristiques provisoires






() (L :
g0l 38y 40! 0l 20! ol
2 Qﬁ______ T TT T T My ryrT T TT T T [MUITI(rfr s T TT T T [T [rrro[r T L
@ i
RERN
W’
(—
= | in
o J/
N
- - B
0. >
AN
A —
AN
8l
101/1/GD3S UayosiwIayy 19p Buntoysig unz ||
USPJeM U3440139D UdWYDUSSDY USJ10S ST
) "anbiuiayy 9111/qDES D] 18INSSD
n anod sainssw sap aJpuasd jnoy 1T
XPWIIA— A}1IGDIS 1DWISYY S :
9JNSU 0} 9POW 9q ISNW SUOISINOIG -1 1= 65.-8-9 £220
7e FIN— pun WIY— uoa opiap apgnplss pwixpw=XPUIJy__XOUNI])_  STEI0JL

FOA— 30 WIY— ap xow np saqissiupD sinajoa="PUI__¥DUNI
3 — pub WIJ— jo sanpa s)qissiwsad wnuyxpu=XPWIJy_ XOUNZ,__

01

oz

(12

8.6.1959

)
XPUNI9,_
oy



oc23| PHILIPS

Protmax=max. permissible total dissipation
Piotmax=4dissipation totale admissible au max.

Yotmay=maximal erlaubte Gesamtverlustleistung TRO6343
Ptotmax 0C22 6-8-59
. P, _ijax Tamb T e
W) ot K HHHEH
14 Kh=Thermal res:sfance from chass:s to amblence .
K;, =Résistance thermique du chassis jusqu q T
A I'ambiance [
Kh=Wdrmewiderstand vom Chassis zur Umgebung
I
12
N
N
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PHILIPS [OC23

Piotmax=max. permissible total dissipation
Piotmax =dissipation totale admissible au max.

Ptofmax=maximal erlaubte 6esamtver’lusﬂeistung 7R 06344
tmax.|— Tm = Temperature of transistor bottom 0C22 6-8-'59
‘W) Tm=Température du fond du transistor

Tm = Transistorbodentemperatur
20 ]
i
|
|
\ [
15 |
N\
[ |
J] }\ ] HEN
AN I B
N ! % |
I
” TR
N HERE T
AN [ ‘5 i
AN | | ]
| | R
NEESEEStEE
5 \\ .
N L
1N
N
| \,
025 | 45 65 85
Tm(°C)
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PHILIPS [0C24]

R.F. POWER TRANSISTOR for use in high-speed industrial
switching applications, digital computers and for medium
frequency transmitter and carrier telephony-applications

TRANSISTOR DE PUISSANCE H.F. pour utilisation dans des
circuits industriels de commutation a vitesse élevée, dans
des machines a calculer digitales et pour appllcation
comme émetteur et en telephony par courants porteurs a
fréquences moyennes

HF-LEISTUNGSTRANSISTOR zur Verwendung in industriellen
Schaltern hoher Geschwindigkeit, digitalen Rechenanlagen
und in Sendern und bei Tridger-Telephonie bel mittleren
Frequenzen

Limiting 'values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Veg (tav = max. 20 msec) =max. 24V ')
-Vemu = max. 32V ')
-Vgg (tay = max. 20 msec) = max. 12V
-VeRy = max. 157V
-Ic =-max. 1,0 A
-Icu ) = max. 1,0 A

Ig = max. 1,2 A

Iy = max. 1,2 A

-Ip i = max. 0,2 A
-Imn = max. 0,2 A

P 2 - Tjmax - Tamb

tot <) = max. —H& o —

Ty = max. 75 % -
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55 C/+75
Lagerungstemperatur

') With Rpg < 100 @ or +Vgg > 0,5 V (transistor cut-off).
See also page 4
Avec Rpg < 100 @ ou +Vgg > 0,5 V (coupure du transistor).
Voir aussi page A
Mit RBg < 100 Q oder +Vgg > 0,5 V (Transistor gesperrt).
Siehe auch Seite A&

2) see pages B and C
Voir pages B et C
Siehe Seiten B und C

938 3781 Tentative data.Vorliufige Daten 1.
8.8.1959 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Mica insulation
Isolement de mica

Abmessungen in mm Glimmerisolierung
301+01 is
169%02 | | -
E 301201 |

109102

Thermal data

Temperature rise from the bottom of
the transistor to the junction
Temperature rise from the chassis to
the bottom of the transistor
with mica insulation
without mica insulation

Données thermiques

Augmentation de la temperature du fond
du transistor jusqu'a la jonction
Augmentation de la température du
chissis Jjusqu'au fond du transistor

avec isolement de mica
sans isolement de mica

Thermische Daten

Temperatursteigung vom Boden des Tran-
sistors bis am Kristall
Temperatursteigung vom Chassis bis am
Boden des Transistors
mit Glimmerisolation
ohne Glimmerisolation

4 ) 3
=l
51 g 39%005
s P
& 2
g
7
—pr—

37-@05

T:Lr Jl?

Insulation tubes ,
Isolateurs de traversee
Durchfiihrungsisolatoren

[¢)

K =max. 3 “C/W
K= 0.7 %/w
K= 0.3 °%c/W
K = max. 3 %c/w
K= 0,7 S/
K= 0,3 %/
K =max. 3 °C/W
K= 0,7 So/W
XK= 0,3 %c/w

938 3775

Tentative data. Vorlédufige Daten

Caractéristiques provisoires
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Characteristics o
Caractéristiques T = 25 °C
Kenndaten .

-Iggo (-Vgg = 10 V) = 30 < 100 uA
-Igpo (-Vgp = 10 V) = 20 - < 100 pai

fab = 2,5 Mc/s
Common_emitter; Emetteur a la masse; Emitterschaltung

- Ic = 1A |_

VeE { -I§ = 30 mA}- 0,6 v

are (A.F.;B.F.;NF)= 180
Collector knee voltage

Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

—Ig

[N S ———

- —Veelv)
—Veex
-Ig = 400 mA
the value at which -Ig = 440 mA when -Vog =1V
-Ig = { la valeur a laquelle -Ig = 440 mA si -Vgg =1V
der Wert bei dem -Ic = 440 mA wemn -Vgg = 1 V
-Vepk = 0,4 0,6V
-Ic | -VcE -Veg (V) aFE
(&) | (V) = min. | max. = | min. |max.
0,1 2 |=0,26| - < 0,35(=200]| - -
1,0 2 = 1,0 - < 2,0 =150 > 50 -
938 3776 Tentative data. Vorladufige Daten 3.

8.8.1959 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS

Measured at
Mesuré a

Gemessen bei

\ Chle
il
rpy’ 1] L
b AMAAA b AMAMAMA
YVVVVY VVVVVY
Gble.
z
lhel peS ==Cple  Imlble ZYGce
= 3
2
e

-VcE
-Ic

Tpb!
Ch'c
&m

Temperature of bottom of transistor
Température du fond du transistor
Temperatur des Transistorbodens

"

Operatlng characteristics as class B R.F. amplifier
Caractéristiques-d'utilisation en amplificateur H.F. classe B

70 Q@
170 pF
16 A/V

Betriebsdaten .als - Klasse B HF- Verstarker o
- % Tamb = 25°C
N @
R,
%} Cols
0c24
v
3+
Transformer ratio Vs ==12V
Rapport de transformation _
Transformationsverhdltnis £ = 500 ke/s
5,335 1 111 R = 12e
P, = 500 mW
-I¢ (Py =500 mW) = 90 mA
Vim (Po = 500 mf) =2,1V ")
P; (P = 500 miW) 25 mi')
') Data for an average transistor
Valeurs pour un transistor moyen
Werte flir einen durchschnittlichen Transistor
938 3782 Tentative data. Vorliufige Daten 4.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as class B R.F. push-pull amplifier)

Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. push-
pull classe B

Betriebsdaten als HF-Klasse B-Gegentaktverstirker

Tamb = 25 °C
o-
0c24
, @
V;
0c24 -
2Re
— 3 L+
Transformer ratio -Vs = -2V
Rapport de transformation _
Transformationsverhdltnis £ - 500 ke/s
(141) : N = (141) : 2 RE = 1,0 @
Ree = 90 @
ij = 90 Q
Po = 3,0 W
-Icu(Po = 3 W) = 865 mA
-Ic (Pop =3 W) = 2 x 275 mA
Vin(Po =3 W) = 5,4 7 1)
Pi (Po =3 W) = 325 mW ')

1) Data for a pair of average transistors
Valeurs pour une paire de transistors moyens
Werte fiir ein Paar durchschnittlicher Transistoren

938 3783 Tentative data. Vorliufige Daten 5.
8.8.1959 Caractéristiques provisoires
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Pto{max=max. permissible total dissipation
Protmax=dissipation totale admissible au max.
Piotmax=maximal erlaubte Gesamtverlustleistung ,, ..

Protmax PR T 0C22 6-6-'59
(W) FriH] otmax=TlmasTamb {H A
! . td h .
14 Kh=Thermal resistance from chassis to ambience i:l
K =Résistance thermique du chassis jusqu'q un
: . ) . l'ambiance |-
Kh=Wérmewiderstand vom Chassis zur Umgebung[T]
12
N
10
N
A
.\
8
<
ed
N\
oo
ANy
2 -
n T
N 40
Ny .
4 hN 6‘00 L
MC)
™ & o%h@: a Y
~ »
™
2 N
BN
025 | b
35 45 55 65 oy’
7c-vmb( O



PHILIPS [oCc24

Plotmax=max. permissible total dissipation
totmax = dissipation totale admissible qu max.
Ptofmax =maximal erlaubte Gesamtverlustle/sr‘ung

7R 06344
tmax.-{Tm= Tempera'l'ure of transistor bottom 10C22 6-8759
W) ij—Temperature du fond du transistor
: Tm= Transista'rboden‘l‘emperatur
20 _
N
151N
< -
N
N ]
10 H
\ [
N |
|
[
\\\
N .
5 N
N
‘\
N
AN
025 45 65 85
Tn(°C)
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) - Tomp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)

fre {‘VCE =6 V} = 4,5 ke/s

IE =1A
Vee = v
RC = 4 Q
Re = 0Q
a -Ic = 3 A
. fe ( ¢ ) = 0,45
age (-Ic = 0,1 4)
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
(4) —I
33—~ == 5
30~ |
| |
l I
! |
! [
! i
! i
! |
v ! —VeelV)
—leex
“Ip = 3 A
the value at which -Ic = 3.3 Awhen -Vgg =17V
-Ig = {la valeur a laguelle -Ig = 3,5 A si -Vgg =1V
‘ der Wert bei dem -Ig =3,3 Awenn -Vgg =1 V
~Vezx = 0,4 <0,87V
9383506 Tentative data. Vorldufige Daten 3.

3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as class A output amplifier
(vased on Ktot = 4,5 OC/W)

Caracteristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A (admis que Kgot = 4,5 OC/W)

Betriebsdaten als Klasse A Endverstiarker (basiert auf
Ktot = 4,5 OC/W)

The data below have been designed for continuous operation
up to Tamp = 45 °C at which T% = max. 90 °C, and for
stable operation up to Tamb = 55 °C at which Tj may be
100 °C for max. 200 hours L

Les caracteristiques ci-desgous ont été congues pour
operation continue jusqu'a Tagb = 45 oc a laguelle
Tj = 90 o¢ au max., et pour opération stable jusqu'a
Tamp = 55 OC a laquelle Tj peut &tre de 100 °C pendant
200 heures au max. o

Die untenstehenden Daten 'sind hergestellt fiir Dauerbetrieb
bis zu Tamb = 45 ©C wobei Tj = max. 90 °C, und fiir
stabilen Betrieb bis-zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 100 oc
sein kann wdhrend max. 200 Stunden

Vee

502
AAAAA
WWW

O +

Voo = 7v ")
~I¢ = 1,8 A
R, = NTC nr. B8 320 01A/50E 2) .
Ry = max. 50 @
Re = 4Q
Po = max. 4 W
Ipm (Po = max.) = 60 mA, max. 110 mA
dtot(Po = max.) = < 10%3)
Iom (Po = 50 mW) = 6 ma
dtot(Po = 50 mW) = 1,5 % 3)

')2)%) see page 5; voir page 5; siehe Seite 5

938 3507 Tentative data. Vorldufige Daten- 4,
Caractéristiques provisoires
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"),

w
~

Nominal working voltage of a 6 V car accumulator

Tensign de service nominale d'un accumulateur d'auto
de \

Nennwert der Betriebsspannung eines 6 V-Autoakkumulators

The values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance of the secondary of the drlver trans-
former of 2 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent a une
résistance en courant continu de 1'enroulement secon-
daire du transformateur intermédiaire de 2 @

Die Werte dieser Widerstdnde entsprechen einem Gleich-
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 2 Q

Measured with Rp = 100 @ and a negative feedback factor
of two

Mesuré avec Rp = 100 Q et un facteur de contre-réaction
de deux

Gemessen mit RP = 100 @ und einem Gegenkopplungsfaktor
zwel

938 3512 Tentative data. Vorlaufige Daten 5.
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM TRANSISTOR ofthe p-n-p type for use in high gain
class A output stages at voltages of 7 and 14 V with an
output power of up to 4 W

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du’ type p-n-p pour étages
de sortie classe A a amplification €levée a des tensions
de 7 et 14 V et avec une puissance de sortie jusqu'a 4 W

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR flir Klasse A Endstufen mit
hoher Verstarkung beil Spannungen von 7 und 14 V und
mit einer Ausgangsleistung bis zu 4 W

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 32 V -Vgp = max. 10V
~VCE = max. 16 V -Ig =max. 3,5 A
-VCEM = max. 32 V Pc = max. 12,5 W ')
continuous operation o
Tj< service continu = max. 90 “C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0. 2
Tj4 service intermittent = max. 100 °C °)
aussetzender Betrieb
Storage temperature o o0
Température d'emmagasinage = -55°C/+75 “C
Lagerungstemperatur

Temperature, tempéfature, Temperatur

Temperature rise from the bottom
of the transistor to the junction 1,0 C/W

Augmentation de la temperature du K= max. 12 OC/W
fond du transistron Jusqu a la
Jjonction -

Temperatursteigung vom Boden des
Transistors bis am Kristall

1) For tran51stor bottom temperature
> 75 °C: 90-Tp
Pour une température du fond du Pp = max. T
transistron Tp > 75 ©C: )
Fir elng Trdnsistorbodentemperatur
b > 5

2) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full
performance at this temperature is also dependent
upon the type of application

Duree totale 200 heures au max. La probabllite d'opé-
ration optimum & cette température est aussi dépendante
du genre de l‘appllcatlon

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestlmmt

938 3508 Tentative data. Vorl#dufige Daten 1.
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm
301102
1697025 |

Mica insulation
Isolement de mica
Glimmerisolierung

45
301*02

max 39,5
max 20,3 o
o (41101 ) S
S 5 + +
- S 39T005  31T005
t{t | P IE ] ]
5 i LLg JLg
5 L % T8
a0
Insulation tubes ,
Isolateurs de traversee
Durchfiihrungsisolatoren
Characteristics °
Caracteristiques Tamp =25 °C
Kenndaten
Common_base;_Base & la_masse; Basisschaltung
-Icpo (-Vgg = 0,5 V) < 0,1 mA
-Icpo (-Vgp = 14 V) < 20ma ")
Common_emitter; Emettéur_a la masse;_Emitterschaltung
Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fir grosse Signale
IE -VCE ~VBE
(4) (V) (V) OFE
0,03 14 0,17 85
1 1 0,45 75
3 1 0,70 55
') Temperature of transistor bottom = 100 °C
Tempeérature du fond du transistron = 180 °¢
Temperatur des Transistorbodens = 100 ~C
938 3509 Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéris

tiques provisoires




PHILIPS [OC27

Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) T =25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

fae {'VCE =6 V} = 4,5 ke/s

Ig =1A
Vee = 4V
Re = 4 Q
Re = 0Q
ore (FIo = 3 A) g 45
are 3-10 = 0,1 &)

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

(4) —I
33— == =
3,0r— 1
| I
! I
! |
! |
|
! i
1 L
v 1 —Veelv)
—Veex
'Ic = 3 A
the value at which -Ig = 3.3 Awhen -Vgg =17
-Ig = {lavaleur a laquelle -Ig =3,5A si -Vgg =17V
der Wert bei dem -Ig = 3,5 Awenn -Vgg = 1V
~Vezg = 0,4 0,8V
9383506 Tentative data. Vorliufige Daten 3.

3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristlcs as class A output amplifier
(based on Ktot = 4,5 9C/W)

Caractéristiques a' utlllsatlon en am 11flcateur de sortie
classe A (admis que Ktot = 4,5

Betrlebsdaten als Klasse A Endverstarker (basiert auf
Ktot = 4,5 OC/W)

The data below have been designed for contmuous operation
up to Tapp = 45 °C at which T max. 90 ©C, ‘and for
stable operation up to Tgpp = 95 o at which Tj may be
100 OC for max. 200 hours

Les caracterlsthues ci-desgous ont été congues pour

operatlon continue jusqu'a Tagp = 45 OC a laquelle

Tj =90 oc au max., et pour o%gration stable Jusqu'a
Tagb = 55 ¢ a laquelle Tj peut étre de 100 °C pendant
200 heures au max.

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fir Dauerbetrieb
bis zu Tamb = 45 °C wobei Tj = mex. 90 °C, und fir
stabilen Betrieb bis zu Tamb = 55 9 wobei Tj = 100 °C
sein kann wghrend max. 200 Stunden

R2}5
R
" zy Vee
Sy —_— <
N2 L3
gz M3
o +
Voe = 7V
-I¢ = 1,8 A
R, = NIC nr. B8 320 014/50E 2)
Ry = max. 75 Q
Rc = . 4 Q
Po‘ = -max. 4 W
Ipm (Po = max.) = 30 mA, max. 60 mA
dtot(PO = max.) = < 10 % 3)
Ipp (Po = 50 mW) = 3 mA
dtot(Po = 50 mW) = 1,5 % 2)

)2)%) see page 6; voir

page 6; siehe Seite 6

938 3510

Tgntative data. Vorldufige Daten

‘Caractéristiques provisoires
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4 7R06213
| 0C27 28-2-59] -
—Ic HH :
(4] CHT=45CH]
3N ==160mA
W x
= 3 }
=50
X 40
42 - 30
20
\
I
il o0
%
5]
\
1001—I5[mA) 50 0 0 —Vee[V) 120
7
A
0,51
WV
_Nc¢/
_VBE -
(v)
I
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driven by a tube EF 98 (based on Ktot = 45 °C/W)
Caracteristiques d'utilisation en amplificateur de sorti
classe A, commandé par un tube EF 98 (admis que Ktot =
4,5 9C/W)
Betriebsdaten als Klasse A Endverstédrker, gesteuert von
einer Rohre EF 98 (basiert auf Ktot = 4,5 OC/W)

The data below have been designed for continuous operation
up to Tapb = 45 °C at which Ty = max. 90 °C, and for
stable operation up to Tgpb = 95 OC at which Tj may be
100 9C for max. 200 hours L,

Les caracteristiques ci-desgsous ont €té congues pour
operation continue jusqu'a Tagp = 45 °C a laquelle
T3 = 90 OC au max., et pour operation stable jusqu'a
Tagb = 55 °C a laguelle Tj peut &tre de 100 OC pendant
200 heures au max. -

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir g)auerbetrieb
bis zu Tamb = 45 °C wobei Tj = max. 90 °C, und fur
stabilen Betrieb bis zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 100 OC
sein kann w&hrend max. 200 Stunden

Operating characteristics as class A output0 amplifiej

o —

Tr2
E4C 1=
3 4
EF 98 %3
0,01uF
L
B 1000 uF|
. = I
Vi giis P
ST S, =
3 R 28
= =35, ).
° +
Vee = 1wy
-Ic = 0,72 A
R, = NIC nr. B8 320 014/50E *)
Re = 23 @
Po = max. - 4 W
Vi (P, = max.) = 0,72V, max. 0,9 V
dtot (Py = max.) = < 43
Vi (P, =50 mW) = 18 mV
dtot (Py = 50 mW) = 1%
I, (EF98) = 5,5 mA
")*) see page 6; voir page 6; siehe Seite 6
938 3511 Tentative data. Vorldufige Daten 5.

3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Data of the transformers Tr1 and Tr2 from page 5
Données des transformateurs Tr1 et Tr2 de la page 5
Daten der Transformatoren Tril und Tr2 von Seite 5

Core Coil holder Air gap
Noyau Mandrin de bobine| Entrefer
Kern WickelkOrper Luftspalt
ppq | M DT A3 654 53 43 655 50 _
Inr. A3 654 54
Tro | B BT- 28 604 65| 45 455 48 60 p
I nr. 28 604 66
Coil Number of turns Wire Resistance
Bobine | Nombre de tours Fil Resistance
Spule Windungszahl Draht Widerstand
rep | N2 2600 0,18 mm Cu 165 Q
N2 .. 200 0,3 mm Cuf| 5,4 Q
N3 244 0,8 mm Cu 1Q
Ir2 | 116 0,8 mn Cu| 0,52

')

Nominal working voltage .of a car accumulator
Tension de service d'un accumulateur. d'auto
Nennwert der Betriebsspannung eines Autoakkumulators

The values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance of the secondary of the driver trans-
former of 2 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent & une
résistance en courant continu de 1l'enroulement secon-
daire du transformateur intermédiaire de 2 @

Die Werte dieser Widerstinde entsprechen einem Gleich-
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators -von 2 Q

Measured with Rp = 100 @ and a negative feedback factor
of two ’

Mesuré avec Rp = 100 @ et un facteur de contre-réaction
de deux

Gemessen mit Rp = 100 Q und einem Gegenkopplungsfaktor
zwel '

The values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance of the secondary of the driver trans-
former of 5 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent a une
résistance en courant continu de 1l'enroulement secon-|
daire du transformateur intermédiaire de 5 @

Die Werte dieser Widerstinde entsprechen einem Gleich-|
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 5 Q

938 3513 Tentative data. Vorl#dufige Daten 6.
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2-0C30

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class A and B
power output stages at voltages of 7 and 14 V
TYPE 2-0C 30 is composed of 2 transistors OC 30 selected
for operation in a class B circuit with low distortion and
low spread in quiescent currents

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie classe A et B a des tensions de 7 et 14 V
LE TYPE 2-0C 30 est composé de 2 transistrons OC 30 selec—
tionnés pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

P-n-p GERMANTIUMTRANSISTORfiir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 30 besteht aus 2 Transistoren
0C 30 die ausgesucht sind zur Verwendung in Klasse B
Schaltung mit geringer Verzerrung und mit kleiner Streuung
der Ruhestrodme

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vogg = max. 16 V -Ig =max. 1,4 A
-Vepy = max. 32 V -Icy = max. 1,44
-Vop = max. 16 V') Ig =max. 1,54
~Vopy = ma%. 32 V') Igy = max. 1,54
~Vgg = max. 10 V ~-Ip .= max. 0,25 A
-Vgpy = max. 10 V -Ipy = max. 0,25 g

Tj =max. 75 °C
Storage temperature °
Temperature 4'emmagasinage = =55/475 °C
.Lagerungstemperatur

Characteristics at a temperature of 25 °C. of the bottom|
of the transistor (measured with thermo-couple)

Caractéristiques a une température du fond du transistron|
de 25 °C (mesurée avec un couple thermoélectrique)

Kenndaten bei einer Transistorbodentemperatur von 25 “C

(gemessen mit einem Thermoelement

~Icpo (-Vgp = 14 V) = 12 < 40 pA

-Iggo (-VEB = 7 V) = 10 < 40 pA
Ve = 7V
by = 300 ke/s
ab { Ip =0,14 3 /

h Based on an emitter to base impedance of max. 500 @
Fonde sur une impédance entre émetteur et base de 500 @
au max.
Gegrindet auf eine Impedanz zwischen Emitter und Basis
von max. 500 @

938 3220 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
7.7.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_epitter; Emetteur &_la magse; Bmitterschaltupg

-Iggo (~Vgg = 14 V) =0,3 <1 mA
fae -VCE = 7V = 9 kC/S
Ig = 0,14

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

|
|
|
|
|
|
|
v

— ~Vee (V)
cexk
-Ig = 1,4 A
the value at which -IC = 1.55 A when -VCE=1V
-Ig = <la valeur a laquelle -I¢ = 1,55 A si -VCE=1V
der Wert bei dem -I¢= 1,55 Awenn -Vgg = 1 V

-Vepg = 0,25 <05V

Large gignal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse-Signale

Common_emitter; Emetteur A la masse; Emitterschaltung

I =V =V
ARG

0,01 14 | 0,14 32

0,1 7 0,22 36
0,8 1 0,38 28
L,"S 1 0,47 22

,Jbottom of transist?r
Resistance thermique (de la jonction _ [¢]
jusqu'au fond du transistron) K = max. 7,5 "C/W
Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis am Boden des Transistors)

Thermal resistance (gunction to

938 2920 Tentative data. Vorldufige Daten
o Caractéristiques provisoires
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2-0C 30

Dimensions in mm Mica insulation
‘Dimensions en mm Isolement de mica
__ Abmessungen in mm GligperiSQIierung
23 - 23
; W B1 145
JO_Z0 Oy 0 T
c ' v
B
30 S 32 )
14,3 zlf‘_f'___T—_~__"§—ﬂ
Bt ' ’
a W < 23
F% — 131
Lo O | !
I 7 1
& N
O L] ©
“"‘1.‘”.,__. R t
Bore-~hole dimensions for
heat sink o e LéJ
Dimensions des trous dans 5} -
la plaque de refroi- B¢ IS |
dissement S ﬁgﬁ" 48101
Bohrmasse fiir die Kiihl- §

095

platte F% j
~ 30+01
Insulation tubes 4

Isolateurs de trawersée
Durchfiihrungsisolatoren

The parts for insulating the transistor from the heat sink|
can be supplied under No. 56203

Les piéces détachées pour isoler le transistron de la plague
de refroidissement peuvent &tre fournies sous No. 56203

Die Einzelteile zur Isolierung des Transistors von der
Klihlplatte kdnnen unter Nr. 56203 geliefert werden

It is recommended to fix the transistor with screws M3.5

I1 est recommandé de fixer le transistron par des vis M3,5

Es wird empfohlen den Transistor mit Schrauben M3, 5 zZu
befestigen

') Gold plated
DOI‘G
Vergoldet

938 3219 . Tentative data. Vorldufige Daten - 3.
7. 7.1958 Caractéristiques provisoires
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2-OC 30

Characteristics of matched pair 2-0C 30 at a temperature
of 25 OC of the bottom of the transistor (measured with
thermo-couple) . ,

Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C 30 a une tempe-
rature du fond du transistron de 25 oC (mesurée avec un
couple thermoélectrique)

Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 30 bei einer Tran-
sistorbodentemperatur von 25 OC (gemessen mit einem
Thermoelement )

Ratio of apg of the two transistors of the 2-0C 30
(at Iy =0.14, -Vgg=707V) = max. 1.3

(at Ig = 0.8 4, -Vgg = 1 V) = max. 1.3
Ratio of I¢ of the two transistors of the 2-0C 30

(at -VBg =.0.14.V, -Vgg = 7 V) = max. 3
Ra%port de app des deux transistrons du 2-0C 30

a 1Ig v) =

= 0,1 A, -Vgg = 7 = 1,3 au max.

(A4 1y =0,84, -Veg=1V) = 1,3 au max.
Rapport de I¢ des deux transistrons du 2-0C 30

(34 -Vgg = 0,14 V, =-Vgg =71V) = 3 au max.

Verhdltnis von app der zwei Transistoren des 2-0C 30
(vei Ig = 0,174, ~-Veg =7 V) = max. 1,3

(vei Iz = 0,8 A, -Vgg = 1 V) = max. 1,3
Verhdltnis von Ig der zwel Transistoren des 2-0C 30
(bei -Vpg= 0,14 V, -Vgg =7V = max. 3

Operating characteristics as class A output amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A R

Betriebsdaten als Klasse A Endverstdrker Tamb = 25-45 Oq

i
—

k!

Vee

+

938 2921 Tentative data.Vorliufige Daten 4.
Caractéristigues provisoires
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Operating characteristics as class A amglifier continued)

Caractéristiques d'utilisation en amplificateur c%asse ?
suite

Betriebsdaten als Klasse A-Verstdrker (Fortsetzung)

Minimum dimensions (in mm) of heat

sink (blackened Al) 100%120x1.5
Dimensions minimum (en mm) de 1la

plaque de refroidissement (Al

noirci) 100x120x1,5
Mindestabmessungen (in mm) der
Kiihlfldache (Al geschwdrzt) 100x120x1,5
vee = 12 6V
“Ig = 200 410 mA
R1 = max. 50 max. 50 Q@ 1)
Ry = 220 82 0 9)
Rce = 60 12 Q
Iim = 6 15 mA
Vim = 140 170 mV
Po = 1 1w 3)
see page F
a = voir page F

\ siehe SeiteF

Transformer data
Données du transormateur

Transformatordaten
Core Dynamo sheet Alr gap
Noyau FEI42 Tole de dynamo IV; 0,35 mm Entrefer 50 p
Kern Dynamoblech Luftspalt
Wire : enamelled Cu N3 and (N1+N2) bifilarly weund
Fil : Cu émaillé N3 et (N1+N2)bobinds bifilairement

Draht: emailliertes Cu N3 und (N14N2) bifilar gewickelt

Wire diameter | Coil resistance
Coil |Number of turns |piofere gy £i1 | Résistance de
Bobine |Nombre de tours Drahtdurch- bobi
Spule |Windungszahl rahtdurc 1a bobine
messer Spulenwiderstand]
= | N1 92 0,4 mm 0,9 @
'{.T_, N2 208 0,4 mm 2,25 Q
Q| N3 300 0,25 mm 10 @
= N1 108 0,35 mm 1,46 Q
| N2 52 0,35 mm 0,79 @
;’ N3 160 0,35 mm 2,25 Q

3) See page 7; voir page 7; siehe Seite 7
) See page 8; voir page 8; siehe Seite 8

938 2922 Tentative data.Vorldufige Daten .,. 5.

2.2 1Q5R . Narantdrictimann meameed mmdon~
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2-0C30

Operating characteristics of matched pair 2-0C 30 as class B
output amplifier (Tamp = 25 to 55 °C

Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumellg 2-0C30 en
amplificateur de sortie classe B (Tamb= 25-55 °C)

Betriebsdaten eines Transistorpaars 2-0C 30 als Klasse B-
Endverstirker (Tamb = 25-55 ©

c)

B0

A

Vee

Minimum dimensions (in mm) of heat sink
(plackened Al) per transistor (tran-
sistor mounted without insulation) 50x100x1.5

Dimensions minimum (en mm) de la plaque -
de refroidissement (Al noirci). par
transistron (transistrons montés sans
isolement) 50x100x1,5

Mindestabmessungen (in mm) der Kiihlflache
(Al geschwirzt), je Transistor (Tran-

sistor-Montage ohne Isolierung) 50x100x1,5
Vee = 14 7V
-I¢ (V4 =0) = 2x15 2x20 mA
Ra = max. 200 _max.. 100 @ 4)
R5 = 3
R6 = NTC B8 320 01A/4E
R7 = 390 270 .
RE = 0,25 - Q
Ree = 90 28,4 Q
Icm = ) Oa6‘ 14
Vom = 2x195 2x155 mV
Tom = 18 32 mA
Po = 4 I W
a - see page G; volr pageG

. siehe SeiteG
4) See page 8; volr page 8; siehe Seite 8

938 2923 Tentative data.Vorldufige Daten .. 6,
Caractéristiques provisoires )
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Operating characteristics of 2-0C 30 as class B amplifier
(continued

Caractéristiques d'utilisation du 2-0C 30 en amplificateur|
classe B (suite

Betriebsdaten der 2-0C30 als Klasse B-Verstirker(Fortsetzung)

Data of the driver stage with 0C72
Donnees de 1'étage préamplificateur avec 0C72
Daten der Treibverstufe mit 0C72

Minimum dimensions of the heat sink 12 cm2
Dimensions minimum de laplaque de P
refroidissement 12 cm
Mindestabmessungen der Kiihlfliche 12 cm
-VCcE = 8,2 4,9V
-Ic = 5,4 10,6 mA
R1 = 15 3,3 k@
Rp = 8,2 1,2 kQ
R3 = 820 150 @
I3 (Po = 50 W) = 3,7 10 pA

Data of the transformers Trj; and Tr
Données des transformateurs Trj €t %rg
Daten der Transformatoren Trq und Trp

Core Dynamo sheet Air gap
Noyau | T8le de dynamo | Entrefer
Kern Dynamoblech Luftspalt
Trq Vee = 14 V| EI42 IV; 0,35 mm 20 p
Vee = 7 V| EI48 IV; 0,35 mm 20 p
., | V€ = T4 VI EI48 [ IV; 0,35 mm 50 b
2|vge = 7 v|E148 IV; 0,35 mm 20 p

Wire of all windings . enamelled copper
Fil de tous les enroulements: cuivre émaillé
Draht aller Wicklungen . emailliertes Kupfer

1) Ry is used for adjusting -Ig
R1 est utiliseé pour le réglage de -Ig
R1 dient zur Einstellung von -Ig

2) To diminish the influence of fluctuations in Vgc it is

recommended to use an incandescent lamp (12 V/50 mA
or 6 V/50 mA)instead of R

Afin de diminuer 1'influence de fluctuations de V¢ il
est recommande d'utiliser une lampe & incandescence
(12 V/50 mA ou 6 V/50 mA) au lieu de Ry

An Stelle von R2 wird zur Verringerung des Einflusses von
Knderungen in Vce die Verwendung eines Gliihlampchens
(12 V/50 mA bzw. 6 V/50 mA) empfohlen

938 2924 Tentative data.Vorliufige Daten 7.



oc3o| PHILIPS
2-0C 30

Wire of all windings ¢ enamelled copper
Fil de tous les enroulements: cuivre émaillé
Draht aller Wicklungen : emailliertes Kupfer
Coil  |Number of turns|Wire diameter
Bobine|Nombre de tours|Diamétre du fil
Spule |{Windungszahl Drahtdurchmesser
Voo = 14 V N1 1760 0,12 mm
T N2 2x220 0,3 mm °
T -
Voo = 7V N1 1020 0,2 mm
N2 2x170 0,4 mm
Nj 128 0,45 mm
i
Veg = 14V N2 42 0,7 mm
N3 42 0,7 mm
Try N4 128 0,45 mm
N1 55 0,7 mn
Vo= 77 N2 45 0,7 mm
N3 45 0,7 mm
N4 55 0,7 mm

3) Max.output power in the primary of the output transformer
Puissance de sortie max. dans le primaire du transfor-
mateur de sortie
Maximale Ausgangsleistung an der Prim&rseite des Aus-
gangstransformators

4) R4 is used for adjusting -I¢
R4 est utilisé pour le réglage de -Ig
R4 dient zur Einstellung von -Ig

938 2925  Tentative data. Vorl#ufige Daten 8.
Caractéristiaues provisoires
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7R05758

da TFH0C 30 6-1-58
\ d3+5
(%) —Vec =7V
7Emb=25°c
4
2 d2+4
0
0 1 2 3 4 Pp(W) 5
2-0C30 in class B
2-0C30 en classe B
2-0C30 in Klasse B
d Vee =14
(°/3' Tomb=25°C
I 345
5
o d2+4
I
0 H
0 1 2 3 4 P(W) 5

3.3.1958 G
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2-0C 30

1) Temperature of tronsistor bottom=Tamb ?
2)With heat sink 100x120x1.5mm blackened Al R
3)With heat sink 50x100x.5mm blackened Al s
4)Without heat sink Ol
7 1) Température du fond du transistron="Tamb RIS
2) Avec plaque de refroidissement 100x120x],5mm Al noirci
—_ 3) Avec plaque de refroidissement 50x100x1,5mm Al noirci
> 4) Sans plaque de refroidissement
= 1) Temperatur des Transistorbodens=Tamb
g 2} Mit Kiihlblech 100x120x,5mm Al geschwdrzt
Sg 3) Mit Kiihiblech 50x100x15mm Al géschwirzt
2 \ 4) Ohne Kiihlblech
Q 1 TTT
T
e
5 N
la)
=
4
N
2) N
3
4—%
<L
0 A
3) K% "
4—
42
7 = ) 'v-“[f N
/ =..5 5 DC W
] — N
0 - —
25 35 45 55 65 Tamb(C) 75

H
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction especially suitable for converter and mixer-
oscillator applications

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre spécialement propre aux applications
de convertisseur et de mélangeur-oscillateur
p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell zur
Verwendung als Frequenzumformer und als Mischer-Oszillator

Dimensions 1in mm

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max15 min 37
4 —=

= T
max 1,5 <

8
S

owm
VAl
max5,2

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

-V¢B = max. 15V -Ic = max. 5 mA
-VcBM = max. 15V -Icy = max., 10 mA
~VCE See page CC .Ip = max. 5 mi
_ Voir page _
VCEM Siehe SeiteC Iy = max. 10 ';A
- = See page
VEB = max. 12V Pq Voir page D
-VEBM = max. 12V Siehe Seite D
continuous operation °
T3 service continu = max. 75 °C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0.3
T4 service intermittent = max. 90 "C°)
aussetzender Betriebd
Storage temperature 0
Température d'emmagasinage = =55/+75 °C
Lagerungstemperatur
1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor
2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3)Tc:t:;l duration max. 200 hours
Duree totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden
938 2915 T.

12.12.1958
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Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

Tamp = 25 °C

Min.
~Icpo (Vg = 2 V) = 0,5
-Icpo (-VgB = 15 V)
-Igpo (~VEB = 2 V) = 0,4
~Iggo (~VEB = 12 V)
fap (V0B = 6Ty = 5o s

Common_emitter; Bmetteur & la I

-Iggo (<Veg = 27V ) = 25

y ~-VCE= 6V g _ ,

VBE éIE . Tm = 150 » 125
~-VcE= 6V 3 -

aFE EIE - Im = 100 > 45

Small signal characteristics
Caractéristiques pour petits signaux
Kenndaten flir kleine Signale

1)see page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Tamd = 25 %C

Cple
rpb’ 1 ”
bo—\— 2 A c.
‘gblc
Vel Qb'e%E %Cb'e QmWel %%ch
e PN
' Min.
Measured at -VCE =
Mesurees & T = 1
Gemessen bei E -
’ Co'c = 10,5 > 7
Ch'e = 410
&ce = 40
&b'e = 390
&gb'c
&m = 39
I'bh! = 110
rppt/fab = 723 > 359

Max.
< 2,0 pA
< 10 pA
< 2,0 pA
{ 40 pA

< 30 Mc/s

< 75 pA
< 185 mV

<225

Max.
v

mA

< 14 pF

pF
< 100 ph/V
pa/Y
< 0,5 pa/v
v mA/V
<2500 1)
< 20 @s/ic

938 3350

2.
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass
construction especially suitable for I.F. use
TRANSISTRON H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
construction tout-verre spécialement propre pour l'utili-
sation a M.F.

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell
zur Verwendung bei Z.F.

Dimensions 1in mm

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 15 min37 __,

e
= =

=

1)

043

max15

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vcp = max. 15V -Ic = max. 5 mA
-VeBM = max. 15V -IcM = max. 10 mA
-VCE See page CC IE = max. 5 mA
Voir page
-Vemk | siene’Seite C Ipy = max. 10 mA
- = See page D
VEB = max. 12V Pg Voir page D
-VEBM = max. 12 V Siehe SeiteD
continuous operation o
Ty service continu = max. 75 °C
Dauerbetriebd
intermittent operation 0.3
Ty service intermittent = max. 90 “C’)
aussetzender Betriebd

Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55/+75 °¢

)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max,
Gesamtdauer max. 200 Stunden

12.12.1958 938 2941 1.
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Characteristics o
Caracteristiques Tamb = 25 C
Kenndaten
Common_baseg; Base a la_masse; Basisschaltung
Min.
-Icgo (~Vep = 2V ) = 0,5
-Icgo (-VeB = 15V )
-Izggo (-VEB = 2V ) = 0,4
-Iggo (~Vgs = 12 V)
I A R

Max.
< 2,0 pA
< 10 pA
< 2,0 pA
< 40 pA

< 12 Me/s

-Iggo (-Vgg= 2V ) = 12 < 40 pA
-VBE &ECE z 16 ;Ag = 170 >145 < 195 mV
Vg = 67 3 -
aFE éIE = 1m) < 50 > 25 <125
Small signal characteristics o
Caracteristigues pour petits signaux Tamb = 25 C
Kenndaten fir kleine Signale
Ch'e
I
bg—smni—y 2 ¢
gbc
lhe| gb,éi =Cp'e Qm%'el? égce Vee
4 S S
Min. Max.
Measured at J—VCE = 6 v
Mesurees a =
Gemessen bei | 1E = 1 ni
Co'c = 10,5 > 7 < 14 pF
Cbte = 1000 oF
&ce = 15 < 40 pA/vV
&b'e = 760 A/ v
8b'c <0,5 ub/v
ém = 39 mA/V
Tbb! = 75 <200 o)
—_ roo'/fer = 12,5 > 5 < 30 Qs/Mc
1)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 3351 2.
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermetiquement pour les préamplificateurs de prothéses
auditives .

p-n-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehiuse fiir die Vorstufen
von Horgerdten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Le point rouge marque la connexion
du collecteur

Der rote Punkt indiziert den Kol-

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

lektoranschluss

max4 . 37
=g H
B =y
E 5

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VgB =max. 7V -Ic (tgy = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vcpy = max. 7 V -Icu = max.10 mA
-Veg = max. 3 V') Ig (tgy = max.20 msec) = max. 5 mA
-VeEy = max. 7 V') Igy = max.10 mA
-VER = max. 7V g = mex.10 m#’)
-VEpy = max. 7 V Ty = max.55 °C

Storage temperature o o
Temperature d'emmagasinage = -55°C/+55 C

Lagerungstemperatur
Characteristics °
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common base; Base & la_masse; Basis schaltung
~Icpo (-Vep =2 V) = 1,5 pi

~IcBo (~VeB = 2 V; Tamp = 35 °C) = 3,5 pa
-Igpo (Vg = 2 V) 1,5 ph
_ F  (-Vgp=2V; Ig=0,5m) < 10 dB
2’) ZBE = max. 10 kQ

) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

938 3362 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) o
== | Caractéristiques (suite) Tamp = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur_a la masse; Fmitterschaltung

~I¢go (-Vcg = 0,5 V) < 100 ph
~Iggo (~Vgg = 0,5 V; Tagp = 35 °C) < 300 pA

Small gignal characteristics at [ Tamp = 25 °C
~—>| Caractéristiques pour faibles signaux a -V =0,5V
Kenndaten fir kleine Signale bei CE=0»

IE =0,25 mh

h-parameter measured _ _
at £ =.1 ke/s Iz = 8 wa
pargmétre h mesuré -VBE =120 oV
& £ =1KkHz hote = 35 520
h-Parameter gemessen fae - = >10 ke/s

bei £ = 1 kHz

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1'air libre K £1,5 °c/mw
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

938 3363 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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2

PCmax=maximum permissible P¢

Cmax Pcmax="Pc admissible au max.
x=maximal erlaubte PC

(mW)

PCma

0C57 4-3-"50)

10

35

45

55 Tamb

°C,

65
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermétiquement pour les préamplificateurs de prothéses
auditives .

p-n-p-GERMANTUM-FLACHENTRANSISTCR in Subminiaturtechnik mit

!

T

hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse flir die Vorstufen]<—

von Horgerdten

The red dot indicates- the collec-
tor connection

Dimensions in mm
" Le point rouge marque la connexion
Dimensions en mm au collectour

Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss

max4 37
==

c

®
m I1,1
max3

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vop = max. 7 V ~-I¢ (tgy = max.20 msec) = max. 5 mA

-Vepy = max. 7 V ~Icu = max.10 m4

-Vog = mex. 3 V') Ig (tay = mex.20 msec) = max. 5 m4

~Vogy = max. 7 V') IEn = pax.10 mA

-Vgp = max. 7 V Bg = max.10 m#?)

~-Vgpy = max. 7 V T = max.55 °C
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55°C/+55°C
Lagerungstemperatur

Characteristics °

Caractéristiques Tamp = 25 C

Kenndaten

-IcBo (-VCB =27V) =1,5 pA

~IcBo (-VeB = 2 V; Tamp = 35 °C) = 3,5 pA

-IgBo (-Vgg = 2 V) = 1,5 ph

F (<Vcp=27V ; Ig = 0,5 mA) < 10 dB

1) 7BE = max. 10 kQ

) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

938 3362 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) Tomn = 25 oc

—> 1} Caractéristiques (suite)

Kenndaten (Fortsetzung)

-IcEo(-VeE= 0,5 V) < 100 pA
“IEo(-VCE = 0,5 V; Tapp = 35 °C) < 300 pA

s e I
Caracteristiques provisoires

Small signal characteristics at . | Tamb = 25 %¢
—>| caractéristiques pour faibles signaux a | _y, = 0,5V
Kenndaten fiir kleine Signale beil CE =0
I =0,25 mA
h-parameter measured _
at £ = 1 ke/s -IB = 45 T8
param¢tre h mesuré -vpg = 120 oV
’ af =1%kHz _ 55 > 30
h-Parameter gemessen h21e =
bvei £ = 1 kHz fae = > 10 ke/s
Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur
Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la < o
jonction en l'air libre XK 21,5 °C/mW
Temperaturerhthung des Kristalls in
freier Luft
938 3364 Tentative data. Vorlsdufige Daten 2.
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Pcmax

mW)

PCma.

PC magx= maximum permissible P 0C57 4-3-"51
Pemax=Pc admissible au max.
«= rmoximal erloubte Pg

i0

35

45
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métalligue scellee
hermétiquement pour les préamplificateurs de prothéses
auditives

p-n-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse flir die Vorstufen
von Horgerdten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Le point rouge marque la connexion
du collecteur

Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss

max4 37
==H

]

<

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vcp =max. 7V -Ic (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vcpy = max. 7 V -Icu = max.10 md
-Vog = mex. 3 V') Ig (tgy = max.20 msec) = mex. 5 mA
-VegEy = max. 7 v Ixy = max.10 mA
-VER = max. 7 V Pc = mex.10 mW?)
-Vgpy = max. 7 V T; = max.55 %

Storage temperature o o
Température 4'emmagasinage = -55°C/+55°C

Lagerungstemperatur
Characteristics °
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common base; Base & la_masse; Basis schaltung
-IcBo (-Vgp = 2 V) =1,5 pa
-IcBo (~VeB = 2 V; Tamp = 35 %) = 3,5 pa
-Iggo (-VEB = 2 V) = 1,5 ph
F (<Vgp =2V ; Ig = 0,5 mA) < 10 B

») ZBE = max. 10 k@

!

T

) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

938 3362 Tentative data. Vorl#ufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) o
—>| Caractéristiques (suite) Tamp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)

-Icgo (-Vgg = 0,5 V) < 100 pA
-IcEo (-VCE = 0,5 V; Tamb = 35 °C) < 300 uh

Small signal characteristics at . Tamb = 25 °C
—> | Caractéristiques pour faibles signaux a -V = 0,57V
Kenndaten fiir kleine Signale bei £ !
I = 0,25 mA
h-parameter measured = 3,5 A
at £ = 1 ke/s <IB ’ "
paramétre h mesuré -VBE = 120 v
a £ =1KkHz ho1e = 80 > 50
h-Parameter gemessen fae = > 10 ke/s

bei £ = 1 kHz

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la < o
jonction en 1'air libre K = 1,5°C/mW
Temperaturerhdohung des Kristalls in
freier Luft

938 3365 Tentative data. Vorliufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n~p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the output stage of hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite metalllque scellée
hermetiquementpcur 1'étage de sortie de prothéses auditives

p-n-p-GERMANTUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse fiir die Endstufen
von Horgeridten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Le point rouge marque la connection
du collecteur

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss
max4
C o
. Eﬁ
3 8

Limiting values -(Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

-Vep = max.7 V -I¢ (tay = max.20 msec) = max. 5 mA

[}

-VeBM = max.?7 V -Icu = max.10 mA
-Veg = max.3 V') Ig (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
~Vepy = max.7 V') Imy = max.10 mA
-Vgg = max.7 V P = max.10 m¥?)
-VEpM = max.?7 V. Tj = max.55 °C
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55°C/+55°C
Lagerungstemperatur
Characteristics 7 = 25 o¢
Caractéristiques amb =
Kenndaten
Common_base; Base a la_masse; Basisschaltung
-Iceo (-Ve = 2 V) = 1,5 pA
-IcBo (-VeB = 2 V; Tapp = 35 °C) = 3,5 pa
-Iggo (-Vgg = 2 V) = 1,5 pa

F (Vg = 2 V; Ig

1
o
v
3
A
-
Ul
o
s]

') zpg = max. 10 k@
2) See also page D; voir aussi page D; siehe auch Seite D

938 3366 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) Tamp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)

~-ICE0 (-VCE = 2 V) < 120 pA
-ICEQ (~VCE = 2 V; Tamp = 35 °C) < 360 "y
-Ic  (-VcE = 2 V; -IB = 3,7 < 5,4 mA

Collector knee voltage
Tension de coude du

collecteur

Kniespannung des Kol=-
lektors

-Ic = 10 mA

the value at which <I¢ = 11 mA wheu -VCE = 1V
~-IB = la valeur a laquelle -I¢ = 11 mA si -VCE =1V

der Wert bei dem =Ic = 11 mA wenn -VCE =1V
-VCEK = 0,18V < 0,25V

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la < °
jonction en 1'air libre K = 1,5 “C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

938 3367 "~ Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caraptéristiques provisoires.
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0C70

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 15

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, sultable for general purposes
TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages généraux
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

min37

o wm

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Veg = max. 30 V 3) Ig
~VeEM = max. 30 V 3) IEM
-Ig = max. 10 mA ~-I3
~Ipy = max. 50 mA ~Iny

see page N
Pg voir page N
siehe Seite N
continuous operation
Ty < service continu
Dauerbetried

intermittent operation
Ty < service intermittent
aussetzender Betrieb

Storage tﬂmperature
Température d'emmagasinage
Lagsrungstemperatur

v——/zy

max ‘;’5

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

= @max.
= MaxX.

JHli

.

——
‘\*;
<

12 maA
55 mA
2 mA
5 ma

= max. 75 9C

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor
2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)4)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

= max. 90 oC %)

-55/+75 °C

3.3.1958 938 2946
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Characteristics
Caractéristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten

Common_base; base 3 la masse; Basisschaltung

re Ierm re
e ——()— W
2n
o ; o
Min. Max.
Measured at |-VcB = 2 v
Mesuré a _ )
Gemessen bei | “1E = 0,5 mA
= 1000 c/s
re = 39 0
rb = 1000 2
re = 1,43 ua
'nm = 1,38 MO
hitp = 71 > 58 <88 @
=h21b = 0:968 > 0,952 (01976
h22p = 0,7 < 1,3 pA/v
2o = 7.1074
-IcBo(-VCB = 4,5 V) = 5 <12 pA

3)These values are permissible at VBg 2 0.1 V. See also
page M
Ces valeurs sont admissibles a VBE 0,1 V.Voir aussi
page
Diese Werte sind erlaubt bei VBE 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M

4)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilite d‘'opération
optimum a cette température est aussi dependante du genre
de 1'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wir auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 2344 2.
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PNP JUNCTION TRANSISTOR TRIODE, in all glass construction,
especially suitable for hearing-aids
TRANSISTOR A JONCTION PNP TRIODE, de construction tout
verre, specialement convenable pour des appareils pour
sourds
PNP FLACHENTRANSISTORTRIODE in Allglastechnik,besonders
geelgnet fir Schwerhdrigengerdte
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm
9 max 15 min37
e < N
b = ;i ) =]
-t o ==
c
2}— lj )
max15 ;’-
Mounting position: any ,
Montage ¢ a volonte
Einbau . beliebig
Typical characteristics °
Caractéristiques types tamb = 25 C
Kenndaten
Common base -Ve = 2 v
Base a la masse - -
Basisschaltung Ie = 0,5m
f = 1000 c¢/s
Te = 39 @
D = 1000 Q
re = 1,43 MQ
rm = 1,38 MQ
ny, ) = 7
4
-h,, ) = 0,968
5
h,, ) = 0,7 uA/v
6 -
hy, O = 7.107*
~Ico(-Vg = 2 V)= 8 uA
1)Not gold-plated; non doré; nicht vergoldet
2)The red dot indicates the collector
Le point rouge marques le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor
3)4)5)6)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

7.7.1955 939 0965
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Common emjtter
Imetteur a la masse

Emitterschaltung

-Ve! = 2V
-Io = 0,5 mA
f = 1000 c¢/s
n,, ) = 2200 Q
hyy! ;) = 30
hy,! ) = 23 pA/v
hypt o) = 9,107
~Ieo' (-Vg'= 2 V) = 110 pA

Noise factor gtamb = 25 OCE

Coefficient de bruit (-Ve' = 2 v 7) 10 dB

Rauschzahl -I¢ = 0,5 mA

Rise of junction'temperature,in free air

Elevation de température de la jonction, °

a 1'air libre Aty = 0,4 ~C/mW
Temperaturanstieg der Ubergangsschicht,

in freie Luft

Characteristic spread and range values
Valeurs caractéristiques de déviation et de gamme
Characteristische Streuungs- und Bereichsdaten

tamp = 25 °C
at  -Vg' = 4,5 T 4,5 v
2. “Iv = 10 250 7y
ei
min. max. min. max.
-Ic = 0,21 0,65 4,6 13,2 mA
' = 75 150 200 385 mv
-Ico' (-Vg' = 4,5V ) = max. 225 pi
Net weight
Poids net ca., 0.6 g
Nettogewicht

3)4)5)6)7) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

939 0966 2.
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Caractéristiques limites
Grenzdaten

=Ve! = max. SV
—ch' = max., 10V
-Ic = max. 10 mA
Ie = max. 10 mA
e = max, 25 oW
tamy = max. 45 °

3)Input 1mpedance. ,output short-circuited
Impédance d'entrée, la sortie en court-circuit
Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang

4)Current transfer ratio, output short-circuited
Coefficient d'amplification de courant, la sortie en
court-circuit
Stromverstdrkung bei kurzgeschlossenem Ausgang

)Output admittance, input open,
Admittance de sortie, 1'entrée a circuit ouvert
Ausgangsleitwert bei offenem Eingang

)Reverse voltage ratio, input open
Rapport de réaction de tension, l'entrée a circuit ouvert
Spannungsrickwirkung bei offenem Eingang

7)f = 1000 c¢/s, source-impedance = 500 @
£ = 1000 ¢/s, impédance de la source = 500 Q
f = 1000 Hz, Quelleninnenwiderstand = 500 Q

7.7.1955 939 0967 3.
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Common emitter
Emetteur a la masse
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Common base
Base a la masse

7R04700 Basisschaltung
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Small current curves Common base
Courbes pour petits courants Base a la masse
Kurven fiir kleine Strome Basisschaltung
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Common base
Base @ la masse
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Commgn base
Base & la masse

7R04701 Basisschaltung
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Common emitter
Emetteur & la masse

TRO4716 Emitterschaltung
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Common emitter

Emetteur ¢ la masse
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Common emitter
Emetteur & la masse
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GERMANTUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages generaux
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglaste chnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmgssungen in mm

. max15 min37

-

)
Ry

max15 <

|

owm

]

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

~Veg = max. 30 V 3) Ip = max. 12 mA
~Vomy = max. 30 V 3) IEyM = max. 55 mA
=Ic = max,. 10 mA -I3 = max. 2 mA
~Igy = max. 50 mA -Ipy = max. 5 mA

see page N
Pe voir page N
siehe Seite N
continuous operation
Tj < service continu = max. 75 9C
Dauerbetried
intermittent operation
Ty < service intermittent = max. 90 OC 4)
aussetzender Betrieb

Storage temperature
Température 4'emmagasinage = =55/475 OC
Lagerungstemperatur’

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzimnt

3)4)See page 2; voir page 2; siehe.Seite 2

3.3.1958 ., 938 2946 1.
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|Characteristics
Caractéristiques Tamp = 25 °C
' Kenndaten

Common_base;_Base i la_masse;_Basisschaltung

re Ietm
e~ MWW ¢
<
o- 3 o
Min, Max, v
Measured at Ve = 2
Mesuré a -Ig = 3 mA
Gemessen bei £ = 1000 C/S
Te = 675 ‘ Q
Iy = 500 Q
re = 625 kR
'm = 611 kQ
hi1py = 17 >10 2% @
-h21» = 0,979 0,968 <0,987
hoop = 1,6 2,7 pa/N
hizp = 8.1074
-IcBo (-VcB=4,5 V) = 4,5 <12 pA

3)Ihese values are permissible at Vpg 2 0.1 V. See also
page M
Ces valeurs sont admissibles & Vgg 2 0,1 V. Voir aussi
page M
Diese Werte sind erlaubt bei Vgp 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M

4)Total duration max. 200 hours., Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application
Durée totale 200 heures au max. La probabilite d'opération

optimum a cette température est aussi dépendante du gemre
de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bel dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 239 2.
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PNP JUNCTION TRANSISTOR TRIODE, in all glass construction,
especially suitable for hearing-aids

TRANSISTOR A JONCTION PNP TRIODE, de construction tout
verre, specialement convenable pour des appareils pour
sourds

PNP FLACHENTRANSISTORTRIODE,1in Allglastechnik, besonders
geeignet fir Schwerhorigengerite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

) max-15 min 37
e g ]
o’ _
¢
% ~r
max15 =3
Mounting pos1tion any
Montage a volonté
Einbau : beliebig
Typical characteristics °
Caractéristiques types tamb = 25 C
Kenndaten
-Ve = 2V
-I¢ = 3 mA
Common base f = 1000 ¢/s
Base a la masse r = 6,5 @
Basisschaltung € . !
Ty = 500 @
re = 625 kQ
T'nm = 611 kQ
3
hy, ‘) = 17 @
—hz‘5 = 0,979
h,, s) = 1,6 pA/v
h,, % = B8.107¢
~Ico(-Ve = 2 V) = 8 pA

T)Not gold-plated; non doré; nicht vergoldet
2)The red dot indicates the collector

Le point rouge marques le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

3)4)5)6)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
7.741955 939 0968 T,
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Common emitter
Emetteur a la masse

Emitterschaltung
-Ve! = 2V
_Ic = 3 mA
1000 ¢/s
Byt :) = 800 @
ng ' 2 =
hy,! ) = 80 uA/v
6

hyo' ) = 5.107
“Ieo'(-Ve' =2 V) = 150 A

Noise factor tamb = 25 °C

Coefficient de bruit (-Ve' = 2V 7) 10 4B

Rauschzahl -I¢ = 0,5 mA

Rise of Junction temperature,in free air

Elevation de temperature de la Jjonction, °

a l'air libre Aty = 0,4 “C/mW

Temperaturanstieg der Ubergangsschicht,
in freie Luft

Characteristic spread and range values
Valeurs caractéristiques de deviation et de gamme
Characteristische Streuungs- und Bereichsdaten:

tamb = 25 °C

at V¢! = 4,5 4,5 v
Se1 Id = 10 250 pA
J — J W—
min. max. min. max.
-Ic = 0,36 1,20 752 21 mA
-Vp' = 80 155 210 385 mV
-Ico' (-Vg' = 4,5 V) = max. 325 phA
Net weight
Poids net ca. 0,6 g
Nettogewicht

3)4)5)6)7)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

939 0969 2.,




PHILIPS |OC 71

Caractéristiques limites :
Grenzdaten =

-Ve! =max. 57V
-ch' = max., 10V
~I¢ = max. 10 mA
Ie = max. 10 mA
We = max., 25 oW
tamb = max. 45 °C

3)Input impedance, output short-circuited
Impédance d'entrée, la sortie en court-circuit
Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang

4)Current transfer ratio, output short-circuited
Coefficient d'amplification de courant, la sortie en court
circuit
Stromverstidrkung bel kurzgeschlossenem Ausgang

5 )Output admittance, input open
Admittance de sortie, 1'entrée a circuit ouvert
Ausgangsleitwert bei offenem Eingang

)Reverse voltage ratio, input open
Rapport de réaction de tension, 1l'entrée & circuit ouvert
Spannungsriickwirkung bei offenem Eingang

7)f = 1000 c/s, source-impedance = 500 Q
f = 1000 ¢/s, impédance de la source = 500 Q
f = 1000 Hz, Quelleninnenwiderstand = 500 Q

7.7.1955 239 0970 ' 3.
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Common emitter
Emetteur & la masse
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€ommon base

OC 71

Base a la masse
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Common emitter

Emetteur d la masse

0,2

[} oo R
3 S ESIRIRI| | 11 9R I8 o
Q ] 11 |l log §a | | ]
¥ S
— _—_
L[}
M. Q >
2 =~
£ 7o)
£ S
3 |
Hd
D
-~
uo“
IS
w <
S
|
HWZ
unilll N 1
1 v S
unifS ]
1,9
e 1 &
L
'
o1+ T ~ o N
M.“#.T_HIAH | \.V}_N\\ =% S
Rl LS = 1 =
SI ] N ==
&R I = | h
1% T | T
o 1 I 1

7.7. 1955



OC 71

7R04704

PHILIPS

Common emitter
Emetteur ¢ la masse
Emitterschaltung
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Common base
<
Base ¢ la masse

7R04711 Basisschaltung
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Common base
Base & la masse
7R04710 Basisschaltung
C 71 22-6-"55 |
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Common e(nitter
Emetteur a la masse
7R04717 Emitterschaltung 25
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Common base
Base a la masse
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Common .emitter
Emetteur a la masse
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Common egriz‘ter
Emetteur d la masse
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PHILIPS R-0C72

MATCHED PAIR OF PNP JUNCTION TRANSISTORS, in all glass
construction, for use in 200 mW class B output stages
COUPLE DE TRANSISTORS A JONCTION ENP, de construction tout
verre,pour utilisation dans des etages de sortie, 200 mW
classe B

ENP FLACHENTRANSISTORPAAR, in Allglastechnik, zur Verwendung
in 200 mW Klasse B Endstufen

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmesdungen in mm

8 max20 min37
S
e % o e
5 TR ﬂgﬁ
2)—"11) Q
max15 <
Typical characteristics geach transistor)
Caractéristiques types (chaque transistor)
Kenndaten (jede Transistor)
tamb = 25 °C
Common base Common emjtter
Base a la masse Emetteur a la masse
Bassisschal tung Emitterschaltung
-Ieo(-Ve=bV) = 4,5 pA -Ip = 0,1 2 mh
~Ico(-Ve=6V) = 6,5 pA ~Ve! = 1 1V
-Ie = 4 87mk
~Vp' = 140 400 mV
“Too'(<Ve'=6V) = 130 u4

fot! (-Ig= 20 mA) > 10 ko/s

Rise of junction temperature,in free air

Elévation de température de la jonction, On 1
a l'air libre aty = 0,3 ~C/uW
Temperaturanstieg der Ubergangsschicht,

in freie Luft

)Mot gold plated
Non dore
Nicht vergoldet
2)The red dot indicates the collector
Le point rouge marques le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

939 0971 Tentative data,Vorldufige Daten 1e
74741955 Caractéristiques provisoires
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lMatched pair of transistors (tamb,= 25 °¢)
Couple de transistors (tamb = 25 ~C)
Transistorpaar (tamb = 25 OC)
At -Ib = 2 mA the relative differences in collector
current are ¢ 30%
A ~Ip = 2 mA les differences entre les courants
des collecteurs sont ¢ 30%
Bel -Iy = 2 mA sind die relative Abweichungen der
Kollektorstrome < 30%
Limiting values (each transistor)
Caractéristiques limites (chaque transistor)
Grenzdaten (jede Transistor)
bamb = 45 °C
~Ic = max, 45 mi
—Icp = max. 110 mA
Ie = max, 45 mA
Iep = max, 110 mA
e = max. 45 oW
ty = max. 60 °¢C
Commop base Common emitter
Base a la masse Emetteur a la masse
Basisschaltung . Emitterschaltung
Ve =max., 13V V! = max. 6,5 V
-V = . =Ve! = . 13V
cp max., 26 V Ve P max 3
939 0972 Tentative data.Vorliufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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Determination of the-peak power ratings

For a pulse duration, shorter than the temperafure stabi-
lisation time

Py ; Ty max ~ Tamb = Kj-amp x P

Ky

For a pulse duration, shorter than-the temperature -stabi-
lisation time E -

_ T3 max = Tamp

- Kj-amb

i)
t = pulse duration '
t = pulse period
§ = t/t] = duty factor
P = constant power dissipation
Pp = permissible pulse power dissipation over P
K¢ = function of t and § (see page H)

Kj-amb = value of Kt for durations longer than the temper-
: ature stabilisation time ')

TJ maximum permissible junction temperature
Tamb = ambient temperature
Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)

Example: to determine the peak power rating for P = 150 nW;
t =1 msec, § = 0,02 and Tagp = 25.°C
From t =1 msec apd & = 0,02 it follows that
Kt = 0.0075 OC/mW (see page H).

b - 75.- 25 - 0.3 x 150 _
Pp = 5007 ~ 665 mW

) Kj-amp *s the thermal resistance between junction and
- “ambience (with cooling fin and heat sink of at leas
12.5 cm? Ky-amb = max. 0.3 OC/uW, see page 4)

14141962 722 0967 11,
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Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la température

Pp = Tj max = Tamp - Kj-amb X P
Kt

Pour une durée d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la température

_ Ty max = Tamp _
Pp = X P
J-amb
P 4
t
=
P
{P —["
} i —=t

= durée de 1'impulsion

tq = période de 1l'impulsion

1) = t/ty = facteur de marche

P = dissipation de puissance continue

Pp = dissipation de puissance d'impulsion admissible

au-dessus de P
Ky = fonction de t et § (voir page H)

Kj-amb = valeur de K¢ pour une durée plus longue que la
durée pour la stabilisation de la température 1)

Ty max = température des jonctions maximum admissible
Tamp = température ambiante

Durée pour la stabilisation de la température = 300 sec
(voir page H

Exemple: Déterminer la valeur limite de la puissance de
créte pour P =150 wW, t = 1 msec, & 0,02 and

Tamb = 25 OC
Pour t = 1 msec et & = 0,02 on peut lire de 13
page H que Kt = 0,0075 o6/ mw

I1 en résulte: Pp = z '0230"50 X150 _ 665 mw

) KJ amb est la résistance thermique entre les jonctions

t l'ambiance (avec ailette de refroidissement et

plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins Kj-amb =
max. 0;3 OC/m¥, voir page 4).

722 0968 12,
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Common e\mitter
Emetteur a la masse
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OC72
0C72

250 7R05547
PCmax= maximum permissible Pc 0C72 5-6-'57
Pt mox =Pc admissible au max.
Ptmax =maximal erlaubte Pp
200 a:Without cooling fin
Tmax Sans ailette de refroidissement
’ W) Ohne Kiihlschelle
m b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5¢m2.
Avec ailette de refroidissement 56200
b montée d une plaque de refroidissement
N de 12,5cm?2 au moins. .
150 N Mit Kihlschelle 56200 auf einer zusdtz-
N lichen Kiihlfldche von mindestens 12,5¢cm?
montiert.
N
N
c \
N
N
100
N
N
N
50 \\
N
AN
\N
\
0 ‘
25 45 65 85 Tomb(°C
5.5.1957 G
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction with metal cover; designed for class A and B
output stages for battery voltages up to 9 volts and power
outputs of approximately 1 watt. The transistor can be
‘provided with a cooling fin for mounting on a heat sink.
TYPE 2-0C74 consists of 2 transistors 0C74 selected for
operation in a class B circuit with low distortion and low
spread in quiescent currents

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en construc-

tion tout-verre avec enveloppe metallique congue pour desy
etages de sortie classe A et B a des tensions de batterie
jusqu'a 9 volt.et avec une puissance de sortie d'environ
1 Watt. Le transistor peut &étre muni d'une ailette de
refroidissement pour le montage 4 une plaque de refroi-
dissement’
LE TYPE 2-0C74 est composé de 2 transistors 0C74 sélec-
tionnés pour fonctionnement en circuit classe B avec
distorsion faible et avec dispersion faible des courants
de repos

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-
hiillung fiir Klasse A und B Ausgangsstufen fiir Batterie-
spannungen bis 9 V und mit einer Ausgangsleistung von etwa
1 W. Der Transistor kann mit einer Kiihlschelle versehen
werden  zur Befestigung an einer Kiihlplatte
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C74 besteht aus 2 Transistoren 0C74,
die ausgesucht worden sind zur Verwendung -in Klasse B~
Schaltung mit geringer Verzerrung und mit kleiner Streuung
der Ruhestrome

i o max157 e Min37
£ Ty g '
B il 5
c E "
— 3
max15
03 N 5
e %5 ' Dimensions in mm
T Dimensions en mm
Abmessungen in mm
2
“vi N
o _\P
Q i
.Cooling fin 56200
Allette de refroi~
dissement 56200
i Kiihlschelle 56200
y ) )
o

i

)2 See page 4; Voir page 4; siéhe Seite 4

. 938 3704 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
6.1959 - Caractéristiques provisoires
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Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 20 V
-Vcg (Rpg < 500 @) = max. 20 V
-VEB = max. 6 Vv
] = max. 300 mA
Ir = max. 310 mA

Pe = max.Timax - Tamd
K

max. 75 °¢

service continu
Dauerbetrieb

{1nterm1ttent operation
Ty

{continuous operation
T

L}

service intermittent max. 90 % ")

aussetzender Betrieb
Storage temperature
Temperature d4'emmagasinage
Lagerungstemperatur

n

-55/+75 ¢

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
without cooling fin and heat sink

with cooling fin type 56200 and heat
sink of at least 12.5 cm?

=

< 0.22 °c/mw
< 0.09 °c/mw

=

Augmentation de la température de la jonction
en l'air libre

sans ailette de refroidissement et °
sans plaque additionnelle de re- K < 0,22 “C/mW|
froidissement =
avec allette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addition- X < 0,09 0c/mw
nelle de refroidissement de 12,5 cm? =
au moins

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne zusdtz- o)

liche Kihifliche K £ 0,22 "C/uW
mit Kihlschelle Type 56200 und mit o
zusdtzlicher Kihlfliche von mindes- K € 0,09 “C/mW
tens 12,5 cm? =

') See page 5; voir page 5; siehe Seite 5

938 3705 Tentative data. Vorlédufige Daten 2.
Caragteristiques provisoires
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Characteristics E

Caractéristiques “Tamp = 25 °C N
Kenndaten .
Common_base; Base & la_masse; _Basisschaltung
-IcRBo ("VCB = 9 V) < 20 pA
- -Vep = 9V ;
ICBO{ Tamb = 60 0C)[ < 330 wA
-Iggo (-Vgg = 6 V) < 20 pa

1=V = 6V _ ‘
fab { 1% - 50 mA;}' 1,5 Me/s

~VgE = 6V ; 1

F § 5 - 5ogaj < 30aB )
-VGE = 6V g _ 2

Tob! 5 IE - 10ma) - °97)

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

(mA) —lIg

330k ——=
3001~

1

v
—Yeex

-Ig = 300 mA
the value at which . -Ig

-Ig =+ la valeur a laquelle -I¢
der Wert bel dem -Ic

-Vogk <0,67V

—Vee (V)

330 mA when -VCE
330 mA si -VCE
330 mA wenn -VCE.

L)
NN
<<

1) Noise factor measured at 1000 ¢/s with an input source
impedance of 500 Q@ B
Facteur de bruit mesuré a 1000 Hz avec une impédance de
la source d'entrée de 500 R
Rauschfaktor gemessen bei 1000 Hz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

2) see page 5; voir page 5; siehe Seite 5

6 Tentative data. Vorldufige Daten 3
9 Caracteristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)
Kenndaten (Fortsetzung)

= 0)55

are (-I¢ = 300 mA)
afe max

Large signal characteristics
Caracteristiques pour grands signaux
Kenndaten flir grosse Signale

-Veg | Im -Ip | -VBE
(v) | (ma) | (ma) | (mV)
6 510,08 | 155
6 50 | 0,50 | 250
1 300 | 4,5 450

Characteristics of matched pair 2-0C74
Caracteéristiques d'une paire jumelle 2-0C74  Tgpy
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C74
Ratio of apgp of the two transistors
at -Vgg = 6 V, Ig = 50 mA 1.15
at -Vcg = 1V, Ig = 300 mA 1.15

Rapport de arg des deux transistors
a -Veg =6V, IE = 50 mA 1,15
4 -Vgg =1V, IE = 300 ma 1,15

Verhdltnis von apg beider Transistoren
bel -Vgg= 6 V, Ig = 50 m4 1,15
bel -Vgg= 1V, Ig = 300 mA 1,15

') The red dot indicates the coliector
Le point rouge margue le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

?) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3) Mean values; valeurs moyennes; Mittelwerte

are max = max. value of ape at Vg =9 V, Rg = 27, Re = 0 Q
afe max = valeur max. de afg & Vg =9V, Rg = 27, Rg =0 Q
are max = Hochstwert von ape bei Vg = 9 V, Rg = 27, Re = 0 Q@

25 %

%)

938 3707 Tentative data. Vorldufige Daten
Caractéristiques provisoires
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') Page 2; Seite 2

Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance of a circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application

Duree totale 200 heures au max. La probabilité de
fonctionnement optimum d'un circuit a cette température
est aussi dependante du genre de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung einer Schal tung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

2) Page 3; Seite 3
Test method of rpp' (For the meaning of rpp' see 0045
page 2
Méthode d'essal de rpp' (Pour la signification de rpp:
voir 0C45 page 2)
Verfahren zur Priifung von rpy' (Fiir die Meinung von rpp:
siehe 0C45 Seite 2)

1mA
_—
]
C =0,5Mc/s
max 2Vefr
Yar

The collector must be screened statically from the rest
of the circuit. D.C. working point of the transistor
-VCE= 6V, IE = 10 mA
In position 1 the reading of the H,F. voltmeter is
adjusted to a certain value. In position 2 the reading
of the voltmeter is adjusted to the same value with the
aid of the variable resistor R. Now the value of rpp!
is the same as that of R , ,

Le collecteur doit étre blindé d'une fagon électro-

statique du reste du circuit. Point de fonctionnement
du transistron: -Vcg = 6 V, Ig = 10 mA:
Dang la positlon 1 la lecture du voltmetre H.F. est|
reglee a une certaine valeur. Dans la position 2 le
voltmétre est réglé a la méme valeur a l'aide de laj
resistance variable R. La valeur de rpp' est alors
egale a la valeur de R

Der Kollektor muss elektrostatisch von der iibrigen Schal-
tung abgeschirmt werden. Arbeitspunkt des Transistors:
~VCE = 6 V, IE = 10 mA
In Stellung 1 wird der HF-Voltmeter auf einen gewissen
Wert eingestellt. In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verdnderlichen Widerstandes R auf denselben
Wert eingestellt. Der Wert von rpp' ist dann gleich dem
Wert von R

938 3708 Tentative data. Vorliufige Daten 5.
6.6.1959 Caractéristiques provisoires
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‘Operating characteristics as class A output amplifier
(vased on Ktot = 0,09 °C/mW)

Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A (admis que Ktot = 0,09 ©C/mW)

Betriebsdaten als Klasse A Endverstirker (basiert auf
Ktot = 0,09 °C/mW)

Tamp = 25 °C

The values of Ry are based upon full interchangeability
of the transistors and upon such a stabilisation of the
currents that at Tamp = 45 °C resp. 55 °C the junction
temperature Tj = 75 °C resp. 90 °C is not exceeded

Les valeurs de RE ont été choisies de telle maniere que
les transistors soient interchangeables et que la
stabilisation des courants soit telle qu'a Tamb = 45 °C
resp. 55 °C la température de la jonction ne dépasse
pas 75 °C resp. 90 °C

Die Werte von RE sind derartig gewdhlt worden, dass die
Transistoren auswechselbar sind und dass die Strom-
stabilisation derartig ist dass bei Tamb = 45 °C bzw.
55 OC die Kristalltemperatur einen Wert von 75 OC bzw:
90 ©C nicht iberschreitet

D
AMAA
VVVWWY

Vee

>
A
VVVVVWV

o+
Vee = 6 9V
-I¢ = 50 35 mA
R, = 1,2 2,2 ke
R, = 390 680 @
Rg = 22 47 @
Re =. 87 190 @
Po = max. 110 maX. 120 oW

Iy (Pp = max.) = max. 1,0 max. 0,7 mAgpr
Iy (Pp = max.) = max. 1,3 max.0,84 mhers)
dtOt(PO =-max.) = 3,7 4,2 %

938 3709 Tentative data. Vorldufige Daten 6.
Caractéristiques provisoires
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Operating characteristlcs as class B output amplifier
(vased on Ktot = 0.09 °C/mW for each transistor)
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe B (admis que Ktot = 0,09 °C/mW pour chague

transistor)
~Betriebsdaten als Klasse B Endverstirker (basiert auf
Ktot = 0,09 OC/mW fiir jeden Transistor)

. _ _ Tamp = 25 °C

%PZ For providing stability
E the total resistance

U T2 in the base circuit
of each transistor is
2-0C74 about 50 @
A cause de la stabilité
Vs: la résistance totale

du circuit de la base

de chaque transistor

est d'environ 50 Q
Zur Erhaltung der er-
" forderlichen Stabili-
v tdt ist der Gesamt-
>+  widerstand in dem
Basiskreis etwa 50 @

The data below have been designed for continuous operation
up to Tamp = 45 ©°C at.which T =, bax. 75 ¢, ‘and for
staBle operation up to Tamb = 55 c at which Tj may be

C for max. 200 hours
Les caractéristiques ci- dessous ont été con ues pour le

‘ fonctionnement continu jusqu'a Tamb = 45 °C a laquelle
Tj =75 °C au max., et pour le fonctionnement stable
Jusqu'a Tamb = 55 9C a laquelle Tj peut étre de 90 oc
pendant. 200 heures au max.

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fir Dauerbetmeb
bis zu Tamb = 45 °C wobei Tj = max. 75 °C, und flr
stabilen Betriebd bis zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 90 OC
sein kann wdhrend max. 200 Stunden

A
W
>

AR

v

:/?E

Vg = 6 9V
Ig (Vi = 0) = 2 x5 2 x5 DA
Ry = 1,0 1,5 k@
Ra = 33 3 Q
RE = 2,2 4,7 @
Ree = 63 93 Q
Pc = max. 2 x 0,405 |‘max. 2 x 0,63 W
Po = max. 0,71 max. 1,04 W
-IcM EPO = max.) = 300 300 mA
-I¢ (Pop = max.) = 96 96 mA
Vom (Po = max.) = max. 1,45 max. 2,18V
Iovm (Po = max.; = max. 8,5 max. 8,5 mA
dtot(Py = max.) = 9,5 10 %
Vom (Po = 50 mW) = max. 0,40 0,49 V
Ibm (Po = 50 mW). = max. 1,6  max. 1,3 mA
Atot(Po = 50 mW) = 5,0 4,5 %

938 3710 Tentative data. Vorliufige Daten C 7.

6.6.1959 . Caractéristiques nrovisoires
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PHILIPS [ OC75

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages généraux

p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 15 min37
. |
g —
E
) 2
max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeE = max. 30 V °)
-VCEM = max. 30 V °)
-Ic (tav = max. 20 msec) = max. 10 mA
-IcM = maXx. 50 mA
See page N
Pe Voir page N
Siehe Seite N
I (tav = max. 20 msec) = max. 12 mA
Iy = max. 55 mA
-Ig (tav = max. 20 msec) = max. 2 mA
-IBM = max. 5 mA
continuous operation °
Tj< service continu = max. 75 °C
Dauerbetried
intermittent operation o0 4
Tj4 service intermittent = max. 90 °C °)
aussetzender Betrieb

Storqge temperature o
Température d'emmagasinage = -55/+75 “C
Lagerungstemperatur

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3)*) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

1.1.1959 938 3112 - 1.



OC75 PHILIPS

Characteristics °
Caractéristiques  Tgpp = 25 C
Kenndaten

re re
eo—AMAW— c
fg&
o b o
. Measured at -VcB = 2 v
Mesuré a -Ic = 3 mA
Gemessen bei £ _ 1000 /s
Te = 6,4 Q
Ty = 720 Q@
re = 722 kQ
rp = 715 ke
hyp = 14 Q
~ha1p = 0,989
h3,p = 1,4  pA/v
hi2b = 101074
-Ico (-VgB = 4,5 V) = 4,5 <12 pA

3) These values are permissible at. Vgg 2 0.5 V. See also

page M

Ces valeurs sont admissibles & Vgg 2 0,5 V. Voir aussi
page M

Diese Werte sind erlaubt bei VEE 0,5 V. Siehe auch
Seite M

4) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperatureis also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabllite a'opéra-
tion optimum a ceétte température est aussi dépendante)
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeid
‘optimaler Wirkung bei dieser Temperatur w1rd auch
von der Verwendungsart bestimmt

938 3415 2.
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)
Kenndaten (Fortsetzung

Common_emitter; Emetteur a la masse;_Emitterschal tung

Measured at ~VCE = 2 v
Gemescen et 1TIC = 3 wi
= 1000 c/s
hi1e = 1,3 kQ
hz1e = 90 >65 <130
haze = 125 AV
hige = 810"
Tae = 8 kxc/s
F') = 10 <15 4B
-Iggo (-VoE = 4,5 V )= 350 <550 pA
-Ic  [~Vog = 4,5 v}: 1,1 20,75 <1,9 mA
-Vvgg Iz = 10 paJ= 120 >0,90 <175 mV
-1 [-Veg = 4,5 v}= 22 >13,5 <33 mA
-Vgg {-IB = 250 pAJ = 270 >210 <385 mV

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free
air
Augmentation de la tempdrature de la K $ 0,4 °C/uw
Jonction en 1l'air libre -
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

1) Noise factor at -IC = 0.5 mA with input source im-
pedance = 500 Q ,
Facteur de bruit a -I¢ = 0,5 mA avec impédance de la
source d'entrée = 500 Q
Rauschfaktor bei -Ic = 0,5 mA bei einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle = 500 Q

6.6.1958 938 3114 3.






" PHILIPS [oCc75

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages generaux

p-n-p-GERMANIUM~ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

5% max 15 min 37 i
E N !
J [5) ]
8 =05 £ <: §§§§§:=={i
c & ' 4
=T
max 15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCE = max. 30 V %)
-VCEM = max. 30 V °)
-Ic (tay = max. 20 msec) = max. 10 mA
-Icx = max. 50 mA
See page N
Pc Voir page N
Siehe Seite N
Ig (tav = max. 20 msec) = max. 12 mA
Iy = max. 55 mA
-Ip (tav = 'max. 20 msec) = max. 2 mA
-IBM = max. 5 mA
continuous operation 0
Ty< service continu = max. 75 C
Dauerbetrieb .
intermittent operation 0. 4
Tj<service intermittent = max. 90 C °)
aussetzender Betrieb

Storage temperature °
Température d'emmagasinage = -55/+75 "C
Lagerungs temperatur

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3)*) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

6.6.1958 938 3112 1.
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Characteristics o
Caractéristiques Tagb = 25 C
Kenndaten

re Lerm re
eo—WW— c
zn
o— 3 o
Measured at “Ves i 2 v
Mesuré a -Ic = 3 oA
Gemessen bei £ = 1000 c¢/s
Te = 6,4 @
D = 720 @
re = 715 kQ
rm = 722 ke
hi1p = 4oe
“hp1p = 0,989
ha2b = 1,4 na/v
h1ob = 10-1074

-IcBo (=VeB = 4,5 V) = 4,5 <12 uA

%) These values are permissidble at Vgg 2 0.5 V. See also

page M

Ces valeurs sont admissibles a Vgg 2 0,5 V. Voir aussi
page M

. Diese Werte sind erlaubt bei Vgg 2 0,5 V. Siehe auch
Seite M

‘) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-]
formance at this temperatureis also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de 1'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkelt
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur. wird.  auchl
von der Verwendungsart bestimmt

938.3113 ) C2.
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Determination of the peak power ratings

For a pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time

_ Ty max = Tamb = Kj-amp X P

= Kt

For a pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time :

Pp

T3 pax '~ Tamp _

o Pp Kj-amb o
g tl
T t
.7 7
3 — t
t = pulse duration
t = pulse period
§ = t/t1 = duty factor
P = constant power dissipation
Pp = permissible pulse power dissipation over P
Ky, = function of t and § (see page H)
Kj-amp = value of Kt for durations longer than the temper-
ature stabilisation time ')
Ty = maximum permissible Jjunction temperature
Tamb = ambient temperature

Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)
Example: to determine the peak power rating for P = 150 mW;
t = 1 msec, & = 0.02 and Tagp = 25 °C

From t = 1 msec and § = 0.02 it follows that
Kt = 0.0075 OCc/mW (see page H).

p .75 =25~ 0.3 x 150 _
Pp = 50075 ~ 665 oW

1) Kj-amp 1s the thermal resistance between junction and
ambience (with cooling fin and heat sink of at least
12.5 cm? Kj-amb = max. 0.3 OC/mW, see page 4)

1.1.1962 772 0967 7
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Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la temperature

Pp - Ty max - Tamb —  Kj-amb'X P
Kt

Pour une durée -d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la temperature

- T,]'max - Tamp _ é
P~ K
J-amb
" t
T .EA_,JA___J
P % . _71%
1P '
f =t

= durée de 1'impulsion

tq = période de 1'impulsion

1 = t/t; = facteur de marche

P = dissipation de puissance continue

Py = dissipation de puissance d'impulsion admissible
au-dessus de P

Kt = fonction de t et § (voir page H)

Kj¥amb = valeur de Ky pour une durée plus longue que 1la
durée pour la stabilisation de la temperature 1)

T3 max = température des jonctions maximum admissible
Tamp = température ambiante

Durée pour la stabilisation de la température = 300 sec
(voir page H)
Exemple: Déterminer la valeur limite-de la puilssance de
~ ..créte pour P = 150 wW, t = 1 msec, & = 0,02 and
Tamb = 25 OC
Pour t = 1 msec et & = 0,02 on peut lire de la]
page H que Kt = 0,0075 OC/mW

I1 en résulte: Pp = 75 ’0200'50 X130 665 mW
b

1) Kj-amp st la résistance thermique entre les Jonctioné
et l'ambiance (avec ailette de refroidissement et
plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins Kj-amb =
max. 0,3 OC/m¥, voir page 4).

772 0968
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7R05558
[3-1Derating curves for the limiting value of —V¢ when
& iswitching from a thermally stable ,,0n” condition to
~a—h_lan unstabilised ,,0ff” condition.
S _|w-{Courbes de réduction pour la valeur limite de =\
s ?g:dans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit”]
o3& |[O-thermiquement stable G une condition ,,Hors circuit”
V£ [jnon-stabilisée.
S8 [[Reduktionskurven fiir den Grenzwert von —V wenn
,Ouivon einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach
& g§ jeinem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge-
TIschaltet wird.
s0s NN
&8 I
L2 {1 o?
= Tamb="55°C
SEY
S
Il
30 e
N
K
‘\‘
N
LN
ANHAN
20 NH
NIK=03"/mW| IE
o [TITTITS %
™ n=04°C mW
\\\
10 . K=0,3°C/mW}
K=04°C/mW,
orC
40 60

40 100.
o\ |Before switching
7]{ C){Avant 1a commutation
Vor Umschaltung

5.5.1957 6
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Determination of the peak power ratings

For -2 pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time

_ T4 max = Tamp = Kj-amp X P
= -l ma o

For a pulse duratioqh shorter than the temperature stabi-
lisation time

_ TJ mex ~ Tamb _

p Fp = Kj-amb g
,F 4
T z
4 Tp”
¥ —t
t = pulse duration
tq = pulse period
§ = t/t7 = duty factor
P = constant power dissipation
Pp = permissible pulse power dissipation over P

Ky = function of t and & (see page H)

Kj-amb = value of Kt for durations longer than the temper-
ature stabilisation time

TJ = maximum permiésible Junction temperature

Tamb = ambient temperature-

Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)

Example: to determine the peak power rating for P = 150 mW;
t = 1 msec, & = 0.02 and Tagp = 25 °C

From t = 1 msec and & = 0.02 it follows that
Ky = 0.0075 O°C/mW (see page H).

p. - 75 =25 - 0.3 x 150
PP = 0.0075 ~ 665 mW

1) Kj-amp 1s the thermal resistance between junction and
ambience (with cooling fin and heat sink of at least
12.5 cm? Kj-amb = max. 0.3 OC/mW, see page 4)

S1.1.1962 722 0967 5
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Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la temperature

po = T3 max = Tamb = Kj-amp X P
b Kt "

Pour une durée d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la temperature

T T

p, = —dmax ” “amb _ p
R P Kj-amb
t
T £
4 TP”
) —1

= durée de 1'impulsion

tq = période de 1l'impulsion

) = t/t; = facteur de marche

P = dissipation de puissance continue

Pp = dissipation de puissance d'impulsion admissible
au-dessus de P

Ky = fonction de t et § (voir page H)

Kj-amp = valeur de Kt pour une durée plus longue que la
durée pour la stabilisation de la temperature 1)

Ty max = température des jonctions maximum admissible
Tamp = température ambiante
Durde pour la stabilisation de la température = 300 sec
(voir page H
Exemple: Déterminer la valeur limite de la puilssance de
créte pour P = 150 wW, t = 1 msec, § = 0,02 and
Tamb = 25 OC
Pour t = 1 msec et § = 0,02 on peut lire de 13
page H que Kt = 0,0075 ©C/mW

I1 en résulte: Pp = 7 '0230"50 X150 . 665 oW
H

1) Kj-amp est 1a résistance thermique entre les jonctions
et l'ambiance (avec ailette de refroidissement.et
plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins Kj-amb =
max. 0,3 OC/m¥, voir page 4).

722 0968 S8
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal envelope for class A output and
driver stages at battery voltages up to 12 volts

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en con-
struction tout verre avec enveloppe metallique pour des
étages préamplificateurs et de sortie classe A a des
tensions de batterie jusqu' a 12 volts

p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-
hiillung fiir Klasse A End- und Vorverstirkerstufen mit
Batteriespannungen bis zu 12 Volt

max157 min 37

D—— "
£ g o
> —1

1—"12) 3

max15

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

tw
o~
(&)

o

Cooling fin 56 200
Ailette de refroi-
dissement 56 200
Kiihlschelle 56 200

195

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2) Not- tinned

Non-étamé
Nicht verzinnt
938 3836 Tentative data. Vorldufige Daten 1

1.1.1960 Caractéristiques provisoires
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Limiting values (Absolute max. values).
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

~Veg = max. 26 V')

-Ig- = max. 300 mA
Iy = max. 310 mi
- Tj = Tamb
Pg = max. __EQIK_._.__
continuous operation o
T4 < service continu = max. 75 C
Dauerbetrieb
intermittent operation o. 2
Tj < service intermittent =max . 90. C °)
aussetzender. Betried

Storage temperature

Temperature d'emmagasinage -55°C/+75 ¢

Lagerungs temperatur
THERMAL DATA
Junction temperature rise in free air
without cooling fin or heat sink K 2 0.22 Oc/mW

with cooling fin vertically in free . < [}
air or mounted on board k 2 0.15 “c/uW

with cooling fin type 56200 on heat < [}
sink of at least 12.5 cm? K 2 0.09 “C/um¥

Données thermiques: voir page 3
Thermische Daten: siehe Seite 3

1) Voltage excursion up to this value will not cause dis-
tortion due to curvature of the output characteristic
Modulation de la tension jusqu'a cette valeur n'entrai-
nera pas de distortion par suite de la courbure de la
caractéristique de sortie
Spannungsaussteuerung bis zu diesem Wert wird keine
Verzerrung infolge Krilimmung der Ausgangskennlinie
zur Folge haben

2) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heyres au max. lLa probabilité de foncti-
onnement optimum a cette température est aussi dépen-
dante du genre d'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser: Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt’

938 3837 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
-Caractéristiques provisoires
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OC79

Thermal data: see page 2
DONNEES THERMIQUES
Augmentation de la température de la junction

Sans ailette de refroidissement
et sans plaque additionnelle de

refroidissement

Avec ailette de refroidissement
verticalement en l'air libre ou
monté a une plaque isolante

Avec ailette de refroidissement
et avec plaque additionnelle de
refroidissement de 12,5 cm2 au

moins

THERMISCHE DATEN
Temperaturerhfhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kilhlschelle und ohne
zusdtzliche Kihlfliche

mit Kiihlschelle senkrecht in
freier Luft oder montiert an
einer isolierenden Platte

mit Kiihlschelle montiert an
einer zus#dtzlichen Kiihlplatte
von mindestens 12,5 cm?2

Characteristics
Caracteristiques

Kenndaten

Tamb

X

X

K

en 1l'air libre

un

0,22 °c/mW

[[7aN

0,15 °c/mw

(PN

0,09 °c/mw

S 0,22 %/mw

[N

0,15 °¢/mw

A

0,09 °c/mw

= 25 %%

Nin, Max.
-Icpo (Vg =12 V) = 10 < 20 pA
-Vgp =127V
~IcBO Y Ty, = 60%S = 150 < 330 pA
~Vep Ig' -Ip(ma) Vgp(mV)
(v) (ma) Min., | Max. | = | Min.| Max.
6 50 20,45 <1,45 255 - < 320
0,5 300 > 3,5 | <12,5 - - < 850
" 938 4055 Tentative data.. Vorldufige Daten 3.
1.1.1960 Caracteéristiques provisoires
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Characteristic range values for equipment design
Gamme de valeurs caracteristiques pour 1'étude d'équipements|
Charakteristischer Wertbereich fiir die Berechnung von Geriten|

Tamb = 25 ¢
‘VBE{VCE: g;ﬁA }= 51) >'125 v
nFE{VGEj '5(6)& } = 60 > 35 < 110
fae{ i A > 8 ke/s
~Veg = 6V } o
1J-I¢ = 10 mA = 5 Q
Tob C = 0,5 Mc/s
VCE= 6V
IN-1g = 5 mA = 15 dB
= 1 ke/s
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektorg
—Ig
i
I
|
|
|
!
|
|
|
1 —Vee V)
—Veex
-I¢ = 300 mA
the value at which -I¢ = 330 mA when -VQE =
-IB la valeur a laguelle -IC = 330 mA lorsque -VCE =1V
) der Wert bei dem -ICc = 330 mA wenn -VCE = 1V
-VCEK = 0,4 0,6V
') -Vgg decreases with about 2.3 mV/°C at increasing
temperatures
~-VBg diminue d'environ 2,3 mV/OC a ‘des températures
croissantes
Bei zune?mgnder Temperatur verringert -VBg sich um etwa
2,3 mv,
) Noise factor measured with an input source impedance
of 500 Q

Facteur de bruit mesuré avec une impédance de la source
d'entrée de 500 @

Rauschfaktor gemessen mit einer Impedanz der Eingangs~
spannungsquelle von 500 @

938 4056 Tentative data. Vorliufige Daten 4,
Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as class A amplifier (based on
Ktot ,= 0,09 ©C/mW)
Caracteristiques d'utilisation en amplificateur classe A
(admis que Ktot = 0,09 OC/mW
Betriebsdaten als Klasse A Verstdrker (basiert auf Kipt
= 0,09 °C/mW) _ 5 ©
Tamb = 25 “C

The value of Rg is based upon full interchangeability
of the transistor and upon such a stabilisation of the
currents that at Tamp = 45 OC resp. 55 OC the junction
temperature Tj = 75 9C resp. 90 OC is not exceeded

" La valeur de Rg a €té choisie-de telle maniere~que le
transistor soit interchangeable et que la stabilisation
des courants soit telle qu'a Tamb = 45 OC resp. 55 OC
la température de la jonction ne dépasse pas 75 °c
resp. 90 .0C

Der Wert von RE ist derartig gewdhlt worden, dass der|
Transistor auswechselbar ist und dass die Stromsta-
bilisation derartig ist dass bei Tamb = 45 OC bzw.
55 OC die Kristalltemperatur einen Wert von 75 °C bzw.
90 OC nicht {iberschreitet

Vee
1000uF

S+
Ve = 12V
“I¢ = 27 mA
R, = 2,7 kQ
R, = 820 Q@
Rg = 82 @
Re = 340 Q
Po = max. 120 oW
Ipn (Py = max.)= max. 0,75 mA
Iim (P = max.)= max. 1,0 mA
dtot(P = max.)= 5%

938 4057 Tentative data. Vorldufige Daten 5

1.1.1960 Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR OF THE N-P~-N TYPE with|
symmetrical structure in all-glass construction for high-
speed computer switching applications

TRANSISTOR AU GERMANIUM A JONCTIONS DU TYPE N-P-N, de
structure symétrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse, a courant
élevé dans des machines a calculer

N-P-N GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik filr Schaltzwecke grosser Geschwindig-
keit und hoher Strome in Rechenmaschinen

The red dot indicates the preferred
collector side

Le point rouge marque le cdté . préféré
du collecteur

Der rote Punkt indiziert die bevor-
zugte Kollektorseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 15 min 37 i
EC) N
7o) ]
s g =
CcE) §
) 3
max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Ve = max. 20 V IcM = max.250 mA
Vcg = max. 20 VZ) Ic (tay = max.20 msec) = max.200 m4
-VEB = max. 20 V ~IgyM = max.250 mA
Pc = max. Timax~Tamb -1 (tay = max.20 msec) = max.200 mi

K Tnu = max.250 mA

1p (tav = max.20 msec) = max. 25 mA

centinuous operation °
T service continu = max.75 “C
Dauerbetrieb
intermittent operation on 3
Tj service intermittent = max.90°C °)
aussetzender Betrieb
Storage temperature o
Température d'emmagasinage = =55/+75 “C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

2) This value is permissible at -Vpg » 0.2 V
Cette valeur est permise a =-Vgg 2 0,2 V
Dieser Wert ist erlaubt when -Vpg 2 0,2 V

%) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3

938 3223 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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ILIPS

Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten
Common_base; base & la_masse; Basisschaltung
Icgo ( Vgg = 5 V; Tamb = 25 °C)'= max. 3 ua
Icgo ( Vop = 5 v; Tamd = 60 °C) = max. 35 pi
-Igpg (-Vgg = 5 V; Tamb = 25 °¢) = max. 3 pA
-Igpg (-Vgg = 5 V; Tamb = 60 °C) = max. 35 ph

vop ( Igpo= 100 pa; Tamb = 60 ZC) = min. 20V
-vgp ( Igpp= 100 pA; Tamb = 60 "C) = min. 20V

(punch through voltage }

VPTitension de perforation = min. - 20 V

Durchschlagsspannung

-Vgg (Vep = O0V; Ic 7,5 mA) = max. 0,3 V
-vgg (Vg = OV; Ic = 50 mA) = max. 0,5V
-vgg (vgp = OV; Ic = 200 mA) = max. 0,75 V
fey, (Ve = 57V; -Ig = 3 mA) =min. 3,5 lc/s
Common_emitter; émetteur A la masse; Emitterschaltung
veg (Ic = 7,5 mA; Iy =0,38 mA) = max.0,175 V
Veg (Ic = 50 mA; IB = 3,1 mA) = max. 0,22 V
VBg (I¢ = 7,5 mA; IB  =0,38 mA) = max. 0,3 V
Vg (I¢ = 50 mA; IB = 3,1 mA) = max. 0,5V

F (Ve = v, -Ig = 1 mA) = max 25 aB *)
Co (Vg = 57V; "IE = 3 mA) =max. 30 pF
agg (Vepg = O V; Ic = 15 mA) = min 20

max. 80
ayg (VgRg = O V; Igc = 200 mA) = min. 14

4) Noise factor, measured at 1 kc/s with a source impedance
of 500
Facteur de bruit, mesure a 1 kHz avec une impédancede
la source 4' entree de 500 Q@
Rauschfaktor, gemessen bei 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

938 3368 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1'air libre XK < 0,5 °C/mW
Temperaturerhchung des Kristalls in -
freier Luft

Transient behaviour
Phénomeénes transitoires
Ausgleichsvorginge

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Tg= 1,75 psec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(Vgg = 0,75 V; Icy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 psec
Zeltkonstante mit Spannungsspeisun
(Ve =5 V; Icw = 1 mA

3) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabllite d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorliufige Daten 3.
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS 0C139

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1'air libre XK < 0,5 “C/mw
Temperaturerhdhung des Kristalls in -
freier Luft

Transient behaviour
Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorginge

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
¥it normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Tg= 1,75 usec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(Veg = 0,75 V; Igcy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 usec
Zeitkonstante mit Spannungsspeisun
(Vg =5 V; Icy = 1 mA

3) Total duration mex. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
tyre of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorliufige Daten 3.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR OF THE N-P-N TYPE with
symmetrical structure in all-glass construction for high-
speed computer switching applications

TRANSISTOR AU GERMANIUM A JONCTIONS DU TYPE N-P-N, de
structure symetrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse, a courant
élevé dans des machines a calculer

N-P-N GERMANIUM~-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik fir Schaltzwecke grosser Geschwindig-
keit und hoher Strdme in Rechenmaschinen

The red dot indicates the preferred

; . . collector side
Dimensions in mm ; A o]
Dimensions en mm Le point rouge marque le cdté.préréré

Abmessungen in mm du collecteur
- max 15 min37

Der rote Punkt indiziert die bevor-
E(C) o ]
sy =
CcE it

zugte Kollektorseite
Liniting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absclues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max52

Vgp = max. 20 V Icu = max.250 mA
Veg = max. 20 V2) Ic (tay = max.20 msec) = max.200 mA
-Vgp = max. 20 V ~ImyM = max.250 mA
Po = max, Ddmax~Tamb -Tp (tay = max.20 msec) = max.200 mA

K Tpy = max.250 ma

Ip (tay = max.20 msec) = max. 25 mA

continuous operation o
Ty service continu = max.75 “C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0. 3
T service intermittent = max.90°C ~)
aussetzender Betrieb
Storage temperature o
Temperature d'emmagasinage = =55/+75 °C

Lagerungstemperatur

') Not tinned; non-étamé; nicht verzinmt

2) This value is permissible at -Vgg 2 0.2V
Cette valeur est permise & -Vpg 2 0,2V
Dieser Wert ist erlaubt when =Vgg 2 0,2V

>) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

938 3223 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Characteristics

Caracteristiques Tamb = 25 °c
Kenndaten
Common_base;_base & la_masse; Basisschaltung
IcBo ( Ve = 5 V; Tamb = 25 °C) = max. 3 uA
Topo ( Ve = 5 V; Tamb = 60 °C) = max. 35 pA
-Igpo (-Vgg = 5 V; Tamb = 25 °C) = max. 3 pA
-Igpo (-Vgs = 5 V; Tamb = 60 °C) = max. 35 pi
Ve ( Igpo = 100 pA; Tamb = 60 °c) =min. 207V
-vgg ( Igmo = 100 pA; Tamb = 60 °C) = min. 20V
punch through voltage
Vpr {tension de perforation = min. 20V
Durchschlagsspannung
-ygg (Vgg = oOV; IC = 7,5mA) = max. 0,25V
-vgg (Veg = O0V; Ic = 50 mA) = max. 0,38 V
—vgg (Veg = OV; Ic = 200 ma) = max. 0,60 V
fep (Ve = 5V; "I = 3 mA) = min. 4,5 Mc/s
Common_emitter; émetteur & la masse; Emitterschaltung
Vog (I¢ =7,5mA; Ip = 0,15 mA),= max.0,175 V
Veg (Ic = 50ma; I = 1,25 mA) = max. 0,22 V
vgg (Ic =7,5mA; I3 = 0,15 mA) = max. 0,25 V
vgg (I¢ = 50 mA; IB = 1,25 mA) = max. 0,38 V
F (Vv = 5V; -Ig = 1 ma) = max. 25 aB*)|:
Co (Veg = 5V; -Ig = 3 mA) = max. 30 pF
apg (Vggg = OV; Ic = 15 mA) = gzg 128
apg (Vgpg = OV; Ig = 200 mA) = min. 35
agg (Vggg = OV; Ig = 200 mA) = min. 20 °)

4) Noise factor, measured at 1 kc¢/s with a source impedance
of 500 Q
Facteur de bruit, mesuré a 1 kHz avec une impédance de la|
source d'entree de 500 Q
Rauschfaktor, gemessen bei 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

®) Emitter and collector connections inverted
Connexions d'émetteur et de collecteur interverties
Emitter- und Kollektoranschliisse verwechselt

938 3370 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1'air libre K < 0,5 °C/mW
Temperaturerhdhung des Xristalls in -
freier Luft

Transient behaviour
Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorgange

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Teg= 1,75 psec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
Veg = 0,75 V; Igy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 usec
Zeitkonstante mit Spannungsspeisun
(Ve =57V; Icy = 1 mA

3) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 20Q heures au max. La probabilité d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorl&ufige Daten 3.
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS |oc140

Junc@ion temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1l'air libre K £ 0,5 "C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

Transient behaviour
Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorginge

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Tg= 1,75 psec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(Veg = 0,75 V; Igy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 usec
Zeltkonstante mit Spannungsspeisun
(Veg =5 V; Icy = 1 mA

3) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of dpplication

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dependante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorliufige Daten 3.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR OF THE N-P-N TYPE with
symmetrical structure in all-glass construction for high-
speed computer switching applications

TRANSISTOR AU GERMANIUM A JONCTIONS DU TYPE N-P-N, de
structure symetrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse, a courant
élevé dans des machines a calculer

N-P-N GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik fir Schaltzwecke grosser Geschwindig-
keit und hoher Strome in Rechenmaschinen

The red dot indicates the preferred

collector side
Dimensions dnmm o o0ine royge marque le c8té. préféré
Dimensions en mm du collecteur
Abmessungen in mm

Der rote Punkt indiziert die bevor-
zugte Kollektorseite

< max15 min37

=
C l’.l :-0

max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Vg = max. 20 V Icu = max.250 mA
Veg = max. 20 V?) Ic (tay = max.20 msec) = max.200 mA
-Vgp = max. 20 V -Igy = max.250 mA
P = max. limex~Tamb _1p (tay = max.20 msec) = max.200 mA
K Tny = max.250 mA
1g (tay = max.20 msec) = max. 25 mA
continuous operation o
Tj service continu = max.75 “C
Dauerbetrieb
intermittent operation on 3
T service intermittent = max.90°C °)
aussetzender Betrieb
Stora,ge temperature o
Température 4'emmagasinage = =55/+75 °C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

2) This value is permissible at ~Vgg 2027
Cette valeur est permise & -Vgg » 0,2 V
Dieser Wert ist erlaubt when ~-Vgg » 0,2 V

%) See page 3; Voir page 3; siehe Seite 3

938 3223 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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Charac@epispics °
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten
Common_base; basg 2 la_masse; Basisschaltung
Icgo ((Vgg = 5 V; Tamp = 25 °C) = max. 3 pA
Icgo ( VB = 5 V; Tamp = 50 °C) = max. 35 pA
-Igpo (-VEB = 5 V; Tamp = 25 °C) = max. 3 pA
-IgRo (Vg = 5 V; Tamp = 60 °C) = max. 35 pA
Ve ( Igo = 100 pA; Tamp = 60 °C) = min. 20V
-Vgp ( IEBO = 100 pA; Tagp = 60 °C) = min. 20V
{%unch through voltage }
Vpr <tension de perforation = min. 20V
Durchschlagsspannung
-vgg (Veg = O0V; Ic = 7,5 mA) = max. 0,25V
-vgg (Ve = O0V; Ig = 50m4) = max. 0,38 V
-vgg (Vgg = O0V; Ig -= 200 mA) = max. 0,45 V
fap (Ve = 5 7V; -Ig = % m4) = min. 9 lMc/s
Common_emitter; émetteur & la masse; Emitterschaltung
Vveg (I¢c =7,5mA; IB =0,075 mA) = max.0,175 V
Ve (Ic = 50 mA; IB =0,625 mA) = max. 0,22 V
VBe ( Ic =7,5m4; IB =0,075 maA) = max. 0,25 V
VBE ( Ic = 50 mA; IB =0,625 mA) = max. 0,38 V
F (Veg = 5V;-IE = 1 mi)=max. 25dB*)
Co (Vecg = 57V; -Ig = 3 mA) = max. 30 pF
afg (VeBE= OV; Ic = 15 mA) = min. 100
= max. 300
apg ( VgBE = O V; Ic = 200 mA) = min. 50
ofg (VeBE = OV; Ic = 200 mi) = min. 20 °)

4) Noise factor, measured at 1 kc¢/s with a source impedance
of 500 @ L.
Facteur de bruit, mesure a 1 kHz avec une impédance de la
source d'entree de 500 Q
Rauschfaktor, gemessen bei 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsguelle von 500 Q
’) Emitter and collector connections inverted
Connexions d'émetteur et de collecteur interverties
Emitter- und Kollektoranschliisse verwechselt

938 3379 Tentative data. Vorliufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1l'air libre K < 0,5 C/mW
Temperaturerhdohung des Kristalls in -
freier Luft

Transient behaviour
Phénomeénes transitoires
Ausgleichsvorginge

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Tg= 1,75 usec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(Veg = 0,75 V; Igy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 psec
Zeitkonstante mit Spannungsspeisun
Vcg =5 V; Icy = 1 mA

3) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opera-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorl#ufige Daten 3.
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS (0C141

Junctlon temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
Jjonction en 1l'air libre K < 0,5 C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in N
freier Luft

Transient behaviour
Phnénoménes transitoires
Ausgleichsvorginge

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par
courant Te= 1,75 psec
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(Veg = 0,75 V; Igy = 200 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par
tension Ty= 0,15 psec
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung
VcE =5V Icy = 1 mA

3) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opéra-
tion optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

938 3369 Tentative data. Vorl#dufige Daten 3.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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H.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in alloy-
diffusion technique with low collector capacitance and
high cut-off frequency. The transistor is suitable for use
as oscillator-mixer in short wave broadcast receivers and
as I.F. amplifier in F.M. receivers. It is hermetically
sealed in a metal can and absolutely moisture-proof

TRANSISTRON H.F. a cristal de germanium du type p-n-p en
technique alliage-diffusion avec faible capacité de col-
lecteur et fréquence élevée de coupure. Le transistron
est congu pour l'utilisation comme oscillateur-changeur
de frequence dans les récepteurs de T.S.F. a ondes courtes
et comme amplificateur M.F. dans les recepteurs F.M.
I1 est scelle hermetiquement’dans un boitier métallique
et protégé contre 1'humidité

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren mit kleiner Kollektorkapazitdt und hoher Grenz-
frequenz. Der Transistor ist geeignet zur Verwendung als
Oszillator-Mischer .in Kurzwellen-Empféngern und als ZF-
verstdrker in FM-Empféngern. Er ist hermetisch ab-
geschlossen in einem Metallgeh#use und absolut sicher

vor Feuchtigkeit
max35, min 38 Dimensions in mm
) ‘ S Dimensions en mm
[ =5P=' \Qt Abmessungen in mm

1) Interlead shield-and metal case
Boitier métallique et blindage

Metallgehduse und Abschirmung
zwischen den Anschliissen

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-V¢B = max. 20 V -Vgp = max. 0,5 V
-Ic = max. 10 mA Iy = max. 10 mA
Pc (Tagy = 45 °C) = max. 60 oW Ty = max. 75 °C

Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55 ~C/+75°C
Lagerungstemperatur

.Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Junction temperature rise in free
air of 0 to 55 °C |

Augmentation de la température de la
jonction en l'air libre de 0 — 55°C

Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft von 0 bis 55 OC

K = max. 0,5 °C/mW

938 3563 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
4.4.1959 Caracteristiques provisoires

entre les connexions <«



oc17o0! PHILIPS

Characteristics(continued)
Caractéristiques (suite) Tamb
Kenndaten (Fortsetzung) .

Common base;_ Base a la masse; Basisschaliung

¢

25

-Icpo (-Vep = 6V) = 2pa
-ves {71 I°% b > 207 )
-VEB {'%? 28k s05 7 )
-VeB = 67V > 40 Mc/s
fab { IE = 1 mA} = 70 Nc/s
Common_emitter; Emetteur & la_masse; Emitterschaltung
-3 18R 6 XA} = 20 pA
cims {TIgE 1 S} o
-VCE = 67V
afe Ir = 1 mA = 80
f = 1 ke¢/s

Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter flr kleine Signale
io
2
c

l"o Yre Vi]fel Tcoe Joe o
¢ i e

Measured at -Veg = 6 6V
Mesure a I - 1 1 mA
Gemessen beil E
f = 0,45, 10,7 Mc/s
gie = 0,5 3 mA/v
Cie = 90 65 pF
-grg = 0,1 20 ua/v
~Cre = 1,8 1,6 pF
lvee] = = 36 30 mA/V
-Ppg = - 50 © 3)
&oe = 1 60 pA/V
Coe = 5 4'15 PF
1)2)3) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 3092 Tentative data. Vorlaufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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Characteristics(continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

-VCE = 6 6 6 V

Ig = 1 1 1 mA

£ = 1072 0,45 10,7 Mc/s

R* = 500 200 150 @

F = 25 4 5 dB
£ = 0,45 10,7 Mc/s
Po/py °) = 57 31 dB

') Collector breakdown voltage
Tension de rupture du collecteur
Durchschlagsspannung des Kollektors

2) Emitter breakdown voltage
Tension de rupture de 1'émetteur
Durchschlagsspannung des Emitters

3

~

Phase angle of transfer admittance yfe
Angle de phase de l'admittance de transfert yfe
Phasenwinkel der Ubertragungsadmittanz yre

‘)R
R
R

input source impedance
impédance de la source d'entrée
Impedanz der Eingangsspannungsquelle

5

~

Maximum available unilateralised power
gain

Amplification de puissance unilatérale %2 =
disponible au max. 1

Maximal verfiigbare einseitige Leistungs-
verstarkung

[y£el2
4gie.Boe

938 3093 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics for use as self-exciting convertor

Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur auto-
excltateur

Betriebsdaten als selbsterregter Mischer

o
S 1]
i 39
1220 I -
# | SIS L
< e
i I+
15 - 25 Mc/s
47 Q
= 55 = 180 pF
3 - 25 pF
220 pF
47 DF
7,8 V
= 1 1 mA.
=78 18 15 2 Me/s
Vose £0,13 0,23 0,3 0,2 V')
£o = 25 20 10 8 aB ?)

Py .
1) Oscillator voltage between emitter and earth
Tension d'oscillateur entre émetteur et terre
Oszillatorspannung zwischen Emitter und Erde

2) Conversion gain (Fo/Pi ) is the ratio between the I.F.
power in a 1600 @ load resistor connected to the out-
put terminals of the I.F. transformer and the available
R.F. power in the aerial circuit 81600 Q is the input
resistance of the I.F transistor

L'amplification de conversion (Po/Bi) est le rapport
entre la puissance M.F. dans une resistance de charge
de 1600 Q, connectde aux bornes de sortie du transfor-
mateur M.F. et la puissance H.F. disponible dans le
circuit d'antenne (1600 @ est la résistance d'entrée
du transistron M.F.) .

Die Mischverstdrkung (Po/Pi) ist-das VerhdItnis zwischen
der ZF-Leistung in einem Belastungswiderstand von 1600Q,
angeschlossen an den Ausgangsklemmen des ZF-Transforma-
tors und der zur Verfiigung stehenden HF-Leistung im
Antemnnenkreis (1600 R ist der Eingangswiderstand des
ZF-Transistors)

938 3094 Tentative data. Vorlaufige Daten 4,
Caractéristiques provisoires
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Coll data Eqrgh side. o S2 S5 Ili;oﬂ dfqrmer
o landrin
gg{]xl]j,: eg a%g Ysl bobine 9 Gggercrlggegelge re ~ B Spulenkorper
n -

Earth side S6 S5 "S4 S ol former
Coté mise g la terre. Z
' Geerdefe Seite

2 landrin
NN NN
R RN IrY Spulenkbrper

Frequency range 6-16 llc/s
Gamme de fréquences 6-16 MHz
‘|Frequenzbereich 6-16 MHz

Coil Wire Number of turns 2
Bobine| Fil ') | Nombre de spires L Q)
Spule | Draht Windungszahl

s1 0,8 mm 23 2,5 uH | 110
S2 © 0,25 mm 3 - -
S3. ..0,8 mm 21 2,15 pH | 100
54 0,25 mm 6 - -
S5 0,25 mm 2 - -
sé 0,25 mm 6 - -
57 - - 0,55 uH | 160

Frequency range 15-25 Mc/s
Gamme de fréquences 15-25 MHz
Frequenzbereich. 15-25 MHz .

Coil | Wire, |Number of turns . : Q2
Bobine | Fi1 ') | Nombre de spires| L

Spule | Draht Windungszahl 15 Mc/s|25 Mc/s|
S1 0,8 mm 8 0,64 pH 105 125
s2 0,25 mm 1 - - -
S3 0,8 mm 7,5 0,58 uH - -
s4 0,25 mm 4 - - -
S5 0,25 mm 1 - - -
sé 0,25 mm 2 - - -
87 - - 0,55 mH 160

) Enamelled copper wire
Fil de cuivre émaillé
Emaillierter Kupferdraht

2) Unloaded; sans amortissement additionnel; ohne Belastung

938 3095 Tentative data. Vorlaufige Daten 5.
6.6.1958 Caracteristiques provisoéires
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S1 and S3 closely wound on formers with diameter of 10 mm
Sp wound in S

S4 and S5 wound in S3

Transformer ratio S7to Sg 11.6 : 1

§1 ?3 S3 enroulés jointifs sur des mandrins de diamétre
e mm

Sz emroulé entre les spires de Sj

S4 et Ss enroulés entre les spires de S3

Rapport'de transformation de S7 et Sg 11,6 : 1

89 und S3 anschliessend auf Spulenkdrper mit Durchmesser
von 10 mm gewickelt

Sp zwischen die Windungen von S1 gewickelt

5S4 und Ss5 zwischen die Windungen von S3 gewickelt
Ubersetzangsverhdltnis S7 und Sg 11,6 & 1

Notes from page 7
Notes de 1a page 7
Noten von Seite 7

1) Input source resistance = output resistance of preceding
transistor X ,
Résistance de la source d'entrée = résistance de sortie
du transistron precedent
Widerstand der Eingangsspannungsquelle = Ausgangswider-
stand des vorangehenden Transistors

2) Load resistance= input resistance of following transistor
Résistance de charge = résistance d'entrée du transistron

sulvant
Belastungswiderstand = Eingangswiderstand des folgenden
Transistors
938 3096 Tentative data. Vorldufige Daten 6.
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Operating characteristics as I.F. amplifier at 10.7 Mc/s

Caracteristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. a
10,7 ¥

Betriebsdaten als ZF-Verstdrker bei 10,7 MHz

Power gain between input terminals of
transistor and load resistance of
100 @
Amplification de- puissance entre les P
" bornes d'entrée du transistron et la
résistance de charge de 100 Q
Leistungsverstidrkung zwischen den Ein-
gangsklemmen des Transistors und
dem Ausgangswiderstand von 100 Q

= 22 4B

Insertion losses of each tuned circuit
Pertes par insertion de chaque circuit accordé 3,8 dB
Verluste in jedem Abstimmkreis®

Coil data
Donnees des bobines
Spulendaten

Coil
Bobine S Sz
Spule

L . 2,47 uH| 2,47 uH
‘unloaded )

Q ¢ sans charge 100 100
unbelastet

chargé, transistrons nominaux 35 35
belastet, nominelle Transistoren

loaded, nominal transistors
Q

")2) see page 6
Voir page 6
Siehe Seite 6

938 3097 Tentative data. Vorliufige Daten 7.
.6.1958 Caractéristiques provisoires






PHOTO TUBES

TUBES PHOTO-ELECTRIQUES
PHOTO-ELEKTRISCHE ROHREN

The inclusion of a type number in this list does not

necessarily imply its availability

La figuration 4d'un numéro . de type sur cette liste n'im-
plique pas nécessairement que le tube est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass die RShre tatsdchlich lieferbar ist

Description Page Date
Umschreibung Seite Datum
Preferred type list
Liste de types préférés P21 1. 1.1959
Vorzugstypenliste
Contents
Index P1 1. 1.1959
Inhalt
General operational recommendations
Recommandations générales pour 1'emploi P101,P102|12.12.1956
Allgemeine Empfehlungen fir den Betrieb |P103 12.12.1956
Spectral response curves
Courbes de réponse spectrale
Spektrale Empfindlichkeitskennlinien
Frequency characteristic PA, FB 5. 5.1954
Caractéristique de fréquence
Frequenzkurve
Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
OAP 12 1,2 2. 2.1958 90 CG 1,2 3. 3.1956
A,B . 6.1958 p
¢'b 8 81928 4 v 2. 2.1955
E,F 2 2.1958 90 CV 1452 3. 3.19%
G,H . 6.1958
1,7 6. 6.1958 1533 ‘?2 ;" g:zg;
ORP 30 1,2 9. 9.1958 ’ o
A)B 9. 9.1358 A 3.3.1953
c,D 12.12.1958
ORP 90 | 1.2 5. 5.1528| |3938 1.2 3. 31953
A,B 8. 8.1958 A 3.3.1953
c,D 12.12.1958
50 AP | 1.2 | 5. 3.1988| [3%%° b2 | 3.3.195
3,2 3. 3.1958 4 3. 3.1953
5 3. 3.1958 .1
2t 3. 311428 3546 1,2 3. 3.1955
58 c@ A,B 3. 3.1958 A 2. 2.1955
C 1,2 3. 3.1955 E
I 2. 2.1955 3554 1,2 3. 3.1955
58 CV 1,2 3. 3.1955 A 2. 2.1955
A ‘3. 3.1953
90 AG 1,2 4. 4.1956
A 2. 2.1955
90 AV 1,2 1. 1.1958
A 6. 6.1953
1.1.1959 938 3394 P1
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General purpose GERMANIUM PHOTODIODE, sealed in a metal case
PHOTODIODE AU GERMANIUM, congue pour usages généraux, en-
fermée dans un cylindre d€ métal
GERMANIUM-PHOTODIODE in Metallgehduse flr allgemeine Ver-
wendungszwecke

The symbols used in these data are those normally used for
semi-conductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir 1lal
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die fir diese Daten verwendeten Symbole sind die fir die
Halbleiter iblichen. Siehe die Symbolenliste fir Halb-
leiter, Seite Sem 501-505

The green dot indicates the position
of the anode (negative pole of the

Dimensions in mm vattery)
Dimensions en mm Le point vert marque la position de
Abmessungen in mm 1’ anode(pole négatif de la batterie)

Der griine Punkt indiziert die Anoden-
seite (negatlver Pol der Batterie)

8
}:;:
Glass lens ﬁ

Lentille de verre ‘\3’
Glaslinse S)

Average photosensitive area

Surface sensible a la lumiére moyenne 1 mm

Llchtempfindllche Fl&che

aio,oz

Characteristics o
Caractéristiques Tgpp = 25 C
Kenndaten

Illumination
Eclairement = 100 lux
Beleuchtungsstérke

Colour temperature o
Température de couleur = 2500 “K
Farbteﬂperatur

-Ip > 5 WA

-Vp = 0,5-30 V

Internal impedance
Impédance interne > 3 NQ
Innenwiderstand

938 3087 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
" 6.6.1958 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS

-VD

-Vp
b3
B

..VD

Dark current
Courant 4'obscurité <
Dunkelstrom

') Frequency at which the sensitivity
tivity at 1 ke/s i i
Fréquence a laquelle la sensibilite est la moitie de la
sensibilité & 1 kHz
Frequenz bei der die Empfindlichkeit die Halfte der
Empfindlichkeit bei 1 kHz ist

Characteristics (continued)
Caracteristiques
Kenndaten (Fortsetzung)

(suite)

Noise of the dark current |
Bruit du courant d'obscurite <
Rauschen des Dunkelstroms

Cut-off frequency 1
Fréquence de coupure ') =
Grenzfrequenz

Max. spectral response .
Réponse spectrale maximum a N
Max. spektrale Empfindlichkeit bei

Zero_spectral response at
Seuil de réponse & A=
Grenze der Empfindlichkeit bel

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max.
-Ip = max.
Wp = max.

10 v
15 pA
10 v

1 Xe/s

1 c/s
3x10712 4
10 v

50 k¢/s
1,55 u
2,0 u

30 v
3 mA
30 mW

is half the sensi-

938 3088

Caractéristiques provisoires

Tentative data. Vorldufige Daten 2.
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CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with top sensitivity

CELLULE PHOTOCONDUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec la
surface sensible du cdté supérieur

KADMIUMSULFID PHOTOLEITER fiir frontalen Lichteinfall

Application: Flame control, smoke detection, industrial
on-off switching
Application: Contrdle de flammes, détection de fumées,
commutation industrielle "en circuit-hors
circuit"
Anwendung : Flammeniiberwachung. Rauchmeldung, industrielle
Ein-Ausschalter

The symbols used in these data are those mormally used for|
semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die fur diesen Daten. verwendeten Symbole sind die fiir die
Halbleiter iiblichen. Siehe die Symbolenliste fiir Halb-
leiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm
Dimensions en mm l“
Abmessungen in mm max 39

R p—

R
Base, culot, Sockel: OCTAL

Sensitive area p)
Surface sensible 3,4 cm
Empfindliche Fl&che

938 2905 Tentative data. Vorl&ufige Daten 1.
3.3.1958 Caractéristiques provisoires :
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
v = 10V

Illumination )
Eclairement = 50 lux
Beleuchtungsstérke

Coloyr temperature

Température de couleur = 1500 %k
Farbtemperatur
> 20 mA
I = 40 mA
< 75 mA
v = 300V
Tamb = 25 °¢c
Dark current ,
Courant. d'obscurité = max., 5 ui
Dunkelstrom

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)

Vo = max, 350 V
max. 250 V
max., 1,2 W
= -40°c/+70 °C

&
n

P (Tam'b =25 OC)

L]

=3
g
o
1

938 2906 Tentative data.Vorldufige Daten
Caractéristiques provisoires
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CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with side sensitivity

CELLULE PHOTOCONDUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec la
surface sensible du cdté latéral

KADMIUMSULFID PHOTOLEITER fiir Lichteinfall von der Seite

Application: Flame control, smoke detection, industrial
on-off switching

Application: Contrdle de flammes, détection de fumées,
commutation industrielle "en circuit-hors
circuit"

Anwendung : Flammeniiberwachung, Rauchmeldung, industrielle
Ein-fusschalter

The symbols used in these data are those normally used for
semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi~conducteurs, Voir la
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die fir diese Daten verwendeten Symbole sind die fir die
Halbleiter tblichen. Siehe die Symbolenliste fir Halb-
leiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm 1""*“2
Dimensions en mm 9

Abmessungen in mm
C—
N
™|
g
g
R
ﬁT Base, culot, Sockel: MINIATURE 7 P
The arrows indicate the direction of the ingident light
Les fléches indiquent la direction de la lumiére incidente
Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes
Total area to be illuminated 2.9 cm?
Sensitive part of this area 1.8 cm
Surface totale a étre éclairée 2,9 cmg —
Partie sensible de cette surface 1,8 cm
Zu beleuchtende Fléche 2,9 cmg
Enpfindlicher Teil dieser Flidche 1,8 cm
938 3064 Tentative data. Vorléufige Daten 1.

6.6,1958 Caractéristiques provisoires T T
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Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
v = 10 0 V
Illumination
Eclairement = 50 53,8 1lux
Beleuchtungsstarke
Colour temperature °
Température de couleur = 1500 2700 K
Farbtemperatur
> 6 3 mh
I = 20 10 nA
< 31 16 mA
v = 300 v
Tamb = 25 %c
Dark current , 1
Courant, d'obscurité = max. 2,5 pA )
Dunkelstrom
Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)
V= = max. 350 V
Va = max. 250 V
P (Tamp = 25 °C) = max. 1 W
P (Tamp = 70 °C) = max. 0,3 W
Tamp = -40%/+70%
Remark ¢ It is recommended that the photocell be stored
in the dark

Observation: Il est recommandé G'emmagasiner le cellule dans

1'obscurite

Bemerkung : Es wird empfohlen der Photoleiter im Dunkeln

zu lagern

') The current falls after the light has been removed, but
there will be some delay before the value of 2.5 pA

is reached

Le courant diminue aprés que la lumiére a été éloignée
mais il y aura quelque délai avant que la valeur de

2,5 pA solt atteinte

Nachdem das Licht entfernt ist, wird der Strom abnehmen,
aber der Wert von 2,5 pA wird erst nach einiger Ver-

20gerung erreicht werden

938 3065 Tentative data. Vorlédufige Daten
Caractéristiques provisoires
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